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Typeniibersicht — Dioden

Bisher vorhandene Typen

Neue Typen

Dioden
Germanium-Dioden
Germanium-Spitzendioden

Silizium-Dioden
Universaldioden
Schnelle Gleichrichter

Schaltdioden mittlerer
Leistung JEDEC-Typen

Schaltdioden

Schaltdioden fiir
Schichtschaltungen

Kapazitatsdioden

Schalterdioden

PIN-Regeldioden

Z-Dioden Proelektron-Typen

Z-Dioden JEDEC-Typen

= Nicht fir Neuentwicklung

AA113, AA116, AA117
AA118, AA119, AAY27,
AAY28

aBA103, aBA104, aBA105,
=BA108 BA127D

BAW?75, BAW76, BAY41,
BAY42, BAY43, BAY44,
BAY45, BAY46, BAY61,
1N4148

BAV74

BA138, BB103, BB104,
BB105A, BB105B, BB105G,
BB109G, BB113, BB204,
BB209, BBY30

BA182

BA379

BZD10, BZV40, BZX83,
BZX97, BZX98, BZY97

1N746A bis IN759A
1N957B bis 1N992B
1N2804B bis 1N2846B
1N2970B bis TN30158B
1N3016B bis TN3051B
1N3305B bis 1N3350B
1N3821 bis 1N3830A
1N3993A bis TN4000A
1N4099 bis 1N4135
1N4370A bis 1N4372A

1N3879 bis 1N3883R
1N3889 bis TN3893R

TN3611 bis TN3614, 1N3957,
1N4245 bis 1N4249,

1N4942, 1N4944, 1N4946
1N5614 bis 1N5623

BAV99, BAW56

BB205A, BB205B, BB205G,
BB304, BB309, BBY31,
BB413, BB501, BB502,
BB503, BB504

BB505B, BB505G

BA243, BA244
BA282, BA283

BZW22, BZX84



Typeniibersicht — Dioden

Bisher vorhandene Typen

Neue Typen

Z-Dioden JEDEC-Typen

Referenzdioden mit
interner Bezeichnung

Referenzdioden
JEDEC-Typen

Ultrastabile Referenzdioden
JEDEC-Typen

TAZ-Suppressor-Dioden

Chips
Z-Dioden-Chips zu
JEDEC-Typen

Referenzdioden-Chips zu
JEDEC-Typen

Ubersicht der Z-Dioden und temp Komp. Referenzdioden fir MIL-Anwendungen nach JAN,

JANTX und JANTXV
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1N4549B bis TN4556B
1N4557B bis 1N4564B
1N4614 bis TN4627
1N4678 bis 1N4717
1N4728A bis TN4764A
1N5221B bis TN5281B
1N5333B bis TN5388B
1N5728 bis 1N5757B

USR931 bis USR934
USR1171 bis USR1174

1N821 bis 1N829A

1N935 bis TN940B

1N941 bis 1N946B

1N2163 bis TN2171A
1N2620 bis 1N2624B
1N3154 bis IN3157A
1N4057 bis TN4085A
1N4565 bis 1N4584A
1N4765 bis 1N4774A
1N4775 bis 1N4784A
1N4896 bis TN4915A
1N4916 bis 1N4932A

1N3501 bis TN3504
1N4890 bis TN4895A

CH746 bis CH759

CH962 bis CH992

CH4099 bis CH4135
CH4370 bis CH4372
CH4614 bis CH4627
CH4728 bis CH4764
CH5221 bis CH5281

CH821 bis CH829
CH4565 bis CH4584A

1N5555 bis 1N5558
1N5629 bis TN5665A
1N5907



Typeniibersicht — Dioden

Bisher vorhandene Typen

Neue Typen

Mikrowellen-Dioden
Germanium-Spitzendioden
fur Patronenfassungen
Germanium-Tunneldioden

Germanium-Backward-
Dioden

Speicher-Varaktoren

Sperrschichtvaraktoren

Gallium-Arsenid-
Gunnelemente

GD731, GD732, GD733
AEY30A,B,C,D,TU205/5,/10
TU210/5,/10, TU220/5,/10,
TU301, TU302, TU305/5,/10,
TU310/5,/10, TU320/5,/10,
TU410/5,/10

TU300A, B, C

BXY10A, BXY10B, BXY10C,
BXY10D, BXY11E, BXY11F,
BXY11GA,BXY13A,BXY13B,
BXY13C, BXY13D,
BXY15CA-1, BXY15DC-1,
BXY16B, BXY16C-1,
BXY17CA-1, BXY19E,
BXY19F,BXY19FB,BXY19GB,
BXY19HA, BXY21B,
BXY21CA, BXY21CB,
BXY24EA

BBY24, BBY25, BBY26,
BBY27, BBY32CB, BBY32DA,
BBY32DB, BBY32EA,
BBY32FA

GAO10C-1A, GAO10D-1A,
GAO10E-1A, GAO20C-1B,
GAO20D-1B, GAO20E-1B,
GAO50C-1C, GAO50D-1C,
GAOS50E-1C, GAO10F-1A,
GAO10G-1A, GAO10I-1A,
GAO20F-1B, GAO20G-1B,
GAO020I-1B, GAO50F-1C,

GAO50G-1C, GAO50I-1C

BXY14E, BXY14F, BXY14GA
BXY15CA-5, BXY15CA-6,
BXY16CA-1, BXY17CA-5,
BXY17CA-6, BXY15DC-5,
BXYDC-6

BXY22G, BXY22H, BXY22J,
BXY23

GAO100C-1D, GAO200C-1E

1



Typeniibersicht — Dioden

Bisher vorhandene Typen

Neue Typen

Mikrowellen-Dioden
Lawinenlaufzeit
(IMPATT)-Dioden)

Doppel-Drift-Impatt-Dioden

PIN-Dioden

Mikrowellen-Schottky-
Dioden

12

BGY12D-1F, BGY13D-1E,
BGY14D-1E, BGY12E-1G,
BGY13E-1F, BGY14E-1F,
BGY12F-2H, BGY13FA-1G,
BGY14FA-1G, BGY12F-2J,
BGY13F-2H

BGY26D-1E, BGY27DA-1D
BGY26E-1F, BGY27DB-1E
BGY26FA-1G, BGY27E-1F

BXY43A, BXY44E, BXY43B,
BXY58EA, BXY43C, BXY59D

BAT14C-3, BAT14CB-1,
BAT14CC-1

BGY28D-1E, BGY29C-1F,
BGY28EA-1F, BGY29EA-1H,
BGY29EB-1K, BGY29EB-1M

BAT14BA-2, BAT14BB-2A,
BAT14BA-2A, BAT14CA-2,
BAT14BB-2, BAT14CA-2A,
BAT14C-3A, BAT14CB-1B,
BAT14C-3B, BAT14CC-1A

BAT14CB-1A, BAT14CC-1B



Typenibersicht in alphanumerischer Reihenfolge

Typ Anwendung Seite
1N746A bis 1N759A Z-Dioden0,4W .. ... e 211
1N821 bis TN829A Referenzdioden0,25W ........... .. ..coiiiiiiin.n. 277
1N935 bis 1NS40B Referenzdioden0,5W .......... ... .. .. . ciiiiiiiiinn 281
1N941 bis 1N946B Referenzdioden0,5W ............. ... ..o, 285
1N957B bis 1N992B Z-Dioden0,4W .. ... .. ... 213
1N2163 bis 1N2171A Referenzdioden0,75W ......... ... 289
1N2620 bis 1N2624B Referenzdioden0,756W ............ ... ..., 293
1N2804B bis 1N2846B Z-DiodenB50W ... ... 217
1N2970B bis 1N3015B Z-Dioden 10W ... . . . .. 221
1N3016B bis 1N3051B Z-Dioden TW ... .. 225
1N3154 bis 1N3157A Referenzdioden0,5W ............ ...t 297
1N3305B bis 1N3350B Z-DiodenB50W ... ... 229
1N3501 bis 1N3504 Ultrastabile Referenzdioden 0,25W . ................... 300
1N3611 bis 1N3614 Schaltdioden mittlerer Leistung (1A) ................... 89
1N3821 bis 1N3830A Z-DiodenTW .. 233
1N3879 bis 1N3883R Schnelle Gleichrichter6A ............................. 103
1N3889 bis 1N3893R Schnelle Gleichrichter 12A ........ ... ... ... .. ... . ... 105
1N3957 Schaltdiode mittl. Leistung (1A) ....................... 89
1N3993A bis 1N4000A Z-Dioden1OW ... 236
1N4057 bis TN4085A Referenzdioden 1,5bis2,6W ........... . ... 305
1N4099 bis 1N4135 Z-Dioden0,6W ... ... 238
1N4148 Schaltdiode kleiner Leistung (0,4W) .................... 118
1N4245 bis 1N4249 Schaltdioden mittl. Leistung(1A) ...................... 92
1N4370A bis 1N4372A Z-Dioden0,4W .. ... . 242
1N4549B bis 1N4556B Z-DiodenB50W ... .. 244
1N4557B bis 1N4564B Z-DiodenB50W ... ... 246
1N4565 bis TN4584A Referenzdioden04W ... ... ... .. .cciiiiiiiii.. 309
1N4614 bis 1N4627 Z-Dioden0,25W ... . o i 249
1N4678 bis 1N4717 Z-Dioden0,25W ... . i 252
1N4728A bis TN4764A Z-Dioden W .. 255
1N4765 bis 1N4774A Referenzdioden0,25W ................. ... ... . ..... 316
1N4775 bis TN4784A Referenzdioden0,25W ..........ccoiiiiiiiiiiiein. 319
1N4890 bis 1TN4895A Ultrastabile Referenzdioden04W ..................... 322
1N4896 bis TN4915A Referenzdioden0,4W ... 327
1N4916 bis TN4932A Referenzdioden0,4W ........ ..., 331
1N4942

1N4944 } Schaltdioden mittl. Leistung (1A) ...................... 95
1N4946 ‘
1N5221B bis 1N5281B Z-Dioden0,5W ... ... 259
1N5333B bis 1TN5388B Z-Dioden5W ... ... 264
1N55555 bis 1N5558 TAZ-Suppressor-Dioden ................cciiiiiiinnn. 334
1N5614 bis 1N5623 Schaltdioden mittl. Leistung (1A) ...................... 98
mgggg bis 1NS665A } TAZ-Suppressor-Dioden .............................. 337
1N5728 bis 1N5757B Z-Dioden0,dW ... .. i 268
1N-MIL-Typen Militér, Luft-undRaumfahrt ........................... 360

siehe gesondertes
Typenverzeichnis
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Typeniibersicht in alphanumerischer Reihenfolge

Typ Anwendung Seite
AA113 59
AA116 61
AA117 Germanium-Spitzendioden ............... 64
AA118 Standardtyp 66
AA119 68
AAY27 Germanium-HF-Spitzendiode ............ ... .o 71
AAY28 Hochsperrende Germanium-Spitzendiode .............. 76
AEY30 Ge.-Tunneldiode ..........cccoiiiiinnnnn. 367
BA103 1

oo [ Silizium-Universaldioden ................. 83
BA108

BA127D Silizium-Kleinflaichendiode ................ 87
BA138 Kapazititsdiode ........... ... 132
BA182 Silizium-Schalterdiode ................... 159
g:g:i } Silizium-Planar-Schalterdioden 160
gﬁggg } Silizium-Planar-Schalterdioden 161
BA379 Silizium-PIN-Regeldiode .................. 162
BAT14... Schottky-Dioden ...t 373
BAV74 Silizium-Planar-Doppeldiode .............. 120
BAV99 Silizium-Pianar-Doppeldiode ...t 122
BAWS6 Silizium-Planar-Doppeldiode .............. 127
BAW75 Silizium-Planar-Logik-Diode ............... 107
BAW?76 Silizium-Planar-Logik-Diode . ...t 108
BAY41

BAY42 } Silizium-Planar-Schaltdioden ............. 109
BAY43

BAY44

BAY45 } Silizium-Universaldioden ........ ..o 113
BAY46

BAY61 Silizium-Schaltdiode ... 17
:g:gﬁ } Silizium-Kapazitatsdioden ..............c.oiiiiin 134
BB105 Silizium-Kapazitatsdiode ..........covveiiiiiii 137
BB109 Silizium-Kapazitatsdiode ...........cooviiieriiin 140
BB113 Silizium-Dreifach-Abstimmdiode ..............ccoonnn 142
BB204 Silizium-Kapazitatsdiode ....... ..o 134
BB205 Silizium-Kapazitatsdiode ............cooiiii 144
BB209 Silizium-Kapazitatsdiode .........oovoivierii 146
BB304 Silizium-Kapazititsdiode ... 148
BB309 HyperabrupteSilizium—Kapazitétsdiode ................ 149
BB413 Silizium-Dreifach-Abstimmdiode ...................... 150
BB501 Silizium-Kapazitatsdiode . ... 153
BB502 Silizium-Kapazitatsdiode ..........cooooiriiieiian, 154
BB503 Silizium-Kapazitatsdiode ... 153
BB504 Silizium-Kapazitatsdiode ....... ... 154
BB505 Silizium-Kapazitatsdiode . .......coooooveieiir 155
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Typeniibersicht in alphanumerischer Reihenfolge

Typ Anwendung Seite
BBY24

BBY25 .

BBY26 Sperrschichtvaraktoren ...............ccoviiiiiiao.... 370
BBY27

BBY30 } Kapazitatsdioden ................. ... ... 157
BBY31 158
BBY32... Sperrschichtvaraktoren ...............cccovieieiiii.... 370
BGY12D...

BGY13D...

BGY14D... Lawinenlaufzeitdioden (IMPATT-Dioden) ............... 372
BGY26D...

BGY27D...

BGY28D... } Doppeldrift-IMPATT-Dioden ................ccoouven... 372
BGY29C...

BXY10A..

BXY11F..

BXY13A..

g;((m;f: Speichervaraktoren ..................ciiiiiiiii... 369
BXY16B..

BXY17C..

BXY19E..

E?E_YEIE_ 1 Speichervaraktoren ................ ... i 370
BXYZ4EA J

BXY22G... } Sperrschichtvaraktoren ................ ... ... ... ... 370
BXY23

BXY43A ..

BXY44E i

BXYSSEA PIN-Dioden .......... i 373
BXY59D

BZD10... Z-Dioden1,3W ... 164
BzZv4o. .. Z-DiodenBW ... ... 169
BZw22 ... Z-Dioden1,3W ... 174
BZX83... Z-Dioden0,5W ... ... ... 180
BZX84 ... Z-Dioden0,15W .. ... .. 187
BZX97 ... Z-Dioden0,5 ... ... .. 190
BZX98... Z-Dioden13W ... 198
BZY97... Z-Dioden1,56W ... . 203
CH746 bis CH759 Z-Dioden-Chips 0,4W . ... i 342
CH821 bis CH829 Referenzdioden-Chipszu JEDEC-Typen ................ 357
CH962 bis CH992 Z-Dioden-Chips0,4W ... ...t 344
CH4099 bis CH4135 Z-Dioden-Chips04W ... ...t 346
CH4370 bis CH4372 Z-Dioden-Chips0,4W . ... ... i 348
CH4565 bis CH4584A Referenzdioden-Chipszu JEDEC-Typen ................ 357
CH4614 bis CH4627 Z-Dioden-Chips0,4W ....... ... ... .. 349
CH4728 bis CH4764 Z-Dioden-Chips1TW ... ... 351
CH5221 bis CH5281 Z-Dioden-Chips0,4W ... ... ... ..o, 354
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Typeniibersicht in alphanumerischer Reihenfolge

Typ Anwendung

Seite

GAO10C...
GAO20C...
GAO50C. ..
GAO100C...
GAO200C...
GD731
GD732
GD733
TU205
TU210
TU220
TU300
TU301
TU302
TU305
TU310
TU320
TU410
USR931
USR932
USR933
USR934
USR1171
USR1172
USR1173
USR1174

Gallium-Arsenid-

[ e s e e e S —

16

Gunnelemente .......... . i,

GE-Spitzendioden ............. ... . ...

Ge-Tunneldioden .........................

Ge-Bakwarddiode ................... ...,

Ge-Tunneldioden ............. oo



Typeniibersicht mit Kurzdaten

1. Germanium-Dioden

1.1. Germanium-Spitzendioden

Typ Anwendung Sperr- DurchlaBspannung Sperrstrom bei Seite
spannung bei /r = 10 mA Ur =10V
Ur (V) Ur (V) /g (nA)
AA113') HF-Diode 60 1,1 (<1,6) 12 59
AA116') HF-Diode 20 <1,0 20 61
AA117 Universal-Diode 90 <1,2 4 64
AA118') Universal-Diode 90 <1,05 2,5 66
AA119') HF-Diode 30 <15 4,5 68
AAY27 HF- und Schaltdiode | 25 0,58 (=0,83) 6 (=30) 71
AAY28 Universal-Diode 100 0,65 (=1,15) 3(=7) 76

1) auch gepaart lieferbar (Daten beziehen sich auf die Einzeldiode)

17



Typeniibersicht mit Kurzdaten

2. Silizium-Dioden

2.1. Silizium-Universal- und -Schaltdioden

2.1.1. Silizium-Universaldioden

Typ Anwendung Sperr- Dur;:hlaBspénnung Sperrstrom a Seite
spannung bei /¢ = 100 mA bei Ug; [ (MA)
Ur (V) Ue (V)

BA103 Gleichrichterdiode 6 =1,0 =1 83

im Metallgehause
BA104 Gleichrichterdiode

im Metallgehause 100 =11 =1 83
BA105 Gleichrichterdiode

im Metallgehause 300 =11 =1 83
BA108 Gleichrichterdiode

im Metallgehause 50 =11 =1 83
BA127D Universal-Diode

im Glasgehéause 60 =11 0,02 (<1) 87
2.1.2. Schnelle Gleichrichter; Schaltdioden mittlerer Leistung (JEDEC-Typen)
Typ Sperrspannung Sperrstrom Gehause Seite

Ug (V) Ig (A) [uA]
1N3611 bis 1N3614, 1N3957 200 bis 1000 1 DO-41 Glas 89
1N3879 bis 1N3883, R 50 bis 400 6 DO-4 Metall 103
1N3889 bis 1N3893, R 50 bis 400 12 DO-4 Metall 105
1N4148 75 |5] DO-35 Glas 118
1N4245 bis 1N4249 200 bis 1000 1 DO-41 Glas 92
1N4942 200 1 DO-41 Glas
1N4944 400 1 DO-41 Glas 95
1N4946 600 1 DO-41 Glas
200 bis 1000 1 DO-41 Glas 98

1N5614 bis 1N5623

u Nicht fur Neuentwicklung

18



Typeniibersicht mit Kurzdaten

2.1.3. Silizium-Planar-Schaltdioden kieiner Leistung (Proelektron-Typen)

Sperrspannung

Durchlaspannung

Typ Anwendung Schaltzeit Seite
bei /¢ = 200 mA
Ur (V) Ur (V) to (ns) [us]
BAW75 Schnelle Schaltdiode | 35 =1?) =2 107
BAW76 Schnelle Schaltdiode | 75 =1 =2 108
BAY41 Schnelle Schaltdiode | 40 0,93 (<1) 10 (<15) 109
BAY42 Schnelle Schaltdiode | 50 0,93 (<1) 10 (<15) 109
BAY43 Schnelle Schaltdiode | 80 0,93 (<1) 10 (<15) 109
BAY44 Universaldiode 50 0,97 (<1,1)") [4,5] 113
BAY45 Universaldiode 150 0,97 (<1,1)") [4,5] 113
BAY 46 Universaldiode 300 0,97 (<1,1)") [4,5] 113
BAY 61 Schaltdiode 75 <13 =4 117
2.2. Silizium-Planar-Schaltdioden fiir Schichtschaltungen
Typ Anwendung Sperr- DurchlaBspannung Schaltzeit Seite
spannung Ug bei l¢ = t, (ns)
Ur (V) 100 mA (V)

BAV74 Doppeldiode mit

gemeinsamer Kathode 50 =1 =4 120
BAV99 Doppeldiode in Reihe 70 =13 =6 122
BAWS56 Doppeldiode mit

gemeinsamer Anode 70 =13 =6 127
" Ig=100mA 2) [ =30mA % /. =10 mA
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2.3. Tunerdioden

2.3.1. Silizium-Kapazitatsdioden

Typ Anwendung Co bei (Ug) Coav re bei Cp | Seite
(pF) v) Com” Q) (pF)

BA138 VHF (CCIR) 3,8-5,56 30 2,4-2,7 0,8 12 132
BB103 UKW (FM) 1 30 2,65 0,3 30 134
BB104 UKW (FM) Doppeldiode| 14 30 1,4 bis 2,85 0,3 30 134
BB105A | UHF bis 790 MHz 11,5 3 4-5%) 0,6 9 137
BB105B | UHF bis 800 MHz 11,6 3 4,5-6°%) 0,7 9 137
BB105G | VHF (CCIR) 11,5 3 4-6%) 0,9 9 137
BB109G | VHF (OIRT; FCC) 4,3-6 25 5-6,5°%) - - 140
BB113 Dreifach-Abstimm-

diode fur AM-Rundfunk | <13 30 >22 - - 142
BB204 UKW (FM) Doppeldiode| 14 30 2,4 bis 2,8 0,2 38 134
BB205A | UHF 2 bis 2,5 25 4,3 bis 5,3') [ 0,6 9 144
—_— Abstimmdioden
BB205B | UHF ¢ flir Fernseh- 1,9bis2,2 | 25 5 bis 6') 0,7 9 144
—_— Kanalwaéhler
BB205G | VHF 1,8 bis 2,6 | 25 4,3 bis 6') 0,9 9 144
BB209 CATV-Abstimmdiode 2,6 bis 3 25 >6,8") 0,85 | 12 146
BB304 UKW (FM) Doppeldiode | 42 bis 47,5 | 2 1,65 bis 1,75%)] 0,2 38 148
BB309 VHF-Abstimmdiode 3,7 bis 4,5 | 28 12 bis 15°%) =0,7| - 149
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Typ Anwendung Co bei (Ug) ,C"’V- rs bei Cp | Seite
(pF) (V) Cosov (L) (pF)
BB413 AM-Rundfunk
Dreifachdiode 10 bis 20 30 ?) <2 |345 [150
BB501 UHF-VHF; AFC und
BB503 Synthesizeranwendung | 1,9 bis 2,4 | 25 4,5 bis 6') 0,7 12 153
BB502 | VHF-Abstimmdiode
BB504 fur AFC u. Synthesizer | 4,3 bis 6 25 5 bis 6,5") Q = 200 154
BB505B | UHF-Kanalwahl 2,0bis 2,3 | 25 4,5 bis 58") | 0,7 12 155
BB505G | VHF-Kanalwahl 1,9bis 2,5 | 25 4,3 bis 5,6") | 0,9 12 155
;yp” ' Anwendung Sperr- DurchlaB3- Kapazitat bei 1 MHz und| Betriebs- Seite
spannung strom Ug =30V Ug =3V temp. °C
Ur (V) Ie (MA) Co (pF) Co (pF)
BBY30 FM-Diode 30 100 11 29-31 —55 bis | 157
BBY31 UHF-VHF-Diode 28 20 1,8 bis 2,8%)| 11,5 +125 158
Co 2) Werte c I
Q = Gutefaktor; ') ==~ siehe ) 2 Yyua=28V; 5 L
Cozsv Datenblatt Cosv Cozev
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2.3.2. Silizium-Planar-Schalterdioden

Typ Anwendung Sperr- max. zulassiger Sperrstrom Seite

spannung DurchlaBstrom bei Ug = 15V

U (V) 1 (MA) (Up =20V)

Ig (nA)
BA182 VHF-Umschaltdiode 35 100 (<100) 159
BA243 Schalterdiode 20 100 <100 160
BA244 Schalterdiode 20 100 <100 160
BA282 l Bandumschaltung 35 100 (<100) 161
BA2g3 | In Tunern 35 100 (<100) 161
2.3.3. Silizium-PIN-Regel-Diode
BA379 Stromgesteuerter
HF-Widerstand 30 20 <1 (Ug = 10V)| 162

2.4. Z-Dioden

2.4.1. Z2-Dioden (Proelektron-Typen)

Typ Nennspannung Verlustleistung Gehduse Seite
Uz [V] Piot (W)
BZD10... 3,3 bis 200 1,3 DO-13 164
BZV40. .. 3.3 bis 200 5 - T-18 169
BZwW22 . .. 0,7 bis 51 13 DO-41 174
BZX83... 0,8 bis 47 0,5 DO-35 180
BZX84... 4,7 bis 12 0,15 SOT-23 187
BZX97... 0,8 bis 47 0,5 DO-35 190
BZXS8. .. 3,9 bis 200 i3 DO-4 mod. 198
BZY97... 3,3 bis 200 1,5 DO-41 203
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24.2. Z-Dioden (JEDEC-Typen)

Typ Nennspannung Verlustleistung Gehause Seite
Uz V] Pior (W)
1N746A bis 1N759A 3,3 bis 12 0,40 DO-7 211
1N957B bis 1N992B 6,8 bis 200 0,40 DO-7 213
1N2804B bis 1N2846B 6,8 bis 200 50 TO-3 217
1N2970 bis 1N3015B 6,8 bis 200 10 DO-4 221
1N3016B bis 1N3051B 6,8 bis 200 1 DO-13 225
1N3305B bis 1N3350B 6,8 bis 200 40 DO-5 229
1N3821 bis TN3830A 3,3 bis 7,5 1 DO-13 233
1N3993A bis 1N4000A 3,9 bis 7,5 10 DO-4 236
1N4099 bis 1N4135 6,8 bis 100 0,40 DO-7 238
1N4370A bis 1N4372A 2,4 bis 3,0 0,40 DO-7 242
1N4549B bis 1N4556B 3,9 bis 7,5 50 DO-5 244
1N4557B bis 1N4564B 3,9 bis 7,5 50 TO-3 246
1N4614 bis 1N4627 1,8 bis 6,2 0,25 DO-7 249
1N4678 bis 1N4717 1,8 bis 43,0 0,25 DO-7 252
1N4728A bis 1N4764A 3,3 bis 100 1 DO-41 255
1N5221B bis 1N5281B 2,4 bis 200 0,50 DO-7 259
1N5333B bis 1TN5388B 3,3 bis 200 5 T-18 264
1N5728B bis 1N5757B 4,7 bis 75 0,40 DO-7 268
2.5. Referenzdioden
2.5.1. Referenzdioden mit interner Bezeichnung
USR931 bis USR934 9,3 0,4 DO-7 271
USR1171 bis USR1174 11,7 0,4 DO-7 274
2.5.2. Referenzdioden (JEDEC-Typen)
1N821 bis 1N829 6,2 0,25 DO-7 277
1N935 bis 1N940B 9,0 0,50 DO-7 281
1N941 bis 1N946B 11,7 0,50 DO-7 285
1N2163 bis 1N2171A 9.4 0,75 DO-13 289
1N2620 bis 1N2624B 9,3 0,75 DO-13 293
1N3154 bis 1N3157A 8,4 0,50 DO-7 297
1N3501 bis 1N3504 siehe 2.5.3. 300
1N4057 bis 1N4085A 12,4 bis 200 1,5;2; 25 CC, DD, EE 305
1N4565 bis 1N4584A 6,4 0,40 DO-7 309
1N4765 bis 1N4774A 9,1 0,25 DO-7 316
1N4775 bis TN4784A 8,5 0,25 DO-7 319
T1N4890 bis 1N4895A siehe 2.5.3. 322
1N4896 bis 1N4915A 12,8 0,40 DO-7 327
1N4916 bis 1N4932A 19,2 0,40 DO-7 331

23



Typeniibersicht mit Kurzdaten

2.5.3. Ultrastabile Referenzdioden (JEDEC-Typen)

Typ Nennspannung Verlustleistung Gehause Seite
Uz V] Priot (W)

1N3501 bis 1N3504 6,35 0,25 DO-7 300

1N4890 bis 1N4895A 6,35 0,40 DO-7 322

2.6. TAZ-Suppressor-Dioden

1N5555 bis 1N5558 5 bis 171 1500 (Impuls) | DO-13 334
1N5629 bis TN5665 6 bis 200 1500 (Impuls) | DO-13 337
1N5907 6 bis 7 1500 (Impuls) | DO-13 337

2.7.Dioden-Chips
2.7.1. Z-Dioden-Chips zu JEDEC-Typen

Typ Nennspannung Verlustleistung Seite
Uz [V] Pro (W)
CH746 bis CH759 3,3 bis 12 0,4 342
CH962 bis CH992 11 bis 200 0.4 344
CH4099 bis CH4135 6,8 bis 100 0.4 346
CH4370 bis CH4372 2,4 bis 3 0,4 348
CH4614 bis CH4627 1,8 bis 6,2 04 349
CHA4728 bis CH4764 3,3 bis 100 1 351
CH5221 bis CH5281 2,4 bis 200 0,4 354

2.7.2. Referenzdioden-Chips zu JEDEC-Typen

Typ Nennspannung Toleranz Seite
Uz [V]

CH821 bis CH829 6,2 +5% 357

CH4565A bis CH4584A 6,4 +5% 357

2.8. Ubersicht der Z-Dioden und temperaturkompensierten Referenzdioden fiir MIL-
Anwendungen nach JAN, JANTX und JANTXV-Spezifikation siehe Seite 360 bis 364

3. Mikrowellen-Dioden siehe Seite 367 bis 377
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Bezeichnungsschema fiir Halbleiter

1. Fur Typen, die vorwiegend in Rundfunk-, Fernseh- und Magnettongeraten verwendet werden,
besteht die Typenbezeichnung aus:
2 Buchstaben und 3 Ziffern

2. Far Typen, die vorwiegend fir andere Aufgaben als unter 1. angegeben, also vornehmlich
fur kommerzielle Zwecke, eingesetzt werden, besteht die Typenbezeichnung aus:

3 Buchstaben und 2 Ziffern
Darin bedeuten
als erster Buchstabe
Ausgangsmaterial Germanium (Material mit einem Energiebandabstand von 0,6 1,0 eV)
Ausgangsmaterial Silizium (Material mit einem Energiebandabstand von 1,0-1,3 eV)
I11-V-Material, z.B. Gallium Arsenid (Material mit einem Energiebandabstand von 1,3 und
mehr 2V)
Material mit einem Energiebandabstand von weniger als 0,6 eV, z.B. Indium-Antimonid
Halbleiter-Material fir Photoleiter und Hallgeneratoren

O m >

oD O

als zweiter Buchstabe

Diode (ausgenommen Tunnel-, Leistungs-Z-Diode und strahlungsempfindliche Diode,

Bezugsdiode und Spannungsregler, Abstimmdiode)

Diode mit veranderlicher Sperrschichtkapazitat (Abstimmdiode)

Transistor fir Anwendungen im Tonfrequenzbereich (R, s:>15 K/W
1B

Leistungstransistor fiir Anwendg. im Tonfrequenzbereich (R,, .

>

)
1sisto uenzb K/W)
Tunneldiode

Hochfrequenz-Transistor (R, > 15 K/W)

Hall-Feldsonde

Hallgenerator in magnetisch offenem Kreis (z.B. Magnetogramm- oder Signalsonde)
Hochfrequenz-Leistungstransistor (R, ;<15 K/W)

Hallgenerator in magnetisch geschlossenem Kreis (z.B. Hallmodulator und Hallmultiplikator)
Strahlungsempfindliches Halbleiterbauelement (z.B. Photoelement)

Strahlungserzeugendes Halbleiterbauelement (z.B. Lumineszenzdiode)

Elektrisch ausgeloste Steuer- oder Schaltbauteile mit Durchbruchcharakteristik

(Rins >15 K/W), z.B. Thyristortetrode

Transistor fur Schaltanwendungen (R, ;¢ >15 K/W)

Elektrisch oder mittels Licht ausgeloste Steuer- oder Schaltbauteile mit Durchbruchcharakteri-
stik (Runy6 < 16 K/W), z.B. Thyristortetrode, steuerbarer Leistungsgleichrichter
Leistungstransistor fiir Schaltanwendungen (R, <15 K/W)

Vervielfacher-Diode, z.B. Varaktor-Diode und Step-recovery-Diode

Leistungsdiode, Spannungsrickgewinnungsdiode, ,,booster’-Diode

Bezugs- oder Spannungsreglerdiode Z-Diode (friher Zenerdiode genannt), als dritter Buch-
stabe wird fur Typen gemaR 2. der Buchstabe Z oder Y oder X usw. verwendet.

DOIVZIIrXTT"TMOoO®

—wn

N < X C

Die den Buchstaben folgenden Ziffern haben nur die Bedeutung einer laufenden Kennzeichnung,
sie beinhalten also keine technische Aussage.

Bezeichnungsweise von Z-Dioden (friiher Zenerdioden genannt), Proelektron-Typen

Um die verschiedenen Spannungsgruppen mit den dazugehérigen Toleranzen von Z-Dioden
eines Grundtyps unterscheiden zu kénnen, werden an die Typenbezeichnung des Grund-
typs (z.B. BZX83) Zusatzbuchstaben angehéngt.
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Als erstes wird durch die Angabe eines Buchstabens die prozentuale Toleranz der Z-Span-
nung angegeben (z.B. BZX83C)
Die verschiedenen Buchstaben haben im Pro-Elektron-System folgende Bedeutung:
A+1% Ct 5%
B+2% D+10%
Daran schlieRt sich die Angabe des mittleren Wertes der Z-Spannung des jeweiligen Typs an,
durch Angabe des Zahlenwertes der Z-Spannung in Volt. Handelt es sich um Werte die
zwischen zwei ganzen Zahlen liegen (z.B. 6,8), so ist an die Stelle des Komma ein »V« zu setzen
(z.B. 6V8).
Als Beispiel ist im folgenden die komplette Bezeichnung einer Z-Diode angegeben.

BZX 83/C6V8

Grundtyp

Toleranz
(z.B. U, £5%)

Z-Spannung
(z.B. 6, 8 V Nennwert)

Toleranzen bei Z-D

" ~nah Ni
egeben. Die Bedeu

ang
Z-Diode erlautert.

o
o
@
2

EDEC-Typen werden ebenfalls durch Zusatzbuchstaben A oder B
Buchstaben wird bei den Technischen Daten der betreffenden

Erlauterung der Begriffe Grenz- und Kenndaten

Die Eigenschaften eines Halbleiterbauelements werden normalerweise durch die Angabe von
Kenn- und Grenzdaten definiert.

Kenndaten sind Eigenschaften eines Halbleiterbauelements, die sich mit entsprechenden
MeRgeriten oder MeRanordnungen messen lassen und die das Betriebsverhalten oder
beliebige elektrische Parameter in einem definierten Arbeitspunkt ausdriicken. Sie werden je
nach Bedarf angegeben als

typische Werte — ausgedriickt durch eine Zahl oder eine Kurve oder Kurvenschar und/oder als
Eckwerte — eines einseitig oder beidseitig begrenzten Streubereichs. Bei Kurvendarstellungen
wird fallweise neben der typischen Kurve eine weitere Kurve (strichliert gezeichnet) gezeigt,
die meist die 95%-Streugrenze darstellt.

Grenzdaten sind Werte, die der Anwender nicht tiberschreiten darf, ohne eine sofortige
Zerstorung des Bauelements zu riskieren. Hierbei sind auch Schwankungen der Betriebsspan-
nung und Toleranzen anderer Bauelemente zu berlcksichtigen. Ein einzelner Grenzwert darf
auch dann nicht Giberschritten werden, wenn andere Grenzwerte nicht voll ausgenutzt sind.
Bei Kurven erkennt man an dem Wort »zuldssige« in der Uberschrift, dal die Kurve als
Grenzwert zu betrachten ist.
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Angaben zur Qualitat

Um die Lieferqualitat zu kennzeichnen, wird folgendes angegeben:
1. Grenzdaten sowie Streugrenzen der Kenndaten
2. AQL-Wert (annehmbare Qualitatsgrenziage)
Ein Lieferlos, dessen prozentualer Fehleranteil bei einer KenngréRe gleich oder kleiner dem
dafiir angegebenen AQL-Wert ist, wird bezlglich dieser KenngroRe bei der betreffenden
Stichprobenprifung mit hoher Wahrscheinlichkeit (meist 90%) angenommen.
Fir die verschiedenen Fehler (Fehlerdefinition siehe Abschnitt 3) gelten, wenn nicht anders
vereinbart, die in der Tabelle zusammengestellten AQL-Werte. Als Grundlage dienen fiir
Attributprifung die identischen Stichprobenplane DIN 40080 oder ABC-STD 105.
3. Fehlerdefinition und Fehlerklassen
Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementemerkmal nicht den Datenblattangaben ent-
spricht. Die Fehler werden nach Art und nach AusmaR in Klassen eingeteilt. Fur jede
Fehlerklasse, fir die ein AQL-Wert festgelegt ist, wird nur die Anzahl der fehlerhaften
Stucke (mit je einer oder mehreren fehlerhaften KenngréRen in dieser Fehlerklasse) ge-
wertet.
3.1. Einteilung nach Art der Fehler:
3.1.1. Fehler an Gehausen und Zuleitungen
3.1.2. Fehler in elektrischen Eigenschaften
3.2. Einteilung nach AusmaR der Fehler:
3.2.1. Hauptfehler: Fehler, der voraussichtlich die Brauchbarkeit fiir den vorgesehenen
Zweck beeintrachtigt oder ausschlief3t.
3.2.2. Nebenfehler: Fehler, der voraussichtlich die Brauchbarkeit fiir den vorgesehenen
Zweck nur wenig beeintrachtigt.

4. AQL-Tabelle.

Fehlerklasse AQL-Wert
in %
4.1. Fehler an Geh&usen und Zuleitungen
4.1.1. Hauptfehler 0,25
4.1.2. Nebenfehler 2,5
4.2. Fehler der elektrischen Eigenschaften
4.2.1. Hauptfehler 0,25
4.2.2. Nebenfehler 0,65
bei KenngroBen mit Stern (*) 25
bei KenngrofRen ohne Stern (*) Die Streuwerte dieser KenngroRen
werden so angegeben, daR etwa 2,5%
des Produktes oberhalb bzw. unterhalb
liegen kénnen

Lieferungen nach besonderen Vorschriften auf Vereinbarung

4.  Eingangskontrolle

Die vom Hersteller durchgefiihrten Kontrollen sollen eine Eingangskontrolle beim Anwender
unnotig machen. Will der Anwender dennoch eine Eingangskontrolle vornehmen, so wird die
Verwendung eines Stichprobenplanes nach folgenden Vorschriften empfohlen:

VG 95082 und VG 95083 sowie ABC STD 105

ASQ-Stichproben-Tabellen zur Attributprifung ASQ/AWF 1

(zu beziehen durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin W15 und Koéln).
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Einbau- und Lotvorschrift

Jedes Halbleiter-Bauelement ist duBerst empfindlich gegen Uberschreitung der hochstzulas-
sigen Sperrschichttemperatur. Man soll bei der Konstruktion der Geréte beachten, daR der
Abstand zwischen Warmeerzeugern und Halbleiter-Bauelementen ausreichend groB ist.
Bei Bauelementen mit Glasdurchfihrungen oder in Kunststoffgehausen ist ein Biegen und Lo-
ten der AnschluBdrihte direkt am Gehause unzulassig. Es mussen die unten angegebenen
Abstande eingehalten werden, weil andernfalls die auftretenden Materialspannungen zu Ris-
senim Gehause filhren kdnnen. Diese werden u. U. erst nach einiger Zeit wirksam und kénnen
einen Ausfall des Bauelements zur Folge haben.

Zulassige Lotzeiten fiir Dioden bei 7, = 256°C

Werden die Platten mit den Bauteilen z. B. auf 75°C vorgewarmt, so vermindern sich die zulés-
sigen Lotzeiten um 30%.

Drahtlange L = ') 1,5 | 2,5 5 mm
Lottemperatur 245°C 4 6 13 S
Lottemperatur 260°C 3,5 4 10

Lottemperatur 300°C?) 30 | 35 8 s

') Die Drahtlange wird von der Lotstelle an gemessen, d. h. bei normalen kaschierten Platten von der Plattenunterseite, bei
durchmetallisierten Bohrungen von der Plattenoberseite.
2) Gilt nur fiir Kolbenlotung

Ausnahmen

Bei Tuner- und Schalterdioden im Glasgehause DO-34, DO-35 diirfen die AnschluRdréhte di-
rekt am Gehause gelotet werden, damit die geringe Serieninduktivitat dieser Dioden voll aus-
genutzt werden kann. Dabei sind mechanische Spannungen zu vermeiden, und es ist eine Lot-
temperatur von 245°C fir langstens 3 Sekunden zulassig.

Hinweise fiir die Montage

Die Einbaulage der Dioden ist beliebig. Folgende Punkte sollten bei der Biegung der An-

schluRbeinchen beriicksichtigt werden:

1. AnschluBbander zwischen Biegepunkt und Glas- bzw. Kunststoffgehause zur Vermeidung
von mechanischen Spannungen zwischen Gehause und AnschluB fur den Biegevorgang
entlasten, da andernfalls durch die Materialspannungen Risse im Gehduse auftreten
kénnen.

2. Bei Biegung senkrecht zur Bandebene mindestens 1x AnschluBbeinbreite von Gehause
einhalten. Biegeradius nicht geringer als 2 X AnschluBbeinbreite.

3. Bei Biegung in der Bandebene (Spreizung) soll dies im Abstand von mindestens 4 x An-
schluRbeinbreite vom Gehiuse, bei einem Mindest-Biegeradius von 4 X Anschlu3bein-
breite erfolgen.

4. Vermeidung wiederholten Biegens, da die Biegefestigkeit auf drei 90°-Biegungen be-
schréankt ist.
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Lotvorschrift fiir Silizium-Dioden im Kunststoffgehiuse 23A3 DIN 41869 (TO-236)

Silizium-Dioden (z.B. BAW56) im Kunststoffgehduse TO-236 %10

sind als aktive Bauelemente fir Dinn- und Dickfilmschaltungen £ ‘ [ﬁ“ﬁ—( Q1006
vorgesehen. Die angegebenen Lotvorschriften beziehen sich auf I Sg
die Verwendung von Substraten mit Widerstanden und Leiter- I 853_‘\[:
bahnen, wobei die Leiterbahnen fir Tauchlétverfahren mit einer ,ng’,l .
Zinn-Blei-Auflage versehen sind. 04+003 .
a-—J_p15 g
016 12 -3

Zum Erzielen zuverldssiger Verbindungen sind folgende Punkte zu beachten:

1. Die richtige Lottemperatur und die geeigneten FluBmittel sind von Bedeutung. Das FluB-
mittel darf die Widerstdnde nicht angreifen, seine Riickstdnde missen vom Substrat auf
einfache Weise entfernt werden konnen.

2. Temperatur (max. 240°C wahrend max. 5 s) und Temperaturwechsel wahrend des Lotens
diirfen keine hohen mechanischen Spannungen auf das Substrat ausiiben, damit Substrat-
briiche oder Risse vermieden werden.

3. Die Plazierung der Halbleiterbauelemente auf dem Substrat muB mit groBer Genauigkeit
durchgefiihrt werden. Es muB erreicht werden, daR die AnschluBfahnen genau auf den
Leiterbahnen liegen, da die Gefahr von Rissen an Stellen, wo die erwarmten Anschlu8-
fahnen das Substrat direkt beriihren, hoch ist.

Die Wahl der Lotmethode wird bestimmt durch die SeriengroRe, durch die Zahl der Halb-
leiterbauelemente pro Schaltung, durch die geforderte Genauigkeit der Plazierung und durch
die Mdaglichkeit, Halbleiterbauelemente auswechseln zu kénnen.

Nachstehend die wesentlichen Montage- und Lotverfahren:

Methode 1, Schwallétung

Die Bauteile in TO-236-Gehause werden auf das Dickschichtsubstrat (Glas, Keramik),
oder die geatzte, gedruckte Leiterplatte (Glasfaser) mit Silikonkleber aufgeklebt. Das Auf-
bringen des Klebers kann mit Siebdruck durchgefiihrt werden. Zu beachten ist dabei, daR
der Kleber nicht die Kontaktflichen bedeckt. Die Bauelemente werden auf das Substrat
gedriickt. Eine Kleberschichtdicke von 60-80 . ergibt eine ausgezeichnete Haftung und
beim Andriicken der Bauelemente werden die Kontaktflichen nicht verunreinigt. Das Loten
kann durch Schwall- oder Tauchlotung erfolgen. Als Lot hat sich eine Sn, Pb-Legierung in
der Nahe des Eutektikums mit 3,5-4% Ag-Zusatz bewéhrt (z.B. Solldamoll 170 Sn, Pb Ag;
60/36/4). Die Badtemperatur soll 225+ 10°C betragen, eine max. Lotzeit von 5 sec ist
zugelassen. Als FluBmittel ist ein nicht aktiviertes Kolophoniumharz 45% gelost in Athyl-
alkohol 55% + Glyzerinzusatz geeignet. Nach dem Aufléten der Bauteile sollten die FluR-
mittelreste entfernt werden; dafur sind Reinigungsbader mit Isopropylalkohol als Waschmittel
geeignet.

Methode 2, Reflowloten

Dabei wird das Lot in Pulverform in Verbindung mit einem FluBmittel als Paste auf die ge-
druckte Leiterplatte gebracht. Dieser Vorgang ist zweckmaRigerweise im Siebdruckverfahren
durchzufiihren. Die Schichtdicke sollte dabei ca. 80 um betragen.

Das Substrat mit den Bauelementen wird Gber ein Férderband oder eine Heizplatte ca. 5 sec
auf 240 °C erwarmt, wobei die Paste aufschmilzt und der Lotvorgang erfolgt. Ndhere Hinweise
sind den Angaben der Hersteller von Reflow-Lo6tpasten zu entnehmen.
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Methode 3, Nadell6tung

Das Substrat wird auf einer Vorwarmeplatte mit einer Temperatur von ca. 100 °C angeordnet.
Das Halbleiterbauelement wird optisch vergroRert abgebildet und in die richtige Lage gebracht.
Mittels einer Unterdruckduse wird das Halbleiterbauelement erfalt und auf das Substrat
gesetzt. Gleichzeitig werden drei (noch kalte) Mikro-Loétnadeln auf die Anschluffahnen des
Halbleiterbauelements gesetzt und zur Verbesserung des Warmeiibergangs angedriickt. Die
Lotnadeln miissen so ausgebildet sein, das der Warmeubergang nur an der Spitze erfolgt.
Die Lotnadeln werden kurzzeitig (8 sec) mit je 20 W gespeist. Innerhalb dieser Spanne ist
das Lot fir die Dauer von 3 sec flussig, wodurch eine sichere Benetzung erreicht wird. Wegen
der geringen Warmekapazitat kiihlen die Létnadeln nach dem Abschalten sehr schnell ab,
das Lot kann bei aufliegenden Lotnadeln weiter unter den Schmelzpunkt abkihlen.

Als Material fur die Létnadeln solite Edelstahl (18% Cr, 8% Ni) verwendet werden; dieses
Material wird nicht vom Lot benetzt und hat eine gute Korrosionsbestandigkeit. Als FluBmittel
ist Kolophonium geeignet; nach dem Aufloten sind die FluBmittelreste mit Isopropylalkohol
zu entfernen.

Das Kunststoffgehduse wird bei diesem Verfahren nicht heiBer als die Vorwarmplatte. Die
Gefahr von Substratrissen unterhalb der Leiterbahnen ist nicht groB, sofern die Vorwarmplatte
nicht Gber 100°C erwarmt wird und die Létdauer von 5s nicht Uberschritten wird. Die
Sperrschicht-Temperatur steigt bei dieser Methode auf etwa 250°C an.

Dieses Verfahren ist auch zum Auswechseln einzelner Halbleiterbauelemente geeignet.

Methode 4, Kolbenl6tung
Als vierte Methode kommt das Loten von Hand mit einem Miniatur-Létkolben in Frage.

Diesem Verfahren haften folgende Nachteile an:

Die Placierung der Halbleiterbauelemente kann nicht mit sehr groRer Genauigkeit durchgefiihrt
werden, d. h., es konnen an Stellen, wo die AnschluRfahnen dann das Substrat direkt beriihren,
beim Loten Substratrisse auftreten. Da die Lotung der Anschliisse nacheinander erfolgt,
konnen durch mechanische Spannungen Substratbriiche eintreten, es kdonnen auch die
Verbindungen innerhalb der Halbleiterbauelemente beschadigt werden. Eine Beschadigung
des Kunststoffgehauses durch die Lotkolben ist moglich.

Diese Methode ist nur fiir den Einbau einzelner Halbleiterbauelemente geeignet.
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Alphabetisches Verzeichnis der in diesem Buch verwendeten Symbole

A Anode

Co Gesamtkapazitat der Diode

C, Sperrschichtkapazitat

f Frequenz

I¢ DurchlaBstron

les Spitzenstrom

Ir Sperrstrom

I StoBstrom (falls nicht anders angegeben fiir 8,3 ms)
12k Z-MeBstrom (Kniestrom) bei dyn. Z-impedanz Z »
I 2m zulassiger maximaler Z-Strom

1z Z-Melstrom bei bestimmter Z-Spannung U,

1, Richtstrom

K Kathode

Piot Gesamtverlustleistung

Q Gutefaktor

Rq Dampfungswiderstand

R, Lastwiderstand

Rin Warmewiderstand

Rinsa Warmewiderstand Sperrschicht-Gehduse
Rwa  Warmewiderstand Sperrschicht-Lotstelle
Rwyu  Warmewiderstand Sperrschicht-Umgebung

th Impulswarmewiderstand
r, dynamischer Z-Widerstand
T Temperatur

Ta Gehausetemperatur

T, Sperrschichttemperatur

T, Lotstellentemperatur

Ts Lagertemperatur

Ty Umgebungstemperatur

Tk Temperaturkoeffizient der Z-Spannu ng
t Zeit

ty Impulsdauer

ty Sperrverzégerungszeit

U Spannung

Ugr Durchbruchsspannung

Uk DurchlaBspannung

Ug Sperrspannung

Ugm Sperrspannung — Scheitelwert
U, Z-Spannung

2z dynamische Z-Impedanz

2ZK dynamische Z-Impedanz bei Strom I
2zt dynamische Z-Impedanz beim Strom I
a, B Temperaturkoeffizient

Nu Spannungsrichtverhaltnis

v Tastverhdltnis v =1t,/T)

Top Arbeitstemperaturbereich
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Germanium-Dioden

Germanium-Spitzen-Dioden bestehen aus einem Germaniumplattchen, auf das federnd eine
Metallspitze aufgestellt ist. Diese Anordnung hat ein Glasgehause, mit dem sie dicht gegen
dulRere Einfliisse abgeschlossen ist. Das wesentliche Element einer Diode ist die Sperrschicht,
der PN-Ubergang. Dieser wird durch einen Formierungs-Stromstol3 in der Umgebung des
Spitzenkontaktes erzeugt und hat wegen seiner nahezu punktférmigen Ausdehnung eine sehr
geringe Eigenkapazitat. Germanium-Dioden konnen bis zu hohen Betriebsfrequenzen eingesetzt
werden.

Germaniumplattchen Metallspitze
(Kath\ode) (Anode)

\

\ ' Bild 3.1. Aufbau einer
Farbring Gehause Germanium-Spitzendiode

Die verschiedenen Diodentypen haben entsprechend ihrem Anwendungszweck unterschied-
liche Kenndaten. Man unterscheidet z. B. Hochfrequenzdioden fur hochohmige oder nieder-
ohmige Gleichrichterschaltungen. (AA 119 bzw. AA116).

Grenzdaten

Die Grenzdaten zeigen, wie weit die Dioden belastet werden dirfen. Es werden die jeweils
max. zulassigen Werte der elektrischen und thermischen Groflen angegeben. Diese Werte
dirfen in keinem Falle Uberschritten werden. Dies gilt einzeln fur jede der angegebenen Grolken.
Bei sinus- oder rechteckformiger Belastung gelten die max. zulassigen Scheitelwerte (Spitzen-
sperrspannung und Spitzenwert des DurchlaBstromes) im Zusammenhang mit Angaben
Uber Betriebsfrequenz bzw. Tastverhaltnis. Bei Gleichrichterbetrieb ist der zulassige Wert des
Richtstromes von der in den StromfluBpausen anliegenden Sperrspannung abhangig. Bei
Aussteuerung der Dioden mit einer Spannung beliebiger Kurvenform ist die Integrationszeit
t,, zu beachten. Die Grenzwerte sind im einzelnen: 10

Ug maximale Gleichspannung in Sperrichtung

Urm  maximale Spitzensperrspannung, Scheitelwert Iy
der Wechselspannung in Sperrichtung fur Ir
eine Betriebsfrequenz > 20 Hz sowohl bei } 1
sinusformiger als auch bei rechteckformiger ‘ /
Aussteuerung. 05 4

ped

I, Richtstrom = arithmetischer Mittelwert des
Diodenstromes. Fur Gleichrichterschaltungen
mit ohmscher und kapazitiver Last und sinus- l
formiger Eingangswechselspannung kann I, —1
den jeweiligen Grenzkurven I,=f (Urm) ent- 0 ( ‘ | |
nommen werden. 0 U,E;’ slinge 10
Mit abnehmendem Tastverhéltnis (= Puls- .o [ Pulslange
lange/Periodendauer) wird bei konstantem Ta.srvema/rn/s( Per/odeﬂdauer,)
Richtstromderdie DiodedurchflieRende Effek- Bild 3.2 Grundsatzlicher Verlauf
tivstrom und damit die Diodenbelastung der Richtstrom-Grenzbelastung in
grolser. Abhangigkeit vom Tastverhaltnis:
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Far hohere Umgebungstemperaturen 7, gilt fur I, die Regel

IL(Ty) T-Ty
1,(26°C) 7,-25

Iem maximaler Spitzenstrom in Durchlalrichtung fiir eine Betriebsfrequenz > 20 Hz sowohl
bei sinusformiger als auch bei rechteckformiger Aussteuerung.

ies Hochstwert des Durchlal3stromes, der fir maximal 1 s flieBen darf (nicht als Betriebs-
wert zulassig, bei Wiederholungen konnen die Lebensdauereigenschaften beeintrachtigt
werden).

tay Integrationszeit = Zeit, innerhalb welcher der arithmetische Mittelwert von Strom bzw.
Spannung die in den Grenzdaten angegebenen Gleichwerte nicht Uberschreiten darf.
Gleichzeitig durfen die Augenblickswerte die max. zulassigen Scheitelwerte laut Daten-
blatt nicht Uberschreiten.

Statische Kenndaten

Die statischen Kenndaten geben das Gleichstromverhalten wieder. Dabei unterscheidet man
Angaben fur den Durchlal’- und fir den Sperrbereich.

Die beiden Bereiche zeigen ein unterschiedliches Temperaturverhalten. Die Durchlal3span-
nungsanderung betragt etwa —2 mV/K. Der Temperaturkoeffizient des Sperrstromes ist bei
kleinen Spannungen etwa 7 %/K, er sinkt auf etwa 2 %/K in Durchbruchnahe.

Dynamische Kenndaten

Die dynamischen Kenndaten beschreiben das HF-Verhalten einer Diode. Hierzu werden das
Spannungsrichtverhaltnis 1, und der Dampfungswiderstand R, angegeben. Diese Angaben
gelten furdie jeweilige Mef3schaltung und Betriebsfrequenz. Unterdem Spannungsrichtverhaltnis
1y verstehtman den Quotienten aus der Richtspannung und dem Scheitelwert der HF -Eingangs-
spannung (als Maf flir den Wirkungsgrad bei der Gleichrichtung von Wechselspannungen).
Der Dampfungswiderstand ist der HF-Eingangswiderstand einer belasteten Gleichrichter-
schaltung, also der durch die Diode am Schwingkreis bewirkte Parallelwiderstand, der bei
Spannungen von einigen Volt bis zum Minimalwert R /2 absinken kann.

Bei Schaltdioden wird die Sperrverzogerungszeit t.,. angegeben. Sie kennzeichnet jene Zeit,
die zur Ausrdumung der Ladungstrager im PN-Ubergang nach vorhergehender DurchlaRbe-
lastung bendtigt wird. Zur eindeutigen Definition von t,, wird eine bestimmte MefRschaltung
angegeben, die dem charakteristischen Verhalten des jeweiligen Diodentyps am besten
entspricht.
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Silizium-Dioden

Silizium-Dioden zeichnen sich durch geringe Sperrstrome, hohe Sperrspannungen und grolie
DurchlaBsteilheit aus. Die hohe zulédssige Sperrschichttemperatur 7; von typisch 175 bis 200°C
erlaubt verhaltnismafRig hohe Verlustleistungen und weiten Betriebstemperaturbereich.

Strom-Spannungs-Charakteristik

Die Strom-Spannungskennlinie steigt im DurchlaBbereich nach Uberschreiten der Schwellen-
spannung von 0,6 bis 0,7 V steil an, hat im Sperrgebiet aufSerordentlich geringe Sperrstrome
(Grokenordnung nA) und weist einen gegenuber Germanium-Dioden sehr steilen Durch-
bruch auf, sobald eine gewisse Sperrspannung uberschritten wird.

Temperaturabhangigkeit

Die beschriebenen 3 Bereiche der Strom-Spannungskennlinie zeigen ein unterschiedli-
chers Temperaturverhalten. Der Sperrstrom und die DurchlaRsteilheit nehmen mit steigender
Temperatur zu. Da die Sperrstrome selbst auBerordentlich niedrig sind, stort diese Temperatur-
abhangigkeit des Sperrstromes wenig.

Die Temperaturabhangigkeit der Durchbruchspannung ist eine Funktion des Wertes der
jeweiligen Durchbruchspannung selbst.

Belastbarkeit

Der Warmewiderstand Ry der Silizium-Dioden im Metallgehause ist <500 K/W, im DO-7-
Glashause <400 K/W zwischen der Sperrschicht und ruhender umgebender Luft. Bei den
Dioden im Metallgehduse kann der Warmewiderstand mit Hilfe einer Kuhlschelle und
Chassismontage wesentlich reduziert werden. In den Datenangaben wird fir Chassismontage
auf 12 cm? Aluminiumblech, 2 mm dick, ein Warmewiderstand von R, < 350 K/W angegeben.
Der Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehause ist = 250 K/W (z.B. BA 103 bis
BA 108).

7Ty
Ren

ergibt sich mit der maximal zuldssigen Sperrschichttemperatur von 7;=+ 150°C bei einer
Umgebungstemperatur von 45°C eine zulassige Verlustleistung von P,.= 210 mW fir Dioden
im Metallgehause, sowie 250 mW bei den Dioden im Glasgehause DO-7 bei Betrieb in
ruhender umgebender Luft. Fiir Dioden im Metallgehause ergibt sich sinngemal eine zulassige
Verlustleistung von 300mW bei den obengenannten KiihimaRnahmen. Bei Dioden im Miniatur-
Glasgehduse besteht folgender typischer Zusammenhang zwischen Warmewiderstand und
Abstand der Lotstelle vom Gehause.

Nach der Beziehung Pi=
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Rihu |

I 300

200
0

10

20

30mm

> Drahtlange L4

L, = Abstand zwischen Lotstelle und Glasgehause, wobei die Lotstellen auf 25°C gehalten werden

Bild 3.3. Warmewiderstand in Abhéngigkeit von der Drahtlange zwischen Gehiuse und

Lotstelle der Drahte

Kapazitatsdioden

Kapazitatsdioden finden Anwendung in Schaitungen zur elektronischen Schwingkreisabstim-
mung, in Nachstimmschaltungen, als Koppelelemente in Filtern mit regelbarer Bandbreite und

als Modulatoren.

Der vereinfachte Hochfrequenz-Ersatzschaltbild der in Sperrichtung betriebenen Kapazitats-
diode besteht aus der Reihenschaltung der Zuleitungsinduktivitat L, des Bahnwiderstandes R
und der Sperrschichtkapazitat C,. Bei Frequenzen bis zum UKW-Bereich kann £, vernachlassigt

werden.
G
__—_”.__—
4| Rs Ly
30———” o
Re
0y Rs Ly

Bild 3.4 a) Ersatzschaltbild der
Kapazitatsdiode; b) vereinfachtes
Ersatzschaltbild fir Hochfrequenz

Ce
C

Gehausekapazitat
Sperrschichtkapazitat
Verlustwiderstand der Sperrschicht
Bahnwiderstand

Reiheninduktivitat
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Die Sperrschichtkapazitdt C hangt von der an die Diode angelegten Sperrspannung U ab.

C,, istdie Sperrschichtkapazitat ohne duere Vorspannung,
Up die Diffusionsspannung, bei Siliziumdioden ca. 0,7 V,
n ist eine GroRe, die von Herstellungsverfahren der Diode beeinfluf®t wird.

Wahrend diffundierte Dioden mit linearem Storstelleniibergang n= 0,33 aufweisen, haben die
heute gebrauchlichen diffundierten Dioden in Planar-Epitaxialtechnik mit annahernd abruptem
PN-Ubergang ein n von etwa 0,45 bis 0,48. Durch besondere Diffusionsprozesse konnen
Dioden mit hyperabruptem PN-Ubergang und n> 0,5 hergestellt werden, die sich durch sehr
groRen nutzbaren Kapazitatshub auszeichnen und sich daher besonders fur die Durchstimmung
groRer Frequenzbereiche (z.B. BB 105 fiir UHF) eignen. Bei diesen Dioden ist n eine
Funktion der Sperrspannung.

P N P N P N
1 !
a) linear n=konst=0,33 b) abrupt n=konst=0,5 c) hyperabrupt n=f(Ug)

Bild 3.5 PN-Ubergang bei Kapazitatsdioden

Die Gute der Kapazititsdiode errechnet sich aus der Kapazitat C;, dem Serienwiderstand R,
und der Frequenz f zu

1

Q= —17C R

Der Serienwiderstand R nimmt mit wachsender Vorspannung ab.

Die Nichtlinearitat der Kapazitatskennlinie fihrt bei groem Verhaltnis Signalamplitude zu ange-
legter Spannung zu Signalverzerrung bzw. Verformung der Ubertragungskurve. Um die sto-
renden Amplituden- und Phasenverzerrungen bei Anwendung in Filterschaltungen zu vermin-
dern und zur Erzielung hoher Giiten werden Abstimmdioden mit maéglichst hoher Sperr-
spannung betrieben.

Durch Gegentaktanordnung zweier Dioden lassen sich auch bei groflen Aussteuerungen die
Verzerrungen klein halten, da das Signal die Dioden gegenphasig aussteuert und die Kapazi-
tatsanderungen bei den Dioden sich in erster Naherung aufheben. Fur diese Art der An-
wendung steht fiir den UKW-Bereich z.B. die Diode BB 104 zur Verfligung.

Der Temperaturbeiwert der Sperrschichtkapazitat sinkt mit angelegter Sperrspannung und
betragt ca.3:10%K bei Ug=3V. Ursache ist die mit steigender Temperatur sinkende
Diffusionsspannung Uy .
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PIN-Dioden als regelbare HF-Widerstande

PIN-Dioden sind Halbleiterdioden, bei denen sich, anders als bei sonstigen Dioden, zwischen
den P- und N-dotierten Gebieten eine Zone duRerst schwach dotierten hochohmigen Halb-
leitermaterials befindet, die — nahezu — eigenleitende [-Zone (, intrinsic zone™"). Da echte
1-Leitfahigkeit praktisch nicht zu erreichen ist, ist die hochohmige Zone stets vom N- oder P-
Leitungstyp, was gelegentlich durch die Bezeichnung v- bzw. n-Zone angedeutet wird.
PIN-Dioden der Hochfrequenztechnik erfullen Funktionen als verlustarme Schalter kleiner
Eigenkapazitat und kontinuierliche Amplitudenregler. Typische Beispiele in der Fernsehtechnik
sind die VHF-Bandumschaltdioden (BA 182) oder die Tuner-AVR-Dioden BA 379.

Den technologischen Aufbau und das Ersatzschaltbild zeigen die Abbildungen.

DSl

R,
a) Strukturschema einer PIN-Diode b) HF-Ersatzschaltung einer PIN-Diode
W = Lange der /-Zone Ly Cg sind Gehauseanteile
A = Raumladungsgebiet
Bild 3.6

Die Weite A der Raumladungszone ist abhangig von der an die Diode gelegten Spannung, im
Sperrbereich dehnt sie sich maximal bis zur Weite W der [-Zone aus. A stellt das Dielektrikum
eines verlustfreien Kondensators C, dar; das Gebiet W—A ist elektrisch die Parallelschaltung
eines hohen Widerstandes und einer kleinen Kapazitat. Bei niedriger Frequenz wird C, durch
P+ und N+,N\_ kontaktiert, C, istdanndie Diodenkapazitatund meRbar spannungsabhangig. Bei
hoher Frequenz iberwiegt im NV v-Gebiet (W—A) der kapazitive Leitwert, als Gesamtadmittanz
der Diode ist annahernd spannungsunabhangig die mit einem Verlustwiderstand R, behaftete
Kapazitat C, der I-Zone mit der Weite W zu messen.

Die I-Zone kann durch einen FluRstrom [¢ mit Ladungstragern beider Polaritat angereichert
werden, es wird dadurch der Widerstand R, herabgesetzt. Fir verzerrungsfreien Durchgang
eines Wechselstromes / ist erforderlich, dak die Gesamtmenge der Ladung stets konstant
bleibt, d.h. daR die Lebensdauer t der Ladungstrager erheblich Uber der Periodendauer des
Wechselstroms liegt.

Der Widerstand R, ist nach der Formel

durch I¢ soweit zu erniedrigen, bis der durch Kontaktwiderstande und restliche Bahngebiete
P+, N+ gebildete Widerstand R, den Gesamtwiderstand r; Uberwiegend bestimmt. Die Dioden-
impedanz ist somit vom gesperrten Fall:

1
o (Ci+ Cg)

bis zum voll durchgesteuerten Fall: r;,,,., = R, einstellbar, wobei technologische Optimierung
fur die Anpassung an den Einsatzfall als Schalter oder variabler linearer HF-Widerstand sorgt.

39



Allgemeine technische Angaben

Z-Dioden
Prifverfahren

a) Standard-Prifverfahren fur Siemens-Z-Dioden

Durch neue Herstellverfahren und Technologien ist Siemens heute in der Lage, ihr
bereits bestehendes Programm an Z-Dioden wesentlich zu erweitern. In einem Spannungs-
bereich von 1,8V bis 200V steht nun ein reichhaltiges Sortiment hochwertiger Z-Dioden mit
Leistungen bis zu 50 Watt in verschiedenen Gehausen zur Verfigung. Neben temperatur-
kompensierten Referenzdioden sind auch rauscharme Z-Dioden und MIL-Typen lieferbar.

Eine zuverlassige Qualitat wird durch folgende MaRnahmen erreicht:

1. Die in einem thermischen Prozel? oxydpassivierten Planardioden gewéhrleisten einen
scharfen Z-Kennlinienknick und eine hohe Lebensdauer.
2. GroRflachige p-n-Ubergange erlauben einen Betrieb bei niedrigeren Temperaturen und
eine hohe elektrische StoRBbelastung.
3. Z-Spannung, Z-lImpedanz (Z ;y undZ z() und Sperrstrom werden bereits auf dem Chip serien-
maRig gepruft.
In vielen Fallen ist fir den Anwender die Kenntnis der Frihausfallrate eines Halbleiterbau-
elements wichtig. Sie gibt die Anzahl der Ausfalle wahrend der ersten Betriebsstunden an und
dient daher zur Qualitatsbeurteilung eines Bauteils. Diese Friihausfallrate 1aRt sich jedoch mit
konventionellen Mitteln nur durch aufwendige und daher teure Methoden ermitteln. So kann
man z.B. der Produktion eine bestimmte Anzahl von Mustern entnehmen und einem Lebens-
dauertest unter Umweltsbedingungen unterziehen. Fiir den weiteren Einsatz sind diese Bau-
teile nicht mehr verwendbar. Es entsteht ein finanzieller Verlust. Um diese Kosten zu vermeiden,
hat Siemens spezielle Ausleseverfahren entwickelt, die ohne wesentlichen Aufwand eine hohe
Zuverlassigkeit und gute Qualitdt auch fiir Standardbauteile garantieren. In der folgenden
Aufstellung werden diese Verfahren fir die verschiedenen Gehauseformen aufgezahlt.

Priifverfahren fiir Dioden in Glas-, Metall- oder Plastikgehdausen

Prifung Glasgehause Metallgeh&use Plastikgehause

1. Lagerung vor der

Einkapselung - 12 h bei +200°C -
2. Lagerung nach der

Einkapselung 12 h bei +230°C - 8 h bei +150°C
3.  Temperaturwechsel

vor den eigentlichen

Messungen —55 bis +150°C —55 bis +150°C —55 bis +150°C
4. StoR3belastung (thermische abhangig vom

Anstiegsrate) 10 W 8,3 ms Gehause 15W, 8,3 ms
5. Messen der Parameter Uy, Ug, IR, Uz Ug, Ig, Ug, Uk, IR,

Zzound Z x Zyund Z g Zz und Zgg

6. Selektion nach internen

Prifgrenzen Ig, Ug, TA [, Ug, TA I, Ug, TA
7. Messen bei hoherer

Temperatur (abhangig

von Gehéuse und Tzy,) Ir I Ig
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b) Interne Prifgrenzen

Aufgrund der bereits genannten MaRnahmen zur Qualitatsabsicherung bei der Chipherstellung,
unterschreiten die kritischen Parameter unserer Z-Dioden um GroRenordnungen die von JAN
oder JEDEC geforderten Werte. Dieses wird dadurch erreicht, daR unsere MeR3- und Annahme-
grenzen unter denen der erwahnten Normen liegen. An dem Beispiel des Sperrstromes Ig
soll dieses fiir die Diode 1N962B naher erlautert werden. (Bild 3.7) Die JAN-Grenze liegt fir
diese Diode bei 0,5 pA. Wir schreiben jedoch unserer Produktion einen Wert von 0,1 uA vor,
da Versuche ergeben haben, dall die Ausfallfehlerrate gerade in dem Bereich von 0,1 pA bis
0,5 pA sehr hoch ist. Im Bild sind die Zusammenhé&nge zwischen unseren Normgrenzen fir Ig,
Ufr und TA und denen von JAN spezifizierten aufgefihrt.

I
*R 5 pA T VAVAVAVAVAVAVAVAYAV, JAN Grenzwert
Koov VoM NV e N
‘ P E?grmg[s des A\Fruﬂhuus\tui}s XA A
01 pA +— - 1 Siemens Grenzwert
[ 001bis 0,05 pA Produktionsdurch-
. schnitt
Herstellungs -Normgrenzen fur /g
b
15Vber200mA K 7 7 —71 JAN Grenzwert
r SO Berech des Fronausialls X X X
11Vbei200mA S oSl Stemens Grenzwert
10V ber200mA Produktionsdurch-
schnift
Herstellungs - Normgrenzen fur U
T4 K
20
iy TS WORST (ASE
"/ Bereich des Fruhausfalls
K X X VAV VAVAVA
0y 1 Siemens Grenzwert
g Produktionsdurch-
schnitt

Herstellungs -Normgrenzen fur 74
(thermische Anstiegsrate)

Bild 3.7 Darstellung der Norm-Priifgrenzen am Beispiel der Diode 1N962B

c) Thermische Beanspruchung

Um fehlerhafte Lotstellen und mechanische Spannungen aufzuspiiren, werden alle Siemens-
Z-Dioden einer Hochtemperaturlagerung und einem Temperaturzykius in dem Bereich von
—55°C bis +150°C unterworfen.

d) Sperrstrombeanspruchung

Die Dioden werden mit einem StromstoRimpuls gepruft, um fehlerhafte Sperrschichten zu
entdecken.
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e) Elektrische Kenndaten

Bei allen Dioden werden folgende Parameter serienmaRig geprdift:
Z-Spannung (Uz), Z-Impedanz (Zz, und Zzk), Sperrstrom (Ig) und DurchlaRspannung (Uf), da
andere individuelle Spezifikationen nicht die Priifungen fir diese Parameter enthalten mussen.

f) Sperrstrom bei hohen Temperaturen

Um nicht einwandfreie Sperrschichten zu erkennen, wird der Sperrstrom auch bei einer héheren
Temperatur mit einer entsprechenden Priifgrenze gemessen.

g) Normgrenze fur die DurchlaBspannung Ue

Zum Erfassen von fehlerhaften Létstellen oder schlechter Chipmontage werden alle Dioden
einer Ug-Priifung mit entsprechenden MeRgrenzen unterzogen.

h) Thermische Anstiegsrate (Ry, pro definierter Zeiteinheit)

Das thermische Verhalten aller Siemens-Z-Dioden wird durch einen 100%-Test der thermischen
Anstiegsrate gepriift. Dadurch kénnen Ruckschlisse auf den Wérmewiderstand der Sperr-
schicht (Rihgu) gezogen werden. Die Prifung der thermischen Anstiegsrate unterscheidet sich
von der des Warmewiderstandes dadurch, daR ein hoher Leistungsimpuls von 4 bis 20 ms
Dauer verwendet wird. Die Erkennbarkeit fiir Lunker in den Lotverbindungen und fiir Thermo-
kontakte wird verbessert, da sich die Warmeabgabe nur auf den Bereich des Chips und seiner
Lotstelle beschrankt und nicht durch die thermischen Eigenschaften des Gehauses beeinfluf3t
wird.

Dieses soll an der Diode 1N957B (Glasgehause 51A2 DIN41880, DO-7) néher erldutert
werden, die nach der oben erwahnten Methode geprift wird. Das Gehduse hat einen Warme-
widerstand von 300 K/W. Die Chip-Létflache besitzt wahrend der Zeit des zugefiihrten
Leistungsimpulses eine thermische Anstiegsrate von 8 K/W. Falls eine Diode einen schlechten
Kontakt hat, so wird die thermische Anstiegsrate der Chip-Lotflache auf 12 K/W ansteigen,
d.h. um 50%.

In beiden Fallen (iberlappen sich im statischen Zustand die Warmewiderstéande und beide sind
fiir eine 400 mW-Diode giiltig. Die thermische Anstiegsrate ist jedoch fiir die nicht einwand-
freie Diode wesentlich héher, was auf Lunker und Thermokontakte zuriickzufihren ist. Die
durch Messung der thermischen Anstiegsrate als fehlerhaft erkannten Dioden werden fiir den
Versand nicht freigegeben.

Strom-Spannungskennlinie

Wird eine Silizium-Z-Diode in Sperrichtung betrieben, indem man die Anode an den Minuspol
der Spannungsversorgung legt, so andert sich der Sperrstrom bis zum Erreichen der Durch-
bruchspannung kaum, danach steigt er sehr schnell an.

Die Strom-Spannungskennlinie einer Silizium-Z-Diode und das allgemein ubliche Schalt-
symbol zeigt das Bild 3.8. Es sind sowohl| DurchlaRbereich als auch Sperrbereich dargestellt.
Die z-Spannung (U>) hangt von dem HerstellungsprozeR, dem verwendeten Material und dem
MeRstrom Iz, ab. Wegen der geringen dynamischen Impedanz oberhalb des Kennlinienknicks
im Sperrbereich muR man den Strom durch duRere SchaltungsmaBnahmen begrenzen. Im
eingeschwungenen Zustand darf er den Wert fiir Iz nicht lberschreiten, da sonst die Diode
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Bild 3.8 /-U-Kennlinie einer Silizium-Z-Diode

thermisch Uberlastet und schlieflich zerstort wird. Die Kennlinie in DurchlaBrichtung gleicht
der einer normalen Silizium-Diode. Bis zu einer DurchlaRspannung von Ug=ca. 0,6 V andert
sich der Strom kaum. Wie im Sperrbereich, so mufl auch der Durchlalstrom begrenzt werden,
um Zerstorungen zu verhindern. Der zuldssige Strom in DurchlaBrichtung ist jedoch viel
hoheralsin Sperrichtung.

Im Stabilisierungsbereich (Z-Bereich) hat die Kennlinie einen sehr steilen Verlauf. Ihr Steigungs-
maR gibt die GroRe der dynamischen Z-Impedanz an. Diese sollte moglichst klein sein, damit
eine gute Spannungsstabilisierung erreicht wird. Die dynamische Z-lmpedanz wird haufig an
zwei Punkten der Kennlinie angegeben, an einem von dem Hersteller der Z-Diode spezifi-
ziertem Punkt (Zz) und an dem Knickpunkt, auch »Kniepunkt« genannt (Zzk). Dies ist die
Stelle, an der die Stabilisierung der Z-Diode einsetzt. Je scharfer die Kennlinie an diesem
»Knie« geknickt ist, um so besser sind die Regeleigenschaften. Oberhalb dieses Knickes nimmt
die Z-Impedanz mit steigendem Sperrstrom ab.

Im idealen Fall sollte bis zum Erreichen der Durchbruchsspannung im Sperrbereich kein Strom
flieBen. Wegen Verunreinigungen des Halbleitermaterials ist jedoch ein geringer Sperrstrom Ig
vorhanden. In den Datenblattern spezifiziert man im allgemeinen einen Wert fur Ig bei 0,8 bis
0,9 Uz. Dieser Sperrstrom hangt von der Temperatur ab und ist daher bei Hochtemperaturan-
wendungen zu berticksichtigen. Er erhdht sich ungefahr um den Faktor 100, wenn die Sperr-
schichttemperatur einen Bereich von —55° C bis +100° C durchlauft.

Silizium-Z-Dioden dienen zum Stabilisieren und Begrenzen von Spannungen. Bei StoRbe-
lastungen konnen sie Strome iibernehmen, die weit Gber dem zulédssigen Z-Spitzenstrom I\
liegen. Hierbei liegt die Grenze bei dem maximalen StoRstrom Is, der wahrend einer Zeit von
8,3 msflieRen darf (60-Hz-Halbperiode).

Temperaturverhalten

Bei Z-Dioden mu® man besonders den EinfluR der Temperatur al{f die Z-Spannung berlick-
sichtigen. Im allgemeinen weist ein in Durchla® gepolter p-n-Ubergang einen negativen
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Temperaturkoeffizienten zwischen —1,6 mV/K und-2,2 mV/K auf der von dem Herstellver-
fahren und der Dotierung des verwendeten Material abhéangt. Bei einerZ-Diode ist das Tempera-
turverhalten ganz anders, wie man aus der Kurve in der Abbildung 3.9 erkennen kann. Sie
zeigt den Temperaturkoeffizienten als Funktion der Z-Spannung.

A
K
01

Temperaturkoeffizient——s
o

10" 10 02 v
UpsZ-Spannung ——»

Bild 3.9 Typischer Verlauf des Temperaturkoeffizienten einer Silizium-Z-Diode

Bei Spannungen unter 5,1 V ist der Temperaturkoeffizient negativ, darlber positiv. Oberhalb
einer Z-Spannung von ca. 25 V andert sich der 7K nicht so stark wie bei niedrigen Spannungen.
In einem Bereich zwischen 5V und 6 V wird der TK Null. Der genaue Spannungswert, der
diesem speziellen 7K zugeordnet ist, hangt von dem Z-Strom ab.

Silizium- Sperrschichten konnen Temperaturen bis zu +200° C aushalten. Die Arbeitstemperatur
meistens niedriger, da man das thermische Verhalten des Chiptragers und des Gehauses
berlcksichtigen muR. Die Datenblatter geben daher in vielen Féllen eine Lagertemperatur
Ts=+200° C und eine Arbeitstemperatur Ty=+175°C an.

Konstruktiver Aufbau

Es gibt zwei grundsétzliche Herstellmethoden fiir Dioden in Glasgehausen. Sie unterscheiden
sich durch die Art der Kontaktierung. Bei der Konstruktion nach Bild 3.10a wird ein S-formiger
Blgel (in einigen Fallen auch C-férmig) verwendet , um eine Verbindung zwischen Chip und
AnschluRdraht herzustellen.

Bei der Konstruktion nach Bild 3.10b ersetzt ein massiver Stempel den S-férmigen Bligel. Diese
Methode vereinfacht die Herstellung. StoBbelastung und Verlustleistung werden aulerdem
erhoht.
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Bild 3.10  Aufbau von Z-Dioden im Glasgehause. a) Normalausfiihrung, b) Spezialausfihrung

Bild 3.11a zeigt eine Z-Diode im Kunststoffgehause. Bei dieser Konstruktion werden nur in
Planartechnik hergestellte Chips verwendet. Die AnschluRdrihte besitzen zwei hintereinander
angeordnete Flansche und eine vierkantige Querstrebe, um Verdrehungen zu verhindern, die
zum Beschadigen des Chips oder des Lots fiihren kénnen. Der Innenraum des Kunststoff-

gehduses ist mit einem speziellen Material Uberzogen, damit der Chip gegen Feuchtigkeit
geschutzt ist.

Anschiufdraht
verkupfert
Epoxy--_| 7
~ Glas
) oxydpassivierter %
~~1" Planarchip .
b v %*—SP(hlp
erzug — g /
/7, v 2.

—— AnschluBdréhte mit zweifach
“nail-head” und Querstrebe, um magliche
Verdrehungen zu verhindern und
3.11a. Zugbeanspruchungen zu widerstehen. 3.11b.

Bild 3.11a Aufbau einer Leistungs-Z-Diode im Kunststoffgehause
Bild 3.11b  Aufbau einer Leistungs-Z-Diode im Glasgehiuse (DHD)

Thermische Eigenschaften

Die besonderen thermischen Eigenschaften von Silizium-Z-Dioden muR man berlicksichtigen,
wenn diese Bauelemente bei hoheren Temperaturen betrieben werden. Wie bereits erlautert,
nimmt bei Uberschreiten der maximalen Sperrschichttemperatur die Zuverlassigkeit ab. Das
Bild 3.12 zeigt die typische Verlustleistungskurve fir eine Silizium-Z-Diode im Plastikgehause
mit einer zulassigen Gesamtverlustleistung von 1,5W. Die einzelnen Kurven gelten fir ver-
schiedene Abstdande zwischen Gehausekante und Lotstelle. Wie man erkennen kann, fallt bis
zur maximalen Arbeitstemperatur 7| =+150° C die Verlustleistung linear auf Null.
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Biid 3.12 Zuiassige Gesamtveriustieistung einer Silizium-Z-Diode im Kunststoffgehause mit

1.5W

Die Dioden kénnen impulsférmig mit Leistungen betrieben werden, die gréer sind als die
angegebene statische Verlustleistung. Dies ist dann zuldssig, wenn die Warmekapazitat des
Systems und die Warmeableitung verhindern, daR die kurzzeitig auftretenden Verlust-
leistungen das Diodensystem lber die maximal zuléssige Sperrschichttemperatur erwarmen.
Die Belastbarkeitsgrenzen sind in diesen Fallen aus den Impulsbelastbarkeitskurven zu ent-
nehmen.

46



Allgemeine technische Angaben

Dazu kann ein Diagramm »Impulswarmewiderstand« angegeben werden, aus dem bei be-
kannter Impulsverlustleistung und Impulsdauer die maximale Sperrschichttemperatur er-
rechnet werden kann.

K
W Impulswarmewiderstand ry, ¢ = f (t) (Tastverhaltnis v = Parameter)

07
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e
0 o
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It sl i sl
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07 0°¢ 10° 0 ¢ 10° 102

Bild 3.13

Der Zusammenhang zwischen der Verlustleistung und dem Impulsstrom bei angegebener
Z-Spannung ist nicht linear. Der maximal zuldssige Strom bei angegebener Leistung kann
nach folgender Formel berechnet werden:

/= /[Uz(‘l*(luzAT) 2 N Prot _ Uz (M+ayz AT)
z 2rzdyn

rzdyn 2rzdyn

Dabei beriicksichtigt ist die Erhéhung der Nennspannung U durch

1.den Temperaturkoeffizienten «,, bei einer Temperaturdifferenz von AT gegeniiber
Tu=25°C, U, ay, AT

2. den dynamischen Z-Widerstand bei Stromen héher als Iyes 72 ayn * 12

Im Diagramm »Maximaler Z-Strom« werden diese Werte fiir I, angegeben, sie sind berechnet

fur die maximale Sperrschichttemperatur und gelten bei der angegebenen Gehause- oder

Lotstellentemperatur. Fir héhere Temperaturen sind die Stréme linear zu reduzieren.
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Impulsbelastbarkeit Z-Strom in Abhéangigkeit von der Z-Spannung
1, = f (U,) Tastverhaltnis v = Parameter

Bild 3.14

Dabei wird ein rechteckiger Impulsverlauf vorausgesetzt. Andernfalls ist die volle Impulshéhe
zu beriicksichtigen und fiir die Impulsdauer eine Naherung einzusetzen, die sich aus der
Impulsbreite bis 20% der Impulshéhe ergibt. Eine Umrechnung in ein flachengleiches Recht-
eck ist aus Griinden des komplexen Warmewiderstandes nicht méglich.
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Anwendungshinweise

Z-Dioden schaltet man gewdéhnlich nicht parallel. Die einzig sinnvolle Anwendung fir diese
Schaltungsart liegt vor, wenn StromstoRe begrenzt werden sollen, fur die eine einzelne Diode
nicht ausreicht. Hierbei missen die Z-Spannungen so gut wie moglich Gbereinstimmen, um
eine gleichmaBige Aufteilung der Strome zu erzielen.

Mit Silizium-Z-Dioden lassen sich Potentiale verschieben, Vergleichsspannungen erzeugen
und Spannungen begrenzen. Dabei konnen mehrere Z-Dioden in Reihe gelegt werden, um
sehr hohe Z-Spannungen oder um eine besonders gut temperaturkompensierte Gesamt-Z-
Spannung zu erzielen. Bei einigen Anwendungen schaltet man zwei Z-Dioden mit entgegen-
gesetzter Polaritat hintereinander, d.h. die beiden Anoden oder die Kathoden sind miteinander
verbunden (siehe Bild 3.15).

O—__"JF—9+—0

A

Uein —/Qvl— 7 lhus

0,
R.

2
o3} ——4—0

Bild 3.15 Anwendungsbeispiel fiir eine Doppelanoden-Diode.

Bei positiver, sinusférmiger Eingangsspannung arbeitet die Diode D, in Sperrichtung als
Z-Diode. Die Diode D, wird in DurchlaBrichtung betrieben. Sie hat eine kleine Impedanz und
der Spannungsabfall ist gering. Bei negativer Eingangsspannung treten die umgekehrten
Verhaltnisse auf. D, ist leitend und D, arbeitet als Z-Diode. Am Ausgang erhalt man eine
trapezformige Wechselspannung.

Z-Dioden, die speziell fir diese Anwendung entwickelt wurden, nennt man »Doppelanoden-
Dioden« oder yKlammerdiodenc.
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Temperaturkompensierte Referenzdioden

Aufbau und Wirkungsweise

Temperaturkompensierte Referenzdioden (auch 7K-Z-Dioden genannt) wurden mit dem Ziel
entwickelt, Z-Dioden zu erhalten, bei denen sich die Z-Spannung kaum mit der Zeit und der
Temperatur dndert. Die verwendeten Definitionen und Kurzzeichen sind die gleichen wie die
fiir eine normale Z-Diode.

Temperaturkompensierte Referenzdioden bestehen aus zwei oder mehreren in Reihe geschal-
teten p-n-Ubergéngen. Die Polaritst ist dabei so gerichtet, daR einer davon in Sperrichtung
arbeitet, d.h. als Z-Diode. Die librigen sind in DurchlaBrichtung gepolt. Sie dienen zur Kompen-
sation des Temperatureinflusses auf die eigentliche Z-Diode. Die Temperaturkoeffizienten der
einzelnen Sperrschichten besitzen den gleichen Betrag. Sie haben jedoch ein entgegen-
gesetztes Vorzeichen, so daB sich in der Gesamtheit ein fast temperaturunabhangiges Bau-
element ergibt.

Der 7K der Z-Diode ist positiv, die in Durchlal gepolten Dioden besitzen einen negativen
TK-Wert. Dabei ist wichtig, dal® beide Temperaturkoeffizienten einen linearen Verlauf haben,
damit man in einem angegebenen Temperaturbereich einen guten Gleichlauf erzielt. Ist diese
Ubereinstimmung nur teilweise gegeben, so muR man die Temperaturgrenzen enger festlegen.
Das Bild 3.16 zeigt drei Kombinationen von Z-Dioden und Kompensationsdioden fiir unter-
schiedliche Referenzspannungen.

76V 96V

55V

' 07v
07v

a7V 07v
U,7V D‘7V

a IN821-Reihe b IN935-Reihe ¢ lNgl-ll-Heihe
6.2 Volt 9,0 Volt 1.7 Volt

Bild 3.16 Aufbauschema flr Referenzdioden.

Die Anzahl der in DurchlaB gepolten Dioden hangt von der gewiinschten Referenzspannung
ab, d. h.vonder verwendeten Z-Diode. Wie das Bild 3.16 zeigt, geniigt eine Diode zur Kompen-
sation fiir eine Referenzspannung von 6,2 V, zwei Dioden sind erforderlich fir 9 V und 3 Stiick
flr 11,7 V. Die Anzahl der benétigten Kompensationsdioden nimmt mit steigender Referenz-
spannung zu, da der 7K der verwendeten Z-Diode ebenfalls mit der Spannung groRer wird.
Andere Referenzspannungen kann man erreichen durch Zusammenschalten der drei in Bild 3.16
gezeigten Referenzdioden oder durch irgend eine andere geeignete Kombination von Z-Dioden
und normalen Dioden mit entsprechend linearen Temperaturkoeffizienten.

Da eine temperaturkompensierte Referenzdiode aus einer Z-Diode und mehreren in Reihe
geschalteten Kompensationsdioden besteht, sind die Herstellungsmethoden die gleichen, wie
sie bereits in dem Kapitel »Z-Dioden« beschrieben wurden. Es gibt jedoch eine Ausnahme.
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Einige 6,2 V-Referenzdioden verwenden nur einen einzigen Chip. Die Sperrschichtiibergiange
sowohl der Z-Diode als auch der Kompensationsdiode sind wahrend eines Arbeitsganges
gemeinsam auf einen Chip diffundiert worden. Durch diese in Bild 3.17 naher erlauterte vorteil-
hafte Technik wird die Herstellung vereinfacht, und eine Létverbindung ist nicht erforderlich.

Metallisation

P\P+ /P
\‘i\y—/—— Sperrschicht der

A Spannungsregler-
Metallisation Sperrschicht der

Kompensationsdiode

Einzelchip-Anordnung
Bild 3.17 Aufbau einer Ein-Chip-Referenzdiode.

Referenzdioden werden in Glas-, Kunststoff- und Metallgehausen geliefert, wobei die 400 mW-
Glasdiode die am héaufigsten verwendete Ausfiihrungsform ist. In Bild 3.18 sind typische
Herstelltechniken fur zwei verschiedene Gehausearten erlautert.

Epoxy

Kombination von
hermetisch ge-
kapselten —

Glasdioden 7

|

Bild 3.18 Aufbau temperaturkompensierter Referenzdioden.

Strom-Spannungskennlinie

Die Strom-Spannungskurve einer temperaturkompensierten Referenzdiode ist mit einer Aus-
nahme ahnlich der einer Z-Diode: die Durchbruchsspannung in DurchlaRrichtung ist sehr hoch
wegen der hohen Sperrspannung der verwendeten Kompensationsdioden (siehe Bild 3.19).
Eine Referenzdiode zeichnet sich gegeniiber einer Z-Diode im wesentlichen durch zwei
Parameter aus: Temperaturkoeffizient und Stabilitat der Referenzspannung.
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Bild 3.19 I-U-Kennlinie einer temperaturkompensierten Referenzdiode.

Z-Stromabhangigkeit

Der 7K einer temperaturkompensierten Referenzdiode hangt stark von dem Z-Strom ab, wie
aus der Darstellung (Bild 3.20) zu entnehmen ist. Sie zeigt fir die Referenzdiode 1N821 das
Bild 3.16a) die Anderung des 7K als Funktion des Z-Stromes.

In der Praxis kann das Temperaturverhalten einer Referenzdiode durch Andern des Z-Stromes
korrigiert werden. Hat die Diode bei dem Z-MeRstrom Iz; einen positiveq TK, so empfiehlt es
sich, den Strom etwas zu vermindern, um eine kleinere bzw. negative Anderung des 7K zu
erreichen.

Bestimmen des TK

Friher hat man den 7K von temperaturkompensierten Referenzdioden in %/K angegeben, d.h.
die maximale relative Anderung hat man auf die Anderung der Umgebungstemperatur bezogen.
Gangige Werte sind: +0,01%/K, +0,0056%/K, +0,002%/K, +0,001%/K, 0,0002%/K. Die
Einheit ppm/K wird ebenfalls verwendet. So entspricht ein 7K von 0,001%/K einem Wert von
10 ppm/K oder 10 V/(V.K). Hierbei setzt man voraus, dal der 7K in dem gesamten Tempera-
turbereich linear und stetig verlauft. In Wirklichkeit hat die Kombination von Kompensations-
dioden und Z-Dioden kein lineares Temperaturverhalten. Dieses gilt besonders bei niedrigen
TK-Werten.

Daher sah man sich gezwungen, das sogenannte »Sanduhr«-MeRverfahren einzufithren. Es
wird im Bild 3.21 gezeigt. Man geht dabei von einem nicht linearen Verhalten des 7K aus und
legt einen Bereich fest (unterlegte Flache), den die TK-Kurve nicht verlaRt.

Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, daB man zum Festlegen des Sanduhr-Bezirkes die
TK-Kurve sehr genau kennen muB, d.h. es sind viele MeRpunkte erforderlich.
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Bild 3.20 Anderung des 7K als Funktion des Z-Stromes.

Eine weitere Verbesserung bringt die sogenannte »Fenstermethode«. Sie wird heute von allen
Anwendern allgemein akzeptiert. Hierbei gibt man die maximale Spannungsdnderung (mV)
in dem spezifizierten Temperaturbereich an (vergleiche Bild 3.22).

Diese Methode zum Definieren des 7K ist praktischer sowohl fiir den Anwender als auch fir
den Hersteller. Letzterer braucht sich nicht um die Linearitat zu kimmern, solange die maximale
Spannungsabweichung in dem gewlinschten Temperaturbereich nicht Giberschritten wird.

Fir den Anwender ist es vorteilhaft, da® er nicht in umfangreichen Berechnungen feststellen
muf, wie grol die maximale Abweichung voraussichtlich sein wird.

Daher legen sowohl Militdarbehérden als auch JEDEC diese »Fenstermethode« ihren Spezifi-
kationen zugrunde, wobei mindestens 5 MeRpunkte angegeben sein missen.

Einige Hersteller fiihren vorzugsweise Prifungen mit 5 Zyklen durch, wobei die Temperatur
den gesamten spezifizierten Temperaturbereich kontinuierlich durchliuft. Dabei mift man
standig die Abweichung der Durchbruchsspannung Uz bei Iz;. Dieses MeRverfahren kann man
ebenfalls als »Fenstermethode« ansehen und durch die Vielzahl der erfaBten MeRpunkte ist es
vorteilhaft bei der Qualitatskontrolle von Referenzdioden anwendbar.

Spannungsstabilitat

Hat man fir ein Bauelement einen niedrigen 7K festgelegt, so bedeutet dieses nicht, daR die
Spannung liber einen langen Zeitraum stabil bleibt. Um diesen Parameter in den Griff zu
bekommen, haben die Hersteller Prif- und Selektionsmethoden entwickelt, mit denen fir
temperaturkompensierte Bauteile eine Stabilitat Gber 1000 Betriebsstunden und mehr garantiert
werden kann. Diese ultrastabilen temperaturkompensierten Referenzdioden, konnen eine
Spannungsstabilitdit von weniger als 5 ppm/1000h aufweisen, wobei der Hersteller eine
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Bild 3.21 Anderung der Z-Spannung als Funktion der Temperatur.
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Bild 3.22 Anderung der Z-Spannung als Funktion der Temperatur.
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Garantie der spezifizierten Daten nur Gibernimmt, wenn diese Dioden mit dem vorgeschriebe-
nen Strom und bei der angegebenen Temperatur betrieben werden. Das Bild 3.23 zeigt eine
typische Kurve fiir die Spannungsstabilitat der Referenzdiode 1N4895.

AUy -Kurve emer typischen 1N4895-Diode

20
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Spannungs -
abweichung 0
n ppm
in pp 10
-20

0 168 336 504 672 840 1008
Belriebszeit i Stunden

Bild 3.23 Spannungsstabilitat der Referenzdiode 1N4895.

Thermische Eigenschaften

Temperaturkompensierte Referenzdioden sind so konstruiert, daR sie bei der hochst zulassigen
Temperatur keine Verlustleistung abgeben, wobei der Strom genau mit dem in dem Datenblatt
spezifizierten Wert (ibereinstimmen muf. Bei ultrastabilen Anwendungen kann die Art der
Befestigung den absoluten Wert der Referenzspannung beeinflussen. Bei Betrieb ohne und mit
unendlich guter Warmeableitung kann der Unterschied der Sperrschichttemperatur ca. 15°C
betragen. Die von dem 7K abhangige Referenzspannung &andert sich entsprechend. Wenn
Priifergebnisse verglichen werden sollen, so geniigt es nicht, nur das MeRverfahren oder den
MeRpunkt festzulegen, sondern es missen auch die weiteren MeRBbedingungen in den
Vergleich einbezogen werden.

Elektrisches Verhaiten

Mehrere Referenzdioden werden im allgemeinen in Reihe geschaltet. Anwendungen, die
einen Parallelbetrieb erfordern, kommen praktisch nicht vor. Bei der Serienschaltung muf3 man
darauf achten, daR alle Referenzdioden fiir den gleichen MeRstrom ausgelegt sind, da sich
sonst ein ungiinstiger Gesamt-Temperaturkoeffizient ergibt. Wie im vorhergehenden Abschnitt
erlautert, sind Referenzdioden exakt bei dem vorgeschriebenen Strom zu betreiben, damit die
vom Hersteller garantierten Eigenschaften eingehalten werden kénnen. In Bild 3.24 sind zwei
Schaltungen angegeben, mit denen sich ein Konstantstrom erzielen 1aBt. Die Variante a
erfordert eine duBerst stabile Spannungsversorgung, um fir den Strom Iz den geforderten
Wert einzuhalten. Die Schaltung b hingegen liefert einen konstanten Strom, der nicht .von
Anderungen der Versorgungsspannung abhangt.

Anwendungshinweise

Viele elektrische Systeme erfordern zum Einhalten einer bestimmten Genauigkeit eine Referenz-
spannungsquelle. lhre Zeit- und Temperaturabhangigkeit beeinflut wesentlich die Stabilitat
des Gesamtsystems. Diese Referenzspannungsquelle sollte man daher sehr sorgfaltig dimen-
sionieren. Eine temperaturstabilisierte Silizium-Referenzdiode eignet sich sehr gut fiir diese
Anwendungsart. Sie ist klein, zuverldssig und mechanisch stabil.
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Allgemeine technische Angaben

(a) (b)
Bild 3.24 Schaltungen zum Erzeugen eines Konstantstromes mit Referenzdioden.

In der Abbildung 3.25 sind zwei Beispiele fir die Anwendung von Referenzdioden in kritischen
Schaltungen gezeigt. Fiir eine optimale Arbeitsweise muR der Betriebsstrom moglichst niedrig
gehalten werden.

Eich-
widerstand Galvanometer

) o
Kelvin

Varley unbekannte

T5mA (=) 92X Ut Spannungs- Spannung
l teiler
0 o

Bezugs-Quelle

(a) (b)

Bild 3.25 Anwendungsbeispiele fiir temperaturkompensierte Referenzdioden.
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Datenteil Germanium-Dioden







AA 113
AA 113 gepaart

Germanium-Dioden
Germanium-Spitzendiode

AA 113 ist eine HF-Diode fur hochohmige Gleichrichterschaltungen, im Glasgehause 51 A 2
DIN 41880 (DO-7). Fir Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltungen ist diese Diode auch

gepaart lieferbar.

Typ ] Bestellnummer 0055+ »13 | 7
AA 113 Q60101-X113-X1 ‘ ;$i
AA 113 gep. Q60101-X113-P1 30 = 73Max b L
e — Bhels | Zbmax
Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm
Grenzdaten AA 113
fur eine Umgebungstemperatur T, 25 60 °C
Sperrspannung Ug 60 55 \Y
Spitzensperrspannung Urm 65 60 Vv
StoRspannung Ugs 70 70 \Y
Richtstrom (bei Ugm)') I, 10 4 mA
Durchlalistrom Ie 25 10 mA
Spitzenstrom Tem 50 20 mA
StoRstrom Ies 100 50 mA
Lagertemperatur Ts —55 bis +100 —55 bis +100 | °C
Sperrschichttemperatur T, 100 100 °C
Verlustleistung (7, =45°C) Piot 110 110 mwW
Statische Kenndaten (7, = 25°C)
Durchlallspannung (/¢ =0,1 mA) Uk 0,2 Y
DurchlaBspannung (/¢ =10 mA) Uk 11 (<1.,6) \Y
DurchlaBspannung (/¢ =20 mA) Ue 1.4 \Y
Sperrstrom (Ug =3 V) Ig 35 pA
Sperrstrom (Ug =30 V) Ig 30 (< 120) HA
Sperrstrom (Ug =60 V) Ig 180 (< 500) HA

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)

Kathode  min. Lotabstand
- - s

Wird die HF-Spannung, f=10,7 MHz, so variiert, da U, von 0,75 V auf 3 V ansteigt,
dann betragt die Kapazitatsanderung der AA 113 max. 0,18 pF, im Mittel 0,08 pF.

) t,,£50ms
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Germanium-Spitzendiode

AA 113
AA 113 gepaart

DurchlaBBkennlinie /¢ = f(Ue)

T,=25°C
mA AA 113, AA 113 gepaart
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/F | /,
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2717 7 1
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5 e
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LT [ I
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DurchlaBkennlinie /r = (U¢)

7,=60°C
mA AA113, AA 113 gepaart
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I
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Germanium-Spitzendiode

AA 116
AA 116 gepaart

AA 116 ist eine HF-Diode fir niederohmige Gleichrichterschaltungen im Glasgehause 51 A 2
DIN 41880 (DO-7). Fur Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltungen in transistorisierten
Rundfunk- und Fernsehgeraten ist diese Diode auch gepaart lieferbar.

Typ | Bestellnummer
AA 116 Q60101-X116
AA 116 gep. Q60101-X116-P
Grenzdaten

fur eine Umgebungstemperatur von

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
Richtstrom (Ug =0 V))
Richtstrom (bei Ugm)?')
Spitzenstrom

Stol3strom
Umgebungstemperatur

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaRspannung (I =0,1 mA)
DurchlaRspannung (I =10 mA)
Durchlaspannung (/¢ =30 mA)
Sperrstrom (Ug =1,5 V)
Sperrstrom (Ug =10 V)
Sperrstrom (Ug =20 V)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

f 40 40
Uhem 05 1.4
R 3 3
C. 10 10
nu 34 54
Ry 35 2,8
") tw<50ms

(Kathode  min. Lotabstand

o055, 3~ -

—— | = @
—30 —-=73max -k
K] " |
L 64215 - 28max

Gewichtetwa 0,2 g MaRe in mm

AA 116
T, 25 60 C
Ug 20 20 \
Ugm 30 30 \Y
I, 30 16 mA
I, 24 12 mA
fem 45 45 mA
irs 200 200 mA
U —55 bis +75 55bis + 75 |°C

Ue 0,18 Vv
Ue 1,0 \
Ue 2,0 \
’R 2.4 “A
Ig 20 HA
Ir 90 HA

40 30 MHz

5 5 \Y

3 4 kQ

10 10 pF

63 =63 %

24 =29 kQ
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Germanium-Spitzendiode AA 116
AA 116 gepaart

MeRschaltung ° ! < —o
o- —0

Die zur Paarung verwendeten Dioden werden nach Selektion auf sehr kleine dynamische
Kapazitat durch Priifung am Oszillographen nach annahernd gleichen statischen Kennlinien-
werten zusammengestelit. Der Bereich der statischen Werte entspricht den Angaben bei AA116.

DurchlaRkennlinie /¢ = f (U¢) DurchlaRkennlinie /¢ = f (Ug)
Tu=25°C Ty=60°C
mA AA 116, AA 116 gepaart mA AA 116, AA 116 gepaart
102 , : 102 e =
11 1
1
5 5 1
A 1 k ‘
4 > v [+
T / // u L 11 T ,/ | AT
0! / q /// 1 1/ //
! Z L= 7 SEaas
2 yANRY 4 1 1
5 it s 5 4 ———1
FH; T 4 SENAREENA
| Iy i |
; |
! ]
100 L - 100 s L uu
T s e i=s
5 H Mittewert —— 1 5 ] Mitemwert —— 1|
1 I Streuwerfe —=-— 1] ] Streuwerte —--—T|
W] veimy=2sc 11 beiTy=60°C
LTI ! I
107 ! 1 | 10-1 || ‘ j
0 1 2 3 LV 0 1 2 3 b
— UF —— UF
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AA 116
AA 116 gepaart

Sperrkennlinie /5 = f(Ug)
Ty = Parameter

WA

AA 116, AA 116 gepaart

NI M

5 __'2_2506 HH A H
- ¥ vz AT /_ _
101 _ /’/ /] 1
5 [ A
T /T [~ Mittelwerte
=~ Streuwerte +—+
100 , LT

5

10’

—=

5

0ty

Zulassiger Richtstrom bei
Gleichrichtung sinusformiger
Wechselspannung /o = f (Upgy)
Ty = Parameter

AA 116, AA 116 gepaart
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Germanium-Spitzendiode AA 117

AA 117 ist eine Universaldiode fiir hohe Sperrspannungen im Glasgehause 51 A 2 DIN 41880
(DO-7).
Die Kathode ist mit einem Farbring gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer (Kotnode - minLotabstand

@055
AA 117 | 060101-X117 ‘-———:lz{}f[j::\«: @
30 = 73 max h—
E T e oo

Gewichtetwa 0,2 g MaRe in mm
Grenzdaten AA 117
fur eine Umgebungstemperatur von Ty 25 T 75 C
Sperrspannung Ug 90 75 V
Spitzensperrspannung Uam 115 100 Y
(Richtstrom (Ug =0V, t,, = 50 ms) I, 50 17 mA
Richtstrom (bei Ugwi, taw < 50 ms) I, 15 5 mA
Spitzenstrom fem 150 150 mA
Stofdstrom Ik 500 500 mA
Umgebungstemperatur I —55 bis +75| —55 bis +75 °C
Statische Kenndaten (7, =25°C)
DurchlaBspannung (/¢ =0,1 mA) Ue 0,18 \
DurchlaBspannung (/¢ =10 mA) Ur 12 v
DurchlaRspannung (/¢ =30 mA) Ue 21 (<33) \
Sperrstrom (Ug = 1,5 V) Ig 25 HA
Sperrstrom (Ug =10 V) I 4 HA
Sperrstrom (Ug =75 V) Ig 40 HA
Sperrstrom (Ug =100 V) Ir 80 (< 280) HA
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AA 117

DurchlaBBkennlinie /= f (U)
Ty=25°C
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Germanium-Spitzendiode

AA 118
AA 118 gepaart

Die AA 118 ist eine Universaldiode fiir hohe Sperrspannungen im Glasgehause 51 A 2 DIN
41880 (DO-7). Die Diode ist auch gepaart als Phasendiskriminatorpaar zur Synchronisation
des Ablenkteiles in Fernsehgeraten lieferbar.

Typ | Bestellnummer
AA 118 Q60101-X118
AA 118 gep. Q60101-X118-P
Grenzdaten

fur eine Umgebungstemperatur von

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
Richtstrom (U- =0 V, t,

LA AR g
Richtstrom (bei urm, ta §
Spitzenstrom

StolRstrom
Umgebungstemperatur

50m)

ms)

Statische Kenndaten (7, =25°C)
Durchlalspannung (/¢ =0,1 mA)
DurchlaRspannung (/¢ =10 mA)
DurchlaRspannung (/¢ =30 mA)
Sperrstrom (Ugr =1,5V)

Sperrstrom (Ug =10 V)

Sperrstrom (Ug =75 V)

Sperrstrom (Ug =100 V)
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Kmhode ’T!ﬂ Lotabstand

2055 -3 ‘*:H: i

L*w T+ 73max =
8215 Zﬁmux
Gewicht etwa 0,2 g MafRe in mm
AA 118
T, 25 75 °C
Ur 90 75 \%
Urm 115 100 \
I, 50 17 mA
I, 15 5 mA
fem 150 150 mA
fes 500 500 mA
Ty —55 bis +75 | —55 bis +75 °C
Us 0,18 Vv
Ur 1,05 Vv
U 1,85 (< 2,6) Vv
Ig 12 HA
Ir 25 HA
In 35 HA
IR 75 (< 250) HA



AA 118
AA 118 gepaart

DurchlaBkennlinie /¢ = f (Uy) DurchlaRkennlinie /- = f(U)
T,=25°C Ty, =60°C
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Germanium-Spitzendiode

AA 119
AA 119 gepaart

AA 119 ist eine HF-Diode im Glasgehduse 51 A 2 DIN 41880 (DO-7) fir hochohmige
Gleichrichterschaltungen. Fir Ratiodetektor- und Diskriminatorschaltungen in Rundfunk- und
Fernsehgeraten ist diese Diode auch gepaart lieferbar.

Typ ‘ Bestellnummer
AA 119 ’ Q60101-X119
AA 119 gep. | Q60101-X119-P
Grenzdaten

fur eine Umgebungstemperatur von

Sperrspannung
Spitzensperrspannung
Richtstrom(Ug =0 V; t,, < 50 ms)
Richtstrom (bei Ugm; tay < 50 ms)
Spitzenstrom

Stoldstrom

Umgebungstemperatur

Statische Kenndaten (7, =25°C)
Durchlaspannung (/¢ =0,1 mA)
DurchlalRspannung (I =10 mA)
DurchlaRBspannung (/¢ =30 mA)
Sperrstrom (Ug =1,5V)

Sperrstrom (Ug =10 V)

Sperrstrom (Ug =30 V)

Sperrstrom (Ug =45 V)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Betriebsfrequenz
Schwingkreiskapazitat
HF-Eingangsspannung

Lastwiderstand

Lastkapazitat

Richtwirkungsgrad
Dampfungswiderstand
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thuthodev3 min. Lotabstand
@055~ h
—— ) ] - -
‘ ®©

305 = T3na e

b — B4=15 -

Gewicht 02 g Male in mm

AA 119
—

Ty 25 60 °C
Ug 30 30 \
URM 45 45 \
I, 35 15 mA
I, 10 4 mA
IEm 100 100 mA
Irs 200 200 mA
Ty —55 bis +75 | —55 bis +75 °C
Uk 0,23 \"
Uk 15 \
Ue 2,8 (<4,0) Y
Ig 0,8 HA
Ir 45 HA
I 35 PA
Ir 90 (< 350) HA
f 10,7 MHz
C, 30 pF
UnE 30 \%
R, 30 kQ
C, 300 pF
n 85 %
Ry 17 kO



AA 119

AA 119 gepaart

MeRschaltung o-

Unr

Die zur Paarung verwendeten Dioden werden nach Selektion auf sehr kleine dynamische
Kapazitat durch Prifung am Oszillographen nach annahernd gleichen statischen Kennlinien-
werten zusammengestellt. Der Bereich der statischen Werte entspricht den Angaben bei AA119.

DurchlaBBkennlinie J¢ = f(U)
Ty=25°C

mA AA 119, AA 119 gepaart
0% ey e =
0
A p
! 47
I 1 7l 4
/] A
o' A LA
1 - -
5 YA
T /-
/ /
100 - 1 I /
aiam +
5 17 Mittelwert  ———1
N Streuwerte  ———— E
7 bej TU-25°G o
| .
et LT
0 1 2 3 LV
—= U

3

mA
102

5

0!

DurchlaBkennlinie /¢ = f (Ug)
Ty=60°C

AA 119, AA 119 gepaart

("

“ /
/, Pa
4 d ,/
/ y
¥ 7
/
| /
s J
1 Ji
HIIN Mitteiwert 1]
Hil Streuwerfe ——--
| bei T =60°C N
! LU
0 1 2 3

69



Germanium-Spitzendiode AA 119
AA 119 gepaart

Sperrkennlinie /g =1 (Ug)
Ty, =Parameter
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Germanium-HF-Spitzendiode AAY 27

Die Germaniumdiode AAY 27 im Gehiduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7) hat neben einer hohen
DurchlaBsteilheit kleine Schaltzeiten und ein sehr gutes Spannungsrichtverhéltnis bei hohen
Frequenzen. Sie eignet sich deshalb sowohl fir HF- als auch fir Schalteranwendungen. Die
Diode ist unlackiert und durch Farbringe gekennzeichnet. Vom kathodenseitigen Ende be-
ginnend lautet der Farbcode: Braun/Grau/Rot/Violett.

Typ ’ Bestellnummer o
Kathode /mmd.LmabsTand

AAY 27 | Q60101-Y27 4055 '“13";] ~ 3

E-aa,, ! 73 MaX, - —} ’—‘IZ,EmaLx.‘

————— — B4l ——————

Gewicht etwa 0,3 g MaRe in mm
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 25 \"
Spitzensperrspannung Upm 25 Vv
DurchlaBstrom Ie") 75 mA
Spitzenstrom iem 190 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Umgebungstemperatur Ty -55 bis +90 °C
Wérmewiderstand (L = 5 mm) Ringu < 400 °C/W
Statische Kenndaten
fir eine Umgebungstemperatur Ty 25 60 °C
DurchlaBspannung (Ir = 0,1 mA) Ue 0,18 (= 0,25) v*
DurchlaRspannung (I =1 mA) Ue 0,29 (= 0,39) v*
DurchlaBspannung (I = 10 mA) Ue 0,58 (= 0,83) v*
DurchlaBspannung (/ = 30 mA) Uk 0,87 (£1,3) v
Sperrstrom (Ug=15V) I 156 (£6) 8 (< 25) vA
Sperrstrom (Ug =10V) I 6 (= 30) 10 (£'60) nA*
Sperrstrom (Ug = 20V) I 20 (= 95) 40 (< 250) uwA
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Diodenkapazitat (Ug =1V;f=1 MHz) Co 0,5 (< 0,9) pF
Spannungsrichtverhaltnis
f=100 MHz, U =1V, R =5kQ, C_ = 20 pF N 56 %
f= 50MHz, Uyy=1V,R =2kQ,C = 5nF nu 58 (< 45) %
f= 30MHz, Uy =3V,R.=4kQ,C_=10pF Nu 63 %
Dampfungswiderstand
f= 30MHz Uy =3V, R.=4kQ,C_=10pF Rqy 2,8 kQ
Schaltzeit beim Umschalten von
I = 20 mA auf Iz = 20 mA bis 10% von Iy t,, 15 ns
Sperrverzugsladung (/¢ = 10 mA) Qp 150 pC

) t,, < 50 ms siehe Diagramm
*AQL = 0,65%
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Germanium-HF-Spitzendiode

AAY 27

DurchlaBkennlinie I = f (Uf)
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AAY 27

DurchlaBspannungsanderung
je Grad Temperaturanderung in

Temperaturkoeffizient der Abhingigkeit vom DurchlaRstrom

DurchlaBspannung in Abhangigkeit

vom DurchlaBstrom r:%/ %—F E /(IF)
1o 10’ T
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i 5 511
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100\ 100_ ...\
N{ - - B
5
AN 1] S _
\
N\
|
10-1 10'1 i 1 |
01 5 10 5 10 5 102mA 107 5 10 5 10 5 10lmA
— —

Temperaturabhangigkeit des

Temperaturkoeffizient des Sperr- zulassigen DurchlaRstromes
o, stromes in Abhangigkeit von der Ig = f(T.) (T, = Temperatur
ﬁ Sperrspannung an der Lotstelle)
°C mA
6 T T 100 177 T T T
L i | I
T ‘ i H‘i’ /F ! 'r i
sl |- i ' | |
AN il T -
- e
\\ bine -
bf—— e
b L x I
- T K
i |
R e R e a \ ARt 50 N
SN N i L=30mm!
e . SRS
2 L I N Bl A
T
T e RRE
SURERI g Lid ! “ - ' i |
P !
0 1 j P 0 ‘ } o
100 5 1 5 v 0
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AAY 27

Richtwirkungsgrad in Abhéngig-

Mittlerer Kapazitatsverlauf keit von der Frequenz 7, = f (f)
{CD=/(UR) o, Upe = 2 Ve, RL=10kQ
o y
10 100 Bl
|
7
4 —
08 i | | 1 L&ﬂ
\ ! UDF
\ o |
05 = \
N L
| ‘ ]
| al | |
0 AN Ry | i
| i
| i i REl
"N ! i “1 HT
0 N W K
ul e SRR
i 1 1]
oLl AL A
0 1 3 4 5
-]0'1 5 100 3 1Q1y 10 10 10 10° kHz
Spannungsrichtverhaltnis Spannungsrichtverhaltnis
ny = f (Uer); f = 30 MHz; ny = F (Uesr); f =100 MHz;
C. = 10 nF; R_ = Parameter C_ = 10 nF; R_ = Parameter
% %
00 T T 100
+10
80 —— s 80 ==10 —
= e 5 ——
e 2l u 5
: - s I N
/é P RL-1K \ L2
80— 60 A RAK
/‘/ /7 ] /—L
/ y T
/ i
e G R B o B e 40 7 — S —
/
[ _ N S S |
20 — 20
0 — 0
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AAY 27

Sperrverzogerungszeit t,, = f (I5) Sperrverzégerungszeit t,. = f (Ig);
(Siehe Mefschaltung)

I als Parameter fur eingepragte Strome
ns ns
L e e e e 20 - 01
S M o S Bt /
fo /
A
150 /l
02
//
100 7 !
) ) Jg=05mA j

50 14l - “L‘

MeBschaltung fiir mittlere Sperrverzogerungszeit
U0

-LJ“ il »i Sampting

Z-50Q f— fez.

Hg-Imp.G l Z=50Q

I

b

Die Schaltzeit t,, ist die Zeit vom Anlegen des
Sperrstromes bis zum Erreichen eines Diodensperr-
widerstandes > 20 kQ2
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Hochsperrende Germanium-Spitzendiode AAY 28

Die hochsperrende Germaniumdiode AAY 28 im Glasgehiuse 51 A2 DIN 41880 (DO-7) fir
universelle Anwendung ist unlackiert und durch Farbringe gekennzeichnet. Vom kathoden-
seitigen Ende beginnend lautet der Farbcode: braun/grau/rot/grau.

Typ ’ Bestellnummer
AAY 28 | Q60101-Y28 Kithode  mind. Litabstang

908 {3 =3

3 - I ‘
| {
E—-au,1 -1 73may. - —l ey
G415

Gewicht etwa 0,3 g MaBe in mm
Grenzdaten (7T, = 25°C)
Sperrspannung Ug 100 Y
Spitzensperrspannung Ugm 100 \
DurchlaBstrom I 50 mA
Sperrschichttemperatur T 90 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +90 °C
Warmewiderstand (L = 5 mm) Rensu | <400 LKW
Statische Kenndaten
fir eine Umgebungstemperatur Tu ' 25 l 60 ’ °C
DurchlaBspannung (I = 0,1 mA) Ue 0,18 (= 0,25) Al
Durchlaspannung (I = 10 mA) Ue 0,65 (=< 1,15) v*
DurchlaRspannung (I = 30 mA) Ue 0,85 (=< 1,9) VA
Sperrstrom (Ug=1,5V) I 1,0 (£45) 12 (= 26) ©A
Sperrstrom (Ug =10V) Iy 30 (£7) 17 (= 40) wA*
Sperrstrom (Ug =100V) I 100 (= 250)*| 200 (= 430) @A

Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)

Diodenkapazitat

(Ug =1V;f=1 MHz) Co 0,2 pF
Spannungsrichtverhaltnis }

(f=10 MHz; Ugs = 2 V;

R, = 10kQ; C_= 300 pF) nu 65 (> 55) I %
Schaltzeit beim Umschalten von

Ir = 5 mA auf Iy = 0,56 mA t. 100 ns
* AQL = 0,65%
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AAY 28

DurchlaBkennlinie I = f (Uy)
- C

Ty =
103
If 11
T 02 Ty=125°
7 / -1
¥
0t LA L L/ 4’
1 7
4 )3
Ll 7 .
100 g fL /]
i - — Mittelwert
1T ———Streuwerte [
0! 1 LLEEErldd
0 05 1 19 A%
—Uf
Sperrkennlinie I, = f (Ug)
7, =25C
LA
10° =
o Ty=25°C 4
4
7
4
anl .// V/
w - v a
=r=-1 Z
L
1
100 =T]
— Mitfe/wert 1
— = Streuwert  H
o Ll
100 5 1 5 102V
—U

DurchlaRkennlinie It = f (U)

T, =60°
mA "
103
Ty=60°C
10?
/’
li JRg
10" 34
EE
4
‘P
4
00 LA
H — Mitfelwert
ﬂ — — Streuwerte
g1 Ll Ll
0 05 1 15 2V
Sperrkennlinie Iy = f (Ug)
7, = 60°C
MA
103
Ty=60°C y 1;7
y
10? 4
/‘l v
=t T
—— //
-—'7
e} 111
i0°
100
~— Mittelwert
— = Streuwert
10! R
100 5 10 5 102V
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AAY 28

Temperaturkoeffizient der
Durchlafspannung in Abhangig-
keit vom DurchlaBstrom

%
°C (7, = 25 bis 60°C)
10! 0
1
|
5
100 L
N
5
\\
,,\
N
107
107! 5 100 5 1! 5 10%mA
—

Temperaturkoeffizient des Sperr-
stromes in Abhangigkeit von

/0 der Sperrspannung

°C

10

100 5 1 5 10k

—
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DurchlaBspannungsianderung

je Grad Temperaturanderung
in Abhangigkeit vom
AUe

mv DurchlaRstrom =57 f(Ig)

C (T, = 25 bis 60°C)

102 T
5
AU /AT
mEne \N\
10
5
100
07 5 % 5 10 , 5 10%mA
—

Temperaturabhangigkeit des
zulassigen DurchlaBstromes

Ie = f(T)) .
(7. = Temperatur an der Lotstelle)
mA
60 T
I
50 T
I \
D .
i\
\
30 R N T e
|—1_ L=30mm L=bmmi._ | |
\
20 N
10 \
\
% 50 e
—T
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AAY 28

e

7rr

Dynamischer DurchlaBwiderstand

0% mA

Q re = f(If)
03
5
102
AN
AN
5 AN
\~\\
w0’
1200 570 5 1'mA
—_— IF
Sperrverzogerungszeit t,. = f (I¢);
I als Parameter fur eingepragte Strome
us
‘LZ" T I - T
L L i
0 //
08— /‘70, mA
/
L7
/
04 /
’ / ) 05mAl ||
o / 10mA
. P L/ » AN
LA P
oL L1
100 5 1 5
= Ip

Mittlerer Kapazitatsverlauf

Co =1 (Ur)

pF

04

0

%0

—

U

5

Die Schaltzeit t.. ist die Zeit vom Anlegen des
Sperrstromes bis zum Erreichen eines Diodensperr-

widerstandes > 20 kQ

ol
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Datenteil Silizium-Dioden







| Nicht fiir Neuentwicklung |

Silizium-Dioden
Universaldioden

BA 103
BA 104
BA 105
BA 108

BA 103, BA 104, BA 105 und BA 108 sind legierte Silizium-Kleinflaichendioden in Metall-
gehause 1 A 2 DIN 41871. Sie eignen sich zum Einsatz als Gleichrichter bis zu Frequenzen
von einigen MHz, besonders in Gerdten mit hohen Betriebstemperaturen und bei raumlich
engem Aufbau. Die Dioden konnen auch mit Kiihischelle auf Chassis montiert verwendet werden.

Der KathodenanschluR ist durch einen roten Punkt gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer
= BA 103 Q60201-X103
= BA 104 Q60201-X104
= BA 105 Q60201-X105 i‘ ‘. —
= BA 108 Q60201-X108 - 1
Kiihlschelle Q62901-B1 N @ n
HEY .
T ‘
-Jos,s ) . 75 w‘
ter Punkt (Kathode) Pl
905 ?‘,275_] .. ro er unk u'mo g L 2 .
i { ; L 4 + _ —— _;L _f__
30, el - ~{64max -
Gewichtetwa 1 g ' Male in mm Befestigungsteil (Kuhlschelle)')
Bestellbezeichnung: 062901-R1
Grenzdaten BA 103 BA 104
fur eine Umgebungstemperatur von T 25 100 25 100 °’C
Sperrspannung Ug 6 6 100 100 \Y
Spitzensperrspannung Urm 6 6 100 100 Y
DurchlaBstrom (bei R;n,y) Ie 200 80 190 70 mA
DurchlaBstrom (bei R ) Ir 300 120 260 100 mA
Spannung zwischen Gehause
und AnschluRdrahten U <150 <150 Vv
Sperrschichttemperatur T, 150 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis + 150 —55 bis +150 °C
Verlustleistung (bei T, = 45°C) Pior 210 210 mw
Verlustleistung (bei Chassis-
montage, 12 cm2, T, = 45°C) Piot 300 300 mwW
Wéarmewiderstand
Sperrschicht — Luft Rinsu <500 <500 K/W
Sperrschicht— Diodengehause Rinug <250 <250 K/W
(bei Montage auf Chassisblech,
12 cm2 Alu mit Kiihlschelle) Rint <350 <350 K/W

') Bei sorgfaltiger Montage Warmewiderstand zwischen Diodengehause und Kihlblech unter der Befestigungsschraube

R £10K/W

u Nicht fur Neuentwicklung
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Universaldioden BA 103
BA 104
BA 105
BA 108
Grenzdaten BA 105 BA 108
fiir eine Umgebungstemperatur von Ty 25 100 25 100 °C
Sperrspannung Ug 300 300 50 50 \
Spitzensperrspannung URm 300 300 50 50 \
DurchlaBstrom (bei Rinyy) Ie 150 50 190 70 mA
DurchlaBstrom (bei Rini) I¢ 230 80 260 100 mA
Spannung zwischen Gehause
und Anschluf3drahten U < 350 <150 \Y
Sperrschichttemperatur 7| 150 150 °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis + 150 —55 bis + 150 °C
Verlustleistung (bei T, =45°C) Priot 210 210 mwW
Verlustleistung (bei Chassis-
montage, 12cm2, T, =45°C) Piot 300 300 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht — Luft Rinsu <500 <500 K/W
Spetrrschicht— Diodengehause Rinig <250 <250 K/W
(bei Montage auf Chassisblech,
12 cm?2 Alu mit Kiihlschelle) RenL <350 <350 K/W
Kenndaten (7, =25°C) BA 103
Durchlaspannung (I =100 mA) Ue <10 Vv
Sperrstrom (Ug =6 V) Ig <1 WA
Kapazitat (Ug =5V, =100 kHz) Cp <260 pF
BA 104
DurchlaBspannung (I =100 mA) Ue <11 Vv
Sperrstrom (Ug =100 V) Iq <1 pA
Kapazitat (Ug =5V, f=100kHz) Cp <20 pF
BA 105
DurchlaBspannung (I =100 mA) Ue <11 \
Sperrstrom (Ug =300 V) Ig <1 pA
Kapazitat (Ug =5V, =100 kHz) Cp <10 pF
BA 108
|
DurchlaBspannung (I =100 mA) Ue =11 \Y
Sperrstrom (Ug =50 V) Ig <1 HA
Kapazitat (Ugr =5V, f=100 Hz) Co <35 pF
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BA 103

BA 104
BA 105
BA 108
DurchiaB8} linien (Mittel te) DurchlaBkennlinien (Mittelwerte)
le=f(Ug); Ty = Parameter Ig=f(Ug); Ty =Parameter
mA BA 103 mA BA 104
N i O A A L
5 I8/ AT T 5 [T rf .-
1 I /
IF I , /F [[
L | Iy, HRE
| /1
1
10! ;' 10 ' 1 -
—Ty=125°C HH g T2 it g
RNl B
—25% [ b 25%
T [
,’ Streugrenzs, Ty=25°G | Streugrenze, Ty=25%C
100 100 o
o '
5 1 - 5 [t -
i [T |
[ [HI[RERERENI
T T [
107 | \r IEEEE | 10-1[ NN L L L,L__,
0 05 10 15V 0 0,5 10 15V
R - U
DurchiaBkennlinien (Mittelwerte) DurchlaBkennlinien (Mittelwerte)
1g=f(Ug); Ty =Parameter Ie =f(U¢); Ty, =Parameter
mA BA 105 mA BA 108
2 2
0 I 7 A 0% T B £ e e
- %_ 1 ] "17‘ 7 Ii’.:;r::
ST T 5 A 1
[/ - ‘
Ik 77 Ik T
) / ; T /
10 yar s Y 10! Sy
— v i [ 1
[ Ty=125°C | I Ty=125°C I
1 Lo 4
O v i 5 1 78% YT
L1 2seg NI, __25°cilll,1
solly Ol
I
=0R° Streugrenze, fy=25°C
- f\ | Streugrenze, Ty=25C 0 L1 Y U
4 i i i d s
5 HAHH 5 HHH
T ERERYATAN| B
[1] LT
EENNA R |
| I
107 A 1 107 LL |
0 05 10 15V 0 05 10 15V
U —=U
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BA 103

Sperrstrom als Funktion der
Umgebungstemperatur
Mittelwerte bezogen auf 25°C

104

5
R(Ty
Ig (Ty=25°C)

T 108
5

10
5

101
5
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100
0

BA 103, BA 104, BA 105, BA 108
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T
I
|
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[ LT

50 100 150°C

— 1Ty

02

BA 104
BA 105
BA 108
Te:\jpa.faturabhingigkeit der
zulassigen G erlustlei 19

Pio=F(T); Ry = Parameter
BA 103, BA 104, BA 105, BA 108
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Silizium-Kleinflachendiode

BA 127D

Die Silizium-Diode BA 127 D im Glasgehause 56 A2 DIN 41883 (DO-35) eignet sich zum
Einsatz als Gleichrichter bis zu Frequenzen von einigen MHz, besonders in Geraten mit hohen

Betriebstemperaturen und bei raumlich engem Aufbau.

Die Typenbezeichnung ist am Diodengehduse aufgestempelt, die Kathode wird durch einen

weillen Farbring gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer
BA 127D I Q60201-X127-D9
Grenzdaten

Sperrspannung

Spitzensperrspannung
Richtstrom (z,, < 29 ms)
DurchlaRstrom
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur
Verlustleistung (7, =25°C)

Warmewiderstand
Sperrschicht — Luft

Statische Kenndaten

DurchlaRspannung (I¢ =100 mA; T, =25°C)
DurchlaRspannung (I =100 mA; T, =100°C)
Sperrstrom (Ug =60 V; T, =25°C)

Sperrstrom (Ug =60 V; T, =75°C)

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Kapazitat (Ur =0 V; f=1 MHz)
Kapazitat (Ug =5 V; f=1 MHz)

RthJU

®055max  Kathode

T 8

Gewicht etwa 0,5 g

60

60

100

200

150

—55 bis +125
250

| <500

0,97 (<1,1)
0,90

0,02 (<1)
04<10

2,2max

MaRe in mm

| K/W

LA

HA

pF
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BA 127D

Maximaler DurchlaRstrom DurchlaBkennlinie /¢ = f (Ug)
Ie=1f(Ty) Ty =Parameter
mA BA 127D mA BA 127D
300 T ] - 108 = Bt
G A e
1 | | —— Miftelwerte -+ —
108 |l — — Strewwert bei 7-25
4 / ot 77
f 7 /17
200 < T 1 [/
N\ } ,t’;" 7
S i A o
/
100 / ,
\\\ 7 f " —
100 N 1 /
r /5 =
\. vyl [ |
N =SrEso —
N ] /11 T f,f
Ul 103 | ]
0 50 100 150 °C 0 05 10V
- —U
Ty
Sperrkennlinie /g =f(Ug) Sperrkennlinie /g =f(Ug)
Ty=25°C Ty=75°C
UA BA 127D UA BA 127D
[ — Lk =
5 F==25° 5 ==1=75°C
R Iy T
T A0 = .
I —— e s
100 100
5 = 5
e | T 1] —
107 07 e
5 = 5 AT+ e
1 —
1072 | 1072 |
5 5 =
— Mittelwert — T —— Mittelwert _|
— — Streuwert — — — Streuwert —
1073 L1 1031 A Lo
0 1 20 30 40 5 60V 0 10 20 3 40 50 6OV
"UR V>UR
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1A Silizium-Gleichrichter

1N3611 bis 1N3614

1N3957

1N 3611 bis 1N3614 und 1N3957 sind 1 Amp. Silizium-Gleichrichterdioden im Hartglasgehiuse
(&hnlich Do—41). Die Kathode wird durch einen Farbring gekennzeichnet. Diese Dioden zeich-
nen sich besonders durch ihre hohen StoRstromwerte (30 Amp.), aus. Niedrige DurchlaB-
spannung und breiter Temperaturbereich charakterisieren diese leistungsfahigen Gleich-
richterdioden. Eine metallurgische Bindung zwischen Chip und AnschluBdraht, sowie das
hermetisch dichte Glasgehause erfiillen héchste Anforderungen. Alle Typen sind JAN und

JANTX qualifiziert.

Typ | Bestellnummer

1N3611 Q62702-R0184-F082
1N3612 Q68000-A2299-F082
1N3613 Q68000-A4616-F082
1N3614 Q68000-A4617-F082
1N3957 Q68000-A4618-F082

Grenzdaten 7, = 25 °C

Spitzensperrspannung
Sto3strom 7Ty = 100 °C
1, = 0,75A, 1 Zyklus
(max. 8,3 ms)

®082max e Omax— 1
Kathode —_ @
|
fe - 28max > e~ 28 max e e
257max
60 max

Gewicht etwa 0,02g MaRe in mm

DurchlaBstrom (7, = 100 °C)/¢
(Ty = 150 °C)I¢

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht Umgebung
(siehe Tabelle u. Zeichnung)

1N3611 | 1N3612 | 1N3613 | 1N3614 | 1N3957
Urmax | 200 400 600 800 1000 \Y
Trsmax | 30 30 30 30 30 A

1 1 1 1 1 A

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 A
Top —65 bis 175 °C
Ts —65 bis 200 °C
Rusu | 31 31 31 31 31 K/W
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1A Silizium-Gleichrichter 1N3611 bis 1N3614

1N3957
Kenndaten 7, = 25 °C 1N3611 | 1N3612 | 1N3613 | 1N3614 | 1N3957
Min. Durchlaf3spannung
bei (Ir = 1A) Utmin | 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 \
Max. DurchlaBspannung
bei (I = 1A) Ugmax | 1.1 1.1 11 11 1.1 \"
Max. Sperrstrom
Bei Ty = 25 °C u. Ugmax Tamax | 1 1 1 1 1 nA
bei Ty = 150 °C u. Urmax Irmax | 300 300 300 300 300 nA
Typischer thermischer Widerstand bei verschiedenen Létabstanden »d«
d = Lotabstand Warmewiderstand
mm Rinau
K/W
0 7
6 25
9 31
e d
13 38
19 50 \Kijhlkb'rper mit /
25 62 wdrmeableitung o
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1A Silizium-Gleichrichter

1N3611 bis 1N3614
1N3957

DurchlaBkennlinien /¢ = f(Ug)
(T; = Parameter)

A
10 §
I .
y / //
T " L/
pivard
7
/ /
10
yawama
8}
J1]
|
g W F=150°C
107 [f £=F4100°C
f 25°C
7 -
111 1 55°C
f |
10° [
0 0,5 10 15V
—_— UF
Durchschnittlicher Richtstrom
(Halbwelle) /, = f(T})
(d = Lotabstand = Parameter)
A
T e
Iy 1
T 4
3
d=3mm
(N N,
2 >/9mm

AN

~N

\§\

25

50

75 100 125 150 175°C

—’TL

Temperaturabhingigkeit der zulassig
Gesamtverlustleistung P, = 7(T)
(d = Lotabstand = Parameter)

=6mm

9 mm

\ +13 mlm

3 \< T
\\ 19mm

|
N\
SN

25mm

0 50 100 150 200 °C
— T

Typische Sperrstromkennlinien
Ir = f(Ugmax) (Ty = Parameter)

%
140 p

URmun 120 f

100

80

60

40

20

oL Ll |
0% 107 107 10" 10° 10" 102 10° pA

— =
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1A Silizium-Gleichrichter

1N4245 bis 1N4249

1N4245 bis 1N4249 sind 1-Amp.-Silizium-Gleichrichter im Hartglasgehause (ahnlich DO-41)
fur allgemeine Anwendungen. Die Kathode wird durch einen Farbring gekennzeichnet. Diese
Dioden zeichnen sich besonders durch ihre hohen StoBstromwerte (25 Amp.) aus. Niedrige
DurchlaBspannung, kontrollierter Durchbruch und breiter Temperaturbereich charakteri-
sieren diese hochwertigen Gleichrichter. Eine metallurgische Bindung zwischen Chip und
AnschluRdraht, sowie das hermetisch dichte Glasgehause erfiilllen hochste Anforderungen.
Alle Typen sind JAN, JANTX u. JANTXV qualifiziert.

i

2.5Tmax

DOBIMAX L agmone

Typ | Bestellnummer thhode\E N
1N4245 Q62702-R0223-F082
1N4246 Q68000-A3389-F082 I B )
1N4247 Q68000-A3532-F082 e 28 mox —=
1N4248 Q68000-A3378-F082 60 max
1N4249 Q68000-A3379-F082 Gewicht etwa 0,029 MaRe in mm
Grenzdaten 7, = 25 °C 1N4245 | 1N4246 | 1N4247 | 1N4248 | 1N4249
Spitzensperrspannung Ugmax | 200 400 600 800 1000
StoRstrom 7y = 100 °C;
I, = 0,75 A 1 Zyklus
(max. 8,3 ms) lesmax | 25 25 25 25 25
DurchlaBstrom (7, = 100°C) /¢ 1 1 1 1 1

(Ty = 150 °C) /¢ 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33
Betriebstemperatur Top —65 bis 175
Lagertemperatur Ts —65 bis 200
Warmewiderstand
Sperrschicht — Umgebung Ry | 31 31 31 31 31
(siehe Tabelle + Zeichnung)
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1A Silizium-Gleichrichter

1N4245 bis 1N4249

Kenndaten 7, = 25 °C

1N4245

1N4246

1N4247

1N4248

1N4249

Min. DurchlaBspannung

bei /¢ = 3A UFmin
Max. DurchlaBspannung

bei I+ = 3A Urmax
Max. Sperrstrom

bei Ty = 25°C und Unmax  Irmax
bei 7y = 150 °C und Upmax  Trmax

Schaltzeit:

Rickwartserholzeit

bei Erholung von /¢ = 0,5 A
auf/g = 1A; gemessen wenn
Gleichrichterstrom auf
—0,25 A abgefallen ist t

0,6
1,3

1
150

0,6
1.3

1
150

0,6
1.3

1
150

0,6
1,3

1
150

Typischer thermischer Widerstand bei verschiedenen Létabstanden »d«

d = Lotabstand Warmewiderstand

mm Rinau
K/W

7
25
9 31
13 38
19 50
25 62

[ =)

/s

0,6
1.3

1
150

us

d-

Kuhlkorper mit

Widrmeableitung oo
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1A Silizium-Gleichrichter

1N4245 bis 1N4249

DurchlaBkennlinien /¢ = f(Ug)
(T; = Parameter)

Typische Sperrstromkennlinien /z = f (Urmax)
(Ty = Parameter)

A1 %
10 = 140
A
I /Zamn f
F /, 7 Urmax 120 y
T o A
A 100
yari
/ 80
10" 155°C |{§25°Q | [100°C §150°(
F 60
{
. F=150°C 40
107 / .f =4 100°C
F £-25°C
AR i 1 -55°C 20
/ ]
G L 0 fli' i
0 05 10 15V 04 10° 02 107 100 10" 107 10°pA
— Up — L
Durchschnittlicher Richtstrom Temper bhangigkeit der zulassi
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1A Silizium-Gleichrichter 1N4942, 1N4944, 1N4946

1N4942, 1N4944 und 1N4946 sind schnelle 1A Silizium-Gleichrichter im Hartglasgehiuse
(a8hnlich DO—41). Die Kathode wird durch einen Farbring gekennzeichnet. Diese Dioden zeich-
nen sich besonders durch ihre hohen StoRstromwerte (15 Amp.) aus. Niedrige DurchlaR-
spannung, kontrollierter Durchbruch kurze Riickwértserholzeit und breiter Temperaturbereich
charakterisieren diese hochwertigen Gleichrichter. Die Oxydpassivierung und eine metallur-
gische Bindung zwischen Chip und AnschluBdraht, sowie das hermetisch dichte Glasgehiuse
erfillen hochste Anforderungen. Alle Typen sind JAN, JANTX und JANTXV qualifiziert.

@082max -
Kathode —_ !
I

Typ | Bestellnummer IR, R b e e d L
1N4942 Q68000-A2294-F082 2,57max
1N4944 Q68000-A2295-F082 60max
1N4946 Q68000-A2296-F082 Gewicht etwa 0,02g MaRe in mm
Grenzdaten 7, = 25 °C 1N4942 1N4944 1N4946
Spitzensperrspannung URmax 200 400 600 Vv
Spitzenstodstrom
7.U =100 OC; UR = URmax
1, = 0,75A; 1 Zyklus
(max. 8,3 ms) ! Esmax 15 15 15 A
DurchlaB8strom (7, = 55 °C) Ie 1 1 1 A
(Ty = 100 °C) Ie 0,75 0,75 0,75 A
Betriebstemperatur Top —65 bis 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 200 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinau 31 l 31 31 K/W
(siehe Tabelle + Zeichnung)
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1A Silizium-Gleichrichter

1N4942, 1N4944, 1N4946

Kenndaten 7, = 25 °C 1N4942 1N4944 1N4946

Min. DurchlaB3spannung

bei I = 1A Ukmin 0,6 0,6 0,6 v
Max. DurchlaBspannung

bei I = 1A Ukmax 1.3 1,3 1,3 \"
Sperrstrom

bei 7y = 25 °C und Ugrmax 1 Rmax 1 1 1 uA
bei Ty = 150 °C und Urmax 1 Rmax 200 200 200 nA
Schaltzeit:

Rickwartserholzeit

bei Erholung von /¢ = 0,5A

auf /g = — 1A; gemessen wenn

Gleichrichterstrom auf

—0,25A abgefallen ist te 150 150 250 ns
Kapazitat (Ug = 12 V) C 45 35 25 pF
Typischer thermischer Widerstand bei verschiedenen Lotabstdnden »d«
d = Lotabstand Warmewiderstand
mm Rinsu

K/W

0 7

6 25

9 31 ld -+
13 38
19 50 Kihlkorper mit
25 62 Wdrmeableitung oo
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1A Silizium-Gleichrichter 1N4942, 1N4944, 1N4946

DurchlaBBkennlinien /; = f(Ug) Typische Sperrkennlinien /g = f (Ugmax)
(T; = Parameter) (Ty = Parameter)
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1A Silizium-Gleichrichter

1N5614, 1N5616, 1N5618,
1N5620, 1N5622

1N5614, 1N5616, 1N5618, 1N5620 und 1N5622 sind 1 A Silizium-Gleichrichter im Hartglas-
gehause (dhnlich DO-41) fur allgemeine Anwendungen. Die Kathode wird durch einen Farb-
ring gekennzeichnet. Diese Dioden zeichnen sich besonders durch ihre hohen Stof3stromwerte
(30 Amp.) aus. Niedrige Durchlaspannung, geringer Sperrstrom und breiter Temperatur-
bereich, charakterisieren diese hochwertigen Gleichrichter. Eine metallurgische Bindung
zwischen Chip und AnschluBdraht, sowie das hermetisch dichte Glasgehéuse erfiillen hochste
Anforderungen. Alle Typen sind JAN, JANTX und JANTXV qualifiziert.

®082max

~=39maxte— |
Typ | Bestellnummer KfthOde\E
1N5614 Q68000-A0476-F082 L
1N5616 Q62702-A0461-F082 le—28max e — 28 max — o
1N5618 Q68000-A3384-F082 257max
1N5620 Q68000-A4619-F082 60max
1N5622 Q68000-A4620-F082 Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten 7y = 25°C IN5614 | 1IN5616 | INS618 | 1INS620 | 1NS622
Spitzensperrspannung Ugmax| 200 400 600 800 1000 Vv
StoRstrom T, = 100 °C;
UR = URmax; 10 = 0175 A;
1 Zyklus (max. 8,3 ms) Tesmax | 30 30 30 30 30 A
DurchlaBstrom (T, = 55 °C) /¢ 1 1 1 1 1 A
(Ty = 100 °C) I 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 A
Betriebstemperatur Top —65 bis 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 200 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Riu | 31 31 31 31 31 K/W
(siehe Tabelle + Zeichnung)
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1A Silizium-Gleichrichter

1N5614, 1N5616, 1N5618,
1N5620, 1N5622

Kenndaten 7, = 25 °C

Typische DurchlaB-
spannung bei /r = 1 A
Max. Durchlal3spannung
beilg=1A

Sperrstrom

bei Ty = 25 °C und Ugmax
bei Ty = 25 °C und Ugmax
bei Ty = 100 °C und Ugmax
bei Ty = 100 °C und Ugmax

Schaltzeit:
Max. Rickwartserholzeit

bei Erholung von /¢ = 0,5 A

auf /g = 1 A; gemessen
wenn Gleichrichterstrom
auf —0,25 A abgefallen ist

1N5614 | 1N5616 | 1N5618 | 1N5620 | 1N5622
Uryo | 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 v
Ukmax | 1.2 1,2 1,2 1,2 1,2 %
Irmax | 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 LA
IReyp 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 A
Irmax | 25 25 25 25 25 uA
[Rtyp 1 1 1 1 1 HA
trrmax 2 2 2 2 2 us

Typischer thermischer Widerstand bei verschiedenen Lotabstanden »d«

d = Lotabstand Wairmewiderstand
mm Rinsu KIW
0 7
6 25
9 31
13 38
19 50
25 62

/

e j Ed

Kihtkorper mit

/

Wdrmeableitung co
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1A Silizium-Gleichrichter 1N5614, 1N5616, 1N5618,
1N5620, 1N5622

SpitzenstoBstrom /csmax = f (n) DurchlaBkennlinien /¢ = f (Ug)
n = Anzahl der StromstoRe (T; = Parameter)
A A
50 10 =
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Typische Sperrkennlinien /g = f (Usmax) Durchschnittlicher Richtstrom
(T, = Parameter) (Halbwelle) 1o = 7 (T})
(d = Lotabstand = Parameter)
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1 A Silizium-Gleichrichter 1N5615, 1N5617, 1N5619,
1N5621, 1N5623

1N5615, 1N5617, 1N5619, 1N5621 und 1N5623 sind schnelle 1 A Silizium-Gleichrichter im
Hartglasgehduse (&hnlich DO-41) fir allgemeine Anwendungen. Die Kathode wird durch
einen Farbring gekennzeichnet. Diese Dioden zeichnen sich besonders durch ihre hohen
StoBstromwerte (25 Amp.) aus. Niedrige DurchlaBspannung, kurze Riickwértserholzeit und
breiter Temperaturbereich charakterisieren diese hochwertigen Gleichrichter. Eine metall-
urgische Bindung zwischen Chip und AnschluBdraht, sowie das hermetisch dichte Glas-
gehéuse erfillen hochste Anforderungen. Alle Typen sind JAN, JANTX und JANTXV quali-
fiziert.

@ 082max
’ *Egmuxr-»—
Kathode

|

Typ | Bestellnummer e § @
1N5615 Q62702-A0493-F082 I }
1N5617 Q62702-A0494-F082 28max [e— 28 max - W
1N5619 Q68000-A0095-F082 Z57max
1N5621 Q68000-A4621-F082 ‘ 60max
1N5623 Q68000-A4622-F082 Gewicht etwa 0,02 g MaRe in mm
Grenzdaten 7, = 25 °C 1N5615 | IN5617 | 1N5619 | 1N5621 | 1N5623
Spitzensperrspannung Ugmax | 200 400 600 800 1000 \
StoBstrom (7, = 100 °C;
Ur = Remax; To = 0,75 A;
1 Zyklus (max. 8,3 ms) lesmax | 25 25 25 25 25 A
DurchlaBstrom (I, = 55 °C) I¢ 1 1 1 1 1 A

(Iy = 100 °C) I¢ 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 A
Betriebstemperatur Top —65 bis 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 200 °C
Warmwiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rupou | 31 { 31 ’ 31 ' 31 ’ 31 K/W
(siehe Tabelle + Zeichnung)
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1 A Silizium-Gleichrichter

1N5615, 1N5617, 1N5619,
1N5621, 1N5623

SpitzenstoBstrom /esmax = f (1)
n = Anzah| der StromstéRe
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DurchlaBkennlinien /¢ = f (Ug)
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Schnelle 6A Silizium-Gleichrichter 1N3879 bis 1N3883 R

1N3879 bis 1N3883R sind schnelle Silizium-Gleichrichter fiir 6 Amp. DurchlaRstrom im Metall-
Schraubgehause DO-4 mit Gewinde 10-32 UNF 2A Kathode am Gewindestift, Anodenanschluf
an Loétose. Auf Wunsch umgekehrte Polaritat lieferbar (Zusatzbezeichnung Rq). Diese Gleich-
richter zeichnen sich besonders aus durch ihre niedrigen Sperrstréme und geringen Ver-
zogerungszeiten (t, =200 ns) und eignen sich besonders fiir Schaltaufgaben bei groRerer
Leistung.

Typ Bestellnummer fe— 318 max

1N3879 Q68000-A4073-F82 -

1N3879 R Q68000-A4074-F82 1

1N3880 Q68000-A4075-F82 / T H

1N3880 R Q68000-A4076-F82 10-32 UNE 24

1N3881 Q68000-A4077-F82

1N3881 R Q68000-A4078-F82 96 max

1N3882 Q68000-A4079-F82

INIBSZR | 68000 A408O-Fs2
1N3883 Q68000-A4081-F82 bei Mo?wtage auf Kihlblech

1N3883 R Q68000-A4082-F82 oder Kuhlkérper: 100 Ncm

Grenzdaten bei T, =25°C 1N3879 | 1N3880 | 1N3881 | 1N3882 | 1N3883
StoRRstrom: ’ ‘ ] ;

'/, Zyklus, 60 Hz 100°C Imax | 75 75 75 75 75 A
10 Zyklen, 60 Hz 100°C Imax | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 A
Betriebstemperatur Tu —65 bis 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 175 °C
Kenndaten

Sperrspannung

bei —65°bis 100°C  Ug = Ugmax | 50 100 200 300 400 v
Durchlaf3spannung

(—65° bis 100°C;

1o="6 A bei Ug) Urmax | 1.5 1,5 1,5 1,5 15 \
Max. Sperrstrom:

bei (Ty,=25°C,

Ug = Nennwert) Iamax | 15 15 15 15 15 uA
bei (T, =100°C,

Ug = Nennwert) lgmax | 1 1 1 1 1 mA
Richtstrom

bei —65° bis 100°C und Ug I, 6 6 6 6 6 A
Max. Sperrverzogerungs-

zeit (It. Schaltg. u. Oszillogr.) t,, 200 200 200 200 200 ns
Max. Stromiiberschull los 2 2 2 2 2 A
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Schnelle 6 A Silizium Gleichrichter 1N3879 bis 1N3883 R

Typische Oszillogramme der Verzogerungszeit ¢, Exfrupolierf auf
Nullstrombezug
T - 7T ]
i
+ - ———— + 7T
S
[
“ tor _“‘.V'\ e -~ |
Nullstrom N Nullstrom l
. ‘ . [ 7
Bezugslinie / \/ O—,E—V Bezugslinie / // C)TSV
7 L
0S \ 105 /
N[/
\ |
ol 40 Lo -
—* lr:(s) - ns
Richtstrom /,=f(Tg) Priifschaltung zur Messung der
Verzégerungszeit ¢, und des
Richtstromes /,
A
8
1Atrige
' 3Q25wW
I <. ——1A =
o . R:=9IMQ
6 30Q50w | Ce™126F
Lg=0,5uH
Y te=lbns
30v] WF o [WF ]2,05Q | oszilloskop:
T T T  To0-2kHz
4 J
190
10w
2
\ I
Z-abgeglichen auf 1,4 2 vom Relais
zur Anode (Induktivitat = 38 uH).
0 /- Quecksilberrelais 60 Hz ~
-65 0 50 100 150°C 640 us geschlossen, 7,7 ms offen,
entsprechend der angegebenen
—T Prafschaltung
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Schnelle 12 A Silizium Gleichrichter 1N3889 bis 1N3893 R

1N3889 bis 1N3893R sind schnelle Silizium-Gleichrichter fiir 12 Amp. DurchlaBstrom im Metall-
Schraubgehéduse DO-4 mit Gewinde 10-32 UNF 2A Kathode am Gewindestift, Anodenan-
schluB an Lotose. Auf Wunsch umgekehrte Polaritit lieferbar (Zusatzbezeichnung R¢). Diese
Gleichrichter zeichnen sich aus durch ihre niedrigen Sperrstréme und geringen Verzogerungs-
zeiten (t, =200 ns) und eignen sich besonders fiir Schaltaufgaben bei groRerer Leistung.

Typ Bestellnummer =3
1N3889 Q68000-A4083-F82 1
1N3889 R Q68000-A4084-F82 1

o 1N3890 Q68000-A4085-F82 /3

o 1N3890 R Q68000-A4086-F82 10-32 UNF 2A

« 1N3891 Q68000-A4087-F82 L

o 1N3891 R Q68000-A4088-F82 96 max
1N3892 Q68000-A4089-F82
1N3892 R Q68000-A4090-F82

o 1N3893 Q68000-A4091-F82 gelv_v'cht etwa75g

o 1N3893 R 068000-A4092-F82 ulassiges Anzugsdrehmoment

bei Montage auf Kiihlblech
e haben JAN; JANTX und JANTXV Qualifikation oder Kihlkérper: 100 Nem

Grenzdaten bei 7 =25°C | 1N3889 ( 1N3890 | 1N3891 | 1N3892 | 1N38931
StoRRstrom:

/> Zyklus, 60 Hz 100°C I max 150 150 150 150 150 A
10 Zyklen, 60 Hz 100°C I max 70 70 70 70 70 A
Betriebstemperatur Tu —65 bis 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 175 °C
Kenndaten

Sperrspannung

bei —65° bis 100°C Ur =Ugmax | 50 100 200 300 400 \%
DurchlaBspannung

(—-65° bis 100°C;

1,=12 A bei Ug) Utmax | 1.5 1,5 1,5 1,5 1,6 \%
Max. Sperrstrom:

bei (T, 25°C,

Ug =Nennwert) Tamax | 25 25 25 25 25 uA
bei (T, 100°C,

Ugr =Nennwert) Tamax | 3 3 3 3 3 mA
Richtstrom

bei —65° bis 100°C und Ug 1, 12 12 12 12 12 A
Max. Sperrverzégerungs-

zeit (It. Schaltg. u. Oszillogr.) ¢, 200 200 200 200 200 ns
Max. Stromiiberschu Ios 2 2 2 2 2 A
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Schnelle 12 A Silizium Gleichrichter 1N3889 bis 1N3893 R

Typische Oszillogramme der Verzogerungszeit ¢, Extrapoliert auf
Nullstrombezug
] T 7
i/
+ - + 7 —
/
[ -
“ frr ] \ frr /
Nullstrom N Nullstrom
Bezugslini \ Bezugslini !
ezugslinie / \/ 05V ezugslinie / // 05V
( Py // A1 1 13
\ . /
I
s \ N
\ / N /
40 ol 40 |
ns ns
Richtstrom /, =f(Tg) Priifschaltung zur Messung der
Verzogerungszeit t,, und des
Richtstromes /,
A "
16 1Atrdage
< 3Q25W
14 H —=1A R=9MQ
I "" 30Q 50w | Ce=12eF
Lg=0,5pH
12 Y fe=1lbns
30v) hﬂ_ PF 12,059 | Oszilloskop:
10 ~X ] ‘T’ T 0-2kHz |
8 1Q
10w
6
L
I
\ Z-abgeglichen auf 1,4 2 vom Relais
2 zur Anode (Induktivitat = 38 uH).
Quecksilberrelais 60 Hz ~
640 us geschlossen, 7,7 ms offen,
4 entsprechend der angegebenen
-65 0 50 100 150 °C Prifschaltung
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Silizium-Planar-Logik-Diode BAW 75

BAW75 ist eine Silizium-Diode in ,,Double-Heat-Sink”-Technik im Glasgehduse 56 A2
DIN 41883 (DO-35). Die Kathode ist durch einen roten Farbring gekennzeichnet. BAW 75
eignet sich besonders zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Rechenmaschinen, sowie fiir
allgemeine Schaltanwendungen. lhre geringe Kapazitit und kleine Streuung der elektrischen
Daten bietet hohe Zuverldssigkeit. BAW 75 gilt als Nachfolgetyp fir BAY 60 und ist dhnlich
der Diode 1 N 4154,

T Bestellnumm
yp ’ er Kathode

@
BAW75 |  Q62702-A396 Ze [ —— &
o R el R S
= 26min.- = 38max.~ 26min. M
Gewicht etwa 0,18 g MaRe in mm

Der Typ BAW 75 kann durch Aufstempelung im Klartext oder durch Farbringe (rot, blau,
violett, griin) gekennzeichnet werden.

Grenzdaten (7, = 25°C)

Speirspannung Un 35 \
Richtstrom (t,, < 50 ms) Iy 150 mA
DurchlaRstrom Ie 300 mA
Spitzenstrom iem 500 mA
StoRstrom (¢t < 1 us) fes 2 A
Sperrschichttemperatur T, 200 °C
Umgebungstemperatur Ty —65 bis +200 °C
Verlustleistung (Ty = 25°C) Pior 500 mW

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaRspannung (I = 30 mA) Ue <1,0° \'
Sperrstrom (Ug = 35 V) I <5 uA
Sperrstrom (Ug = 25 V) Iq <01* wA
Sperrstrom (Ug = 25V, Ty = 150°C) Iy =100 A
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug = 0 V) Co <4 pF
Schaltzeit (Ir = Iz = 10 mA;

Erholung auf 1 mA) t. <4 ns
Schaltzeit (I =10 mA; U =6 V; R, =100 Q;

Erholung auf 1 mA) [ =2 ns

* AQL = 0,65%
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Silizium-Planar-Logik-Diode BAW 76

BAW76 ist eine Silizium-Planar-Diode in ,,Double-Heat-Sink”-Technik im Glasgehause
56 A2 DIN 41883 (D0O-35). Die Kathode ist durch einen roten Farbring gekennzeichnet.
BAW 76 eignet sich besonders zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Rechenmaschinen,
sowie fiir allgemeine Schaltanwendungen. lhre geringe Kapazitdt und kleine Streuung der
elektrischen Daten bietet hohe Zuverlassigkeit. BAW 76 gilt als Nachfolgetyp fiir BAY 63
und ist ahnlich der Diode 1 N 4151.

Kathode

Typ l Bestellnummer &Eﬂj:: ®
BAW?76 | Q62702-A397 ~ 28nin = 3pmare 2o >
Gewicht etwa 0,18 g Maée in rﬁm

Der Typ BAW 76 kann durch Aufstempelung im Klartext oder auch durch Farbringe (rot, blau,
violett, blau) gekennzeichnet werden.,

Grenzdaten bei T; = 25°

Sperrspannung Uq 75 Vv
Richtstrom (t,, < 50 ms) Io 150 mA
DurchlaRstrom I: 300 mA
Spitzenstrom iem 500 mA
StoRstrom (t< 1 us) Ies 2 A
Sperrschichttemperatur T 200 °C
Umgebungstemperatur Tu —65 bis +200 °C
Verlustleistung (Ty = 25°C) Piot 500 mwW

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Durchlaspannung (I¢ = 100 mA) Ue <1,0" Vv
Sperrstrom (Ug = 75 V) Iq =5 uA
Sperrstrom (Ug = 50 V) I <01* A
Sperrstrom (Ug = 50 V; Ty = 150°C) Iq <100 A
Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug = 0 V) Co =2 pF
Schaltzeit (Ir = Iz = 10 mA;

Erholung auf 1 mA) t =4 ns
Schaltzeit (I: = 10 mA; Ug =6 V; R_= 100 Q;

Erholung auf 1 mA) ter =2 ns
* AQL = 0,65%
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BAY 41
BAY 42
BAY 43

Silizium-Planar-Schaltdioden

Die Silizium-Planar-Dioden BAY41, BAY42 und BAY43 im Glasgehduse 51 A2 DIN 41880
(D0O-7), eignen sich zum Einsatz als schnelle Schaltdioden bei mittleren Strémen. Die Kathode
ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

Kathode  mind. Lotabstand
Typ ’ Bestellnummer A o/ ol ¥ -
BAY41 Q60201-Y41 =]l = @
BAY42 Q60201-Y42 e 30, i3 M oL
BAY43 Q60201-Y43 e e | 2emx

Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm

Grenzdaten (7, = 25°C) BAY 41 1 BAY 42 1 BAY 43
Sperrspannung Ug 40 ’ 60 l 80 \"
Spitzensperrspannung ugm | 40 60 80 \
DurchlaRstrom It 225 mA
Spitzenstrom Iem 600 mA
Spitzenstrom (7T, = 60°C) fem 300 mA
StoRstrom fes 1000 mA
StoRstrom (7, = 60°C) irg 500 mA
Sperrschichttemperatur T, 175 °C
Umgebungstemperatur Tu —65 bis +175 °C
Verlustleistung (T, = 26°C; L = 30 mm) P, 250 mW
Wirmewiderstand (L = 4 mm)2) R:nu < 380 K/W
Statische Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaBspannung (I = 200 mA) Ue 0,93 (< 1)* \%
DurchlaRspannung

(I = 200 mA; Ty = 100°C) Ue 0,85 \
Sperrstrom bei Ug/2 Iy < 50 nA
Sperrstrom bei Uy Iy 0,1 (< 5) pA
Sperrstrom bei Uy (Ty = 100°C) I 6 (< 30) vA
Dynamische Kenndaten

Kapazitat (Ug = 0 V) Co 2 (< 5) pF
Schaltzeit!) t., 10 (< 15) ns

') gemessen beim Schalten von I = 200 mA auf Iz = 200 mA bis zur Erholung auf 10% von I
2) Dieser Wert gilt bei einem 4-mm-Ldtabstand vom Gehause
*AQL = 0,66%
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BAY 41
BAY 42

Max. zulassiger DurchlaBstrom
Ie = f(T\)
L = Lotabstand vom Gehause
7. = Lotstellentemperatur
mA BAY 41, BAY 42, BAY 43
300 -
|

N
e L |
|

IO T
Il ———— -\ R B

-

‘ \
200 :

Durchlakennlinien I = f (Ug)
T, = Parameter
mA BAY 41, BAY 42, BAY 43

s e e Sl s B
i g s i
F = —— SIeUnErts —— -
|
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BAY 43

Zulassige Impulsbelastbarkeit
Ig = f(t), v = Parameter; Ty = 25°C

AZ BAY 41, BAY 42, BAY 43
L= SER
|
It
A
}
EEIERIINE ilf
107 __LMH_LMLg_LM tmﬂ H‘H Lﬂ
SO R 1K K | L 1 L 1
,,7,1‘
?urchlaﬂl&kennlinien Ir = (Ug)
mé\ Y "7 BAY 41, BAY 42, BAY 43
0 T
s = - A
| —— Miftelwert T2
o = — sreuwerts—

e ",'l_:: -




BAY 41

BAY 42
BAY 43
DurchlaBkennlinien U = f (T) Sperrkennlinien Iy = f (Ug)
I¢ = Parameter . Ty = Parameter
v BAY 41, BAY 42, BAY 43 nA BAY 41
10 T - .
T A
03 | ] 7]200mA—
08 100mA-—
o P ~[ s
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08—
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Sperrkennlinien /5 = f (Ug) Sperrkennlinien Iy = f (Ug)
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BAY 41

BAY 42
BAY 43
Sperrstrom I = f (Ty) Sperrstrom I, = f(T)
Uy = Parameter BAY 41 LA Ug = Parameter BAY 42
10'e
R
1'
5 > 2 ! / r A 1
Ug=80V/ 7 Uy =30V
/
mo '//‘/
5 y y 4 7 5 e et
7/ -
] /
"4
4
- 10 Al L
o e e 5 7 i % ﬁ%
| — Mittelwert | 1 —— Mittelwerf |_|
— — Streuwerf 2 |/ — — Streuwerf
S ! 10 I T O | _
100 150°C 0 50 100 150°C
Ty — Ty
Sperrstrom I = f (Ty) Sperrschichtkapazitat C; = f (Ug)
WA Uy = Parameter BAY 43 o BAY 41, BAY 42, BAY 43
10} = e 6
E ”
5
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Silizium-Universaldioden mit niedrigem Sperrstrom

BAY 44

BAY 45

BAY 46

Die Silizium-Dioden BAY44, BAY45 und BAY46 im Glasgehduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7),
eignen sich fiir den universellen Einsatz in Geraten mit hohen Betriebstemperaturen und
raumlich engem Aufbau. Die Kathodenseite ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

Typ ‘ Bestellnummer
BAY44 Q60201-Y44
BAY45 Q60201-Y45
BAY46 Q60201-Y46

Grenzdaten (7, = 25°C)

Sperrspannung

Spitzensperrspannung

DurchlalRstrom

(L = 4 mm; siehe Diagramm)
Spitzenstrom

(t = 10 us; sieche Diagramm)
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur

Verlustleistung (Ty = 25°C; L = 4 mm)

Wiérmewiderstand (L = 4 mm)?2)

Statische Kenndaten

DurchlaBspannung

(Ir = 100 mA; Ty = 25°C)
DurchlaRspannung

(I =100 mA; Ty, = 100 °C)
Sperrstrom (Ug = Ugu: Ty = 25°C)
Sperrstrom (Ug = Ugy; Ty = 100°C)

Dynamische Kenndaten

Kapazitat (Ug =0 V; f=1 MHz)
Kapazitat (Ug =5V; f =1 MHz)
Schaltzeit beim Umschalten

von Iz = 5 mA auf Iz = 2 mA?)
Spannungsrichtverhaltnis

(Uett =5 V; f=1MHz; R_ = 10 kQ;
CL=10nF)

') gemessen mit Tektronix, Einschub S

Kathode

/mind. Lotabstand
» 4l > 4 -
9055 | _

Iyl

!: 30,1 =73 max, b= ~Senn
- Bty —
Gewicht etwa 0,2 g MaBe in mm

BAY 44' BAY 45 ' BAY 46
Us |50 l 150 1 300 v
Ugrm 50 150 300 \"
I 250 mA
iem 30 A
T 150 °C
Ty -55 bis +125 °C
Piot 250 mwW
Rinsu < 380 K/W
Ue 0,97 (< 1,1)* \)
Ue 0,90 \"
Iz 0,02 (< 0,2)" A
A 0.4 (< 10) A
Co 7 pF
Cs 2,5 pF
t, 4,5 us
My 65 %

2) Dieser Wert gilt bei einem 4-mm-Lotabstand vom Gehéuse

®AQL = 0,65%
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BAY 44
BAY 45

Max. zulassiger Durchlastrom
Te/Ig max = F(T1) .

L = Lotabstand vom Gehause

T, = Lotstellentemperatur

% BAY 44, BAY 45, BAY 46
100 T
e [N |
S -
Trmax \
e
60 |
L=30mmN\ | )
W0 \‘\ \
20 —1— —
LU
0 50
DurchlaRkennlinien Ir = f (Uf)
Ty =25°C; T, =100°C

mA BAY 44, BAY 45, BAY 46

e [ Hittelwerte 3
T — Streuwert beiTy-25°C |/
— — 1 =

=i
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BAY 46

Zulassige Impulsbelastbarkeit
I = f(t); v = Parameter; Ty = 256°C

Sperrstrom Ig = f(Ty)
bei max. zuldssiger Sperrspannung

LA BAY 44, BAY 45, BAY 46
W ey oy 1

T e A

==

S HH = — Mittelwert
—t—t—— — = Sfreuwert —
103 0 T O B¢
0 50 100 150°C
— TU



BAY 44
BAY 45

Sperrkennllmen Iy = f (Ug)
Ty =25°C; T, =100°C
nA BAY 44

LA g : ——
5 :

— — —— Hittemere —]
— — Sireuwerte

mo HEEN
0 10 20 30 40 50V

— U

Sperrkennlmlen IR = f(Ug)
Ty =25°C; T, =100°C

e
-]09 { l [ ’J lLJ
0 100 200 300V
"»UR

BAY 46

Sperrkennlinien Iy = I(UR)
Ty =25°C; Ty, =100°C
A BAY 45

0y s o e
L-&—r—-—Lm =+
5 i i
. Il Vi
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T 03] 4 4 e \
EEREEE= ;
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BAY 44

BAY 45
BAY 46
Dynamischer DurchlaBwiderstand Dioden-Kapazitat als Funktion
Q= f (I¢); MeRfrequenz f = 1 MHz der Sperrspannung C = f (Ug)
. BAY 44, BAY 45, BAY 46 pE BAY 44, BAY 45, BAY 46
10 0 B
s S |
{F A il 4
‘ 108 N ==z
5 i N\
il \\
NN
2 5 1IN
10 N BAY &4
NN BAY 45
5 BAY 46
N\ |
: il
N \\\\ \;
10 ) | \\Q;&
5 i AN I NN
e | AN
I Hﬂ 3
oo LU .
- [ 1 2
02 07 0 W' 0'mA 10 P 5 10 ooy
— ] —--=Ug
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Silizium-Schaltdiode

BAY 61

BAY 61 ist eine Silizium-Diode im Glasgehduse 56 A2 DIN 41883 (DO-35). Sie ist besonders
als Schaltdiode geeignet, mit kurzer Riickwartserholzeit und geringer Kapazitat. Die Diode ist
dhnlich dem Typ 1 N 4148 und durch Farbringe gekennzeichnet (blau, braun), Kathodenseite

blau.
Typ [ Bestellnummer
BAY61 | Q62702-A389

Grenzdaten (7, = 25°C)

Sperrspannung
Richtstrom

Richtstrom (bei 150 °C)
DurchlaRstrom
StoBstrom (t < 1s))
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur
Verlustleistung

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Durchbruchspannung (Iz = 100 pA)
DurchlaBspannung (I = 10 mA)
Sperrstrom (U = 20 V)

Sperrstrom (Ug = 75 V)

Sperrstrom (Ug = 20 V, T, 150°C)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug = 0 V)
Schaltzeit (I = Iz = 10 mA;
Erholung auf 1 mA)

Schaltzeit (Ir =10mA; Ug =6V; R_. =100 Q;

Erholung auf 1 mA)

@05

r=-26min;-

Gewicht etwa 0,18 g

Kathode
k57Tmaxre-26 min—+ - 203 max.
MaBe in mm

75 \

75 mA
20 mA
200 mA
500 mA
200 °C
—65 bis +200 °C
400 mwW
=100 \%
=1 \%
<25 nA
=5 77
=50 A
<4 pF
<8 ns
=4 ns
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Silizium-Schaltdiode

1 N 4148

Die Silizium-Diode 1N4148 im Glasgeh&iuse (DO-35) eignet sich allgemein zum Einsatz als
Schaltdiode. Sie hat eine kurze Riickwértserholzeit und eine kleine Kapazitat.

Typ ’ Bestelinummer

1N4148 | Q62702-A273-F100

Grenzdaten (7, = 25°C)

Sperrspannung

Richtstrom

Richtstrom bei 150°C
DurchlaBstrom

StoBstrom (t < 1s)
Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur
Verlustleistung (7, = 60°C)

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

Durchbruchspannung (/g = 100 pA)
DurchlaBspannung (Ir = 10 mA)
Sperrstrom (Ugr = 20 V)

Sperrstrom (Ug = 75 V)

Sperrstrom (Ug = 20V; Ty = 150°C)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)
Diodenkapazitdt (Ug = 0 V)

Schaltzeit

(Ir =10 mA; Uy = 6 V; Erholzeit auf 1 mA)
Schaltzeit

(Ir = Ir = 10 mA; Erholung auf 1 mA)

118

305 Kathode
2B min-+{4, 57max~-26 min—~
Gewicht etwa 0,18 g
MaBe in mm

Ug 75
Io 75
Is 20
I 200
ies 500
T 200
Ty —65 bis +200
Piot 400
Ug =100
Ue =1
I <25
Ig <5
Iy <50
Co =4
t, <4
ter =8

Z,03 max.

mA
mA
mA
mA

°C
mwW

nA
wA

pF
ns

ns



1N 4148

Temperaturabhingigkeit der DurchlaBkennlinie I = f(Ug)
zuldssigen Gesamtverlustleistung
Pror =£(Ty)
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Silizium-Planar-Doppeldiode

BAV 74

Die Silizium-Planar-Doppeldiode BAV74 im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869 (TO-236)
eignet sich zum Einsatz als schnelle Schaltdiode in Schichtschaltungen. Die Diode wird mit
den Codebuchstaben IA gekennzeichnet. Die angegebenen Daten gelten, sofern nicht anders
angegeben fir jedes Diodensystem.

Typ

’ Stempel , Bestellnummer

BAV74 | IA

| Q62702-A498

Grenzdaten (7, = 25°C)

Sperrspannung

Richtstrom (t,, = 10 ms)

DurchlaBstrom

Spitzenstrom (t = 15 ms)

StoRstrom (¢ =1 us)

Sperrschichttemperatur
Umgebungstemperatur
Gesamtverlustleistung

Wiarmewiderstand bei Aufbau auf

Glassubstrat (7x7x1 mm)
Keramiksubstrat (30%x12x1 mm)
Glasfasersubstrat (30%x12%1,5 mm)

Lotstelle

1) Summe beider Diodenstrome
2) P, ist die gesamte Verlustleistung des Bauelementes, die zur Ersatzsperrschichttemperatur T, fihrt. Ry, gilt unab-
hangig von der Aufteilung der elektrischen Belastung auf die beiden Diodensysteme.

120

1£0,05 100
- »tn -
A -
1 A'le | Agrt
T i
1A o
! []
K R
gt
| oo |5
dhy g
Gewicht etwa 0,02 g
Ur 50
Ip") 70
Ie) 150
iem?) 200
fes 4,5
T 150
Ty ~bBb bis +125
Pior?) 180
Rinsu?) =700
Rtnsu?) < 450
Rinsu?) = 450
Rinst < 350

0,1¢0015

—2,9max -~

07..025
N

MaBe in mm

mA
mA

°C
°C
mW

K/W
K/W
K/W
K/W



BAV 74

Statische Kenndaten (7, = 25°C)
DurchlaBspannung (Ir = 100 mA)
Sperrstrom (Ug = 50 V)

Sperrstrom (Ug =50V, T = 125°C)
Durchbruchspannung (/g = 5 pA)

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug = 0 V)

Schaltzeit (Ir = Iy = 10 mA, Erholung auf 1 mA)
Schaltzeit (Ir =10mA; Ur=6V; RL. =100 Q;
bei Erholung auf 1 mA)

Max. zulassiger DurchlaBstrom

Ie  _
IF max I(TL)
%
150
IF
IF max
100

\\\\
50 | \Z \3
\

0 50 100 150 °C

_“71

Warmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 X 1 mm?®, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 X 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,56 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluBfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W

Ue =1 \'

Iy <01 wA
Ir <100 wA
Ug, < 51 \%

Co =2 pF
t. =4 ns
t. <2 ns

Zulassiger Spitzenstrom
als Funktion der Einschaltdauer
Te =1£(t)

B —
1

(=3 = £

f=s

s

yAVS

y 4

) Sy
T}
10! —

la— T —»f
(T

e Lt L A Lt o L
108 105 10¢ 1% 10?7 0 10°s

—t
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Silizium-Planar-Doppeldiode BAV 99

Die epitaktische Silizium-Planar-Doppeldiode BAV99 bestehend aus zwei in Reihe geschal-
teten Einzeldioden. Die Diode im Kunststoffgehduse 23 A3 DIN 41869 (TO-236), findet An-
wendung als schneller Schalter speziell fir Diinn- und Dickfilmschaltungen. Der Typ wird
in Kurzform mit ,,IE” am Gehause aufgestempelt.

Typ s Stempel ’ Bestellnummer

BAV99 | IE | Q68000-A1185-F1

-
01+0.015
A A‘EE kLT
T T

- ¥
T >
€| &2
Kw ) | | B
A2 Ki[[]Az_ 4 ) ~
04:0.03 w 01 9%
oKy g™ 1235
MaBe in mm Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten (7, = 25°C)
(bezogen auf eine Diode)
Sperrspannung Ug 70 \"
DurchlaBstrom Ie 100 mA
Richtstrom (t,, = 10 ms) I 70 mA
StoRstrom (¢ = 1 us) Ies 4,5 A
Sperrschichttemperatur T 1501) °C
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125 °C
Gesamtverlustleistung im Bauelement (7. = 85°C2) Py, 180 mwW
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Lotstelle RenaL =350 K/W
Sperrschicht-Substratriickseite Rinysr =700 K/W
(Glassubstrat 7x7x1 mm3)

1) Zuldssig fir max. 500 Betriebsstunden
2) T_ = Temperatur der warmsten Lotstelle
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BAV 99

Statische Kenndaten (7 = 25°C)

DurchlaBspannung (/¢ = 1 mA)
DurchlaBspannung (I = 10 mA)
DurchlaBspannung (I = 50 mA)
DurchlaBspannung (I = 100 mA)
Sperrstrom bei Ug = 70V

Sperrstrom bei Ug =70V und T; = 150°C
Sperrstrom bei Ug =25V und 7; = 150°C

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitdt (Ug = 0, f= 1 MHz)
Sperrverzégerungszeit

beim Umschalten von I = 10 mA auf Ug =1V
mit R. = 100 Q gemessen bei /g = 1 mA
Sperrverzégerungsladung

beim Umschalten von I¢ = 10 mA auf U =5V
mit R = 500 Q

Qs

A TA A TIA TIA TIA TIA

1.6

IIA
o

A
'S
[3,]

pF

ns

pAs
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BAV 99

MeRschaltungen:

MeRschaltung fir Einschalt-Scheitelspannung:
1 1kQ 4500

I | Oszillograf

C

|

Priifling

Impulsgenerator: t, =120ns V= 0,01

Oszillograf: R = 50 Q
t. =20ns R, =50Q

t-=0,35ns
C<1pF

MeRschaltung fiir Sperrverzéogerungszeit:

Prifling

— puald
-Lr ?Ir Oszillograf
[ | 1 "

Impulsgenerator: t, =100 ns V¢ = 0,05 Oszillograf: R = 50 Q
t. =06ns R, =50Q t. =0,35ns
Uy,=Ug+I:R C<1pF

MeRschaltung flr Sperrverzugsladung:

Prufling

D =Uen x

1 ST L
Tl; ¥, 3 = Oszillograf Uen
ST
c i - !
t
Impulsgenerator: t, =400 ns V;=0,02 Oszillograf: R = 10 MQ
t, =2ns R; =500 Q C =7pF
U,=Ug + IR, D,: BAW 62

D,: sehr schnelle Diode
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BAV 99

Max. zulassiger DurchlaBstrom zulassiger Spitzenstrom
e _ (7)) als Funktion der Einschaltdauer
Teman - Ie=1f(t
% A
1
. 150 10 ﬂﬁ
F -
Tt max 50
T T BTN
002 N
100 10°
\ s
N -
0.2
! N
1 2 3
\\\\ 10‘1 ” N
\\ 5
T
N (T
0 107 LI fiin
0 50 100 150 °C 108 0% 0t 0% w07 10" 100
—_— ,l. — ,

Wairmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 X 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 X 12 x 1 mm?®, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle AnschluRfahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 350 K/W
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BAV 99

DurchlaBkennlinie
Ie = f(Ue)
mA
100 l
[[]]] |
Ig —— Mittelwert |
80 ——= Streuwert I
/
I - 25°C |
60 /l
]
40 f
/
/
20 /
!
/
/7
4
0 A
0 05 10 15V
= U
Sperrstrom als Funktion der
Sperrschichttemperatur
I =1(T))
nA
0 —
=
Iy oberer [T
| [==="Streuwert W =70V A
" = Mittelwerte pe »
> d
3 T v A/
10
/
A A5V
10 /4
4V 4
4
) /
0 50 100 150 °C
—_— fj
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DurchlaBspannung
als Funktion der Sperrschichttemp.
Ue = £(T)
v
10
Ug : I~~~
Te = 100mA .\N\’\\N
T ~
N
10mA | N
| N
N
N
™~
05 1mA TN N
SN
01 mA I g
"N
N
0
0 50 100 150°C
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Silizium-Planar-Doppeldiode

BAW 56

Die epitaktische Silizium-Planar-Doppeldiode BAWS56 besteht aus zwei Einzeldioden mit
gemeinsamer Anode. Die Diode im Kunststoffgehause 23 A3 DIN 41869 (T0O-236) findet
Anwendung als schneller Schalter speziell fiir Diinn- und Dickfilmschaltungen. Der Typ wird

in Kurzform mit ,,ID”" am Geh&use aufgestempelt.

Typ
BAWS6

| Stempel J Bestellnummer

| 1D | @62702-A-471-F1

K2
Grenzdaten (7, = 25°C) (bezogen auf eine Diode)
Sperrspannung Ug
DurchlaRstrom Ie
Richtstrom (¢,, = 10 ms) I
StoBstrom (¢ < 1 us) Ies
Sperrschichttemperatur T
Umgebungstemperatur Ty
Gesamtverlustleistung im Bauelement (7, = 85°C)?) Pyoe
Wiarmewiderstand
Sperrschicht-Lotstelle Renst
Sperrschicht-Substratriickseite Rinasr

(Glassubstrat 7x7x1 mm3)

1) Zulassig fiir max. 500 Betriebsstunden
2) T, = Temperatur der warmsten Lotstelle

12005 120,05

—"' -
Pl
1D 75’-
1
AL i
04 +0,03 o
(=}
e 3~
MaBe in mm

70
100
70
45
1501)
~55 bis +125
180

< 350
=700

Gewicht etwa 0,02 g

mA
mA

°C

°C
mwW

K/W
K/W
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BAW 56

Statische Kenndaten (7, = 25°C)

DurchlaBspannung (I = 1 mA)
DurchlaBspannung (I = 10 mA)
DurchlaBspannung (I = 50 mA)
DurchlaBspannung (I = 100 mA)
Sperrstrom bei Ug =70V

Sperrstrom bei Ug =70V und T7; = 1560°C
Sperrstrom bei Ug = 25V und 7; = 160°C

Dynamische Kenndaten (7, = 25°C)

Kapazitat (Ug = 0, f =1 MHz)
Sperrverzogerungszeit

beim Umschalten von Ir =10 mA auf Ug =1V
mit R = 100 Q, gemessen bei Iz =1 mA
Sperrverzogerungsladung

beim Umschalten von I = 10 mA auf U =56V
mit R, = 500 Q

128

Qs

=715
= 855
=11
=13
<25
=50
=30

pF

ns

pAs



BAW 56

MeRschaltungen:

MeBschaltung fiir Einschalt-Scheitelspannung:

I, kQ 4509 u
U,
I | Oszillograf P
T , T -
Priifling ol l-—f, ot t
Impulsgenerator: 1, =120 ns  V; = 0,01 Oszillograf: R = 50 Q
t.=20ns R, =50Q t. =0,35ns
C<1pF
MeBschaltung fiir Sperrverzégerungszeit:
Prufling
te ty —=f
e AR
| I ?Ir Oszillograf ﬂ
l ] U Ir=1mA
Impulsgenerator: ¢, =100 ns V= 0,05 Oszillograf: R =50 Q
t.=06ns R, =50Q t.=0,35ns
U,=Ug+ IR C<1pF
MeBschaltung fir Sperrverzugsladung:
Prufling
m Dy US‘U[M x(
[ Bt ¢ 1 b :
&5 LTk
L] bie ¥, $ Z | oszilograf Uew
14T |
1 = : L] I .
t
Impulsgenerator: t, = 400 ns V; = 0,02 Oszillograf: R = 10 MQ
t. =2ns R; =500 Q C =7pF

U,=Ug+ IR D,: BAW 62
D,: sehr schnelle Diode

129



BAW 56

Max. zuldssiger DurchlaBstrom Zulassiger Spitzenstrom
Ie  _ F(T) als Funktion der Einschaltdauer
T max - Te=1()
./' A
150 10
/ FH
F —
Tt max ’F S

—_—
—_—

|
(=) =
FAVYS.
y A

\
\1 z\ : mry
., \\ \ Ui

T3
T

N T
RIS
0 o LA fli BNy
0 50 100 150 °C 108 0% w0t 10? Wz ot 10%s
— —!

Waérmewiderstand:

1 Glassubstrat 7 x 7 x 1 mm?, 700 K/W

2 Keramiksubstrat 30 x 12 x 1 mm?, 450 K/W
Glasfasersubstrat 30 x 12 x 1,5 mm?, 450 K/W

3 Sperrschicht-Lotstelle, alle Anschlufahnen sind
zu messen, bezogen auf die warmste, 3560 K/W
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BAW 56

Iy

Tr = f(Ug)
mA
LT
— Mittelwert ]
80 === Streuwert '[
I - 25° /
60 i
|
40 }
/
20 i
/)
/7
0 4
0 05 10
—_— UF

nA
10°

DurchlaBkennlinie

Sperrstrom als Funktion
der Sperrschichttemperatur

15V

Ig =1(T})
=L
oberer
| [===Streuwert W =70V A
= Mittelwerte "
7
v A,
VAV A
25V
4
y 4
1/
50 100
—_— r]

150 °C

DurchlaBspannung
als Funktion der Sperrschichttemp.
Ue = (T})
v
10
U I = 00mA T~ ||
T ™~
10mA [N
- J
™ ™
05 1mA_ T
NN
N
01mA
N N
N
0
0 50 100 150°C
— ]
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| Nicht fiir Neuentwicklung |

Silizium-Kapazitatsdiode

BA 138

fiir den VHF-Bereich

BA 138 ist eine epitaktische Silizium-Kapazitatsdiode in Planartechnik im Glasgehause 51 A 2
DIN 41880 (DO-7). Sie eignet sich besonders zum Einsatz als Abstimmdiode in VHF- und
UKW-Stufen. Der Kapazitatsbereich bei Ug =30 V von 3,8 bis 5,5 pF wird in drei Gruppen
unterteilt (grin, rot und blau). Die Typenbezeichnung und der Kathodenring werden in der
Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf dem unlackierten Glasgehause aufgebracht.

Typ Bestellnummer
BA 138 blau Q60201-X138-A
BA 138 griin Q60201-X138-B
BA 138 rot Q60201-X138-C
Grenzdaten

Sperrspannung

DurchlaBstrom (7, < 60°C)
Umgebungstemperatur

Statische Kenndaten (7, =25°C)
Sperrstrom (Ug =30 V)

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Diodenkapazitat (Ug =30V, f=1 MHz)

Kapazitatsverhaltnis
(Ur=3V,Uzg=30V, f=1 MHz)

Serienwiderstand
(f=300 MHz; Ug 3V, Cp =12 pF)
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rKathode  -min. Lotabstand
- - -—

I

l00,551 | ACH: i

o——30 7= 73 max

-1

Gewicht etwa 0,2 g

Ig

Co

CD3V
CD3OV

64415

[

30
50
—55 bis +125

| <100

3,8 bis 4,9
(grun)

4.4 bis 4,9
(rot)

4,4 bis 5,5
(blau)

2,4 bis 2,7

0,8 (<1,2)

e

©

e
26max

Mafe in mm

pF
pF

pF




BA 138

Spannungsabhingigkeit der Spannungsabhéngigkeit des
. .. ColUn) Sperrstromes /= f (Ug)
Diodenkapazitit ENE N f (Un) Ty = Parameter
nA BA 138
10‘ Lv - e —
5 [ ] T

= 7y = 60°C 525
5 1L
11
LA L
A
107 / 4 125°C A=
st
t“‘/
10
10° 5 10 5 0%

Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitit in

Spannungsabhingigkeit der Abhéngigkeit von der
Diodenkapazitit C, = f (Ug) 1 Sperrspannung 7K = (Ux)
pF BA 138 K 2 BA 138
R Eas T T 0 -
T H =
R ELIL I i (o — —
S _Aﬂl.H A +
I L
20 o 0=+ S :
5 N i
\\\
i N
1 I — : ,\ HH
N IBEE
\ \ S
\\ ‘
4 T I |
0 {» - _ ” 1050 L i i
1" 0 5 1wy 10° 5 107 5 102V
- . UR — UR



Silizium-Kapazitatsdioden BB 103
BB 104
BB 204

fiir den UKW-Bereich

BB 103 ist eine Einfach-Abstimmdiode in Planartechnik zum Einsatz in UKW-Tunern im
Glasgehause 51 A 2 DIN 41880 (DO-7). Der Kapazitatsbereich (bei Uz =3 V) von 27
bis 33 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (grin und blau). Die Typenbezeichnung und der
Kathodenring werden in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf dem unlackierten
Glasgehause aufgestempelt.

BB 104 ist eine Zweifach-Abstimmdiode in Planartechnik mit gemeinsamer Kathode und
Kunststoffumhillung zum Einsatz in UKW-Tunern zur Abstimmung von zwei getrennten
Kreisen, sowie fir Gegentaktanwendung in hochwertigen Tunern. Der Kapazitatsbereich (bei
Ur =3 V) von 34 bis 42 pF wird in zwei Gruppen unterteilt (grin und blau). Die Typen-
bezeichnung wird in der Kennfarbe der jeweiligen Kapazitatsgruppe auf das Kunststoffgehause
aufgestempelt.

BB 204 ist wie BB 104 eine Zweifach-Abstimmdiode mit gemeinsamer Kathode jedoch im
Plastikgehause 10 B 3 DIN 41868 (TO-92).

Typ | Bestellnummer BB 204 l—M—Tﬁ
Ay K A

BB 103 blau Q62702-B2
BB 103 griin Q62702-B4
BB 104 blau Q62702-B5 Ay K Ay
BB 104 griin Q62702-B6 L,
BB204 blau Q62702-B58-X6 00h | o
BB 204 griin Q62702-B57-X5 L ¥
U gy 2,5
12 5,2.@2"_ 5,2.0,2 B
Gewicht etwa 0,25 g; Malke in mm
Fur Montage auf Leiterplatten: Bohrung & 0,6 mm
BB 103 T i
phathode - min Lofabstand P
0055 137 8
| I —— © 2
r—30 ———=73max r— ?lﬁmct j .

— — Bht1§ e - - ' . Zhy,
Gewicht etwa 0,2 g MaRe in mm Gewicht etwa 0,3 g MaRe in mm
Grenzdaten BB 103 BB 104

BB 204
Sperrspannung Ug 30 30 \
Sperrspannung Scheitelwert Urm 32 32 \Y
DurchlaBstrom (7, < 60°C) Ie 100 100 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +125| —55bis +100| °C
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BB 103

Statische Kenndaten (7, =25°C)

Durchbruchspannung

(Ir=10pA)

Sperrstrom (Ug =30 V)
(Ug=30V; T, =60°C)

Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
(bei BB 104, BB 204 fiir Einzeldiode)

Kapazitat (Ug =3 V; f=1 MHz)

Kapazitat (Ug =30 V; f=1 MHz)

Kapazitatsverhaltnis

Gutefaktor

fur Cp =38 pF; f=100 MHz
fur Cp =30 pF; f=100 MHz

Serienwiderstand

(Cp =38 pF; f=100 MHz)
(Cp =30 pF; /=100 MHz)
Temperaturkoeffizient der Sperr-
schichtkapazitat (Ug =3 V)

BB 104
BB 204
BB 103 | BB 104
| BB 204
U gr > 32 > 32 \Y
Igq <50 <50 nA
Ig <05 <05 uA
Co 27 bis 31 34 bis 39 pF
(gran) (gran)
Co 29 bis 33 37 bis42 pF
(blau) (blau)
Co 11 14 pF
Coav 2,65 (2,5-28)| 2,65 (2,4-28)| —
CDSOV
Q - 200 (> 100) | —
Q 175 (>100) | — -
Is - 02 (<0,4) (¢)
rs 0,3 (< 0,5) — QO
TK. 0,03 0,03 %/K

135



BB 103
BB 104

Spannungsabhingigkeit der

Diodenk. itat —(’M’ =f(Ur)
iodenkapazita @V R
BB 103, BB 104, BB 204
T T
Opllg) \ WL
NG g b 111 IR
v N
[ + _\\1 ‘}1 = 417:
N
Sr*jg— -‘Hf i | :
i ( {
T TN
2| Ll ! i
I ‘ E}N*; o
: ‘P‘t’ ‘[ i i
R ! Hi
LU ‘ \\ i
Tt i o
WM? ,
| i il I
ol .‘:’x A AL
107 5 100 5 10 5 102V

Spannungsabhéngigkeit der
Diodenkapazitat Cp = f (Ug)

pf BB 103, BB 104, BB 204
601N T T
N
ED 50\ \ ] _ -
VAN
\ N
40 AN
\
\ .
BB103 \
30 | ‘\ N
N
| NN
I N
20 ot bl u \\
S AN
N
10 ++ |
! jTﬁ' 1
o Ll H‘ ) 1
03 ! 3 10 30V
— U
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BB 204

Spannungsabhingigkeit des
Sperrstromes / =£(Ug)
Ty = Parameter

n BB 103, BB 104, BB 2
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Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitat in
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BB 105 A
BB 105 B
BB 105 G

Silizium-Kapazitatsdioden

fur den UHF/VHF-Bereich

BB 105 A, BB 105 B und BB 105 G sind doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-Kapazitats-
dioden in Planartechnik mit Kunststoffumhillung (SOD-23). Sie eignen sich besonders zur
Verwendung als Abstimmdioden in Fernseh-Kanalwahlern.

Die Kathode ist durch einen weilRen Farbstrich gekennzeichnet.

BB 105 A fur UHF-Kanalwahler bis 790 MHz
BB 105 B fur UHF-Kanalwahler bis 860 MHz
BB 105 G fur VHF-Kanalwahler, istdurch einen zusatzlichen griinen Farbstrich gekennzeichnet.

Typ Bestellnummer Kathode o, e .

—— . g CJ' b

BB105A Q62702-B11 D-J L

BB 1058 Q62702-B12 43mn 4oz 03

BB105G Q62702-B13 ,

BB 105A terzett. Q62702-B11-S2 26mn=e= 74 = ~

BB105A quartett. Q62702-B11-S4 o s

BB 105B terzett. Q62702-B12-S2 ; ol

BB105B quartett. Q62702-B12-S3 - gl .

BB 105G terzett. Q62702-B13-S1 Gewicht etwa 0.1 g Mae in mm

Grenzdaten + BB 105 A +BB 105 B ] BB 105 G +

Sperrspannung Ug 28 J 28 Y,

Sperrspannung Scheitelwert Urm ‘ 30 ‘ 30 | 30 ! \

DurchlaRstrom (T, <60 °C) Ie ’ 20 | 20 | 20 | mA

Umgebungstemperatur Ty | —-55 bis + 100 i °C

Kenndaten (T, - 25°C)

Sperrstrom

(Ug =28 V; T, =25°C) I <50 <50 <50 nA

Sperrstrom

(Ur=28V; T,=60°C) Ig <05 <05 <05 HA

Kapazitat

(Ur =1V, f=500 kHz) Co 17 17,5 17,5 pF

Kapazitat

(Ug =3 V; f=500 kHz) Cp 11,5 11,5 11,5 pF

Kapazitat

(Ug =25 V; f=500 kHz) Co 23bis28 | 20bis23 | 1,8bis28 | pF

Kapazitatsverhaltnis

(f=500 kHz) Coav 4bis5 4,5 bis 6 4bis6 -
Coasv

Serienwiderstand

(f=470 MHz; C, =9 pF) R, 06(<08) /07(=£08)|09(£12)|Q

Auf Wunsch werden die Dioden als Terzette und Quartette nach Gleichlauf sortiert zu Be-
stlickungssatzen zusammengestellt.

Im Spannungsbereich U, - 0.5 bis 28 Volt ist die Kapazitatsabweichung bei BB 105 A und
BB 105 B maximal 3%, bei BB 105 G maximal 6%.
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BB 105 A

BB 105 B
BB 105 G
Einbau- und Lothinweise fir Dioden Spannungsabhingigkeit des
in Kunststoffumhiillung (SOD-23) Sperrstromes /r =f(Us)
na T e s A, BB 1058, B8 105 G
Die max. Lotbad- bzw. Lotkolbentempera- 10— T . T jl B
tur betragt 300 "C, die max. Lotzeit bei die- ——— 1%;'* +HH
ser Temperatur 3 s. Bei einer Temperatur 3 5 - =éD o 1
von 245 °C verlangert sich die Lotzeit bei 4 vt
einseitiger Lotung auf 10 s (Abstand Lot- | ,l
stelle — Gehéause beliebig klein, jedoch darf i
das Gehause mit dem Lotkolben nicht in 10° H— é: e me
Beriihrung kommen). ——— - j/{"o :;:j
Beim Einbau kénnen die Anschlubeinchen o — _25 C gy
(ohne Zugausubung) direkt am Gehause . v / - L
um 90 * gebogen werden. L L
N |
e
S HHA |
— i — ’ ._._,7 [ |
A/ -
e
|
10 2 L J S J JJ
10° 5 10 5102V

Temperaturkoeffizient der

Temperaturabhéngigkeit des Sperrschichtkapazitit in
Sperrstromes /g =f(Ty) Abhéangigkeit von der
Ug=28V 1 Sperrspannung 7K =7 (Ug)
3 BB 105 A, BB 105 B, BB 105 G K. BB 105 A, BB 105 B, BB 105 G
10 = T AT = 0= ; ; T
O : ==
L v |
10° £ : . ‘
s 7 e 0
— /1—7 -— —_t — 8 E—
V T t ; \\‘
: 1.
o’ J ; = ‘,‘\ |
S—— 1 —] IRERY
‘; ] L 10_4 eo— —
100}%;; e e 5 N ]
S——TA —Mitrelwert — T M
i J | — —Streuwert —| ‘
L | | i i 1}
| T T ’ { |
myan HEEN oL Ll L
0 50 100°C 10° 5 10 5 102V
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Col(Ty)
Tosg T
BB 105 A, BB 105 B, BB 105 G
1,05
Co () 104 —1
Gy=25°C) 1
i 1,03
i dol -
Lo - - }
UR=3V -
w N LA
= S 5V
-
099 T
0,98 1
[ _“‘, - - ] w_,‘
S EEEEEEEERRE
0% 4‘ R
T T
%0 0w w s s s
— ,/'U
Spannungsabhingigkeit der
Sperrschichtkapazitit Cp = f (Ug)
f=500 kHz; T, =25 C
pF BB 105 B
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Temperaturabhéngigkeit der
Sperrschichtkapazitit
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BB 105 G

Spannungsabhingigkeit der
Sperrschichtkapazitat Cp = f (Ug)
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Silizium-Kapazitatsdiode BB 109 G

fiir den VHF-Bereich

BB 109 G ist eine Silizium-Kapazitatsdiode in Planartechnik in Kunststoffumhullung (SOD-23).
Sie ist besonders als Abstimmdiode in VHF-FS-Tunern der FCC- und OIRT-Norm geeignet.
Auf Wunsch werden die Dioden nach Gleichlauf sortiert zu Bestiickungssatzen zusammen-
gestellt. Im Bereich der Sperrspannung 1 bis 28 V betragt die Kapazitatsabweichung innerhalb
eines Satzes maximal +£1,5%. Die Kathode ist mit einem gelben Farbstreifen gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer Kathode o,

—t = 1 3
BB109G Q62702-B17-S1 = P R
BB109G Terzett Q62702-B17-P5 43mn .02 09

BB 109G Quartett Q62702-B17-P4 |

26Minieee 74 —»

. el

Gewicht etwa 0,1 g Mafe in mm

Grenzdaten

Sperrspannung Ur 28 \
Sperrspannung Scheitelwert Urm 30 \
Durchla3strom (7, < 60°C) Ie 50 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +100 | °C

Kenndaten (7, =25°C)

Sperrstrom (Ug =28 V) Ig 0,4 (<50) nA
Speristrom (Ug =28 V; Ty, =60°C) Ig <05 HA
Diodenkapazitat (f=1 MHz) (Ug =3 V) Co 26 bis 32 pF
(Ugp=25V) Co 4.3 bis 6 pF
C
Kapazitatsverhaltnis A 5 bis 6,5 -
C25V
Gutefaktor (Ug =3 V; f=50 MHz) Q 280 -
(Ugr =25V, f=200 MHz) Q 600 -
Serieninduktivitat (gemessen an den
AnschluBdrahten 1,5 mm vor dem Gehause) L, 5 nH
Temperaturkoeffizient der Sperrschichtkapazitat
(Un=3V; f=1 MHz) TKc 3-10% %
(Ur=25V; f=1 MHz) TKc 0,810+ iK
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BB 109 G

BB 109 G

Spannungsabhangigkeit der
Diodenkapazitat Cp = f (Ug)

10V

| e o s s s S—
10 s St mm—

I ; B

I

- ‘x.HWwM.‘HMme H\U_MWMLL

BB 109 G

5

..m
et
i |

e ——t—— 4

f(Un)

U

Spannungsabhingigkeit des

Sperrstromes /5

103 Mz
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BB 109 G

f(f)

Parameter

Giitefaktor in Abhéngigkeit

von der Frequenz Q

Ur

10,

10%v

5
»UR

BB 109 G

—

f(Ur)

S s e 19

Temperaturkoeffizient der
Diodenkapazitat 7K.
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Silizium-Dreifach-Abstimmdiode BB 113

fir AM Rundfunk

BB 113 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Dreifach-Kapazitatsdiode in Planartechnik in
Kunststoffgehause mit gemeinsamer Kathode und gleichen Kapazitatswerten fur den KW-,
MW- und LW-Bereich.

Typ | Bestellnummer

BB113 y Q62702-B41

2300
———————e - . |
1 > | &
\ | T
1 | " K
[ R o ] 123 le
2544],&
Aq ) Ay ) Az Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 32 \
DurchlaBstrom (7, < 60°C) Ie 50 mA
Umgebungstemperatur Ty —55 bis +80 °’C
Statische Kenndaten (7, =25°C)
Sperrstrom (Ug =32 V) Ir <50 nA
(Ur=32V; T,=60°C) Ig <200 nA
Dynamische Kenndaten (7, =25°C)
Diodenkapazitat
(Up=1V; f=1 MHz) Co 230 bis 260 pF
(Ug=10V; f=1 MHz) Cp 60 bis 85 pF
(Ug=20V; f=1 MHz) Co >16 pF
(Ur=30V; f=1 MHz) Co <13 pF
Serienwiderstand
(Cp =200 pF; f=0,5 MHz) rg <4 Q
Koppelkapazitat zwischen 2 Teildioden Com 20 fe
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BB

113

Kapazitatsgleichlauf

Das Kapazitatsverhaltnis zweier beliebiger Teildioden einer BB 113 im Bereich Ug =1 bis 30 V

ist durch die folgenden Toleranzdaten gekennzeichnet:

Grundtoleranz

Die prozentuale Abweichung der Kapazitéats-

werte bei Ug =1V liegt innerhalb K')

Zusatztoleranz

Im Bereich Ug =1 bis 30 V gelten, ausgehend
von K als Bezugspunkt, folgende zusatzliche

Toleranzen + s2)

(Ug = 1 bis 10 V)
(Ugr = >10 bis 20 V)
(Ur = >20 bis 30 V)

Spannungsabhingigkeit der
Sperrschichtkapazitit Cp, = f (Ug)

BB 113

N

I \ N\

100

03 1 3 10 30V

— Uy

o ke (CazCn
T Cn U=ty

) o (_CT—CA> W

C.,, C,, sind die Kapazitatswerte zweier beliebiger Teildioden einer BB 113 bei der Spannung Uy .

$1
§2
S3

—

%o
5

L

3

<3,6 %
<1 %
<2 %
<3 %
Toleranzfeld der
Diodenk ititen unterei d
S =1(Un)
BB 113
_T T 1717 B 7T
+ L
T XA t
| \ T
P77 ma Imme
4
4 —1—S= f(UR T
L1
10 20 30V
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BB 205 A
BB 205 B
BB 205 G

Silizium-Planar-Kapazitiatsdioden fiir UHF und VHF

BB205A, BB205B und BB205G sind Silizium-Planar-Kapazitatsdioden im Kunststoffgehause
SOD-23. Sie sind zur Abstimmung von Fernsehkanalwahlern vorgesehen; BB 205 A und
BB 205 B fiir den UHF-Bereich, BB 205 G fiir den VHF-Bereich. Die Kathodenseite der Dioden
wird am Gehé&use durch einen weillen Farbstreifen gekennzeichnet, BB 205 G ist zusétzlich
noch mit einem griinen Farbstreifen versehen.

Die Dioden werden nach Gleichlauf sortiert (Kapazitatsabweichung max. 3% im Bereich

0,5 bis 28 V) und in Bestiickungssatzen verpackt geliefert.

Typ Bestellnummer kathode

BB205A Q62702-B60 ’ o

BB205B Q62702-B61 Si4-L
BB205G Q62702-B62 g
BB205A terzett. Q62702-B60-P1 —Tr

BB205A quartett.

BB 205B terzett.

BB205B quartett.

BB205G terzett.

Q62702-B60-P2
Q62702-B61-P1
Q62702-B61-P2
Q62702-B62-P1

-
w24 o

0

L 1300 -

Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm

Vorlaufige Daten

Grenzdaten | BB 205 A | BB 205 B \ BB205G |
Sperrspannung Ur 28 28 28 \Y
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 30 30 30 \Y
Durchla3strom (7, =60°C) Ie 20 20 20 mA
Umgebungstemperatur Ty -55 bis 100 °C
Kenndaten (7, = 25°C)

Sperrstrom

(Ug=28V; T, =25°C) Ir =50 =50 =50 nA
Sperrstrom

(Up=28V; T,=60°C) Ig =05 =0,5 =05 HA
Kapazitat

(Ur=1V; f=500 kHz) Co 17 17 17 pF
Kapazitat

(Ug=3 V; f=500 kHz) Cp 1 11 1 pF
Kapazitat

(Ug=25V; f=500 kHz) Co 2,1 bis 2,5 1,9 bis 2,2 1,8 bis 2,6 pF
:‘ipgéga':;‘éfrha"”'s CC——E V-1 43bis53 |5 bis6 43bis6 |-
Serienwiderstand

(f=470 MHz; Cp, =9 pF) R, 0,6 (£0,8) 0,7 (£0,8) 0,9 (£1,2) Q
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BB 205 A

———
=

BB 205 B
BB 205 G
Spannungsabhingigkeit der Spannungsabhingigkeit des
Sperrschichtkapazitat Cp = (Ug) Sperrstromes /g =1 (Ug)
=500 kHz; T,=25°C Ty =Parameter
P nA
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Temperaturabhingigkeit des Sperrschichtkapazitit in
Sperrstromes /5 = (T,) Abhéangigkeit von der
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Silizium-Kapazitatsdiode BB 209

far CATV-Anlagen

Die BB209 ist eine epitaktische Si-Kapazitatsdiode in Planartechnik mit Kunststoffumhillung
(SOD-23) und besonders hoher Kapazitatsvariation. Diese Diode ist zur Abstimmung im
VHF-Bereich mit groRer Frequenzvariation, insbesondere in CATV-Anlagen, geeignet. Die
Kathode ist durch einen orangen Farbstrich gekennzeichnet. Die Dioden sind zu Bestlickungs-
satzen mit einer Kapazitatstoleranz von + 1,5 % im Bereich 1—-28 V zusammengestellt.

Typ | Bestellnummer Kathode
/

BB 209 | Q62702-B56 —-zfmnie— 74 ——wt =~ |
, _444_Q|*iv£
ALWN» u?.
=TS
09 e

-

N S—

e———— 1304 ‘

Gewicht etwa 0,1 g MaRe in mm

Grenzdaten

Sperrspannung Ug 28 Y

Sperrspannung Scheitelwert Urm 30 \

DurchlaRstrom (7, <60°C) Ie 20 mA

Umgebungstemperatur Ty —55 bis +100 | °C

Kenndaten (7, =25°C)

Sperrstrom

(Ug=28V; T, =25°C) Ig <50 nA

(Ug=28V; T, =60°C) Ig <500 nA

Diodenkapazitat

(f=1MHz; Ur=1V) Co 31 pF

(f=1 MHz; Ug =3 V) Co 21 (18 bis 24) | pF

(f=1 MHz; Ug =25V) Cp 2,6 bis 3 pF

Kapazitatsverhaltnis (f=1 MHz; Ug =3/25 V) ——(&03" >6,8 —
D25V

Serienwiderstand (f =330 MHz; Cp =12 pF) rs 0,85 Q

Serieninduktivitat (L =7 mm) Lg 45 nH

Gutefaktor

(f=50 MHz; Ug =3 V) Q 180 -

(f=300 MHz; Ug =25 V) Q 250 -
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BB 209

Spannungsabhiéngigkeit der
Sperrschichtkapagzitit Cp = f(Ug)

pF

BB 209

60

50

40

30

20

/V
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Silizium-Kapazitatsdiode BB 304

fiir den UKW-Bereich

BB 304 ist eine Zweifach-Abstimmdiode in Planartechnik mit gemeinsamer Kathode im Kunst-
stoffgehduse 10B3 DIN 41868 (TO-92) fiir den UKW-Bereich. Sie eignet sich besonders zum
Einsatz in FM-Tunern flr Autoradios.

Typ | Bestellnummer KFH IK j
2 1

BB304 | Q62702-B84

0,40k

1]y

Gewicht etwa 0,25 g; Mafte in mm

Fur Montage auf Leiterplatten: Bohrung & 0,6 mm
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 30 Vv
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 32 Vv
DurchlaRBstrom (7, =60°C) Ie 1 50 ‘ mA
Umgebungstemperatur Ty — 55 bis + 100 °C
Kenndaten (je Einzeldiode, 7, = 25 °C)
Sperrstrom (Ugr =30 V) Ig =50 nA
Sperrstrom (Ug=30V; T, =60°C) I <0,5 uA
Kapazitat (Ur=2 V; f=1 MHz) Co 42 bis 47,5 pF
Kapazitatsverhaltnis Coav .

7 -

(Un=2/8V; f=1MHz) Cosv 1,65 bis 1.75
Serienwiderstand
(Co =138 pF; f=100 MHz) rs 0,2 (<0,4) Q
Gute (Cp =38 pF; f=100 MHz) Q 200 (>100) -

Die Dioden sind bei Bedarf in farbcodierten Paarungsgruppen entsprechend der nachfolgen-
den Tabelle sortiert lieferbar.

Kennfarbe \rot \ gelb ’ weil ‘ grun ‘ blau
Co(Un=2V) pF | 42 bis 43,5 | 43bis 445 | 44 bis455 | 45bis 465 | 46 bis 47,5
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Hyperabrupte Si-Kapazitatsdiode BB 309

Fiir den VHF-Bereich

Die BB309 ist eine Silizium-Planar-Kapazitatsdiode mit besonders hohem Kapazitatsverhalt-
nis im Kunststoffgehause SOD-23. Sie ist zur Abstimmung im VHF-Bereich mit groBer
Frequenzvariation insbesondere in CATV-Tunern geeignet. Die Kathode der BB 309 wird
durch einen griinen Farbbalken gekennzeichnet.

Typ | Bestellnummer K/ulhode
BB 309 | Q62702-B85 - 1
ol LY
X (\;'1 =X
iy ey
T
Sy
! =
i I
i T
- — 1300k - ;

Gewichtetwa 0,1 g MaRe in mm

Vorlaufige Daten

Grenzdaten

Sperrspannung Ug 28 v
Sperrspannung Scheitelwert Urm 30 \Y
Durchla3strom (I, =60°C) I¢ 20 mA
Umgebungstemperatur Tu -55 bis +100 °C

Kenndaten (7, = 25 °C)

Sperrstrom (Ug =28 V) Ir <50 nA
Sperrstrom (Ug=28 V; T, =60°C) I <0,5 uA
Kapazitat (Ug= 1V; f=1 MHz) Co 56 (>49) pF
Kapazitat (Ug =28 V; f=1 MHz) Co 4,1 (3,7 bis 4,5) | pF
Kapazitatsverhaltnis Corv 12 bis 15 -
(Un = 1/28 V; f = 1 MHz) Cozev

Serienwiderstand (f = 200 MHz) re =0,7 Q
Gleichlaufpaarung (Ug = 1-28 V) 4C/C <*15 %

bei Bestiickungssatzen
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Silizium-Dreifach-Abstimmdiode BB 413

fiir AM-Rundfunk

BB 413 ist eine Silizium-Dreifach-Kapazitatsdiode in Planartechnik im Kunststoffgehause mit
gemeinsamer Kathode und gleichen Kapazitdtswerten, fiir den Einsatz im Kurz-, Mittel- und
Langwellenbereich.

Typ | Bestellnummer 230
- e
BB413 | Q62702-B86 , :
Y |
54
T
'M,zi
2540
Gewicht etwa 0,1 g Mal3e in mm
Vorlaufige Daten
Grenzdaten
Sperrspannung Ugr 32 \Y
DurchlaRstrom (7, =60 °C) Ie 50 mA
Umgebungstemperatur Ty -55 bis +80 °C
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BB413

Statische Kenndaten (7, = 25 °C)

Sperrstrom (Ug = 32 V) Ir
(Ug =32V; Ty = 60°C) Ir

Dynamische Kenndaten (7, = 25 °C)
Diodenkapazitat

(Usr =1V;f=1MHz) Co
(Up=10V; f=1MHz) Co
(Ur=20V;f=1MHz) Co
(Ur =30V; f=1MHz) Co
Serienwiderstand

(Co = 345 pf; f = 0,5 MHz2) re
Koppelkapazitat zwischen 2 Teildioden Com

<50
<200

345 bis 410
90 bis 135
>24

10 bis 20

<2
20

nA
nA

Das Kapazitatsverhaltnis zweier beliebiger Teildioden einer BB413 im Bereich Ug = 1 bis 30V

ist durch die folgenden Toleranzdaten gekennzeichnet:

Grundtoleranz')
Die prozentuale Abweichung der Kapazitatswerte
bei Ug = 1V liegt innerhalb K K

Zusatztoleranz')

Im Bereich Ug =1 bis 30 V gelten, ausgehend von
K als Bezugspunkt, folgende zusatzliche
Toleranzen s

(Ug = 1 bis 10 V) 1S,/
(Ur = >10 bis 20 V) 1S,/
(Ug = >20 bis 30 V) 1S5/
o[ CCam

e Jue=y

Citlrm
S = | —")-K;
Cm Ugp =1-30V

(Cn, m) Us = Kapazitat der beliebig wihlbaren Teildioden einer BB413 bei Ug

<3

<1
<2
<3

nm=1,2 3.

%

%
%
%
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BB 413

Toleranzfeld der Diodenkapazitaten Streubereich der Diod: p
untereinander Cp = (Ug)
S =1 (Ur)
% PF
5 500 T
S b CD \\
! P
3 ‘ 400 N
T 7 NN
z | L\\‘\
1 L 300 \\ \\ :
3 T
o4 S=F( U f— \:\ 1
\ |
i NN T
_2 Af._,._‘
M\
-3 100 AN\
, AN
. N\
.5 O E
0 10 20 30V 0,3 1 3 10 0V
— Uy U
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Silizium-Kapazitatsdioden

BB 501
BB 503

fiir den UHF- und VHF-Bereich

BB501 und BB503 sind Silizium-Kapazitdtsdioden in Planartechnik,
BB501 im Kunststoffgehause 10B2 DIN 41868 (TO-92),

BB 503 im Kunststoffgehause 23A3 DIN 41869 (TO-236) fiir Schichtschaltungen.

Sie eignen sich besonders fiir AFC- und Synthesizer-Anwendungen bis 1 GHz, BB503 vorzugs-

weise in Schichtschaltungen.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BB501 | BB501 Q62702-B87
BB503 | UB Q62702-B89

Grenzdaten 7, = 25 °C

Sperrspannung
Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaBstrom (7, =60 °C)
Umgebungstemperatur

Kenndaten

Sperrstrom (Ug = 28 V)

Sperrstrom (Ug = 28 V; T, = 60 °C)
Kapazitat (Ug = 3 V; f = 1 MHz)

Kapazitat (Ug = 25 V; f = 1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis

(Ug =3/25V; f =1 MHz)

Serienwiderstand (Cp = 12 pF; f = 330 MHz)

BB 503
140,05 140,05
LT . 0,1£00t5
LA .
| Cf’:ci?ug
| B
T b
- . |
04 +003 & 1025
= g ™ 103~
Gewicht etwa 0,02 g
BB 501 /? l,(
0,4x04 Y
| Vol et
12,5

oty o S

50 )k
Gewicht etwa 0,2 g
BB501, BB503
Ug 28 \
Ugrm 30 \Y
I 20 mA
Ty —55 bis +100 °C
I =50 nA
Ir =0,5 pA
Co 9 bis 14 pF
Co 1,9 bis 2,4 pF
Cpav 4,5 bis 6 -
Cozsv
rs 0,7 Q
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Silizium-Kapazitiatsdioden

BB 502
BB 504

fiir den VHF-Bereich

BB502 und BB504 sind Silizium-Kapazitatsdioden in Planartechnik,
BB 502 im Kunststoffgehause 10B2 DIN 41868 (ahnl. TO-92),

BB504 im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 (TO-236).
Sie eignen sich besonders als Abstimmdioden, fiir AFC- und Synthesizer-Anwendungen im

VHF-Bereich, BB504 vorzugsweise in Schichtschaltungen.

Typ | Stempel | Bestellnummer
BB 502 BB502 Q62702-B88
BB504 ub Q62702-B90

Grenzdaten 7, = 25 °C

Sperrspannung
Sperrspannung Scheitelwert
DurchlaBBstrom (T, =60 °C)
Umgebungstemperatur

Kenndaten

Sperrstrom (Ug = 28 V)
Sperrstrom (Ug = 28 V; T, = 60 °C)
Kapazitat (Ug =3 V; f = 1 MHz)
Kapazitat (Ug = 25 V; f = 1 MHz)
Kapazitatsverhaltnis (Ug = 3/25 V)

Gutefaktor (Ug = 3 V; f = 50 MHz)

154

f],L £0.03

3

Géwicht etwa 0,02 g

01s00s

A K
BB 502 | L
0,404 R
L“ 16,1, 2~~—4 Sl | L%
) MDY -D,zl‘ )
Gewicht etwa 0,2 g
BB502, BB504
Ur 28 V
Urm 30 v
1F 20 mA
Ty —55 bis +100 °C
In =50 nA
IR §0,5 ”A
Co 26 bis 32 pF
Co 4,3 bis 6 bF
Coav 5 bis 6,5 -
CDZSV
280 —




Silizium-Kapazititsdioden

BB 505 B
BB 505 G

fiir den UHF- und VHF-Bereich

BB 505 B und BB 505 G sind Silizium-Kapazitatsdioden in Planartechnik im Glasgehiuse DO-35
zur Verwendung als Abstimmdioden in Fernseh-Kanalwéahlern. Der Glaskorper ist orange
lackiert, die Kathode ist durch einen schwarzen Farbring gekennzeichnet.

BB505B fur UHF-Kanalwéhler
BB505G fur VHF-Kanalwahler

Typ ‘ Bestellnummer
BB505B ( Q62702-B113
BB505G Q62702-B115

Kathode

— 289 38

0,54

B

1,6

61,6

Gewicht etwa 0,5 g

Grenzdaten BB505B BB505G
Sperrspannung Ur 28 28 \"
Sperrspannung Scheitelwert Ugrm 30 30 \"
FluBstrom (7, =60 °C) Ie 20 20 mA
Umgebungstemperatur To —55 bis 100 | —55 bis 100 | °C
Lagertemperatur Ts -55 bis 150 | —55 bis 150 | °C
Kenndaten (7, = 25 °C)
Sperrstrom (Ug=28V) I =50 =50 nA
Sperrstrom (Ug=28V; Ty, =60 °C) /5 =0,6 =0,6 uA
Kapazitat (Us = 1V; f = 1 MHz) Co 17 17 pF
Kapazitat (Ug =3 V;f=1MHz) Cp 11,6 11,5 pF
Kapazitat (Ug = 25 V; f = 1 MHz) Cp 2,0 bis 2,3 1,8 bis 2,5 pF
Kapazitatsverhaltnis (f = 1 MHz) CDL 4,5 bis 5,8 4,3 bis 6 B
D25V
Serienwiderstand
(f = 470 MHz; C, = 9 pF) rs =0,8 =1,2 Q
Gleichlauf je Bestiickungssatz
bei Ug = 0,5 bis 28 =+1,5 =+1,5 %

1

MaRe in mm
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BB 505B

156

BB 505G
Sp gsabhingigkeit der Di den-
kapazitit Cp = f (Ug)
pk
30 M
)
A
20
\\ I
10 T N\ ‘T
L \‘\
N
PN
INL
; L
0,3 1 3 10 30V



Silizium-Planar-Kapazitatsdiode BBY 30

BBY 30 ist eine planare Silizium-Kapazitatsdiode im Gehause 51 A2 DIN 41880 (DO-7),
welche besonders fiir Anwendungen im unteren VHF-Bereich geeignet ist.

mind Lotabstand

Kathode
Typ , Bestellnummer 005 ~ Ja' w3
BBY30 | Q62702-B44 ' ©
e 30 o7 3max te— - .
- ~B4e1s - - /b max
Gewichtetwa 0,2 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 30 ‘f \Y
DurchlaBstrom (7, < 60°C) Ic 100 ‘ mA
Betriebstemperatur Ty —55 bis +125 °C
Lagertemperatur T, -55 bis +1256 | °C
Lottemperatur i
(fir t < 5 sec; Abstand vom Gehause > 3 mm) T, 240 °C
Kenndaten (7, = 25°C)
Durchbruchspannung (I = 10 uA) U(am [ >32 L v
Sperrstrom (Ug = 30 V) < 50 | nA
Diodenkapazitat . [
(Ug =3V;f=1MHz) 29 bis 31 . PF
(Ur = 30V;f=1MHz) U . PF
Kapazitatsverhaltnis CDav/ngov " 2,5 bis 2,8 i —
Gitefaktor (Cp = 30 pF; f = 50 MHz) 0] > 200 P
Serienwiderstand (Cp = 30 pF; f = 100 MHz) Is < 05 | Q
Temperaturkoeffizient der Diodenkapazitat TKc 0,03 | %/K
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Silizium-Kapazitatsdiode BBY 31

fiir Schichtschaltungen

BBY31 ist eine doppeltdiffundierte epitaktische Silizium-Kapazitatsdiode in Planartechnik
im Kunststoffgehduse 23A3 DIN 41869 (TO-236). Sie eignet sich besonders in Schichtschal-
tungen als Abstimmdiode fiir den UHF- und VHF-Bereich.

Typ | Stempel | Bestellnummer - Do
| 140015
BBY31 | UG | 062702-B91 A @ AE;I o
i £ 2
i T~
KO _
¥ o e |5t e
042003 | & 0] 025
e 3 ™ Rl
Gewicht etwa 0,02 g
Grenzdaten
Sperrspannung Ug 28 Vv
Sperrspannung Scheitelwert Ugm 30 \
DurchlaBstrom I 20 mA
Umgebungstemperatur Ty —65 bis +100 °C

Kenndaten (7, = 25 °C)

Sperrstrom (Ug = 28 V) Iq <100 nA
Sperrstrom (Ug = 28 V; Ty = 60 °C) Ir =0,5 nA
Kapazitat (Ug = 1 V; f = 1 MHz2) Co 17,5 pF
Kapazitat (Ug = 3 V; f =1 MHz) Co 11,56 pF
Kapazitat (Ugr = 256 V; f = 1 MHz2) Co 1,8 bis 2,8 pF
Kapazitatsverhaltnis (f = 1 MHz) Coav 5 -
D25V
Serienwiderstand (f = 330 MHz; Cp = 12 pF) rs =1,2 Q
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Silizium-Schalterdiode

BA 182

BA 182 ist eine Silizium-Schalterdiode in Planartechnik mit Kunststoffumhillung (SOD-23)
zum Einsatz in Fernseh-Kanalwahlern zur Bereichsumschaltung im VHF-Bereich.

Typ | Bestellnummer

BA 182 | Q62702-A347

siehe Einbauhinweis

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur
Lagerungstemperatur

Warmewiderstand
Sperrschicht — Luft

Kenndaten (7, =25°C)
DurchlaRspannung

(I =100 mA)

Sperrstrom

(Ugr=20V)

(Ur=20V; T,=60°C)

Kapazitat

(Ur=20V; f=1 MHz)

Realteil des DurchlaBwiderstandes
(Ie =5 mA; f=200 MHz)

Kathode ~
e S
s“-:iq?_

1.3m|n 1492 1 08
-

26 mmi-—s- 7 —

|
‘ ‘
e p3e0be ,I

Gewicht etwa 0,1 g

35
100
100
| —55 bis +100

| <400

<12

<100
<1

0,8 (<1,0)

0,5 (<0,7)

- 40—7

1
L]

o~
o
0
w
~

'y
?i

Male in mm

K/W

nA
pHA

pF
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Silizium-Planar-Schalterdioden

BA 243
BA 244

BA 243 und BA 244 sind Silizium-Planar-Schalterdioden im Gehause DO-34 und eignen sich
zum Einsatz in Tunernim Frequenzbereich bis 1000 MHz zur elektronischen Bandumschaltung
bei niedrigem differentiellen DurchlaBwiderstand undkleiner Diodenkapazitat. Der Glaskérper
ist blau lackiert, die Kathode wird durch einen schwarzen Farbring gekennzeichnet BA244
wird zusatzlich noch mit einem gelben Farbring versehen.

Typ Kenn- Bestellnummer
Farbe

BA243 | ohne . Q62702-A521

BA 244 gelb Q62702-A421

Vorlaufige Daten

Grenzdaten

Sperrspannung
DurchlaBstrom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Kenndaten (7, = 25 °C)

DurchlaBspannung (/¢ = 100 mA)
Sperrstrom (Ur = 15 V)

Diodenkapazitat (Ug = 15 V; f = 1 MHz)
Serieninduktivitat

Differentialer DurchlaBwiderstand

(Ir = 10 mA; f = 200 MHz)
Sperrwiderstand (Ug = 1 V; f = 100 MHz)

160

4

Kathode
Typ

&

5

Y5

E, i
23,4, L2

Gewicht etwa 0,2 g

1,35.0;

MaRe in mm

BA 243 BAZ244
Ug 20 20 \Y,
Ie 100 100 mA
T; 150 150 °C
Ts —55 bis -55 bis °C
+150 +150
Ue <1 <1 Vv
Ir <100 <100 nA
Co 1,3 (<2) 1,3 (<2) pF
Lg 2,5 2,5 nH
re 0,5 (<1) 0,4 (<05 | Q
Ro 100 100 KQ



Silizium-Planar-Schalterdioden

BA 282
BA 283

BA282 und BA283 sind Silizium-Planar-Schalterdioden im Gehause DO-34, welche sich
besonders zur Bandumschaltung in FS-Tunern eignen. Der Glaskorper ist gelb lackiert, die
Kathode wird durch einen schwarzen Farbring gekennzeichnet. BA282 wird zusatzlich noch

mit einem blauen Farbring versehen.

Typ Kenn- | Bestellnummer
farbe

BA282 | blau ‘062702-A428

BA283 | ohne Q62702-A429

Grenzdaten

Sperrspannung

Durchla3strom
Sperrschichttemperatur
Lagertemperatur

Warmewiderstand Sperrschicht-Luft

Kenndaten 7, = 25 °C

Durchlaspannung (/; = 100 mA)

Sperrstrom (Ug = 20 V)

Diodenkapazitat (Ug = 1 V; f = 1 MHz)
Diodenkapazitat (Ug = 3 V; f = 1 MHz)
Differentialer DurchlaBwiderstand

(/g = 3 mA; f = 200 MHz)
(lg = 10 mA; f = 200 MHz)

Sperrwiderstand (Ug = 1V; f = 100 MHz)

Serieninduktivitat

Kathode
Typ i

f&: ] 1
A oA
26*’ Z,Q_O‘Z _ZE—-

Gewicht etwa 0,2 g; MaRe in mm

®0,5 max

1,35.01

BA282 BA 283
Un 35 35 Vv
Ir 100 100 mA
7, 150 150 °C
T, 55 bis 150| —55 bis 150 °C
Runsu 600 600 K/W
Us =1 = Vv
In <100 <100 nA
Co =14 =14 pF
Co =1 =1 pF
r =0,8 =14 Q
r =0,5 =0,9 Q
R, =100 =100 kQ
Ls 2,2 2,2 nH

161



Silizium-PIN-Diode

BA 379

HF-Regelwiderstand

BA 379 ist eine Silizium-PIN-Diode im Kunststoffgehause mit Bandleiteranschlissen. Die
Diode stellt von 1 MHz bis in den GHz-Bereich einen stromgesteuerten HF-Widerstand dar.
Sie ist besonders fiir regelbare Dampfungsnetzwerke in UHF/VHF-Fernsehtunern vorgesehen.

Typ ( Bestellnummer
BA379 i Q62702-A485
Grenzdaten

Sperrspannung

Durchlalistrom (7, < 60°C)
Lagertemperatur

Kenndaten (7, =25°C)
Durchlalspannung (I =20 mA)
Sperrstrom (Ug =10 V)

(Ur=10V; T, =60°C)

Diodenkapazitat (Ug =1 V; f=100 MHz)
(Ur =0V, f=900 MHz)
Serieninduktivitat?)

Durchlawiderstand (I =10 mA; f=100 MHz)
Sperrimpedanz (Ug =1 V; f=100 MHz)
Zulassige Storspannung?)

(fn =220 MHz; £, =48 MHz)

") Unmittelbar am Gehause gemessen

Farbstrich Kathode

=
E‘ 3+0)) —
6.5+03 65+03

Gewichtetwa 0,1 g
MaRe in mm

30
20

<1
<1
<10
0,34
0,3

45 (<6,5)
45 (> 25)

06x0.2max
7

—55 bis +100

mA

2) 3 Dioden als n-Glied geschaltet; Us, 1o ist die Spannung des 100 %-amplitudenmodulierten Storsenders £, (gemessen an
60 Q mit R, =60 Q), die auf dem Nutztrager £, 1 % Kreuzmodulation verursacht

162



BA 379

Spannungsabhingigkeit des Sperr-
leitwertes und der Sperrkapazitat

DurchlaBkennlinie /. = f (Ug) Go; Co = f (Ug)
m/; BA379 s BA379 pf
102, | | o 100 : T T
i R |
Foo i ’ bp Ersatzschaltung: | e

[ i ‘ ‘ 80 | - 108
bl o L T & T
A — —
- [ |
S S 1 60 106
; - 4 o |

40

20

1 1 10
0 10 20 30V
—U

Tuﬁ; o MRS S N 1
— - et DD WS
M i
' - et
\ . IR T
\ i

102 107 100 10! 102mA
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Z-Dioden BzD 10C...
Leistungs-Z-Dioden 1,3 W im Metallgehause

BZD10... sind Silizium-Leistungs-Z-Dioden im Metallgehduse 56A2 DIN 41883 (JEDEC
DO-13), mit axial ausgefiihrten AnschluRdrahten. Die Arbeitsspannungen wurden nach der
internationalen Reihe E 24 (5%-Reihe) gestuft.

Diese Dioden dienen zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen im Bereich von
3,3 V bis 200 V, bei mittlerem Leistungsbedarf. Das hermetisch dichte Metallgehduse er-
méglicht eine vielseitige Verwendbarkeit dieser Z-Diodenreihe.

®08. 01

=

o H u(i23max

| Kathode am Gehause

| *S'Amﬂ;‘i J Gewicht etwa 1,4
ewic etwa 1,49

38 58— b ] -

56+01 MaRe in mm
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BZD10C3V3 Q68000-A999-F82 BZD10C27 Q68000-A1021-F82
BZD10C3V6 Q68000-A1000-F82 BZD10C30 Q68000-A1022-F82
BZD10C3V9 Q68000-A1001-F82 BZD10C33 Q68000-A1023-F82
BZD10C4V3 Q68000-A1002-F82 BZD10C36 Q68000-A1024-F82
BZD10C4V7 Q68000-A1003-F82 BZD10C39 Q68000-A1025-F82
BZD10C5V1 Q68000-A1004-F82 BZD10C43 Q68000-A1026-F82
BZD10C5V6 Q68000-A1005-F82 BZD10C47 Q68000-A1027-F82
BZD10C6V2 Q68000-A1006-F82 BZD10C51 Q68000-A1028-F82
BZD10C6V8 Q68000-A1007-F82 BZD10C56 Q68000-A1029-F82
BZD10C7V5 Q68000-A1008-F82 BZD10C62 Q68000-A1030-F82
BZD10C8V2 Q68000-A1009-F82 BZD10C68 Q68000-A1031-F82
BZD10C9V1 Q68000-A1010-F82 BZD10C75 Q68000-A1032-F82
BZD10C10 Q68000-A1011-F82 BZD10C82 Q68000-A1033-F82
BZD10C11 Q68000-A1012-F82 BZD10C91 Q68000-A1034-F82
BZD10C12 Q68000-A1013-F82 BZD10C100 Q68000-A1035-F82
BZD10C13 Q68000-A1014-F82 BZD10C110 Q68000-A1036-F82
BZD10C15 Q68000-A1015-F82 BZD10C120 Q68000-A1037-F82
BZD10C16 Q68000-A1016-F82 BZD10C130 Q68000-A1038-F82
BZD10C18 Q68000-A1017-F82 BZD10C150 Q68000-A1039-F82
BZD10C20 Q68000-A1018-F82 BZD10C160 Q68000-A1040-F82
BZD10C22 Q68000-A1019-F82 BZD10C180 Q68000-A1041-F82
BZD10C24 Q68000-A1020-F82 BZD10C200 Q68000-A1042-F82
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BZD 10C...

Grenzdaten bei 7, = 50 °C

Verlustleistung Piot 1,3") w
Sperrschichttemperatur T max. 175 °C
Lagertemperatur T, —65 bis +175 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-AnschluRdraht R | <95") | K/W
Kenndaten bei 7, = 25 °C
Typ Nenn- U,-Bereich MeR- dyn. Z-Impe- Temperaturkoeff. | Min. Zulas-
Z-Span- strom danz bei der U, Sperr- siger
nung f=1kHz span- max.
nung Z-Spit-
bei /g = zen-
1uA strom?)
U, U, (V) Izt Zayw  (OhM) | a U, - 107YK Ua V) | 7
V)3 (mA) typ. max. (mA)
BZD10C3V3 33 3,1 bis 3,5 100 8 (<10)| —10 bis +2 - 160
BZD10C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 100 8 (<10)| -8 bis +2 - 190
BZD10C3V9 39 3,7 bis 4,1 100 38 (<7) —7 bis +2 - 210
BZD10C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 100 3,8 (<7) —7 bis +3 - 205
BZD10C4V7 4,7 4,4 bis 5,0 100 38 (<7) —7 bis +4 - 190
BZD10C5V1 5,1 4,8 bis 5,4 100 2 (<5) —6 bis +5 - 170
BZD10C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 100 1 (<2) 3 bis +5 >1,5 160
BZD10C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 100 1 (<2) —1 bis +6 >1,5 138
BZD10C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 100 1 (<2) 0 bis +7 >2 130
BZD10C7V5 7.5 7,0 bis 7,9 100 1 (<2) 0 bis +7 >2 120
BZD10C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 100 1 (<2) +3 bis +8 >3,5 108
BZD10C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 50 2 (<4) +3 bis +8 >3,5 96
BZD10C10 10 9,4 bis 10,6 50 2 (<4) +5 bis +9 >5 87
BZD10C11 11 10,4 bis 11,6 50 4 (<7) +5 bis +10 | >5 77
BZD10C12 12 11,4 bis 12,7 50 4 (<7) +5 bis +10 | >7 71
BZD10C13 13 12,4 bis 14,1 50 5 (<10)| +5bis +10| >7 64
BZD10C15 15 13,8 bis 15,8 50 5 (<10)| +5bis+10| >10 57
BZD10C16 16 15,3 bis 17,1 25 6 (<15)| +6 bis +11 >10 49
BZD10C18 18 16,8 bis 19,1 25 6 (<15)| +6 bis +11 >10 47
BZD10C20 20 18,8 bis 21,2 25 6 (<15)| +6 bis +11| >10 42
BZD10C22 22 20,8 bis 23,3 25 6 (<15)| +6 bis +11 | >12 38
BZD10 C24 24 22,8 bis 25,6 25 7 (<15)| +6 bis +11 >12 35
BzD10C27 27 25,1 bis 28,9 25 7 (<15)| +6 bis +11 >14 34
BZD10C30 30 28 bis 32 25 8 (<15)| +6 bis +11 >14 28
BZD10C33 33 31 bis 35 25 8 (<15)| +6 bis +11 >17 26
BZD10C36 36 34 bis 38 10 21 (<40)| +6 bis +11 >17 23

') Dieser Wert gilt, wenn beide AnschluBdrahte in 10 mm Abstand vom Gehéause auf 50 °C gehalten werden.

%) Gemessen mit Impulsen t, =100 ms.
%) Diese Werte gelten, wenn beide AnschluRdréhte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 75 °C gehalten werden.
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BZzD 10C...

Kenndaten bei 7y = 25 °C

Typ Nenn- U,-Bereich MeR- dyn. Z-Impe- Temperaturkoeff. | Min. Zulas-
Z-Span- strom danz bei /5, der U, Sperr- siger
nung f=1kHz span- Z-Spit-

nung zen-
beilg= |strom?)
1 uA
U, U, (V)?) 1z Z ayn (Ohm) |a U, - 107%K Ur (V) 17 max
v)?) (mA) typ. max. (mA)

BZD10C39 39 37 bis 41 10 21 (<40) | +6 bis +11 >20 22

BZD10C43 43 40 bis 46 10 24 (<45) | +7 bis +12 | >20 19

BZD10C47 47 44 bis 50 10 24 (<45) | +7 bis +12 >24 18

BZD10C51 51 48 bis 54 10 25 (<60) | +7 bis +12 >24 16

BZD10C56 56 52 bis 60 10 25 (<60) | +7 bis +12 >28 15

BZD10 C62 62 58 bis 66 10 25 (<80) | +8 bis +13 | >28 13

BZD10C68 68 64 bis 72 10 25 (<80) | +8 bis +13 >34 12

BZD10C75 75 70 bis 79 10 30 (<100)| +8 bis +13 >34 1

BZD10C82 82 77 bis 88 10 30 (<100)| +8 bis +13 >41 10

BZD10C91 91 85 bis 96 5 60 (<200)| +9 bis +13 | >41 9,2

BZD10C100 100 94 bis 106 5 60 (<200)| +9 bis +13 >50 8,4

BZD10C110 110 104 bis 116 5 80 (<250)| +9 bis +13 >50 7.6

BZD10C120 120 | 114 bis 127 5 80 (<250)| +9 bis +13 | >60 7

BZD10C130 130 | 124 bis 141 5 | 110 (<300)| +9 bis +13 | >60 6,3

BZD10C150 150 138 bis 156 5 110 (<300)| +9 bis +13 | >75 5,7

BZD10C160 160 153 bis 171 5 150 (<350)| +9 bis +13 >75 5,2

BZD10C180 180 168 bis 191 5 150 (<350)| +9 bis +13 | >90 4,7

BZD10 C200 200 188 bis 212 5 150 (<350)| +9 bis +13 >90 4,1

%) Gemessen mit Impulsen t, =100 ms.
%) Diese Werte gelten, wenn beide AnschluRdrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 75 °C gehalten werden.
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BZD 10C...

Temperaturabhiangigkeit der zul.

Gesamtverlustleistung
Pror = F(TL)
W
Z | — I T ]
I .
P, ‘T | » 1‘ —_
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BZD 10C...

Zulassiger Z-Spitzenstrom fiir Einschaltdauer t = 107° bis 10" s in Abhéngigkeit von der Z-Spannung /; = f Uy)"
v = Tastverhaltnis als Parameter
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') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 75 °C gehalten werden.
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Leistungs-Z-Dioden 5 W im Kunststoffgehause BZv40C...

BZV40... sind Silizium-Planar-Leistungs-Z-Dioden im Kunststoffgehiuse (T-18) mit axial
ausgefuhrten Anschluf3drahten. Sie dienen zur Stabilisierung und Begrenzung von Span-
nungenim Bereich von 3,3V bis 200V, +5%, sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen
bei mittlerem Leistungsbedarf. Eine spezielle Konstruktion zur Befestigung der Anschluf3-
drahte sorgt fir auBergewohnliche mechanische Stabilitat.

Durch die Planartechnologie wird ein scharfer Abbruch der Sperrkennlinie sowie eine gute
zeitliche Stabilitat der elektrischen Daten gesichert.

Die Kathodenseite wird durch einen Farbring gekennzeichnet.

@115  Kathode

/

3 —) - -
. I Gewicht etwa 0,4 g
te-254min ={86:03 |e-254min > —wl L—

35:02 MaRe in mm

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BZV40C3V3 | 062702-V3-F82 BZV40C28 Q62702-V31-F82
BZV40C3V6 | Q62702-V4-F82 BZV40C30 | Q62702-V32-F82
BZV40C3V9 | Q62702-V5-F82 BZV40C33 Q62702-V33-F82
BZV40CAV3 | Q62702-V6-F82 B2veocss | Qs2702.v34.Fa2
BZV40CAV7 | 062702-V7-F82 BZV40039 | Q62702.V35 F82
BZV40C5V1 | 062702-V8-F82 BZV40C43 | Q62702-V36-F82
BZV40C5V6 | Q62702-V9-F82 BZV40CA7 Q62702-V37-F82
BZV40C6V2 | Q62702-V10-F82 BZV40C51 Q62702-V38-F82
g;_\‘:“ céve | Q62702-V11-F82 BZV40C56 Q62702-V39-F82

40C7VS | Q62702-V12-F62 BZV40C60 | Q62702-V40-F82
BZV40C8V2 | 062702-V13-F82 BZV40C62 | 062702-V41-F82
BZV40C8V7 | Q62702-V14-F82 BZV40C68 Q62702-V42-F82
BZV40COV1 | Q62702-V15-F82 BZV40C75 | Q62702-V43-F82
BZV40C10 | Q62702-V16-F82 BZV40Cs2 | Q2702.Va4.F82
BZvaoc11 062702-V17-F82 BZV40C87 Q62702-V45-F82
BZV40C12 | Q62702-V18-F82 BZV40C91 Q62702-V46-F82
BZV40C13 | Q62702-V19-F82 BZV40C100 | Q62702-V47-F82
BZV40C14 | Q62702-V20-F82 BZV40C110 | Q62702-V48-F82
BZV40C1S | Q62702V21-F82 BZV40C120 | Q62702-V49-F82
ZV40C16 Q62702-V22-F82 BZV40C130 | Q62702-V50-F82
BZV40C17 | Q62702-V23-F82 BZV40C140 | Q62702-V51-F82
BZV40C18 Q62702-V24-F82 BZV40C150 | Q62702-V52-F82
BZV40C19 | 062702-V25-F82 BZV40C160 | Q62702-V53-F82
BZVa0C20 | Q62702-V26-F82 BZV40C170 | 0Q62702-V54-F82
ZvVa0c22 062702-V27-F82 BZV40C180 | 062702-V55-F82
BZV40C24 | Q62702-V28-F82 BZV40C190 | Q62702-V56-F82
BZV40C25 | Q62702-V29-F82 BZV40C200 | Q62702-V58-F82
BZV40C27 Q62702-V30-F82
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BZv40C...

Grenzdaten: bei 7, =25°C

Verlustleistung Prot 5 w)
Sperrschichttemperatur T —65 bis +150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht — Lotstelle RinoL 25 K/W')
DurchlaBspannung
bei /=10 A Ue £1,.2 v
Kenndaten: bei 7, =25°C
Typ Nenn- U,-Bereich MeR- Z- Max. Sperrstrom Zuléssiger
spannung strom Impedanz bei Sperrspannung max.
bei / 4; Arbeits-
U, (V)3 U, (V) I f=1kHz In  bei  Us strom bei
(mA) Z 2ayn (nA) (V) 7. =50°C")

(Ohm) I; max (MA)
BZVvV40C3V3 3,3 3,1 bis 3,6 380 3,0 300 1,0 780
BZV40C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 350 2,5 150 1,0 770
BZV40C3V9 3,9 3,7 bis 4,1 320 2,0 50 1,0 750
BZV40C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 290 2,0 10 1,0 710
BZVvV40C4vVv7 4,7 4,4 bis 5,0 260 2,0 10 1,0 680
BZV40C5V1 5,1 4,8 bis 5,4 240 1,5 1,0 1,0 640
BZV40C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 220 1,0 1,0 2,0 590
BZV40C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 200 1,0 1,0 3,0 540
VZV40C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 175 1,0 10 5,2 480
BZV40C7V5 7,5 7,0 bis 7,9 175 1,5 10 5,7 440
BZVv40C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 150 15 10 6,2 400
BZV40C8V7 8,7 8,3 bis 9,2 150 2,0 10 6,6 380
BZV40C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 150 2,0 7,5 6,9 360
BZv40C10 10 9,4 bis 10,6 125 2,0 5,0 7,6 330
BZV40C11 11 10,4 bis 11,6 125 2,5 5,0 8,4 300
BZV40C12 12 11,4 bis 12,7 100 2,5 2,0 9,1 275
BZVvV40C13 13 12,4 bis 13,7 100 3,0 1.0 9,9 255
BZv40C14 14 13,3 bis 14,7 100 3,5 1,0 10,6 240
BZV40C15 15 14,3 bis 15,8 ‘75 3,5 1,0 11,5 220
BZV40C16 16 15,3 bis 16,9 75 3,5 1,0 12,2 205
BZVv40C17 17 16,1 bis 17,9 70 4,0 0,5 12,9 195
BZV40C18 18 16,8 bis 19,1 65 4,0 0,5 13,7 185
BZVv40C19 19 17,8 bis 20,2 65 4,5 0,5 14,4 175
BZV40C20 20 18,8 bis 21,2 65 4,5 0,5 15,2 165
BZVv40C22 22 20,8 bis 23,3 50 5,0 0,5 16,7 150
BZV40C24 24 22,8 bis 25,6 50 5,0 0,5 18,2 138

') Diese Werte gelten fir einen Abstand Gehause — Lotstelle von 10 mm.
?) Gemessen mit Impulsen, t, =40 ms
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BZvV40C...

Kenndaten: bei 7, =25°C

Typ Nenn- U,-Bereich MeR- Z- Max. Sperrstrom Zulassiger
spannung strom Impedanz bei Sperrspannung max.
bei/,; Arbeits-
f=1kHz strom bei
U,(V)?) U, (V)3 I Zam In bei Un T.=50°C
(mA) (Ohm) (nA) (V) 12 max (MA)
BZV40C25 25 23,7 bis 26,3 50 5,5 0,5 19 133
BZV40C27 27 25,1 bis 28,9 50 6,0 0,5 20,9 121
BZV40C28 28 26,1 bis 29,9 50 7,0 0,5 21,2 110
BZV40C30 30 28 bis 32 40 8,0 0,5 22,8 109
BZV40C33 33 31 bis 35 40 10 0,5 25,1 98
BZV40C36 36 34 bis 38 30 1" 0,5 27,4 90
BZV40C39 39 37 bis 41 30 14 0,5 29,7 83
BZV40C43 43 40 bis 46 30 20 0,5 32,7 76
BZV40C47 47 44 bis 50 25 25 0,5 35,8 69
BZV40C51 51 48 bis 54 25 27 0,5 39,8 64
BZV40C56 56 52 bis 60 20 35 0,5 42,6 58
BZV40C60 60 56 bis 64 20 40 0,5 45,5 55
BZV40C62 62 58 bis 66 20 42 0,5 47,1 53
BZV40C68 68 64 bis 72 20 44 0,5 51,7 48
BZV40C75 75 70 bis 79 20 45 0,5 56 44
BZV40C82 82 77 bis 88 15 65 0,5 62,2 40
BZVv40C87 87 82 bis 92 15 75 0,5 66 38
BZV40C91 91 85 bis 96 15 75 0,5 69,2 37
BZV40C100 100 94 bis 106 12 90 0,5 76 33
BZVvV40C110 110 104 bis 116 12 125 0,5 83,6 30
BZV40C120 120 114 bis 127 10 170 0,5 91,2 27
BZV40C130 130 124 bis 137 10 190 0,5 98,8 26
BZV40C140 140 133 bis 147 8,0 230 0,5 106 24
BZV40C150 150 143 bis 156 8,0 330 0,5 114 22
BZV40C160 160 153 bis 168 8,0 350 0,5 122 20
BZV40C170 170 161 bis 179 8,0 380 0,5 129 19
BZV40C180 180 168 bis 191 5,0 430 0,5 137 18
BZV40C190 190 178 bis 202 5,0 450 0,5 144 17
BZV40C200 200 138 bis 212 5,0 480 0,5 152 16

') Diese Werte gelten fir einen Abstand Gehause — Létstelle von 10 mm.
%) Gemessen mit Impulsen t, = 40 ms.
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Bzvi4oC...

Max. zulassiger Z-Strom Wiar id d in Abhéangigkeit
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BZv40C...
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') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 50°C gehalten werden.

~



Leistungs-Z-Dioden 1,3 W im Glasgehause BZW 22C...

BZW22 sind Silizium-Planar-Leistungs-Z-Dioden im Glasgehduse mit axial ausgefiihrten An-
schluRdrahten (DO-41). Sie dienen zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen im
Bereich von 0,7 V bis 51 V, + 5%, sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen bei
mittlerem Leistungsbedarf.

Durch die Planartechnologie wird ein scharfer Abbruch der Sperrkennlinie sowie eine gute
zeitliche Stabilitét der elektrischen Daten gesichert.
Die Kathodenseite wird durch einen Farbring gekennzeichnet.

m'%'”“ Kathode !
— @
i : . ‘ MafRe in mm

-—28mn ~Hhhmaxi=— 28 min = 4%5 max Gewicht etwa 04 g
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BZW22C1 Q68000-A4147-F82 BZW22C12 Q68000-A4107-F82
BZW22C3V3 Q68000-A4093-F82 BZW22C13 Q68000-A4108-F82
BZW22C3V6 Q68000-A4094-F82 BZW22C15 Q68000-A4109-F82
BZwW22C3V9 Q68000-A4095-F82 BZW22C16 Q68000-A4110-F82
BZW22C4V3 Q68000-A4096-F82 BZW22C18 Q68000-A4111-F82
BZW22C4V7 Q68000-A4097-F82 BZW22C20 Q68000-A4112-F82
BZW22C5V1 Q68000-A4098-F82 BZW22C22 Q68000-A4113-F82
BZW22C5V6 Q68000-A4099-F82 BZW22C24 Q68000-A4114-F82
BZW 22 C6V2 Q68000-A4100-F82 BZW22C27 Q68000-A4115-F82
BZW22C6V8 Q68000-A4101-F82 BZW22C30 Q68000-A4116-F82
BZW22C7V5 Q68000-A4102-F82 BZW22C33 Q68000-A4117-F82
BZW22C8V2 Q68000-A4103-F82 BZW22C36 Q68000-A4118-F82
BZW22C9V1 Q68000-A4104-F82 BZW22C39 Q68000-A4119-F82
BZW22C10 Q68000-A4105-F82 BZW22C43 Q68000-A4120-F82
BZW22C11 Q68000-A4106-F82 BZW22C47 Q68000-A4121-F82

BZW22C51 Q68000-A4122-F82
Grenzdaten bei 7, =25°C
Verlustleistung Piot 1,37 w
Sperrschichttemperatur T; max. 175 °C
Lagertemperatur Te —65 bis +200 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-AnschluRdraht RinoL <95") K/W
DurchlaBspannung
bei /=200 mA Ue =1,23 \

') Dieser Wert gilt, wenn beide Anschlu3drahte in 4 mm Abstand vom Gehause auf 50 °C gehalten werden.
2) Gemessen mit Impulsen t, =40 ms.
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BZW22C...

Kenndaten bei 7, =25°C

Typ Nenn- | U,-Bereich MeR- dyn. Temperatur- Min. Zulassiger
Z- strom | Z-Impedanz koeff. der U, Sperr- max.
span- bei /5 spannung Z-Spitzen-
nung f=1kHz bei lg = strom?)

typ. max. 0,5 uA
UZ IZI llmnx
(%] Uz ()Y (mA) Z,4yn (Ohm) alz - 107K Ug (V) (mA)

BZW22C1 0,7 | 0,65 bis 0,75 5 [65(<9) [-26 bis —23 - 580

BZW22C3V3 3.3 3,1 bis 3,6 100 8 (<10) |—10 bis +2 - 350

BZW22C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 100 8 (<10) | —8 bis +2 - 320

BZW22(C3V9 3.9 3,7 bis 4,1 100 |3,8(<7) —7 bis +2 - 290

BZW22C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 100 |3,8(<7) —7 bis +2 - 260

BZW22C4Vv7 4,7 4,4 bis 5,0 100 |3,8(<7) —7 bis +4 - 235

BZW22C5V1 5.1 4,8 bis 5,4 100 2 (<5) —6 bis +5 >0,7 215

BZW22C5Vé6 5,6 5,2 bis 6,0 100 1(<2) —3 bis +5 >15 193

BZW22Cé6V2 6,2 5,8 bis 6,6 100 1(<2) —1 bis +6 >2,0 183

BZW22C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 100 1(<2) 0 bis +7 >3,0 157

BZW22C7V5 75 7,0 bis 7,9 100 1(<2) 0 bis +7 >5,0 143

BZW22C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 100 1(<2) +3 bis +8 >6,0 127

BZW22C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 50 2 (<4) +3 bis +8 >7,0 117

BZW22C10 10 9,4 bis 10,6 50 2 (<4) +5 bis +9 >7,5 105

BZW22C11 1 10.4 bis 11,6 50 3(<7) +5 bis +10 | >8,5 94

BZw22C12 12 11,4 bis 12,7 50 3(<7) +5 bis +10 | >9,0 85

BZW22C13 13 12,4 bis 14,1 50 4 (<9) +5 bis +10 | >10 78

BZW22C15 15 13,8 bis 15,8 50 4 (<9) +5 bis +10 | >11 70

BZW22C16 16 15,3 bis 17,1 25 5(<10) | +6 bis +11 | >12 63

BZW22C18 18 16,8 bis 19,1 25 5(<11) | +6 bis +11 | >14 57

BZW22C20 20 18,8 bis 21,2 25 6 (<12) | +6 bis +11 | >15 52

BZW22C22 22 20,8 bis 23,3 25 7 (<13) | +6 bis +11 | >17 48

BZW22C24 24 22,8 bis 25,6 25 8(<14) | +6 bis +11 | >18 42

BZw22C27 27 25,1 bis 28,9 25 9 (<15) | +6 bis +11 >20 38

BZwW22C30 30 28 bis 32 25 |1 10(<20) | +6 bis +11 | >22,5 35

BZW22C33 33 31 bis 35 25 | 11(<20) | +6 bis +11 | >25 31

BZW22C36 36 34 bis 38 10 | 25 (<60) | +6 bis +11 | >27 29

BZW22C39 39 37 bis 41 10 | 30 (<60) | +6 bis +11 | >29 26

BZw22C43 43 40 bis 46 10 | 35(<80) | +7 bis +12 | >32 24

BZw22c47 47 44 bis 50 10 | 40 (<80) | +7 bis +12 | >35 22

BZw22C51 51 48 bis 54 10 |45 (<100)| +7 bis +12 | >38 20

') Gemessen mit Impulsen t, =40 ms.
%) Diese Werte gelten, wenn beide AnschluRdrahte in 4 mm Abstand vom Geh&use auf 50 °C gehalten werden.
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BZw22cC...

2-Spannung Uz = 3,3 Volt bis 10 Volt in Abhéngigkeit vom
Z-Strom [, =1 mA bis 280 mA
mA

C3v3

I 40 L S
bV

00 —+

0

o

Z-Spannung U, = 12 Volt bis 47 Volt in Abhéngigkeit vom
Z-Strom /; =1 mA bis 70 mA

(O .
2 cB

w0 r ‘ .l .

i
0 | i - I
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BZW 22 C.
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BZwW22cC...

Temperaturabhéngigkeit der
zul. Gesamtverlustleistung

P =1f(T0)
W
1.6 T T
T = Temperatur an der L6tstelle
[ = Abstand der Lotstelle vom
1,10 Gehduse }
Rot L= lomm]
T 12 Ripy= 95 KIW |
\\\L £ 10mnl
10 A Rinyi=115 K/ W —|
L 20mm|

Ry 135 KIW__|

NEER\N
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BZwW22C...
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) Diese Werte gelten, wenn die AnschluRdrahte in 10 mm Abstand auf 25°C gehalten werden.
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Z-Dioden 0,5 W im Glasgehause BZX 83C...

BZX83... ist eine Epitaktische Silizium-Planar-Z-Diode im Glasgehduse 56 A2 DIN 41883
(DO-35). Sie dient zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen im Bereich von
0,78 bis 47 V sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen bei kleinem Leistungsbedarf.
Durch die moderne Technologie wird ein besonders scharfer Abbruch der Sperrkennlinie,
ein niedriges Rauschen und ausgezeichnete zeitliche Stabilitat der elektrischen Daten ge-
sichert. Die Kathodenseite wird durch einen Farbring gekennzeichnet.

®055max  Kathode

/
/
S’Jmm $5maxt 25min j MaBe in mm

2,2max Gewicht ca. 0,56 g

Typ Bestelinummer Typ Bestellnummer
BZX83C0OV8 Q62702-Z21352-F82 BZX83C10 Q62702-21077-F82
BZX83 C2v4 Q62702-21353-F82 BZX83C11 Q62702-21078-F82
BZX83C2Vv7 Q62702-21063-F82 BZX83C12 Q62702-21079-F82
BZX83C3V0 Q62702-21064-F82 BZX83C13 Q62702-21080-F82
BZX83C3V3 Q62702-Z21065-F82 BZX83C15 Q62702-Z21081-F82
BZX83C3V6 Q62702-Z1066-F82 BZX83C16 Q62702-21082-F82
BZX83C3V9 Q62702-21067-F82 BZX83C18 Q62702-Z1083-F82
BZX83C4V3 Q62702-21068-F82 BZX83C20 Q62702-Z1084-F82
BZX83C4V7 Q62702-Z21069-F82 BZX83 C22 Q62702-21085-F82
BZX83C5V1 Q62702-21070-F82 BZX83C24 Q62702-Z21086-F82
BZX83C5V6 Q62702-21071-F82 BZX83C27 Q62702-21087-F82
BZX83C6V2 Q62702-21072-F82 BZX83C30 Q62702-Z21088-F82
BZX83C6V8 Q62702-21073-F82 BZX83C33 Q62702-21089-F82
gggg &7;\\;2 822;3%:8;;‘% BZX83C36 Q62702-21396-F82

- : BZX83C39 Q62702-21397-F82
BZX83C9V1 Q62702-21076-F82 BZX83C43 Q62702-21398-F82

BZX83C47 Q62702-21399-F82

Grenzdaten (7, =25°C)
Lagertemperatur T —55 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T max. 175 °C
max. DurchlalBstrom I emax 400 mA
Maximale Verlustleistung Piot 500") mw
Warmewiderstand
Sperrschicht/Lotstelle Rl | =250 | K/w

') Diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 6 mm Abstand vom Gehause auf 50°C gehalten werden.
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BZX 83C...

Kenndaten bei 7, =25°C

Typ Nenn- Durchbruch- dyn. Widerstand Sperrstrom

spannung | spannungs- f=1000 Hz

bereich
I,=5mA 1,=5 mA I,=1mA bei

U, U, (V) r: (Q) . (Q) In (A) Ug (V)
BZX83 CovV8 0,78 0,73 bis 0,83 <10 - - -
BZX83C2V4 2,4 2,28 bis 2,56 <90 <600 <120 1
BZX83C2v?7 2,7 2,5 bis 2,9 <90 <600 <100 1
BZX83C3V0 3,0 2,8 bis 3,2 <90 <600 <60 1
BZX83C3V3 3,3 3,1 bis 3,5 <90 <600 <30 1
BZX83C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 <90 <600 <20 1
BZX83C3V9 39 3,7 bis 4,1 <90 <600 <10 1
BZX83C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 <85 <600 <5 1
BZX83C4V7 4,7 4,4 bis 5,0 <80 <600 <2 1
BZX83C5V1 5,1 ‘4,8 bis 5,4 <60 <550 <1 1
BZX83C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 <40 <450 <1 1
BZX83C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 <10 <200 <1 2
BZX83C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 <8 <150 <1 3
BZX83C7V5 75 7,0 bis 7,9 <7 <50 <1 3,5
BZX83C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 <7 <50 <1 4
BZX83C9V1 9.1 8,6 bis 9,6 <10 <50 <1 5
BZX83C10 10 9,4 bis 10,6 <15 <70 <1 6
BZX83C11 1 10,4 bis 11,6 <20 <70 <1 7
BZX83C12 12 11,4 bis 12,7 <20 <90 <1 8
BZX83C13 13 12,4 bis 14,1 <25 <110 <1 9
BZX83C15 15 13,8 bis 15,6 <30 <110 <1 11
BZX83C16 16 15,3 bis 17,1 <40 <170 <1 1
BZX83C18 18 16,8 bis 19,1 <55 <170 <1 12
BZX83C20 20 18,8 bis 21,2 <55 <220 <1 14
BZX83C22 22 20,8 bis 23,3 <60 <220 <1 15
BZX83C24 24 22,8 bis 25,6 <80 <220 <1 16
BZX83C27 27 25,1 bis 28,9 <80 <220 <1 18
BZX83C30 30 28 bis 32 <90 <220 <1 20
BZX83C33 33 31 bis 35 <90 <220 <1 22
BZX83C36 36 34 bis 38 <90 <250 <1 25
BZX83C39 39 37 bis 412) <1002 <6003) <1 27
BZX83C43 43 40 bis 46?) <1003) <7003 <1 30
BZX83C47 47 44 bis 502) <1202 <1000%) | <1 33

') Impulsweise gemessen: t, < 100 ms
%) Gemessen bei/,=2,5 mA
%) Gemessen bei I, = 0,5 mA
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BZX 83C...

Kenndaten bei L = 6 mm

Typ Maximal zuléssiger TK der U, bei 1, Durchla3spannung
Z-Strom bei Iz =50 mA
12 max (MA)') U, - 1074/K Ur (V)
BZX83C2V4 <155 -8 <1
BZX83C2Vv7 <135 -7 <1
BZX83 C3V0 <125 -7 <1
BZX83 C3V3 <115 -6 <1
BZX83C3V6 <105 -6 <1
BZX83C3V9 <95 -55 <1
BZX83C4V3 <90 -4,5 <1
BZX83 C4V7 <85 2 <1
BZX83C5V1 <75 2 <1
BZX83 C5V6 <70 3 <1
BZX83C6V2 <64 4 <1
BZX83C6V8 <58 4,5 <1
BZX83C7V5 <53 5 <1
BZX83C8V2 <47 5,56 <1
BZX83C9V1 <43 6 <1
BZX83C10 <40 6,5 <1
BZX83C11 <36 7 <i
BZX83C12 <31 7 <1
BZX83C13 <29 7.5 <1
BZX83 C15 <27 7,5 <1
BZX83C16 <24 8 <1
BZX83C18 <21 8 <1
BZX83C20 <20 8 <1
BZX83C22 <18 8,5 <1
BZX83 C24 <16 8,5 <1
BZX83 C27 <14 8,5 <1
BZX83C30 <13 9 <1
BZX83C33 <12 9 <1
BZX83 C36 <11 9 <1
BZX83C39 <10 9 <1
BZX83C43 <9,2 9 <1
BZX83C47 <8,56 9 <1

') Diese Werte gelten, wenn die AnschluRdrahte in 6 mm Abstand vom Gehause auf 50° C gehalten werden.
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BZX83C...

Zulassige Gesamtverlust-Leistung Z-Bereich-Kennlinien
Py = F(T) 12 =f{U,), Spannungsverlauf 0-10 V
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BzX83C...

TKa
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Temperaturkoeffizient
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BZX 83C...

AU,

v
20

)

Spannungsénderung
bei impulsbelastung AU =f(L)

"15V (400mW)
/ 25°C auf 20 mm Drahtlange

L o =

27 15V (400mW)
25°C auf 4 mm Drahtlange
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Anderung der Z-Spannung
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BZX 83C...

Zulassiger Z-Spitzenstrom fiir Einschaltdauer t = 107° bis 107" s in Abhangigkeit von der
Z-Spannung’) (Impulsbelastbarkeit)

1;=f(U,) Tastverhaltnis v = Parameter >
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') Diese Werte gelten, wenn die AnschluRdrihte in 6 mm Abstand vom Gehiuse auf 50°C gehalten werden.
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Z-Dioden 0,15 W fiir Schichtschaltungen

BZX 84 C.

BZX 84/ ... ist eine Silizium-Planar-Z-Dioden-Reihe im Miniatur-Kunststoffgehause 23 A 3
DIN 41869 (TO-236). Diese Dioden sind besonders fiir den Aufbau von Dinn- und Dickfilm-
schaltungen geeignet. Sie dienen zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen sowie
zur Erzeugung von Vergleichsspannungen bei kleinem Leistungsbedarf. Toleranz der Durch-
bruchspannung: 4 5%. Die Nennspannung betragt 7,5 bis 12 V.
Die einzelnen Spannungsgruppen werden durch folgende Codebuchstaben gekennzeichnet
und erhalten nachstehende Bestellnummern:

10,05 120,05

"o ! 010015
A LA . [
‘ < £
o~
K VK m”*’ T L e i Gewichtetwa 0,02 g
042003 é 1 025 MaRe in mm
= g ™ 123
Typ Code- |Bestellnummer Typ Code- Bestellnummer
buchst. buchst.
BZX84CaV7 Z1 Q68000-A917-F1 ||BZX84C7V5 Z6 Q68000-A922-F1
BZX84C5V1 Z2 Q68000-A918-F1 || BZX84C8V2 z7 Q68000-A923-F1
BZX84C5V6 Z3 Q68000-A919-F1 || BZX84C9V1 28 Q68000-A924-F1
BZX84Cé6V2 Z4 Q68000-A920-F1 || BZX84C10 Z9 Q68000-A925-F1
BZX84C6V8 Z5 Q68000-A921-F1 || BZX84C11 Y1 Q68000-A926-F1
BZX84C12 Y2 Q68000-A927-F1
Grenzdaten (bei Ty = 25°C)
Sperrschichttemperatur T; 125 °C
Lagertemperatur Ts —65bis + 125 °C
DurchlaBstrom, Scheitelwert Iem 100 mA
Strom im Durchbruch, Scheitelwert Izm 100 mA
Verlustleistung Phot 150 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht — Luft
auf Gias-Substrat5 x5 x 1 mm Rthgu = 900 K/W
auf Glasfaser-Substrat 24 x 12 x 1,5 mm Rihyu =< 500 K/W
auf Keramik-Substrat 7 x 5 x 0,6 mm Rthau <670 K/W
Kenndaten (bei 7, = 25 °C)
DurchlaBspannung bei Iz = 10 mA: Uk =0,9 \Y
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BZX 84 C.

Fertigungsiibersicht (bei 7; = 25 °C u. I; = 5 mA)

188

102 mA

Typ Durchbruchspannung Temp.-Koeff. dyn. Wid. Sperrstrom
Uz (V) AUA T, . (Q) IR=pA bei Up =V
(mV/°C) bei 1 kHz
BZX84/C4aV7 4,7 (4,4 bis 5,0) -1.4 <80 3 2
BZX84/C5V1 5,1 (4,8 bis 5,4) -0,8 <60 3 2
BZX84/C5V6 5,6 (5,2 bis 6,0) 1,2 <40 2 2
BZX84/C6V2 6,2 (5,8 bis 6,6) 2,3 <10 0,5 2
BZX84/C6V8 6,8 (6,4 bis 7,2) 3 <15 0,1 3
BZX84/C7V5 7,5 (7,0 bis 7,9) 4 <15 0,1 3
BZX84/C8V2 8,2 (7,7 bis 8,7) 5 <15 0,1 3
BZX84/C9V1 9,1 (8,5 bis 9,6) 6 <15 0,1 5
BZX84/C10 10 (9,4 bis 10,6) 7 <20 0,1 7
BZX84/C11 11 (10,4 bis 11,6) 8 <20 0,1 7
BZX84/C12 12 (11,4 bis 12,7) 9 <25 0,1 8
Zulassige Gesamtverlustleistung Mittlerer dynamischer Z-Widerstand
Pror = £ (Ty) r,=fUz);Ty=25°C;f=1kHz
U, = Parameter
mW QL
200 } — 10
Pt g 1 Q
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BZX 84 C...

Kennlinien im Z-Bereich Iz=f(Uz); TU=25°C
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Z-Dioden 0,5 W im Glasgehause Bzx 97C...

BZX 97 ist eine epitaktische Silizium-Planar-Z-Diode im Gehause 56 A2 DIN 41883 (DO-35).
Sie dient zur Stabilisierung und Begrenzung von Spannungen im Bereich von 0,78 bis 47 V
sowie zur Erzeugung von Vergleichsspannungen bei kleinem Leistungsbedarf. Durch die
moderne Technologie wird ein besonders scharfer Abbruch der Sperrkennlinie, ein niedriges
Rauschen und ausgezeichnete zeitliche Stabilitat der elektrischen Daten gesichert. Die
Kathodenseite wird durch einen Farbring gekennzeichnet.

Diese Dioden sind besonders fiir professionelle Anwendungen geeignet (engere Toleranzen
auf Anfrage).

@0,55max Kaihode

- 25min u5m0\<q<— 25min —e _.J Gewicht etwa 0,5 g

Z,2max MaRe in mm
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
BZX97 COV8 Q62702-21385-F82 BZX97C10 Q62702-21235-F82
BZX97 C2V4 Q62702-21273-F82 BZX97 C11 Q62702-21236-F82
BZX97 C2V7 Q62702-21221-F82 BZX97C12 Q62702-21237-F82
ggg; g\‘;g 82338%12%'22 BZX97C13 Q62702-21238-F82
-21 B BZX97 C15 Q62702-Z21239-F82
BZX97 C3V6 Q62702-21224-F82 BZX97C16 Q62702-21240-F82
BZX97 C3V9 Q62702-21225-F82 BZX97C18 Q62702-21241-F82
BZX97 C4V3 Q62702-21226-F82 BZX97 C20 Q62702-21242-F82
gg:; ggx: 862702"21 227-F82 BZX97 C22 062702-21243-F82
62702-21228-F82 BZX97C24 Q62702-21244-F82
BZX97C5V6 Q62702-21229-F82 BZX97C27 Q62702-21245-F82
BZX97 C6V2 Q62702-Z1230-F82 BZX97C30 Q62702-21246-F82
BZX97 C6V8 Q62702-21231-F82 BZX97C33 Q62702-21247-F82
BZX97 C7V5 Q62702-21232-F82 BZX97C36 Q62702-21396-F82
BZX97 C8V2 Q62702-21233-F82 BZX97C39 Q68000-A3621-F82
BZX97 C9V1 Q62702-21234-F82 BZX97 C43 Q68000-A3622-F82
BZX97 C47 Q68000-A3623-F82
Grenzdaten bei 7, = 25 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T —65 bis +175 °C
Maximale Verlustleistung Piot 500 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht — Lotstelle Reu!) | =250 | k/w

') AnschluRdrahte in 6 mm Abstand vom Gehause auf 50 °C gehalten.
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BZX 97C...

Kenndaten bei 7, = 25 °C

Typ Nenn- Durchbruch- dyn. Widerstand Sperrstrom

spannung spannungs- f = 1000 Hz

bereich
I, =5 mA I, =5mA I, =1mA bei

U, (V) U, (V) r. (Q) re (Q) Ir (NA) Ur (V)
BZX97 COV8 0,78 | 0,73 bis 0,83 <8 - - -
BZX97 C2V4 2,4 2,28 bis 2,56 <85 <600 <50000 1
BZX97C2V7 2,7 2,5 bis 2,9 <85 <600 <10000 1
BZX97C3V0 3,0 2,8 bis 3,2 <85 <600 <4000 1
BZX97C3V3 3.3 3,1 bis 3,5 <85 <600 <2000 1
BZX97C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 <85 <600 <2000 1
BZX97 C3V9 3.9 3,7 bis 4,1 <85 <600 <2000 1
BZX97 C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 <75 <600 <1000 1
BZX97 C4V7 4,7 4,4 bis 5,0 <60 <600 100<500 1
BZX97 C5V1 5,1 4,8 bis 5,4 <35 <550 10<100 1
BZX97C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 <25 <450 10<100 1
BZX97C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 <10 <200 10<100 2
BZX97C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 <8 <150 10<100 3
BZX97C7V5 7.5 7,0 bis 7,9 <7 <50 10<100 5
BZX97C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 <7 <50 10<100 6
BZX97C9V1 A 8,5 bis 9,6 <10 <50 10<100 7
BZX97C10 10 9,4 bis 10,6 <15 <70 10<100 7,5
BZX97C11 11 10,4 bis 11,6 <20 <70 10<100 8,5
BZX97C12 12 11,4 bis 12,7 <20 <90 10<100 9
BZX97C13 13 12,4 bis 14,1 <26 <110 10<100 10
BZX97C15 15 13,8 bis 15,6 <30 <110 10<100 1
BZX97C16 16 15,3 bis 17,1 <40 <170 10<100 12
BZX97C18 18 16,8 bis 19,1 <50 <170 10<100 14
BZX97 C20 20 18,8 bis 21,2 <55 <220 10<100 15
BZX97 C22 22 20,8 bis 23,3 <55 <220 10<100 17
BZX97C24 24 22,8 bis 25,6 <80 <220 10<100 18
BZX97C27 27 25,1 bis 28,9 <80 <220 10<100 20
BZX97 C30 30 28 bis 32 <80 <220 10<100 22
BZX97C33 33 31 bis 35 <80 <220 10<100 24
BZX97C36 36 34 bis 38 <90 <250 10<100 26
BZX97C39 39 37 bis 413) <100?) <6003 10<100 28
BZX97 C43 43 40 bis 467) <100 <7003 10<100 32
BZX97 C47 47 44 bis 507) <120?) <1000%) 10<100 34

') Impulsweise gemessen t, <100 ms.
%) Gemessen bei I, = 2,5 mA
%) Gemessen bei/, = 0,5 mA
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BzX 97C...

Kenndaten
Typ Max. zul. 7K der U, DurchlaR- Sperrstrom

Z-Strom al, - 107%/K spannung bei| bei Ty = 150 °C

Ty =50°C Ie = 100 mA

1; max (MA) min max Ue (V) I (HA) bei Ug (V)
BZX97C0V8 - —-24 -20 - — -
BZX97 C2V4 <155 -8 -6 <1,0 <100 1
BZX97 C2V7 <135 -8 -6 <1,0 <50 1
BZX97 C3V0 <125 -8 -6 <1,0 <40 1
BZX97C3V3 <115 -8 -5 <1,0 <40 1
BZX97C3V6 <105 -8 -4 <1,0 <40 1
BZX97C3V9 <95 -7 -3 <1,0 <40 1
BZX97 C4V3 <90 -4 -1 <1,0 <20 1
BZX97 C4V7 <85 -3 +1 <1,0 <10 1
BZX97C5V1 <80 -2 +5 <1,0 <2 1
BZX97 C5V6 <70 -1 +6 <1,0 <2 1
BZX97 C6V2 <64 0 +7 <1,0 <2 2
BZX97C6V8 <58 +1 +8 <1,0 <2 3
BZX97C7V5 <563 +1 +9 <1,0 <2 5
BZX97C8V2 <47 +1 +9 <1,0 <2 6
BZX97CoV1 <43 +2 +10 <1,0 <2 7
BZX97C10 <40 +3 +11 <1,0 <2 7.5
BZX97C11 <36 +3 +11 <1,0 <2 8,5
BZX97C12 <32 +3 +11 <1,0 <2 9
BZX97C13 <29 +3 +11 <1,0 <2 10
BZX97C15 <27 +3 +11 <1,0 <2 1
BZX97C16 <24 +3 +11 <1,0 <2 12
BZX97C18 <21 +3 +11 <1,0 <2 14
BZX97 C20 <20 +3 +11 <1,0 <2 15
BZX97 C22 <18 +3 +11 <1,0 <2 17
BZX97C24 <16 +4 +12 <1,0 <2 18
BZX97 C27 <14 +4 +12 <1,0 <2 20
BZX97C30 <13 +4 +12 <1,0 <2 22
BZX97C33 <12 +4 +12 <1,0 <2 24
BZX97 C36 <11 +4 +12 <1,0 <2 26
BZX97C39 <10 +4 +12 <1,0 <2 28
BZX97 C43 <9,2 +4 +12 <1,0 <2 32
BZX97C47 <8,5 +4 +12 <1,0 <2 34
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BZX97C...

Z-Bereich-Kennlinien Z-Bereich-Kennlinien
Iz = f (Uz), Spannungsverlauf 0-10 V I, = f (U3), Spannungsverlauf 10-28 V
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Z-Bereich-Kennlinien

Iz = f (Uz), Spannungsverlauf 28-48 V
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BzZzX 97C...

Zulassige Gesamtverlust- Diagramm Warmewiderstand als
leistung P, = f (T) k Funktion der Drahtlénge
mW W
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BZX 97C...

Sperrstrom /g = f (U)
bei 0,75 x Nennspannung
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DurchlaBkennlinie /; = f (Ug)
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Temperaturkoeffizient « U, = f (Uy)
o, 1z = Parameter

30 LoV

195



BZX 97C...

Dy ischer Z-Widerstand Temperaturkoeffizient des
r, = f (Ug) I, = Parameter WD‘L Z-Widerstands or = f (U7)
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BZX97C...

Ahhingiak

Impulsbelastbarkeit Z-Strom in it von der Z-Si ")
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') diese Werte gelten, wenn die AnschluBdrahte in 6 mm Abstand vom Gehause auf 50° gehalten werden.
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Leistungs-Z-Dioden 13 W im Metallgehiuse

BzX98C...

BZX98 ... sind Silizium-Leistungs-Z-Dioden im Metall-Schraubgeh&use (~D0O-4, mit M4 Gew)
fur Stabilisierungs- und Begrenzerschaltungen bei gréRerem Leistungsbedarf. Die Arbeits-
spannungen wurden nach der internationalen Reihe E24 (5%-Reihe) gestuft. — Jede Diode
wird in der Grundausstattung mit Mutter und Sprengring geliefert. Flr isolierte Befestigung
ist ein Isoliersatz getrennt lieferbar. Dieser ist zuséatzlich zu bestellen. Nennspannung 3,9 bis

200 V.

—27.8 max
96 max

@ 71 max—+

Typ

d15min

Bestellnummer

Zulédssiges Anzugsdrehmoment

bei Montage auf Kihlblech

oder Kiihlkérper: 100 Ncm

Der Warmewiderstand erhdht sich

bei isolierter Montage um ca. 0,8 K/W.

Typ

Bestellnummer

BZX98C3V9
BZX98 C4V3
BZX98C4V7
BZX98C5V1
BZX98 C5V6

BZX98C6V2
BZX98 C6V8
BZX98C7V5
BZX98 C8V2
BZX98 C9V1

BZX98C10
BZX98C11
BZX98 C12
BZX98C13
BZX98C15

BZX98C16
BZX98C18
BZX98 C20
BZX98 C22
BZX98 C24

BZX98 C27

BZX98C30
BZX98C33
BZX98 C36

198

Q68000-A1043-F82
Q68000-A1044-F82
Q68000-A1045-F82
Q68000-A1046-F82
Q68000-A1047-F82

Q62702-21395-F82
Q68000-A1048-F82
Q68000-A1049-F82
Q68000-A1050-F82
Q68000-A1051-F82

Q68000-A1052-F82
Q68000-A1053-F82
Q68000-A1054-F82
Q68000-A1055-F82
Q68000-A1056-F82

Q68000-A1057-F82
Q68000-A1058-F82
Q68000-A1059-F82
Q68000-A1060-F82
Q68000-A1061-F82

Q68000-A1062-F82

Q68000-A1063-F82
Q68000-A1064-F82
Q68000-A1065-F82

BZX98C39
BZX98 C43
BZX98 C47
BZX98 C51
BZX98 C56

BZX98C62
BZX98 C68
BZX98 C75
BZX98 C82
BZX98 C91

BZX98C100
BZX98C110
BZX98C120
BZX98C130
BZX98 C150

BZX98C160
BZX98 C180
BZX98 C200
1 Sprengring
1 Mutter M4

1 Isoliersatz
(besteht aus)

1 Unterlegscheibe
1 Lotfahne

1 Isoliernippel

2 Glimmerscheiben

|
|

Q68000-A1066-F82
Q68000-A1067-F82
Q68000-A1068-F82
Q68000-A1069-F82
Q68000-A1070-F82

Q68000-A1071-F82
Q68000-A1072-F82
Q68000-A1073-F82
Q68000-A1074-F82
Q68000-A1075-F82

Q68000-A1076-F82
Q68000-A1077-F82
Q68000-A1078-F82
Q68000-A1079-F82
Q68000-A1080-F82

Q68000-A1081-F82
Q68000-A1082-F82
Q68000-A1083-F82
Q62902-B121-F82
Q62902-B122-F82

Q68000-A3829-F82



BZX 98 C...

Grenzdaten bei 7, = 25 °C

Verlustleistung ohne Kihiblech Pror 1,56 w
Verlustleistung?) Piot 13 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause Rina <5 K/W
Sperrschicht-umgebende Luft Rinuu <80 K/W

Kenndaten bei 7, = 25 °C

Typ Nenn- U,-Bereich MeR- dyn. Z-Impe- Temperatur- Min. Maximal
Z-Span- strom danz bei /5 koeffizient Sperr- zulédssiger
nung = 1kHz der U, spannung | Z-Strom?)

bei
U, U, (v)") In Ziayn  (OhM) | a U, - 107K Ta = 1TuA | 1, ma
v (mA) typ.  max. Un (V) (mA)

BZX98 C3V9 3,9 3,7 bis 4,1 100 38 (<7) | =7 bis +2 - 2100

BZX98C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 100 38 (<7) | =7 bis +3 - 2050

BZX98 C4V7 4,7 4,4 bis 5,0 100 38 (<7) —7 bis +4 - 2000

BZX98C5V1 5,1 4,8 bis 5,4 100 2 (<5) | —6bis +5 - 1900

BZX98C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 100 1 (<2) | -3 bis +5 >1,5 1780

BZX98 C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 100 1 (<2) | —1 bis +6 >1,5 1630

BZX98C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 100 1 (<?2) 0 bis +7 >2 1500

BZX98C7V5 7,5 7,0 bis 7,9 100 1 (<2) 0 bis +7 >2 1350

BZX98C8V2 8,2 7.7 bis 8,7 100 1 (<2) | +3 bis +8 >3,5 1210

BZX98 C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 50 2 (<4) | +3 bis +8 >3,5 1100

BZX98C10 10 9,4 bis 10,6 50 2 (<4) | +5bis +9 >5 1000

BZX98C11 1" 10,4 bis 11,6 50 4 (<7) | +5bis +10 | >5 910

BZX98C12 12 11,4 bis 12,7 50 4 (<7) | +5bis +10 | >7 840

BZX98C13 13 12,4 bis 14,1 50 5 (<10)| +5bis +10 | >7 770

BZX98 C15 15 13,8 bis 15,8 50 5 (<10)|+5bis +10 | >10 670

BZX98C16 16 15,3 bis 17,1 25 6 (<15)| +6 bis +11 | >10 630

BZX98C18 18 16,8 bis 19,1 25 6 (<15)(+6 bis +11 | >10 560

BZX98 C20 20 18,8 bis 21,2 25 6 (<15)| +6 bis +11 | >10 500

BZX98 C22 22 20,8 bis 23,3 25 6 (<15)| +6 bis +11 | >12 460

BZX98 C24 24 22,8 bis 25,6 25 7 (<15)| +6 bis +11 | >12 430

BZX98 C27 27 25,1 bis 28,9 25 7 (<15)| +6 bis +11 | >14 370

BZX98 C30 30 28 bis 32 25 8 (<15)| +6 bis +11 | >14 330

BZX98C33 33 31 bis 35 25 8 (<15)| +6 bis +11 | >17 300

BZX98C36 36 34 bis 38 10 21 (<40)| +6 bis +11 | >17 280

BZX98C39 39 37 bis 41 10 21 (<40)| +6 bis +11 | >20 260

') Gemessen mit Impulsen t, <100 ms.
%) Diese Werte gelten fiir eine Gehausetemperatur T =85 °C.
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BZX 98C...

Kenndaten bei 7, = 25 °C

Typ Nenn- U,-Bereich MeR- | dyn. Z-lmpedanz Temperatur- Min. Maximal
Z-Span- strom | beilzn koeffizient Sperr- zulassiger
nung f=1kHz der U, spannung | Z-Strom?)

i
U, U, (v)) Iz Z 10yn (Ohm) al, - 107%K Ug (V) 72 max
v)") (mA) | typ. max. (mA)

BZX98 C43 43 40 bis 46 10 24 | (<4b) +7 bis +12 | >20 230

BZX98C47 47 44 bis 50 10 24 | (<45) +7 bis +12 | >24 210

BZX98 C51 51 48 bis 54 10 25 | (<60) +7 bis +13 | >24 198

BZX98 C56 56 52 bis 60 10 25 | (<60) +7 bis +12 | >28 178

BZX98 C62 62 58 bis 66 10 25 | (<80) +8 bis +13 | >28 162

BZX98 C68 68 64 bis 72 10 25 | (<80) +8 bis +13 | >34 147

BZX98C75 75 70 bis 79 10 30 | (<100) | +8 bis +13 | >34 133

BZX98 C82 82 77 bis 88 10 30 | (<100) | +8 bis +13 | >41 122

BZX98C91 91 85 bis 96 5 60 | (<200) | +9 bis +13 | >41 109

BZX98C100 100 94 bis 106 5 60 | (<200) | +9 bis +13 | >50 98

BZX98C110 110 |[104 bis 116 5 80 | (<250) | +9 bis +13 | >50 90

BZX98C120 120 {114 bis 127 5 80 | (<250) | +9 bis +13 | >60 81

BZX98C130 130 {124 bis 141 5 110 | (<300) | +9 bis +13 | >60 75

BZX98C150 150 |138 bis 156 5 110 | (<300) | +9 bis +13 | >75 65

BZX98C160 160 [153 bis 171 5 150 | (<350) | +9 bis +13 | >75 60

BZX98 C180 180 |168 bis 191 5 150 | (<350) | +9 bis +13 | >90 53

BZX98 C200 200 |188 bis 212 5 150 | (<350) | +9 bis +13 | >90 48

') Gemessen mit Impulsen ¢, £100 ms.
%) Diese Werte gelten fiir eine Gehausetemperatur 7 =85 °C.
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BZX 98 C...

W
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Max. zul. Gesamtverlustleistung
Pior = f(Ty)

1 = Rinse

2 = Rynyu mit Kithiblech 12,5 cm?
3 = Ruyu ohne Kihiblech
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BZxXx 98 C...

Zuldssiger Z-Spitzenstrom fiir Einschaltdauer t = 10" bis 107° s in Abhingigkeit von der
Z-Spannung /; = f (U3) (Impulsbelastbarkeit)

Diese Werte gelten fir T = 25-85 °C

v = Tastverhaltnis als Parameter
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Leistungs-Z-Dioden 1,5 W im Kunststoffgehause

BZY 97 C...

BZY 97 ... sind Silizium-Leistungs-Z-Dioden im Kunststoffgehdause mit axial ausgefihrten
AnschluRdrahten (Gehduseform DO-41). Sie dienen zur Stabilisierung und Begrenzung von
Spannungen im Bereich von 3,3 V bis 200 V, +5%, sowie zur Erzeugung von Vergleichs-
spannungen bei mittlerem Leistungsbedarf. Eine spezielle Konstruktion zur Befestigung der
AnschluBdrahte sorgt fur auBergewohnliche mechanische Stabilitat. Durch die Planar-
technologie wird ein scharfer Abbruch der Sperrkennlinie sowie eine gute zeitliche Stabilitat
der elektrischen Daten gesichert.
Die Kathodenseite wird durch einen Farbring gekennzeichnet.

®086.q;
0B6-q,

/Kathode

~ -28min

Typ

]]q,

AS,Zmux - 28 min -

Bestelilnummer

BZY97C3V3
BZY97C3Vé6
BZY97C3V9
BZY97C4V3
BZY97 C4V7

BZY97C5V1
BZY97C5V6
BZY97C6V2
BZY97 C6V8
BZY97C7V5

BZY97C8V2
BZY97C9V1
BZY97C10
BZY97C11
BZY97C12

BZY97C13
BZY97C15
BZY97C16
BZY97C18
BZY97 C20

BZY97 C22
BZY97C24

Q68000-A941-F82
Q68000-A942-F82
Q68000-A943-F82
Q68000-A944-F82
Q68000-A945-F82

Q68000-A946-F82
Q68000-A947-F82
Q68000-A948-F82
Q68000-A949-F82
Q68000-A950-F82

Q68000-A951-F82
Q68000-A952-F82
Q68000-A953-F82
Q68000-A954-F82
Q68000-A955-F82

Q68000-A956-F82
Q68000-A957-F82
Q68000-A958-F82
Q68000-A959-F82
Q68000-A960-F82

Q68000-A961-F82
Q68000-A962-F82

9

BNy

2,71max

MalRe in mm
Gewicht etwa 0,4 g

Typ

Bestellnummer

BZY97C27
BZY97C30
BZY97C33

BZY97C36
BZY97 C39
BZY97C43
BZY97 C47
BZY97C51

BZY97 C56
BZY97 C62
BZY97C68
BZY97C75
BZY97 C82

BZY97C91

BZY97C100
BZY97C110
BZY97C120
BZY97C130

BZY97C150
BZY97C160
BZY97C180
BZY97 C200

Q68000-A963-F82
Q68000-A964-F82
Q68000-A965-F82

Q68000-A966-F82
Q68000-A967-F82
Q68000-A968-F82
Q68000-A969-F82
Q68000-A970-F82

Q68000-A971-F82
Q68000-A972-F82
Q68000-A973-F82
Q68000-A974-F82
Q68000-A975-F82

Q68000-A976-F82
Q68000-A977-F82
Q68000-A978-F82
Q68000-A979-F82
Q68000-A980-F82

Q68000-A981-F82
Q68000-A982-F82
Q68000-A983-F82
Q68000-A984-F82
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Bzy 97C...

Grenzdaten bei 7y = 25 °C

DurchlaRspannung bei I = 200 mA Ue =1,2% Vv
Verlustleistung Piot 1,5 W
Sperrschichttemperatur T max. 150 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis +150 °C

Waiarmewiderstand
Sperrschicht-AnschluRdraht RinoL <65 K/W

Kenndaten bei 7, = 25 °C

Typ Nenn- U,-Bereich MeB- dyn. Z-Impe- Temperatur- Min. Zulassiger
Z-Span- strom danz bei / koeffizient Sperr- max.
nung f=1kHz der U, spannung |Z-Spitzen-

bei strom?)
Ig = 0,5uA
U, U, (V)3 In Zuayn  (OhM) | a U, - 107K | Us (V) 12 max
(V)3 (mA) typ. max. (mA)

BZY97C3V3 3,3 3,1 bis 3,6 100 8 (<10) |10 bis +2 - 200

BZY97 C3V6 3,6 3,4 bis 3,8 100 8 (<10)| —8 bis +2 - 220

BZY97C3V9 39 3,7 bis 4,1 100 3,8 (<7) | =7 bis +2 - 240

BZY97 C4V3 4,3 4,0 bis 4,6 100 3,8 (<7) | =7 bis +3 - 255

BZY97 C4V7 4,7 4,4 bis 5,0 100 3,8 (<7) | =7 bis +4 - 255

BZY97C5V1 5,1 4,8 bis 5,4 100 2 (<b) | —6 bis +5 - 240

BZY97 C5V6 5,6 5,2 bis 6,0 100 1 (<2) | =3 bis +5 >1,5 208

BZY97C6V2 6,2 5,8 bis 6,6 100 1 (<2) | —1 bis +6 >1,5 200

BZY97C6V8 6,8 6,4 bis 7,2 100 1 (<2) 0 bis +7 >2 182

BZY97C7V5 7,5 7,0 bis 7,9 100 1 (<2) 0 bis +7 >2 168

BZY97 C8V2 8,2 7,7 bis 8,7 100 1 (<2) | +3 bis +8 >3,6 150

BZY97 C9V1 9,1 8,5 bis 9,6 50 2 (<4) | +3 bis +8 >3,5 134

BZY97C10 10 9,4 bis 10,6 50 2 (<4) | +5bis +9 >5 122

BZY97C11 11 10,4 bis 11,6 50 4 (<7) | +5bis +10| >5 108

B2Y97C12 12 11,4 bis 12,7 50 4 (<7) | +5bis +10| >7 100

BZY97C13 13 12,4 bis 14,1 50 5 (<10)| +5bis +10| >7 88

BZY97C15 15 13,8 bis 15,8 50 5 (<10)| +5bis +10| >10 80

BZY97 C16 16 15,3 bis 17,1 25 6 (<15)| +6 bis +11| >10 72

BZY97C18 18 16,8 bis 19,1 25 6 (<15)| +6 bis +11| >10 66

BZY97 C20 20 18,8 bis 21,2 25 6 (<15)| +6 bis +11| >10 58

BZY97 C22 22 20,8 bis 23,3 25 6 (<15)| +6bis +11| >12 54

BZY97 C24 24 22,8 bis 25,6 25 7 (<15) | +6 bis +11| >12 50

') Dieser Wert gilt, wenn beide AnschluRdréahte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 50 °C gehalten werden.
%) Gemessen mit Impulsen t, = 40 ms.
%) Diese Werte gelten, wenn beide AnschluRdréhte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 50 °C gehalten werden.
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BZY 97 C...

Kenndaten bei 7, = 25 °C (Fortsetzung)

Typ Nenn- U,-Bereich MeR- dyn. Z-lmpedanz | Temperatur- Min. Zulassiger
Z-Span- strom bei /5 koeffizient Sperr- max.
nung f=1kHz der U, spannung | Z-Spitzen-

bei strom?)
Ir=0,5pA
U, U, (V) Iz Z,an  (Ohm) al,  10°YK | Ua(V) 1y max
(v)?3) (mA) typ. max. (mA)

BZY97C27 27 |25,1 bis 28,9 25 7 (<15) | +6bis +11| >14 44

BZY97C30 30 28 bis 32 25 8 (<15) | +6bis +11| >14 40

BZY97C33 33 31 bis 35 25 8 (<15) |+6 bis +11 | >17 37

BZY97 C36 36 34 bis 38 10 21 (<40) | +6bis +11 | >17 33

BZY97 C39 39 37 bis 41 10 21 (<40) |+6bis +11 | >20 31

BZY97 C43 43 40 bis 46 10 24 (<45) |+7 bis+12 | >20 27

BZY97 C47 47 44 bis 50 10 24 (<45) | +7 bis +12 | >24 24

BZY97 C51 51 48 bis 54 10 25 (<60) |+7 bis +12 | >24 23

BZY97 C56 56 52 bis 60 10 25 (<60) |+7 bis +12 | >28 21

BZY97C62 62 58 bis 66 10 25 (<80) |+7bis +12 | >28 19

BZY97C68 68 64 bis 72 10 25 (<80) |+7 bis +12 | >34 17

BZY97C75 75 70 bis 79 10 30 (<100) | +7 bis +12 | >34 16

BZY97C82 82 77 bis 88 10 30 (<100) | +7 bis +12 | >41 14

BZY97 C91 91 85 bis 96 5 60 (<200) | +8 bis +13 | >41 13

BZY97C100 100 94 bis 106 5 60 (<200) | +8 bis +13 | >50 12

BZY97C110 110 | 104 bis 116 5 80 (<250) | +8 bis +13 | >50 1

BZY97C120 120 | 114 bis 127 5 80 (<250) | +8 bis +13 | >60 10

BZY97 C130 130 | 124 bis 141 5 110 (<300) | +8 bis +13 | >60 9

BZY97C150 150 138 bis 156 5 110 (<300) | +8 bis +13 | >75 8,1

BZY97C160 160 | 153 bis 171 5 150 (<350) | +8 bis +13 | >75 7.4

BZY97C180 180 | 168 bis 191 5 150 (<350) | +8 bis +13 | >90 6,6

BZY97C200 200 | 188 bis 212 5 150 (<350) | +8 bis +13 | >90 6,0

%) Gemessen mit Impulsen ¢, =100 ms.
°) Diese Werte gelten, wenn beide AnschluRdrihte in 10 mm Abstand vom Gehause auf 50 °C gehalten werden.
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Bzyg97C...
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Z-Spannung U; = 3,3 Volt bis 10 Volt in Abhangigkeit vom

Z-Strom /; = 1 mA bis 280 mA
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Z-Spannung U; = 12 Volt bis 47 Volt in Abhangigkeit vom
Z-Strom Iz = 1 mA bis 70 mA

T T -
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BZy 97C...

Z- Spannung U, = 56 Volt bis 200 Volt in Abhangigkeit vom
Z-Strom I; = 1 mA bis 14 mA

mA
W . T — — e

[ BZY97/C56 cez |

| ST o B B

¢ 100
/Z
2 bt - R
* csol |
I I I
ti20
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8 1 ] Ci0 - ]

I i = e | ]
. 1 1 1 €200
. | I

i L N 4
2  E— = —
. 0 1

0 50 100 150 200 v

—={

Z-impedanz Z,,, = f (I;)

bei/; = 0,1 mA bis 100 mA und U, = 3,3 Volt bis 15 Volt
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Bzy97C...

bei I, = 0,1 mA bis 100 mA und U, = 18 Volt bis 47 Volt

Z-Impedanz Z,4y, = f (I2)
Z-lmpedanz Zq,, = f {I2)

56 Volt bis 200 Volt

bei 7, = 0,1 mA bis 12 mA und U
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BZy 97 C...

=|=

thiL

100

50

Temperaturabhiingigkeit der zul.

Gesamtverlustleistung
P =f (T
B {:Témpemtur an der Lotstelle
L=Abstand der Lotstelle vom
" Gehause
[ S
WZ;ZI]m‘m 10mm 5mm
0 50 100 150 200 °C
— 7
Wir id d in Abhingigkeit von
der AnschluBdrahtlange
Rua = f (L)
]
1
‘ﬁ//*
0 0 20 30 mm

—— [-Drahtlange

Verlustlei g in Abhingigkeit von der
AnschluBdrahtlinge
Py = F (L)

0 0 2 30 nm

——= [ = Drahtlange
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BZY 97 C.

=% bis 107" s in Abhéngigkeit

om fiir Einschaltdauer ¢ = 10
von der Z-Spannung (Impulsbelastbarkeit) 7, = f (U;) v = Parameter
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Z-Dioden 0,4 W im Glasgehéduse 1N 746A bis 1N 759A

1N746A bis 1TN759A sind Silizium-Z-Dioden im Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7) fiir
professionelle und militdrische Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich
von 3,3 V bis 12 V. Alle Typen sind nach JAN-, JANTX- und JANTV-Spezifikationen geprift.
Die Dioden 1N746A bis 1N759A besitzen die S1N-Freigabe. Die Standardtoleranz der
Z-Spannung betragt +5% (Zusatzbuchstabe »A«). Auf Wunsch sind auch Dioden mit +10%
lieferbar (ohne Zusatz). Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

® 0,55-0,1 Kathode
! MaBe in mm
= ) E, - Gewichtetwa0,2g
—25,4mn-={ 762maxi=— 254min «
! 2,71 max Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 746A Q62702-2639-F82 1N753A Q62702-Z21023-F82
1N 747A Q68000-A1254-F82 1N 754A Q62702-72294-F82
1N 748A Q68000-A1175-F82 1N 755A Q68000-A1255-F82
| GTOraTICwsea | oosoon aowso2

) . 1N 757A Q62702-21329-F82
1N751A Q62702-2723-F82 1N 758A Q62702-A115-F82
1N 752A Q62702-72548-F82 1N 759A Q62702-7549-F82
Grenzdaten (Ty=25°C) 1N 746A bis

» 1N759A

Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 400 mw
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RthJu <300 K/W
DurchlaBspannung
bei Ir=200 mA Ug 1,5 Vv
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
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1N 746A bis 1N 759A

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z- Max. dyn. | Maximaler Sperrstrom Maximaler | Temperatur-
Spannung | MeRstrom | Z-Im- UR=1 Volt Z-Strom koeffizient der
beilzt') pedanz bei Z-Spannung

17t?) bei 25°C | bei150°C
uz (V) 1zt (mA) | Zzt(Q) IR (1A) IR (1A) 1zm (mA) | TK (%/K)
1N 746A 3.3 20 28 10 30 110 —,066
1N 747A 3,6 20 24 10 30 100 -,058
1N 748A 3.9 20 23 10 30 95 -,046
1N 749A 4,3 20 22 2 30 85 -,033
1N 750A 4,7 20 19 2 30 75 -,015
1N751A 51 20 17 1 20 70 +,010
1N 752A 5,6 20 11 1 20 65 +,030
1N 753A 6,2 20 7 0.1 20 60 +,049
1N 754A 6.8 20 5 0.1 20 55 +,0563
1N 755A 75 20 6 0.1 20 80 +,057
1N 756A 8,2 20 8 0.1 20 45 +,060
1N 757A 9.1 20 10 0.1 20 40 +,061
1N 758A 10,0 20 17 0.1 20 35 +,062
1N 759A 12,0 20 30 0.1 20 30 +,062
Zulassige Gesamtverlustleistung Typischer Verlauf der
Ptot=f (TU) dyn. Z-lmpedanz Zz=f (12)
mw Q
400 - 10? ™
P T 2 N
tot 1 L
0 \ ]
7 300 T \
AN
N
\
) 1 \ L
00 0 A N\ “ﬂﬁ\ﬂ::
\ INL7 T
Y‘ I
{ NNV
100 — — \ H
| AR
| \\ 751
‘ | 56V
0 | ‘ 10° mﬁ\.
0 25 S0 75 100 15 150 W5°C 1° 0! 0%nA
— —h

') Uz wird 20 s nach Anlegen des MeRstromes gemessen. .
2) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von
0,117t (2 mA) Uberlagert wird.
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Z-Dioden 0,4 W im Glasgehduse 1N 957B bis 1N 992B

1N957B bis 1N992B sind Silizium-Z-Dioden im Glasgehduse 51A2 DIN41880 (DO-7) mit
einer Gesamtverlustleistung von 400 mW. Sie eignen sich besonders fiir professionelle und
militarische Anwendungen. Der Z-Spannungsbereich reicht von 6,8 V bis 200 V. Die Standard-
toleranz betragt 4+5% (Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch sind auch Dioden mit einer Toleranz
von +10% (Zusatz A) und +20% (kein Zusatz) lieferbar. Die Dioden 1N 962B bis 1N 984B
haben JAN-, JANTX- und JANTXV-Qualifikation. 1N962B bis 1N973B besitzen die S1N-
Freigabe.

Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

Kathode

0056
N ! _ MaRein mm
—25,4min > 762Mmaxie— 25,4m|no‘ ﬂ‘ Gewichtetwa0,2g
2,71 max Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N957B Q68000-A272-F82 1N975B Q62702-2939-F82
1N 958B Q68000-A273-F82 1N976B Q62702-2940-F82
TN9598 Q68000-A274-F82 1N977B 062702-2941-F82
1N 9608 Q68000-A275-F82 1N978B Q62702-2679-F82
IN961B Q68000-A276-F82 1N979B Q62702-2626-F82
1N 962B Q68000-A277-F82 1N 980B Q62702-2868-F82
1N 963B Q68000-A278-F82 1N981B Q62702-2617-F82
1N964B Q68000-A279-F82 1N 9828 Q62702-2942-F82
1N 9658 Q68000-A280-F82 1N 983B Q62702-2618-F82
1N966B Q68000-A281-F82 1N 984B Q62702-2298-F82
1N967B Q68000-A282-F82 TN985B Q62702-2943-F82
1N 968B Q68000-A283-F82 1N 986B Q62702-2944-F82
1N969B Q68000-A284-F82 1N 987B Q62702-2945-F82
1N970B Q68000-A285-F82 1N 988B Q62702-2946-F82
1N971B Q68000-A286-F82 1N 989B Q62702-2947-F82
1N972B Q68000-A287-F82 TN 9908 Q62702-2948-F82
1N973B Q62702-2822-F82 1N991B Q62702-2886-F82
1N974B 062702-2628-F82 1N 992B Q62702-2949-F82

213



1N 957B bis 1N 992B

Grenzdaten (7y=25°C) 1N 957B bis

1N 992B
DurchlaRspannung
bei I[r=200 mA Ur 1,6 \
Toleranz der Z-Spannung U,-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65bis +175 °C
Sperrschichttemperatur Tj —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Prot 400 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RihJu <300 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeR- | Maximale dyn. Max.Z- | Max. Max. Max.
Span- strom Z-lmpedanz?) Spitzen- | periodi- | Sperrstrom Temp.-
nung') strom3) | scher koeffizient

StoR- derZ-
bei strom#) Spannung
bei Izt ZZK IzK Izm IR | bei

Uz (V) Izt(mA) | Zz1(Q) |(Q) (mA) | (mA) Is(mA) | wA | UR TK (%/K)

1N957B 68| 18,5 45| 700| 1,0 55 300 (150 52 | +0,05
1N 958B 75| 16,5 55| 700( 0,5 50 275 75 5,7 | +0,058
1N 959B 82| 150 6,5 700| 0,5 45 250 50 6,2 | +0,065
1N 960B 911 14,0 75| 700 | 0,5 41 225 25 6,9 | +0,068
1N961B 10 12,5 85| 700| 0,25 | 38 200 10 76 | +0,075
1N 962B 11 11,5 95| 700| 0,25 | 32 175 5 84 | +0,076
1N 963B 12 10,6 11,6 700 0,25 | 31 160 5 91| +0,077
1N 964B 13 9,5 13,0] 700| 0,25 | 28 150 5 99 | +0,079
1N965B 15 8,6 16 700| 0,25 | 25 130 51114 | +0,082
1N966B 16 7.8 17 700 | 0,25 | 24 120 51122 | +0,083
1N967B 18 7,0 21 750 | 0,25 20 110 51137 | +0,085
1N968B 20 6,2 25 750] 0,25 | 18 100 5152 | +0,086
1N969B 22 5,6 29 750 | 0,25 16 90 5116,7 | +0,087
1N970B 24 5,2 33 750 | 0,25 15 80 5182 | +0,088
1N971B 27 4,6 41 7501 0,25 13 70 5206 | +0,090
1N972B 30 4,2 49 1000 | 0,25 12 65 51228 | +0,091
1N973B 33 3,8 58 1000 | 0,25 11 60 51251 | +0,092
1N974B 36 34 70 1000 | 0,25 10 65 51| 274 | +0,093
1N975B 39 32 80 1000 | 0,25 9,5 46 5 (297 | +0,094
1N976B 43 3.0 93 1500 | 0,25 8.8 44 51327 | +0,095
1N977B 47 2,7 105 1500 | 0,25 7,9 40 5| 358 | +0,095
1N978B 51 2,5 125 1500 | 0,25 7,4 37 51388 | +0,096
1N979B 56 2,2 150 2000 | 0,25 6,8 35 5426 | +0,096
1N 980B 62 2,0 185 2000 | 0,25 6,0 30 51471 | +0,097
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1N 981B bis 1N 992B

Typ Nenn-Z- | Z-MeB- | Maximale dyn. Max Z- Max. Max. Max.
Span- strom Z-Impedanz?) Spitzen- | periodi- | Sperrstrom Temp.-
nung') strom3) | scher koeffizient

StoR- der Z-
bei Izt bei strom#) Spannung
ZZK IZK Izm In bei
Uz (V) |1zt (mA)| Zze (Q) | (2) (mA) | (mA) Is (MA) | (wA) | Ua (V) | TK (%/K)

1N981B 68 1.8 230 {2000 0,25 5,5 28 5 51,7 +0,097
1N 982B 75 1,7 270 |2000]| 0,25 5,0 26 5 56,0 +0,098
1N 983B 82 1.5 330 |3000|( 0,25 4,6 23 5 62,2| +0,098
1N 984B Ch] 1.4 400 | 3000 | 0,25 41 21 5 69,2 +0,099
1N 985B 100 1.3 500 | 3000 0,25 3.7 18 5 76,0 +0,11
1N 986B 110 11 750 | 4000 0,25 3,3 16 5 83,6 +0,11
1N987B 120 1,0 900 |4500| 0,25 31 15 5 91,2] +0,11
1N 988B 130 0,95 1100 | 5000 | 0,25 2,7 13 5 98,8| +0,11
1N 989B 150 0,85 1500 | 6000 | 0,25 24 12 5 |1114,0| +0,11
1N 990B 160 0,80 1700 | 6500 | 0,25 2,2 11 5 1121,6| +0,11
1N991B 180 0,68 2200 [ 7100 0,25 2,0 10 5 1136,8| +0,11
1N992B 200 0,65 2500 | 8000 | 0,25 1.8 9 5 1152,0 +0,11

') Die Z-Spannung (UZ) wird 90 s (+ 5 s) nach Anlegen des Z-MeRstromes gemessen. Dabei soll der Abstand von
der Innenkante der Testfassung zum Gehéuse zwischen 9,5 und 12,7 mm betragen. Die Temperatur ist an der
Klemmstelle der Fassung auf +25° C (+8° C bzw. —2° C) zu halten.

2) Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, daB dem Strom IZt oder IZk ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wert von 0,1 - It bzw. 0,1 - IZk Uberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewahrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.

3) Der Wert fir den zulissigen Z-Spitzenstrom (IZM) ist mit einer Toleranz von +5% bei der Nenn-Z-Spannung
berechnet. Der Anstieg der Z-Spannung oberhalb Uzt ist bericksichtigt, der durch den EinfluR der Z-Impedanz
und durch Erhéhung der Sperrschichttemperatur entsteht, wenn die Verlustleistung sich dem Wert von 400 mW
nahert. IZM ist der Strom, der bei einer Temperatur von Ty=50°C zu einer Verlustleistung von Ptot=400 mW fiihrt.

4) Der StoRstrom IS ist der Strom, der wahrend einer Halbperiode einer Rechteckspannung oder eines vergleich-
baren sinusférmigen Impulses mit einer Dauer von 1/120 s flieRen darf.
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1N 957B bis 1N 992B

Temperaturkoeffizient der Zulassige Gesamtverlustleistung
Z-Spannung als Funktion der Ptot=f(TU)
Z-Spannung TK =f(UZz)
%o mV
LS s mw
0.12 200 500
Tk oM /K Rt
1 / 400 ]
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e /
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0,08 / 100
200
007 [ —1 B
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Leistungs-Z-Dioden 50 W im Metallgehéduse 1N 2804B bis 1N 2846B

1N2804B bis 1N2846B sind Silizium-Z-Dioden fiir 50 W im Metallgehduse 3A2 DIN41872
(TO-3). Sie eignen sich besonders fir professionelle und militarische Anwendungen. Die
Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 6,8 V bis 200 V.

Die Standardtoleranz betragt 4+-5% (Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch sind auch Dioden mit
+10% (Zusatz A) und +20% (kein Zusatz) lieferbar. Bei der Standardausfiihrung ist die Anode
elektrisch mit dem Gehause verbunden. Auf Wunsch sind diese Dioden mit entgegengesetzter
Polaritat lieferbar, d.h. die Kathode liegt am Gehause. In diesem Fall hat die Typenbezeichnung
den Zusatzbuchstaben»R« und das Gehéause tragt einen roten Punkt.

0.7 8,25 .
TT;EI_)(_.‘_’1 max 25’[‘_0‘25
|
| T ‘
Telf
3 bs o
eyt e s
1,35 max tI: T’
;]:: J MaRe in mm
) ng'_ Gewichtetwa15g
Metallgehduse DIN 41872 (TO-3)
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 2804B Q68000-A1493-F82 1N 2826B Q68000-A1514-F82
1N 2805B A68000-A1494-F82 1N 2827B Q68000-A1271-F82
1N 2806B Q68000-A1495-F82 1N 2828B Q68000-A1272-F82
| SOOI e | ossn warera
1N 2830B Q68000-A1274-F82
1N 2809B Q68000-A1498-F82 1N 2831B Q68000-A1275-F82
1N 2810B Q68000-A1499-F82 1N 2832B Q68000-A1327-F82
1N2811B Q68000-A1500-F82 1N 2833B Q68000-A1276-F82
1N 2812B Q68000-A1501-F82
1N 2813B Q68000-A543-F82 1N 2834B Q68000-A1277-F82
1N 2835B Q68000-A1278-F82
1N 2814B Q68000-A1502-F82 1N 2836B Q68000-A1279-F82
1N 2815B Q68000-A1503-F82 1N 2837B Q68000-A1280-F82
1N 2816B Q68000-A1504-F82 1N 2838B Q68000-A1281-F82
1N2817B Q68000-A1505-F82
1N 2818B Q68000-A1506-F82 1N 2839B Q62702-21249-F82
1N 2819B Q68000-A1507-F83 1N 28408 Q68000-A1282-F82
1N28208 Q68000-A1508-F82 1N 28418 Q68000-A1283-F82
1N 2821B Q68000-A1509-F82 1N 28428 Q68000-A1284-F82
1N 2822B Q68000-A1510-F82 TN 28438 Q68000-A1285-F82
1N 2823B Q68000-A1511-F82 1N 2844B Q68000-A1286-F82
1N 2824B Q68000-A1512-F82 1N 2845B Q68000-A1287-F82
1N 2825B Q68000-A1513-F82 1N 2846B Q68000-A1288-F82
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1N 2804B bis 1N 2846B

Grenzdaten 1N2804B bis
1N2846B

DurchlalRspannung

bei Ig=10A Ug 1,5 Vv

Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %

Lagertemperatur Ts —65bis +175 °C

Sperrschichttemperatur Ti —65 bis +175 °C

Gesamtverlustleistung (Tg=75°C) Prot 50 w

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause RihJG <1 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Max. Z- Temperatur- | Maximaler

Spannung | strom Z-Impedanz 2) Spitzen- koeffizient Sperrstrom

. strom 3) derZ-Spng. bei
1) bei Izt bei TG =
bei Izt I1ZK = 75°C
5mA IR

uz(v) Izt (mA) | Zzt(Q) [ Zzk (@) | 1zm (A) TK (%/K) (mA) [ UR(V)
1N 2804B 6.8 1850 0,2 70 7,400 ,040 150 4,5
1N 2805B 7.5 1700 0,3 70 6,600 ,045 75 5
1N 28068 * 8,2 1500 0.4 70 5,800 ,048 50 5.4
1N 28078 * 9.1 1370 0,5 70 5,300 ,050 25 6,1
1N 2808B * 10 1200 0,6 80 4,800 ,055 10 6,7
1N 2809B * 11 1100 0.8 80 4,300 ,060 5 8.4
1N 2810B * 12 1000 1,0 80 4,000 ,065 5 9.1
1N2811B * 13 960 11 80 3,700 ,065 5 9,9
1N 2812B 14 890 1.2 80 3,400 ,070 5 10,6
1N 2813B * 15 830 1.4 80 3,100 ,070 5 1.4
1N 2814B * 16 780 1,6 80 2,950 ,070 5 12,2
1N 2815B 17 740 1.8 80 2,750 ,075 5 13,0
1N 2816B * 18 700 2,0 80 2,550 ,075 5 13,7
1N2817B 19 660 2,2 80 2,450 ,075 5 14,4
1N 2818B * 20 630 24 80 2,350 ,075 5 15,2
1N 2819B * 22 570 2,5 80 2,100 ,080 5 16,7
1N 2820B * 24 520 2,6 80 1,950 ,080 5 18,2
1N 2821B 25 500 2,7 90 1,850 ,080 5 19
1N 2822B * 27 460 2,8 920 1,650 ,085 5 20,6
1N 2823B * 30 420 3,0 90 1,650 ,085 5 22,8
1N 2824B * 33 380 3.2 90 1,450 ,085 5 251
1N 2825B * 36 350 3.5 90 1,300 ,085 5 27,4
1N 2826B * 39 320 4,0 90 1,175 ,090 5 29,7

*) Diese Typen haben JAN- und JANTX-Qualifikation.
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1N 2804B bis 1N 2846B

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Max. Z- Temperatur- | Maximaler

Spannung | strom Z-lmpedanz?) Spitzen- koeffizient Sperrstrom

. strom?) derZ- bei
bei Izt") bei TG= Spannung
bei IZt IZK= 75°C
5mA IR UR

uz(v) Izt(mA) | Zzi(Q) | ZzK(Q) | IzM (mA) TK (%/K) (mA) | (V)
1N 2827B * 43 290 4,5 90 1075 ,090 5 32,7
1N 2828B * 45 280 4,5 100 1030 ,090 5 34,2
1N 2829B * 47 270 5,0 100 980 ,090 5 35,8
1N 2830B 50 250 5,0 100 935 ,090 5 38
1N 2831B * 51 245 5,2 100 925 ,090 5 38,8
1N 2832B * 56 220 6 110 825 ,090 5 42,6
1N 2833B * 62 200 7 120 735 ,090 5 471
1N 2834B * 68 180 8 140 670 ,090 5 51,7
1N 2835B * 75 170 9 150 600 ,090 5 56
1N 28368 * 82 150 11 160 550 ,090 5 62,2
1N 2837B * 91 140 15 180 470 ,090 5 69,2
1N 2838B 100 120 20 200 450 ,090 5 76
1N 2839B 105 120 25 210 430 ,095 5 79,8
1N 2840B 110 110 30 220 410 ,095 5 83,6
1N 2841B 120 100 40 240 375 ,095 5 91,2
1N 2842B 130 95 50 275 345 ,095 5 98,8
1N 2843B 150 85 75 400 300 ,095 5 114,0
1N 2844B 160 80 80 450 285 ,095 5 121,6
1N 2845B 180 68 90 525 250 ,095 5 136,8
1N 2846B 200 65 100 600 220 100 5 152,0

*) Diese Typen haben JAN- und JANTX-Qualifikation.

1) Die Z-Spannung wird gemessen, wenn sich die Sperrschichttemperatur in einem thermischen Gleichgewicht mit
einer Gehdusetemperatur von TG = 30° C befindet. Der Z-Strom wird so gewabhlt, daR sich bei Nenn-Z-Spannung
eine konstante Verlustleistung von 12,5 W ergibt, wodurch eine Erhéhung der Nenn-Sperrschichttemperatur um
12,5 °C erreicht wird.

2

-~

Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, daR® dem Strom Izt oder IZK ein 60Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-

wert von 0,1 - IZt bzw. 0,1 - I1ZK uberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewahrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt. Durch
eine 100%-Priifung mit einem Oszilloskop kann garantiert werden, daR der Kennlinienknick bereits bei kleineren
Stromen als IZK einsetzt und die I-V-Kurve bei nahezu konstanter Spannung auf einen Wert ansteigt, der liber dem
Z-Spitzenstrom IZM liegt.

3

~

Die Werte fiir IZM sind fir Dioden mit einer Toleranz von + 5% berechnet. Beriicksichtigt wurde ebenfalls, da

sich die Z-Spannung oberhalb Uz aufgrund des Sperrschichttemperaturanstieges erhoht, wenn die Verlust-
leistung einen Wert von 50 Watt erreicht. Als Z-Spitzenstrom (IZM) bezeichnet man den Strom, der zu einer
Verlustleistung von 50 Watt fihrt.
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1N 2804B bis 1N 2846B

Zulassige Gesamtverlustleistung Dyn.Z-Impedanz als Funktion des
Ptot=f(TG) Z-Stromes Zz=f(Iz)
1N 2823B, 1N 28308, 1N 2840B
w Q
60 1000 3
\ _-ué
/int Zz N\ L
50 \\ L
IN2840 B
T 100. ‘\/ He
40 \ i

30 \ 10 n
\ IN2823
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Typische Schaltung fiir zwei Dioden, bei denen die Anode bzw. die Kathode elektrisch mit dem Gehause ver-
bunden ist.

Normale Polung Entgegengesetzie Polung
(Anode am Gehduse) (Kathode am Gehause)
Strombegrenzungs- Strombegrenzungs-
widerstand \Verriegelungsbrucke widerstand /Verrlegetungsbrucke
/ /

19 & Anschluss 19} Anschl
ungeregelte [stift * ungeregelte | stift -
Gleichspannungs blechspannungs- N
ety lgenause - quelle ¢ Gehause~
L anschluss I anschluss
Masse (-) Masse(+)
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Leistungs-Z-Dioden 10 W im Metallgehause 1N 2970B bis 1N 3015B

1N2970B bis 1N3015B sind Silizium-Z-Dioden im Metallgehduse DO-4 fiir professionelle und
militarische Anwendungen. Die Standardtoleranz betragt 4+5% (Zusatz B). Auf Wunsch sind
auch Dioden mit +-10% (Zusatz A) und +20% lieferbar (kein Zusatz). Die Anode ist mit dem
Gehause (Befestigungsbolzen) elektrisch verbunden. Die Z-Spannungen liegen in einem
Bereich von 6,8 V bis 200 V.

le— 318 max
o 11 e E ®15min
A Y|
} - MaRe in mm
10-32UNF ZA i Gewichtetwa7,5g
9,6 max Metallgehduse DO-4

Typ Bestelinummer Typ Bestellnummer
1N 2970B Q68000-A1289-F82 1N 2993B Q68000-A1308-F82
1N2971B Q68000-A1290-F82 1N 2994B Q68000-A1309-F82
1N 29728 Q68000-A1291-F82 1N 29958 Q68000-A1310-F82
1N 2973B Q68000-A1292-F82
1N 29728 062702.21295.F82 1N 29968 Q68000-A1311-F82

. . 1N 29978 Q68000-A1312-F82
1N 29758 Q68000-A1293-F82 1N 2998B Q68000-A1313-F82
1N 2976B Q68000-A1294-F82 1N 2999B Q68000-A1314-F82
1N29778 068000-A1295-F82 1N 30008 Q68000-A1315-F82
1N 29788 Q68000-A1296-F82 1N 30018 Q62702-21258-F82
1N 29798 062702-21296-F82 1N 30028 Q68000-A1316-F82
1N 2980B 0Q68000-A1297-F82 1N 3003B Q68000-A1317-F82
1N 2981B Q68000-A1298-F82 1N 30048 Q68000-A1318-F82
1N 29828 Q68000-A1299-F82 1N 30058 Q68000-A1319-F82
1N 29838 Q68000-A1300-F82 1N 3006B Q68000-A1320-F82
1N 29848 Q68000-A1301-F82 1N 3007B Q68000-A1321-F82
1N 29858 Q68000-A1302-F82 1N 3008B Q68000-A1322-F82
1N 29868 Q68000-A1303-F82 1N 30098 Q68000-A1323-F82
1N 29878 Q62702-21297-F82 1N 30108 Q68000-A1324-F82
1N 29888 Q68000-A1174-F82 1N 3011B Q62702-21287-F82
1N 2989B Q68000-A1304-F82 1N 3012B Q68000-A1325-F82
masmos | asoaiwere NI | ooeooo-made-fe
1N2991B Q68000-A1306-F82 - -
1N 2992B Q68000-A1307-F82 1N 3015B Q68000-A1328-F82
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1N 2970B bis 1N 3015B

Grenzdaten (Ty=25°C) 1N 2970 B bis

1N 3015B
DurchlaRspannung
bei Ig=2,0A Uk 1,5 Vv
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Prot 10 w
Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause RihJa <75 K/W

Kenndaten (7g=30°)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Max. Z- Temp.
Spannung strom Z-Impedanz Spitzenstrom | Koeff.
bei Izt Tg=75°C typ.

beiIZt IZK=1mA
Uz (V) Ize(mA) | Zzi(e) | Zzk(@) |Izm(mA) | TK (%/K)

1N 2970B * 6,8 370 1.2 500 1320 ,040

1N2971B * 75 335 1.3 250 1180 ,045

1N 2972B * 8,2 305 1.5 250 1040 ,048

1N 2973B * 9.1 275 2,0 250 960 ,051

1N 2974B * 10 250 3 250 860 ,055

1N 2975B * 1 230 3 250 780 ,060

1N 2976B * 12 210 3 250 720 ,065

1N 2977B * 13 190 3 250 660 ,065

1N 2978B 14 180 3 250 600 ,070

1N 2979B * 15 170 3 250 560 070

1N 2980B * 16 155 4 250 530 ,070

1N 2981B 17 145 4 250 500 ,075

1N 2982B * 18 140 4 250 460 ,075

1N 2983B 19 130 4 250 440 ,075

1N 2984B * 20 125 4 250 420 ,075

1N 2985B * 22 115 5 250 380 ,080

1N 29868 * 24 105 5 250 350 080

1N 2987B 25 100 6 250 310 ,080

1N 2988B * 27 95 7 250 300 ,085

1N 2989B * 30 85 8 300 280 ,085

1N 2990B * 33 75 9 300 260 ,085

1N 2991B * 36 70 10 300 230 ,085

1N 2992B * 39 65 11 300 210 ,090

1N 2993B * 43 60 12 400 195 ,090

1N 2994B 45 55 13 400 185 ,090

*) Diese Typen haben JAN- und JANTX-Qualifikation.
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1N 2995B bis 1N 3015B

Kenndaten (7g =30°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Max. Z- Temp.
Spannung strom Z-Impedanz Spitzenstrom | Koeff.
bei Izt TG=75°C typ.

bei Izt IZK=1mA
Uz (V) Izt (mA) 2zt (Q) ZzK (@) | Izm (mA) TK (%/K)

1N 2995B * 47 55 14 400 175 ,090

1N 2996B 50 50 15 500 165 ,090

1N 2997B * 51 50 15 500 160 ,090

1N 2998B 52 50 15 500 160 ,090

1N 2999B * 56 45 16 500 150 ,090

1N 3000B * 62 40 17 600 130 ,090

1N 3001B * 68 37 18 600 120 ,090

1N 3002B * 75 33 22 600 110 ,090

1N 3003B * 82 30 25 700 100 ,090

1N 3004B * 91 28 35 800 85 ,090

1N 3005B * 100 25 40 900 80 ,090

1N 3006B 105 25 45 1000 75 ,095

1N 3007B * 110 23 55 1100 72 ,095

1N 3008B * 120 20 75 1200 67 ,095

1N 3009B * 130 19 100 1300 62 ,095

1N 3010B 140 18 125 1400 58 ,095

1N3011B * 150 17 175 1500 54 ,095

1N 3012B 160 16 200 1600 50 ,095

1N3013B 175 14 250 1750 46 ,095

1N 3014B 180 14 260 1850 45 ,095

1N 3015B 200 12 300 2000 40 ,100

*) Diese Typen haben JAN- und JANTX-Qualifikation.

') Die elektrischen Parameter werden 90 s nach Anlegen des Z-MeBstromes bei einer Gehéausetemperatur TG =30°C
gemessen.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daB dem Strom IZt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem
Effektivwert von 0,1 - 12t bzw. 0,1 - IZK Uberlagert wird. Um beim Bestimmen der Z-Impedanz ZzK MeRfehler

durch Rauschsignale zu vermeiden, ist es zweckmaBig, zwischen Z-Diode und Voltmeter einen 60-Hz-Bandpass
zu schalten.

Der angegebene Wert fiir den zuldssigen Z-Spitzenstrom IZM kann von einigen Dioden {iberschritten werden. Bei
der Berechnung der 1ZM-Werte wurde der unglnstigste Fall angenommen. Dieser tritt bei einer + 5%-Diode auf,
deren Z-Spannung sich am oberen Ende des Toleranzbereichs befindet. Der Anstieg der Z-Spannung oberhalb
Uz ist beriicksichtigt, der durch den EinfluB der Z-Impedanz und durch Erhéhung der Sperrschichttemperatur
entsteht, wenn die Verlustleistung sich dem Wert von 10 W nahert.

2

~

w
-~
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1N 2970B bis 1N 3015B

Zulassige Gesamtverlustleistung Dyn. Z-Impedanz als Funktion des
Ptot=f (TG) Z-Stromes Zz=f(Iz)
1N 2974B, 1N 2996, 1N3011B
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Leistungs-Z-Dioden 1 W im Metallgehause

1N 3016B bis 1N 3051B

1N3016B bis 1N3051B sind Silizium-Z-Dioden im Metallgehduse 56A2 DIN 41883 (DO-13)
fur professionelle und militdrische Anwendungen. Die Dioden 1N3016B bis 1N3048B
haben die JAN-, JANTX und JANTXV-Qualifikation. Sie sind auch unter der Bezeichnung
S1N3016B bis SIN3051B lieferbar, und erfiillen dann die S1N-Spezifikationen. Die Z-
Spannungen liegen in einem Bereich von 6,8 V bis 200 V. Die Standardtoleranz ist +5%
(Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch kénnen auch Dioden mit 4+ 10% (Zusatz A) und mit +20%
(kein Zusatz) geliefert werden. Die Kathode ist mit dem Gehause elektrisch verbunden.

00805

®23max

t
f

fe—317 min —

Typ

— p—
54 max
8,5:05 fe— 317 min

Bestellnummer

—

1N 3016B
1N 3017B
1N 3018B
1N 3019B
1N 3020B

1N 3021B
1N 3022B
1N 3023B
1N 3024B
1N 3025B

1N 3026B
1N 3027B
1N 3028B
1N 3029B
1N 3030B

1N 3031B
1N 3032B
1N 3033B

Q62702-Z296-F82
Q68000-A1329-F82
Q62702-Z551-F82
Q68000-A1330-F82
Q68000-A1331-F82

Q62702-Z21298-F82
Q68000-A1332-F82
Q68000-A1333-F82
Q62702-Z1299-F82
Q68000-A1334-F82

Q68000-A170-F82
Q68000-A171-F82
Q68000-A1335-F82
Q68000-A1336-F82
Q68000-A1337-F82

Q62702-Z21300-F82
Q62702-Z21301-F82
Q62702-Z21302-F82

(®)

56e0s

MaRein mm

Gewichtetwa1,5¢g
56 A2 DIN 41883 (DO-13)

Typ

Bestellnummer

1N 3034B
1N 3035B

1N 3036B
1N 3037B
1N 3038B
1N 30398
1N 3040B

1N 3041B
1N 3042B
1N 3043B
1N 3044B
1N 3045B

1N 3046B
1N 3047B
1N 3048B
1N 3049B
1N 3050B

1N 3051B

Q68000-A1338-F82
Q68000-A1339-F82

Q68000-A1340-F82
Q68000-A1341-F82
Q62702-Z1303-F82
Q68000-A1342-F82
Q62702-Z713-F82

Q68000-A1343-F82
Q62702-Z21318-F82
Q68000-A1344-F82
Q62702-21317-F82
Q68000-A1345-F82

Q68000-A339-F82

Q68000-A1346-F82
Q68000-A1347-F82
Q68000-A1348-F82
Q68000-A1349-F82

Q68000-A1350-F82
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1N 3016B bis 1N 3051B

Grenzdaten (7y=25°C) 1N 3016B bis

1N 3051B
Durchlaspannung
bei I[r=200 mA Ur 1,5 \
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 oC
Sperrschichttemperatur T —65 bis +175 oC
Gesamtverlustleistung Piot 1 W
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rthuu <100 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dynamische Max. Z- Temperatur-
Spannung | strom Z-lmpedanz 2) Spitzenstrom koeffizient
') beiIzt bei Izt bei 3 derZ-Spng.
Uz () Izt (mA) Zz7t(Q) | Zzk (@) | IzK(mA)| Izm (mA) TK (%/K)
1N 3016B 6,8 37 3.5 700 1,0 140 ,040
1N3017B 7,5 34 4,0 700 0.5 125 ,045
1N 3018B 8,2 31 4,5 700 0,5 115 ,048
1N 3019B 91 28 5 700 0,5 105 ,050
1N 3020B 10 25 7 700 0,25 95 ,055
1N 3021B 1 23 8 700 0.25 85 ,060
1N 3022B 12 21 9 700 0,25 80 ,065
1N 3023B 13 19 10 700 0,25 74 ,065
1N 3024B 15 17 14 700 0,25 63 ,070
1N 3025B 16 15,5 16 700 0,25 60 ,070
1N 3026B 18 14 20 750 0,25 52 ,075
1N 3027B 20 12,5 22 750 0,25 47 ,075
1N 3028B 22 11,6 23 750 0,25 43 ,080
1N 3029B 24 10,5 25 750 0,25 40 ,080
1N 3030B 27 9,5 35 750 0,25 34 ,085
1N 3031B 30 8,5 40 1000 0,25 31 ,085
1N 3032B 33 7,5 45 1000 0,25 28 ,085
1N 3033B 36 7.0 50 1000 0,25 26 ,085
1N 3034B 39 6,5 60 1000 0,25 23 ,090
1N 3035B 43 6,0 70 1500 0,25 21 ,090
1N 3036B 47 55 80 1500 0,25 19 ,090
1N 3037B 51 5,0 95 1500 0,25 18 ,090
1N 3038B 56 4,5 110 2000 0,25 17 ,090
1N 3039B 62 4,0 125 2000 0,25 15 ,090
1N 3040B 68 3,7 150 2000 0,25 14 ,090
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1N 3016B bis 1N 3051B

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dynamische Max. Z- Temperatur-
Spannung | strom Z-lmpedanz 2) Spitzenstrom koeffizient
bei Izt ') bei Izt bei 3 der Z-Spng.
Uz (V) Izt (mA) | Zzt(Q) | ZzK (@) | IzK (mA)| IZM (mA) TK (%/K)

1N 3041B 75 3.3 175 2000 0,25 12 ,090

1N 3042B 82 3.0 200 3000 0,25 11 ,090

1N 3043B 91 2,8 250 3000 0,25 10 ,090

1N 3044B 100 2,5 350 3000 0,25 9,0 ,090

1N 3045B 110 2,3 450 4000 0,25 8,3 ,095

1N 3046B 120 2,0 550 4500 0,25 8,0 ,095

1N 3047B 130 1,9 700 5000 0,25 6.9 ,095

1N 3048B 150 1,7 1000 6000 0,25 5,7 ,095

1N 3049B 160 1.6 1100 6500 0,25 5,4 ,095

1N 3050B 180 1.4 1200 7000 0,25 4,9 ,095

1N 3051B 200 1,2 1500 8000 0,25 4,6 ,100

1) Die Z-Spannung Uz wird gemessen, wenn sich die Sperrschicht im thermischen Gleichgewicht mit der ruhenden

2

3

-~

~

Umgebungsluft bei einer Temperatur von 25° befindet. Der Z-MeBstrom Izt wird so gewahlt, daR bei Nenn-Z-
Spannung (Uz) die Verlustleistung Ptot einen konstanten Wert von 250 mW hat. Dadurch ergibt sich eine
Erhéhung der Nenn-Sperrschichttemperatur von 25° C.

Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, daB dem Strom IZt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem
Effektivwert von 0,1 - IZt bzw. 0,1 - IZK Uberlagert wird. Die Z-lmpedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen,
um die Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewéhrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.
Der angegebene Wert fir den zuldssigen Z-Spitzenstrom kann von einigen Dioden Gberschritten werden. Bei der
Berechnung der IzM-Werte wurde der unglinstigste Fall angenommen. Dieser tritt bei einer 5%-Diode auf, deren
Z-Spannung sich am oberen Ende des Toleranzbereiches befindet. Ebenfalls beriicksichtigt ist der Anstieg der
Z-Spannung Uz, der durch den EinfluR der Z-Impedanz und durch die Erhohung der Sperrschichttemperatur
entsteht, wenn sich die Diode in einem thermischen Gleichgewicht mit einer Verlustleistung von 1 W befindet.

Den fir Dioden mit einer Toleranz von + 5% angegebenen Wert fir den Z-Spitzenstrom IZM kann man unter
Vernachldssigung eines geringen Fehlers auch fur + 10%-Dioden annehmen. Dieses gilt ebenfalls fir Dioden
mit einer Toleranz von + 20%, deren Spannung sich am oberen Ende des Toleranzbereiches befindet, jedoch
solite man den Wert flir IZM\, der fir eine + 5%-Diode gilt, um 7% verringern.
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1N 3016B bis 1N 3051B

Zulassige
Gesamtverlustleistung Ptot=f (TU)
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Typischer Verlauf des TK als Funktion
der Z-Spannung TK=f (UZ)
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Leistungs-Z-Dioden 50 W im Metallgehiuse

1N 3305B bis 1N 3350B

1N3305B bis 1N3350B sind Silizium-Z-Dioden im Metallgehduse DO-5 mit kleinen Z-Im-
pedanzen fiir professionelle und militdrische Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in
dem Bereich von 6,8 V bis 200 V. Die Standardtoleranz betrigt 4+-5%. Sie wird mit dem Zusatz-
buchstaben B angegeben. Auf Wunsch sind auch Dioden mit +10% (Zusatz A) und mit +20%
(kein Zusatz) lieferbar.
Bei der Standardausfiihrung ist die Anode mit dem Gehause verbunden. Auf Wunsch sind auch
Dioden lieferbar, bei denen die Kathode am Gehause liegt. Sie haben den Zusatzbuchstaben R.

Beispiel: 1N3319BR ist eine Z-Diode mit Uz=20 V 45%, bei der die Kathode elektrisch mit
dem Gehdause verbunden ist.

%-28UNF-2A

”'5 max
23 Bmax -

max.

Typ

Bestellnummer

MaRein mm

Metallgehause

1N 3305B
1N 3306B
1N 3307B
1N 3308B

Annn

iN 33058

1N 3310B
1N3311B
1N3312B
1N 3313B
1N 3314B

1N 3315B
1N 3316B
1N3317B
1N 3318B
1N 3319B

1N 3320B
1N 3321B
1N 3322B
1N 3323B
1N 3324B

1N 3325B
1N 3326B
1N 3327B

Q62702-2938-F82

Q68000-A1353-F82
Q68000-A1354-F82
Q68000-A1355-F82

nanAn~ Aca ran

G68000-A1356-F82

Q68000-A1357-F82
Q68000-A1358-F82
Q68000-A1359-F82
Q68000-A1360-F82
Q68000-A1361-F82

Q68000-A1362-F82
Q68000-A1363-F82
Q68000-A1364-F82
Q68000-A1365-F82
Q68000-A1366-F82

Q68000-A1367-F82
Q68000-A1368-F82
Q68000-A1369-F82
Q68000-A1370-F82
Q68000-A1371-F82

Q68000-A1372-F82

Q68000-A1373-F82
Q68000-A1374-F82

Gewichtetwa12,5¢g

DO-5

Typ

Bestelinummer

1N 3328B
1N 3329B

1N 3330B
1N 3331B
1N 3332B
1N 3333B
1N 3334B

1N 3335B
1N 3336B
1N 3337B
1N 3338B
1N 3339B

1N 3340B
1N 3341B
1N 3342B
1N 3343B
1N 3344B

1N 3345B
1N 3346B
1N 3347B
1N 3348B
1N 3349B

1N 3350B

Q68000-A1375-F82
Q68000-A1376-F82

Q68000-A1377-F82
Q68000-A1378-F82
Q68000-A1379-F82
Q68000-A1380-F82
Q68000-A1381-F82

Q68000-A1382-F82
Q68000-A1383-F82
Q68000-A1384-F82
Q68000-A1385-F82
Q68000-A1386-F82

Q68000-A1387-F82
Q68000-A1388-F82
Q68000-A1389-F82
Q68000-A1390-F82
Q68000-A1391-F82
Q68000-A1392-F82
Q68000-A1393-F82
Q68000-A1394-F82
Q68000-A1395-F82
Q68000-A1396-F82

Q68000-A1397-F82
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1N 3305B bis 1N 3350B

Grenzdaten 1N3305B bis
1N3350B

DurchlaRspannung

bei I;=10A Ur 1,5 \Y

Toleranz der Z-Spannung U,-Tol. +5 %

Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C

Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C

Gesamtverlustleistung Piot 50 w

(Tg=75°C)

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause RihJg <1 K/W

Kenndaten (7g=30°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max. dyn. Max. Maximaler Temp.
Spannung | strom Z-lmpedanz?) Z-Spitzen- | Sperrstrom koeffiz.
beiIzt') strom typ.

bei Izt IZK=
o o emA
uz ) Izt (mA) 27t (Q) | £2zK(Q) | Izm (A) IR (vA) | URLV) TK (%/K)

1N 33058 * 6,8 1850 0,20 70 6,600 300 4,5 0,040

1N 3306B * 75 1700 0,30 70 5,900 125 5,0 0,045

1N 3307B * 8,2 1500 0,40 70 5,200 50 5,4 0,048

1N 3308B * 9,1 1370 0,50 70 4,800 25 6,1 0,050

1N 3309B * 10,0 1200 0,60 80 4,300 25 6,7 0,055

1N 3310B * 11,0 1100 0,80 80 3,900 10 8,4 0,060

1N 3311B * 12,0 1000 1,00 80 3,800 10 9.1 0,065

1N3312B * 13,0 960 1,10 80 3,300 10 9,9 0,065

1N 3313B 14,0 890 1,20 80 3,000 10 114 0,070

1N3314B* 15,0 830 1,40 80 2,800 10 11,4 0,070

1N 3315B * 16,0 780 1,60 80 2,650 10 12,2 0,070

1N 3316B 17,0 740 1,80 80 2,500 10 13,0 0,075

1N3317B* 18,0 700 2,00 80 2,300 10 13,7 0,075

1N 3318B 19,0 660 2,20 80 2,200 10 13,7 0,075

1N 3319B * 20,0 630 2,40 80 2,100 10 15,2 0,075

1N 3320B * 22,0 570 2,50 80 1,900 10 16,7 0,080

1N 3321B* 24,0 520 2,60 80 1,750 10 18,2 0,080

1N 3322B 25,0 500 2,70 90 1,650 10 18,2 0,080

1N 3323B * 27,0 460 2,80 90 1,600 10 20,6 0,085

1N 3324B * 30,0 420 3,00 90 1,400 10 22,8 0,085

1N 3325B * 33,0 380 3,20 90 1,300 10 251 0,085

1N 3326B * 36,0 350 3,50 90 1,150 10 274 0,085

*) Diese Dioden haben JAN- und JANTX-Qualifikation.
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1N 3327B bis 1N 3350B

Kenndaten (7g=30°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeB- Max. dyn. Max. Maximaler Temp.
Spannung | strom Z-Impedanz?) Z-Spitzen- | Sperrstrom koeffiz.
bei IZt') strom typ.

bei Izt ézp(;
m
Uz (v) 1zt (mA) | Zzt (@) | ZzK (@) | IzM (mA) | UR (V) [ UR (V) [ TK (%/K)

1N 3327B* 39,0 320 4,00 90 1050 10 29,7 0,090

1N 3328B* 43,0 290 4,50 90 975 10 32,7 0,090

1N 3329B 45,0 280 4,50 100 930 10 32,7 0,090

1N 3330B* 47,0 270 5,00 100 880 10 35,8 0,090

1N 3331B 50,0 250 500] 100 830 10 38,8 0,090

1N 3332B * 51,0 245 520( 100 810 10 38,8 0,090

1N 3333B 52,0 240 550 ( 100 790 10 42,6 0,090

1N 3334B* 56,0 220 6,00 110 740 10 42,6 0,090

1N 3335B * 62,0 200 7,00 120 660 10 471 0,090

1N 3336B * 68,0 180 8,00 140 600 10 51,7 0,090

1N 3337B * 75,0 170 9,00| 150 540 10 56,0 0,090

1N 3338B * 82,0 150 11,00| 160 490 10 62,2 0,090

1N 3339B * 91,0 140 15,00 180 420 10 69,2 0,090

1N 3340B * 100,0 120 20,00 | 200 400 10 76,0 0,090

1N3341B 105,0 120 25,00 210 380 10 83,6 0,095

1N 3342B* 110,0 110 30,00 | 220 365 10 83,6 0,095

1N 3343B* 120,0 100 40,00 ] 240 336 10 91,2 0,095

1N 3344B * 130,0 95 50,00 | 275 310 10 99.8 0,095

1N 3345B 140,0 90 60,00 | 325 290 10 114,0 0,095

1N 3346B * 150,0 85 75,00 | 400 270 10 114,0 0,095

1N 3347B* 160,0 80 80,00 | 450 250 10 121,6 0,095

1N 3348B 175,0 70 85,00 | 500 230 10 121,6 0,095

1N 3349B* 180,0 68 90,00} 525 220 10 136,8 0,095

1N 3350B* 2000 65 |100,00| 600 200 10 | 1520 | 0100

*) Diese Typen haben JAN- und JANTX-Qualifikation.

') Die Z-Spannung Uz wurde bei thermischen Gleichgewicht von Sperrschicht und Gewindebolzen bei einer
Temperatur von TG =30° C gemessen.

2) Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, da® dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wert von 0,1 - It bzw. 0,1 - IZK lberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewahrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.
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1N 3305B bis 1N 3350B
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Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TG)
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Dyn. Z-Impedanz als Funktion
des Z-Stroms Zz=f(Iz)
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Leistungs-Z-Dioden 1 W im Metallgehause 1N 3821A bis 1N 3830A

1N3821A bis 1N3830A sind Silizium-Z-Dioden im Metallgehduse 56A2 DIN 41883 (D0O-13)
fur professionelle und militarische Anwendungen. Die Dioden 1N3821A bis 1N 3828A sind
nach JAN-, JANTX- und JANTXV-Spezifikationen gepriift. Die Z-Spannungen reichen von
3,3 V bis 7,6 V. Die Standardtoleranz betragt +5% (Zusatzbuchstabe A). Auf Wunsch, sind
auch Dioden mit +10% lieferbar (kein Zusatz).

Die Kathode ist mit dem Gehdause elektrisch verbunden.

®2,3max

®08.0; !
/
<& * @ MaRein mm
| *5,4 m:; Gewichtetwa1,5g
le—317 mn —18,5:05 te——317 mn — 56:0 Metallgehiuse 56A2 DIN 41883 (DO-13)
Typ Bestellnummer Typ Bestelinummer
1N 3821A Q68000-A1402-F82 1N 3826A Q68000-A1516-F82
1N 3822A Q68000-A1403-F82 1N 3827A Q68000-A1517-F82
1N 3823A Q68000-A1404-F82 1N 3828A Q68000-A1518-F82
1N 3824A Q68000-A1191-F82 1N 3829A Q68000-A1519-F82
1N 3825A Q68000-A1515-F82 1N 3830A Q68000-A1520-F82
Grenzdaten (Ty=25° C) 1N3821A bis
1N3830A
DurchlaBspannung
bei Ir=200 mA Ug 1,56 \"
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 1 w
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rihyu =100 K/W
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1N 3821A bis 1N 3830A

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeB- Maximale dyn. Max. Z- Maximaler Temp.-
Spannung | strom Z-lmpedanz?) Spitzen- Sperrstrom koeffiz.
beiIzt') strom3) der

bei Izt {Zn|$; Z-Spanng.
uz(v) 17t (mA) Zz1(Q) | ZzK(Q) | IzM (mA) [ IR (wA) | UR (V) | TK(%/K)

1N 3821A 33 76 10 400 276 100 1 0,066

1N 3822A 3,6 69 10 400 252 100 1 0,058

1N 3823A 3.9 64 9 400 238 50 1 0,046

1N 3824A 4,3 58 9 400 213 10 1 0,033

1N 3825A 4,7 53 8 500 194 10 1 0,015

1N 3826A 51 49 7 550 178 10 1 0,010

1N 3827A 5,6 45 5 600 162 10 2 0,030

1N 3828A 6,2 41 2 700 146 10 3 0,049

1N 3829A 6,8 37 1.6 500 133 10 3 0,053

1N 3830A 7,5 34 1,5 250 121 10 3 0,057

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f (TU)
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') Uz wird gemessen, wenn sich die Diode bei Ty=25°C im thermischen Gleichgewicht befindet, wobei der Ab-
stand von der Innenkante der Testfassung zum Gehiuse 9,5 mm betragen soll.

2) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-

wertvon 0,117t bzw. 0,1 - IZK Uberlagert wird.

Der Anstieg der Z-Spannung oberhalb Uz ist beriicksichtigt, der durch den EinfluR der Z-Impedanz und durch

Erhéhung der Sperrschichttemperatur entsteht, wenn die Verlustleistung sich dem Wert von 1 W néhert.

3

~
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1N 3821A bis 1N 3830A

Dyn. Z-lmpedanz als Funktion Typische Anderung des TK
des Z-Stromes Zz=f(Iz) als Funktion der Z-Spannung
1N3822A, 1N3826A, 1N3829A 4ATK=f(UZ)
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Leistungs-Z-Dioden 10 W im Metallgehéuse 1N 3993A bis 1N 4000A

1N3993 A bis 1N4000A sind Silizium-Z-Dioden im Metallgehduse DO-4 fiir professionelle und
militarische Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 3,9 bis 7,6 V. Die
Standardtoleranz betragt 4+5% (Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch sind auch Dioden mit
+10% (kein Zusatz) lieferbar. Die Kathode ist mit dem Gehéuse (Befestigungsbolzen)
elektrisch verbunden. Alle Dioden dieser Serie haben die JAN- und JANTX-Qualifikation.

r— 318 muxé
11 je E ®15min
J1 R
¥ ? MaRein mm
10-32 UNF 24 Gewichtetwa7,5g
_E,E mu;_ Metallgehduse DO-4

Typ ‘ Bestellnummer Typ | Bestellnummer
1N 3993A Q68000-A1521-F82 1N 3997A Q68000-A1525-F82
1N 3994A Q68000-A1522-F82

1N 3998A A68000-A1526-F82
TN 3995A | Q68000-A1523-F32 1N 3889A 068000-A1527-F82
1N 3986A Q68000-A1524-F82 1N4000A | Q68000-A1528-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N3993A bis

1N4000A

DurchlaBspannung
bei Ir=2,0A Uk 1.5 \Y
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Prot 10 w
Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause RihiG <75 K/W
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1N 3993A bis 1N 4000A

Kenndaten (7g=30°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Maximaler Temp.-
Spannung strom Z-lmpedanz Z-Spitzenstrom | koeffiz.
beilzt') TG=75°C3)

bei 1Zt2)
uz(v) 12t (mA) Zz7i(Q) ZZK (@) | Izm (mA) TK (%/K)
1N 3993A 39 640 2,0 400 2380 —-0,046

1N 3994A 4,3 580 1,5 400 2130 -0,033

1N 3995A 4,7 530 1,2 500 1940 -0,015

1N 3996A 51 490 1.1 550 1780 +0,010

1N 3997A 5,6 445 1.0 600 1620 +0,030
1N 3998A 6,2 405 1.1 750 1460 +0,049
1N 3999A 6.8 370 1.2 500 1330 +0,040
1N 4000A 7,5 335 1.3 250 1210 +0,045
Zulassige Gesamtverlustieistung Dyn. Z-Impedanz als Funktion
Ptot=f(TG) des Z2-Stromes Zz=f(Iz)
1N3996A, 1N3999A
" Q
12 107 i 8
A -
b P IN3996A
',"’" 0 ' N
’ \
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6 B ] N
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') Die elektrischen Parameter werden 90 s nach Anlegen des Z-MeRBstromes bei einer Gehdusetemperatur TG=30°C

gemessen.

2) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wertvon 0,1 -1zt bzw. 0,1 - IzK Uberlagert wird.
Um beim Bestimmen der Z-Impedanz ZZK MeRfehler durch Rauschsignale zu vermeiden, ist es zweckmaBig,
zwischen Z-Diode und Voltmeter einen 60-Hz-BandpaR zu schaiten.

3) Der angegebene Wert fir den zuldssigen Z-Spitzenstrom IZM kann von einigen Dioden (berschritten werden.
Bei der Berechnung der I1zM-Werte wurde der ungiinstigste Fall angenommen, dieser tritt bei einer + 5%-Diode
auf, deren Z-Spannung sich am oberen Ende des Toleranzbereichs befindet. Der Anstieg der Z-Spannung ober-
halb Uz ist bericksichtigt, der durch den EinfluR der Z-Impedanz und durch Erhéhung der Sperrschichttempera-~

tur entsteht, wenn die Verlustleistung sich dem Wert von 10 W nahert.
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Z-Dioden 0,4 W im Glasgehause 1N 4099 bis 1N 4135

1N 4099 bis 1N4135 sind rauscharme Silizium-Z-Dioden im Glasgehause 51A2 DIN 41880
(DO-7) fiir professionelle und militarische Anwendungen. Alle Dioden haben JAN-, JANTX-
und JANTXV-Qualifikation. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 6,8 V bis 100 V.
Die Kathode ist mit einem Farbring gekennzeichnet.

Kathode

®056.q
! MaRe in mm
% Fz:j *ﬂ—
[ Gewichtetwa0,2g

—25mn- T62meX Z54mn = e, B Glasgehiuse 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 4099 Q62702-2543-F82 1N 4118 Q68000-A1607-F82
1N 4100 Q62702-2229-F82 1N 4119 Q68000-A1608-F82
1N 4101 Q68000-A1592-F82 1N 4120 Q68000-A1405-F82
1N 4102 Q68000-A1593-F82 1N4121 Q68000-A1406-F82
1N 4103 Q68000-A1594-F82 1N 4122 Q68000-A1407-F82
1N4104 Q68000-A1595-F82 1N 4123 Q68000-A1408-F82
1N 4105 Q68000-A1596-F82 1N4124 Q68000-A1409-F82
1N 4106 Q68000-A1597-F82 1N4125 Q68000-A1410-F82
1N 4107 Q68000-A1598-F82 1N 4126 Q68000-A1411-F82
1N 4108 Q68000-A1599-F82 1N 4127 Q68000-A1412-F82
1N4109 Q62702-2228-F82 1N 4128 Q62702-2759-F82
1N4110 Q68000-A1600-F82 1N 4129 Q68000-A1413-F82
1N 4111 Q68000-A1601-F82 1N 4130 Q68000-A1414-F82
1N4112 Q68000-A1602-F82 TN 3 Q68000-A1415-F82
1N4113 Q68000-A1603-F82 1N 4132 Q68000-A1416-F82
1N4114 Q62702-Z2227-F82 1N 4133 Q68000-A1417-F82
1N4115 Q68000-A1604-F82 1N4134 Q68000-A1418-F82
1N4116 Q68000-A1605-F82 1N 4135 Q68000-A1419-F82
1N4117 Q68000-A1606-F82
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1N 4099 bis 1N 4135

Grenzdaten (Ty=25°C) 1N4099 bis

1N4135
DurchlaBspannung
bei I[;=200 mA Uk 1,0 \"
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 400 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rihgu <300 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max.dyn. | Maximaler Max. Max. Temp.
Spannung | strom Z-lmpe- Sperrstrom Rausch- Z-Spitzen- | koeffiz.
beiIzt') danz?) zahl strom?3) der

(Bild91) Z-Spanng.
bei I7t2)
bei No
Uz (V) 1zt (uA) Z7t(Q) IR(wA) | UR(V) | (uV/VHZ) | IzM (mA) | TK (%/K)

1N 4083 6.8 250 200 10 517 40 58 0,040

1N 4100 75 250 200 10 5,70 40 52 0,045

1N 4101 8,2 250 200 1,0 6,24 40 47 0,048

1N 4102 8,7 250 200 1,0 6,61 40 44 0,049

1N 4103 9.1 250 200 1,0 6,92 40 41 0,050

1N 4104 10 250 200 1.0 7,60 40 38 0,055

1N 4105 11 250 200 0,05 8,44 40 35 0,060

1N 4106 12 250 200 0,05 9,12 40 32 0,065

1N 4107 13 250 200 0,05 9,87 40 30 0,065

1N 4108 14 250 200 0,05 | 10,65 40 28 0,070

1N 4109 15 250 100 0,05 | 11,40 40 26 0,070

1N 4110 16 250 100 0,05 | 12,15 40 25 0,070

1N4111 17 250 100 0,05 | 12,92 40 23 0,075

1N4112 18 250 100 0,05 | 13,67 40 21 0,075

1N 4113 19 250 150 0,05 | 14,44 40 20 0,075

1N4114 20 250 150 0,01 | 15,20 40 19 0,075

1N 4115 22 250 150 0,01 16,72 40 17 0,080

1N 4116 24 250 150 0,01 18,25 40 16 0,080

1N4117 25 250 150 0,01 | 19,00 40 15 0,80

1N 4118 27 250 150 0,01 | 20,46 40 14 0,85

-

Die Z-Spannung Uz wird gemessen, wenn sich die Diode bei einer Umgebungstemperatur von TU=25°C im
thermischen Gleichgewicht befindet.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, da® man dem Strom Izt einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wertvon 0,1 - IZt (=25 pA) Uberlagert.

Bezogen auf die maximale Verlustleistung von Ptot=400 mW bei TU=25°C. Der Spannungsanstieg wurde be-
reits berticksichtigt, der bei Betrieb mit hoheren Stromen entsteht.

2

~

3

-
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1N 4099 bis 1N 4135

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max. dyn. | Maximaler Max. Max. Temp.-
Spannung | strom Z-Impe- Sperrstrom Rausch- Z-Spitzen- | koeffiz.
beilIzt') danz?) bei zahl strom3) der

(Bild91) Z-Spanng.
l;lei Izt
Uz(v)  [Izt(eA) | Zzi(@) |IR(uA) | UR(V) | (wV/VHZ) | IzMm (mA) | TK (%/K)

1N 4119 28 250 200 0,01 | 21,23 40 13 0,85

1N4120 30 250 200 0,01 | 22,83 40 12 0,085

1N4121 33 250 200 0,01 | 25,08 40 11 0,085

1N 4122 36 250 200 0,01 | 27,33 40 1 0,09

1N 4123 39 250 200 0,01 | 29,65 40 9,8 0,09

1N 4124 43 250 250 0,01 | 32,65 40 89 0,09

1N4125 47 250 250 0,01 | 35,75 40 8,1 0,09

1N 4126 51 250 300 0,01 | 38,76 40 75 0,09

1N 4127 56 250 300 0,01 | 42,60 40 6,7 0,09

1N 4128 60 250 400 0,01 | 45,60 40 6.4 0,09

1N 4129 62 250 500 0,01 | 47,10 40 6,1 0,09

1N 4130 68 250 700 0,01 | 51,68 40 5,6 0,095

1N 4131 75 250 700 0,01 | 57,00 40 51 0,095

1N 4132 82 250 800 0,01 | 62,32 40 4,6 0,095

1N4133 87 250 1000 0,01 | 66,12 40 4,4 0,095

1N4134 91 250 1200 0,01 | 69,16 40 4,2 0,095

1N 4135 100 250 1500 0,01 | 76,00 40 38 0,095

1) Die Z-Spannung Uz wird gemessen, wenn sich die Diode bei einer Umgebungstemperatur von Ty=25°C im
thermischen Gleichgewicht befindet.

2) Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, daR man dem Strom Izt einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wertvon 0,1 - Izt (=25 pA) iiberlagert.

3) Bezogen auf die maximale Verlustleistung von Ptot=400 mW bei TU=25°C. Der Spannungsanstieg wurde be-
reits berlicksichtigt, der bei Betrieb mit hoheren Stromen entsteht.
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1N 4099 bis 1N 4135

Zulassige Gesamtverlustleistung Schaltung zum Messen
Ptot=f(TU) der Rauschzahl N,
mW
500 P -
|
,‘ Abschirmung :
;t)u( : M :
T 400 » I
‘l I
Koppel - !
| Vi i !
| ]
300 | :
I
|
Ver-
| b starker
200
Filter
fg = ZkHz
i f- B
w 'IkHz,lz 3kHz
U,
Effeklv- ] Yo
| Voltmeter
0 - L i L : Lo 4] J
0 25 5 75 100 125 B0 175 200 °C
=l

Als Rauschzahl Np bezeichnet man das Verhiltnis von Effektivwert der Rauschspannung und
Quadratwurzel der jeweils vorhandenen Filter-Bandbreite (uVest/VHz). Sie wird bei konstantem
Z-MeRstrom (Iz) und bei einer Temperatur von Ty=25°C mit Hilfe eines BandpaRfilters ge-
messen, das eine Bandbreite von 2kHz besitzt (fo=2KH, Af=+1 kHz). Die Priifschaltung zeigt
die obige Abbildung.
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Z-Dioden 0,4 W im Glasgehause 1N 4370A bis 1N 4372A

1N4370A bis 1N4372A sind Silizium-Z-Dioden im Glasgehduse 51A2 DIN 41880 (DO-7) fir
professionelle und militarische Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von
2,4 V bis 3,0 V. Alle Typen sind nach JAN-, JANTX- und JANTXV-Spezifikationen gepruft.
Die Standardtoleranz der Z-Spannung betragt +5% (Zusatzbuchstabe A). Die Kathode ist
durch einen Farbring gekennzeichnet. Auf Wunsch sind auch Dioden mit einer Uz-Toleranz
von +10% lieferbar.

Kathode

MaRein mm

|
| o —_ -_—
1 Gewichtetwa 0,29
762maxta— 25 4min - - -

7imax  Glasgehéuse 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ l Bestellnummer
1N4370A Q62702-2647-F82
1N4371A Q68000-A1420-F82
1N4372A Q68000-A1421-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N4370A bis

1N4372
DurchlaRspannung
bei I;=200 mA Uk 1,5 \
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur 7 —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Phot 400 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rihju <300 K/W
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Kenndaten (7y=25°C)

1N 4370A bis 1N 4372A

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max. dyn. Maximaler Max. Temp.-
Spannung | strom Z- Impe- Sperrstrom Z-Strom3) | koeffiz.
beiIzt') danz?) bei UR=1V der

bei Izt Z-Spanng.
bei Tu= Tu=
25°C 160°C
uz () 1zt (mA) | Zz1(Q) IR (1A) IR (nA) IZM (mA) | TK (%/K)
1N 4370A 2,4 20 30 100 200 150 —,085
1N4371A 2,7 20 30 75 150 135 —,080
1N 4372A 3,0 20 29 50 100 120 -,075
Zuladssige Gesamtverlustleistung
Ptot=f (TU)
mw
400 T T
i L
| |
Ptut } | | ‘!
N
W0 i —
| oo
N\
L\
20 e
i
0 ot
|
i
| | |
L
0

0 25 5 75 100 15 BO 715 °C

') Uz wird 20 s nach Anlegen des MeRstromes gemessen.

2) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daB dem Strom Izt ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert
von 0,1 Izt (2 mA) Gberlagert wird.

3) Wegen Zz muB man die Erhéhung der Z-Spannung sowie der Sperrschichttemperatur beriicksichtigen, da sich
die Diode bei einer Verlustleistung von 400 mW dem thermischen Gleichgewicht nahert.
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Leistungs-Z-Dioden 50 W im Metallgehause 1N 4549B bis 1N 4556B

1N4549B bis 1N4556B sind Silizium-Z-Dioden im Metallgehduse DO-5 mit kleinen Z-Im-
pedanzen fiir professionelle und militdrische Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in
einem Bereich von 3,9 V bis 7,6 V. Die Standardtoleranz betragt £+5%. Sie ist durch den Zusatz-
buchstaben B gekennzeichnet. Auf Wunsch sind auch Dioden mit +10% (Zusatz A) und
+20% (ohne Zusatz) lieferbar.

Bei der Standardausfiihrung ist die Anode mit dem Gehause elektrisch verbunden. Auf Wunsch
sind auch Dioden lieferbar, bei denen die Kathode am Gehéause liegt.

Beispiel: 1N 4549 BR ist eine Z-Diode mit Uz=3,9 V +5%, bei der die Kathode elektrisch mit
dem Gehause verbunden ist.

Y4-28UNF-2A

MaRe in mm

Gewichtetwa12,6g

Metallgehduse DO-5

Typ ' Bestellnummer Typ l Bestellnummer

1N 4549B k Q68000-A1422-F82 1N 4553B { Q68000-A1426-F82

1N 4550B Q68000-A1423-F82

1N4551B | Q68000-A1424-F82 ngggg gggggg'f\}ﬁ;'ggg

1N 45528 (Q68000-A1425-F82 1N 45568 ‘ Q68000-A1429-F82

Grenzdaten 1N4549B bis
1N4556BR

DurchlaRspannung

beilr=10A Ug 1,5 Vv

Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %

Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C

Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C

Gesamtverlustleistung Prot 50 w

(Tg=75°C)

Warmewiderstand

Sperrschicht-Gehause RihiG <1 K/W
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1N 4549B bis 1N 4556B

Kenndaten (7g=30°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max. dyn. Max. Maximaler Temp.-
Spannung | strom Z-lmpedanz Spitzen- Sperrstrom koeffiz.
bei IZt) strom

bei 17t?) gﬂs: bei
m.
Uz (v) 1zt (A) Zzt(9) | Zzk(Q) | IzM(A) | IR(nA) [ UR(V) | TK(%/K)

1N 4549B 3.9 3,200 0,16 400 | 11,900 150 0,5 -0,046

1N 4550B 4,3 2,900 0,16 500 | 10,650 150 0,5 -0,033

1N 4551B 4,7 2,650 0,12 600 9,700 100 1.0 -0,015

1N 45528 51 2,450 0,12 650 8,900 20 1,0 +0,010

1N 4553B 5,6 2,250 0,12 900 8,100 20 1.0 +0,030
1N 4554B 6,2 2,000 0,14 1,000 7,300 20 2,0 +0,049
1N 4555B 6,8 1,850 0.16 200 6,650 10 2,0 +0,053
1N 4556B 7.5 1,650 0,24 100 6,050 10 3.0 +0,057

*) Diese Dioden haben JAN- und JANTX-Qualifikation.

Zulassige Gesamtverlustleistung Dyn. Z-Impedanz als Funktion
Pror=f(TG) des Z-Stromes ZZ=f (I12)
1N4549B
W Q
60 0 e
N
R z A}
tot 50 A .
\\ N
102 - -
= N IN3350
W 1\
\ N N
e
= 10! :|N33ZZ>‘ \\5 mmw

g \ :

N
~ N
\ 100 N

=1
0 - 10
0 25 50 75 100 125 150 175 °C 100 10! 10? 103 mA

_—"/G e o

1

') Die Z-Spannung Uz wurde bei thermischem Gleichgewicht von Sperrschicht und Gewindebolzen bei einer
Temperatur von TG=30° C gemessen.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wert von 0,1 - Izt bzw. 0,1 - IZK Uberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewéhrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.

~
=
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Leistungs-Z-Dioden 50 W im Metallgehduse 1N 4557B bis 1N 4564B

1N4557B bis 1TN4564B sind Silizium-Z-Dioden fir 50 W im Metallgehduse 3A2 DIN 41872
(TO-3). Sie eignen sich besonders fiir professionelle und militarische Anwendungen. Die
Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 3,9V bis 7,5 V.

Die Standardtoleranz betragt +5% (Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch sind auch Dioden mit
+10% (Zusatz A) und £+20% (kein Zusatz) lieferbar.

Bei der Standardausfiihrung ist die Anode elektrisch mit dem Gehause verbunden. Auf Wunsch
sind auch Dioden mit entgegengesetzter Polaritat lieferbar, d. h. die Kathode liegt am Gehause.
In diesem Fall hat die Typenbezeichnung den Zusatzbuchstaben »R« und das Gehause tragt
einen roten Punkt.

107max  8.25max 254+
s 54+025 "
T —‘[ 384"
185 3
l MaRe in mm
Gy -
28 L ‘ Gewichtetwa15g
—
1094025 Metallgehduse 3A2 DIN41872 (TO-3)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 4557B Q68000-A1430-F82 1N4561B Q68000-A1434-F82
1N 4558B Q68000-A1431-F82 1N 4562B Q68000-A900-F82
1N 4559B Q68000-A1432-F82
1N 4560B Q68000-A1433-F82 1N 45638 Q68000-A1609-F82

) B 1N 4564B Q68000-A1610-F82
Grenzdaten 1N4557B bis

1N4564B

DurchlaRspannung
bei [;=10 A Uk 1,5 \%
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur Tj —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 50 w
(Tg=75°C)
Warmewiderstand
Sperrschicht-Gehause RthJG <1 K/W
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1N 4557B bis 1N 4564B

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Max. Temp.- Max.

Spanng. strom Z-Impedanz Z-Spitzen- | koeff. Sperrstrom

beiIzt') strom3) der

TG=75°C | Z-Spanng.
bei IZt ISZK; bei
m

Uz (v) Izt (mA) Zzi(Q) | Zzk(Q) [ Izm (A) TK (%/K) [IR(mA) [ UR (V)
1N 4557B 39 3200 0,16 400 11,90 —-0,046 150 0,5
1N 45588 4,3 2900 0,16 500 10,65 -0,033 150 0,5
1N 4559B 4,7 2650 0,12 600 9,7 -0,015 100 1
1N 4560B 5.1 2450 0,12 650 8,9 40,010 20 1
1N 4561B 5,6 2250 0,12 900 8,1 +0,03 20 1
1N 4562B 6,2 2000 0,14 | 1000 7,3 +0,049 20 2
1N 4563B 6.8 1850 0.16 200 6.65 +0,053 10 2
1N 4564B 7.5 1650 0,24 100 6,05 +0,057 10 3

1) Die Z-Spannung wird gemessen, wenn sich die Sperrschichttemperatur in einem thermischen Gleichgewicht mit

3

-

einer Gehausetemperatur von TG =30°C befindet. Der Z-Strom wird so gewahlt, daB sich bei Nenn-Z-Spannung
eine konstante Verlustleistung von 12,5 W ergibt, wodurch eine Erhohung der Nenn-Sperrschichttemperatur um
12,5°C erreicht wird.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, da® dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wert von 0,1 - Izt bzw. 0,1 - IzK Uberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewabhrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt. Durch
eine 100%-Prifung mit einem Oszilloskop kann garantiert werden, daR der Kennlinienknick bereits bei kleineren
Stromen als IZK einsetzt und die I-U-Kurve bei nahezu konstanter Spannung auf einen Wert ansteigt, der tiber
dem Z-Spitzenstrom IZM liegt.

Die Werte fiir IzM sind fir Dioden mit einer Toleranz von + 5% berechnet. Beriicksichtigt wurde ebenfalls, daB
sich die Z-Spannung oberhalb Uz aufgrund des Sperrschichttemperaturanstieges erhoht, wenn die Verlust-
leistung einen Wert von 50 Watt erreicht. Als Z-Spitzenstrom (IZM) bezeichnet man den Strom, der zu einer
Verlustleistung von 50 Watt fihrt.
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1N 4557B bis 1N 4564B

Zulassige Gesamtverlustleistung Dyn. Z-Impedanz als Funktion
Ptot=f(TG) des Z-Stromes ZZ=f(Iz)
1N45578, 1N4560B, 1N4563B
w Q
60 0 o T
i
I z.
tot oy l N
~IN45608 (5,1V)
10 :
A ¥ T
‘0 \ i
\ IN45578-7\
30 1 =Hi39V) A
\ =\
\ i
T R ING563 B
20 : NN (68
\N
0) !
10 \ HH
| |
0 0o = ) ) g
0 25 5 75 100 125 150 175 °C w0 0° 0 0 0°A
—5 —‘>1Z

Typische Schaltung fiir zwei Dioden, bei denen die Anode bzw. die Kathode elektrisch mit dem
Gehéause verbunden ist.

Normale Polung Entgegengesetzte Polung
(Anode am Gehduse) (Kathode am Gehause)
Strombegrenzungs- Strombegrenzungs-
widerstand Verriegelungsbrucke widerstand /Verneqeiungsbrucke

) Anschl> 5] Anschi ‘Anschluss
ungeregelte |stift + ungeregelte | shift shift last- (1
Gleichspannungs: Gleichspannungs- wier| |,
quelle o Gohause - quelle o Gehduse™ stand

[ anschiuss L anschluss i

Masse (-) Masse(+)
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Z-Dioden 0,25 W im Glasgehause 1N 4614 bis 1N 4627

1N4614 bis 1N4627 sind rauscharme Silizium-Z-Dioden im Glasgehiuse 51A2 DIN 41880
(DO-7) mit geringem Sperrstrom Iy fiir professionelle und militdrische Anwendungen. Die
Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 1,8 V bis 6,2 V. Die Standard-Toleranz der
Z-Spannung betragt +5%.

Der Z-MeRstrom ist mit 250 uA spezifiziert. Die Kathode ist mit einem Farbring gekennzeichnet.
Alle Dioden haben die JAN-, JANTX- und JANTXV-Qualifikation.

® [1,56_0'1 Kathode
? ) MaRe in mm
I=-> = —($)—
Flz’ ﬂ Gewichtetwa0,2g
~ISAmn = TR0 Z3AMN = o ey Glasgehuse 51A2 DIN 41880 (D0-7)
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 4614 Q68000-A1648-F82 1N 4621 Q68000-A1655-F82
1N 4615 Q68000-A1649-F82 1N 4622 Q68000-A1656-F82
1N 4616 Q68000-A1650-F82 1N 4623 Q68000-A1657-F82
1N 4617 Q68000-A1651-F82 1N 4624 Q68000-A1658-F82
1N 4618 Q68000-A1652-F82 1N 4625 Q68000-A1659-F82
1N 4619 Q68000-A1653-F82 1N 4626 Q68000-A1660-F82
1N 4620 Q68000-A1654-F82 1N 4627 Q68000-A1661-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N4614 bis
1N4627
Durchlaspannung
bei Ir=100 mA U 1,0 v
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur Ti —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 250 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RihJu <300 K/W
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1N 4614 bis 1N 4627

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max. dyn. Maximaler Max. zul. Max.
Spanng. strom Z-lmpedanz Sperrstrom Z-Spitzen- Rausch-
beiIzt") bei Izt2) bei strom?3) zahl Np
Uz(v)  |Ize(wA) | Zzi(9) IR (sA) | UR(V) |1zM (mA) (uwV/VHz)

1N 4614 1.8 250 1200 7,5 1 120 1

1N 4615 2,0 250 1250 5,0 1 110 1

1N 4616 2,2 250 1300 4,0 1 100 1

1N 4617 2,4 250 1400 2,0 1 95 1

1N 4618 2,7 250 1500 1,0 1 90 1

1N 4619 3.0 250 1600 0.8 1 85 1

1N 4620 3.3 250 1650 75 1.6 80 1

1N 4621 3.6 250 1700 75 2 75 1

1N 4622 3.9 250 1650 5,0 2 70 1

1N 4623 4,3 250 1600 4,0 2 65 1

1N 4624 4,7 250 1550 10,0 3 60 1

1N 4625 5.1 250 1500 10,0 3 b5 2

1N 4626 5,6 250 1400 10,0 4 50 4

1N 4627 6,2 250 1200 10,0 5 45 5

1) Die elektrischen Daten werden 20 s nach Anlegen des Z-MeRstromes gemessen. Der Abstand zwischen Diode
und Priffassung betragt dabei 9,53 mm.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wertvon 0,1 - Iztbzw. 0,1 - IZK iberlagert wird.

Die angegebenen Werte sind fiir den ungiinstigsten Fall berechnet, d. h. fiir eine Diode, deren Z-Spannung den
hochsten Wert innerhalb des Toleranzbereiches hat. Beriicksichtigt ist ebenfalls der Anstieg der Z-Spannung,
der durch den EinfluR der Z-Impedanz und durch die Erhéhung der Sperrschichttemperatur entsteht, wenn sich
die Diode bei einer Verlustleistung von Ptot=250 mW und bei TU=25°C im thermischen Gleichgewicht befindet.

2

-

3

-
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1N 4614 bis 1N 4627

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)

mw
300 e [ e

tot 250

200 | \ -

ol L || N\

0 25 5 75 100 125 %O 175 200 °C

—

Schaltung zum Messen der Rauschzahl

Verstarker
+ ! Filter ’
Lot f= 2kHz
ekl werslond U] Foikbz |y | Effedy-
Gleichspannungs- N f= 3k Rausch | Voitmeter
el i

Als Rauschzahl bezeichnet man das Verhaltnis aus dem Effe@wert der Rauschspannung und
der Quadratwurzel der Filter-Bandbreite. Sie wird in gVeff/l/ Hz angegeben.
No — URausch | pVeff
D — T ;= —
Jas | [hz
Ist die Rauschzahl bekannt, so kann man die Rauschspannung fiir jede Bandbreite berechnen.

Sie wird bei konstantem Z-MeRstrom und bei einer Temperatur von 7y=25°C mit Hilfe eines
Bandpakfilters gemessen, das eine Bandbreite von Af=2kHz besitzt (f,=1kHz, f,=3 kHz).

251



Z-Dioden 0,25 W im Glasgehause 1N 4678 bis 1N 4717

1N 4678 bis TN4717 sind Silizium-Z-Dioden im Glasgehduse 51A2 DIN 41880 (DO-7) mit
sehr kleinem Z-Strom Iz flr professionelle Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in einem
Bereich von 1,8 V bis 43 V. Die Standardtoleranz betragt +5%. Die Kathode ist durch einen
Farbring gekennzeichnet.

Kathode
/ ! MaRe in mm

= l |I= - —
| Gewichtetwa0,2g
—25,4min-»{ 762maxt=— 254 min -

771max  Glasgehduse 51A2 DIN 41880 (DO-7)

0,56,

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

1N 4678 Q68000-A1662-F82 1N 4698 Q68000-A1686-F82
1N 4679 Q68000-A1663-F82 1N 4699 Q68000-A1687-F82
1N 4680 Q68000-A1664-F82 1N 4700 Q68000-A1688-F82
1N 4681 Q68000-A1665-F82 1N 4701 Q68000-A1689-F82
1N 4682 Q68000-A1671-F82 1N 4702 Q68000-A1690-F82
1N 4683 Q68000-A1672-F82 1N 4703 Q68000-A1691-F82
1N 4684 Q68000-A1673-F82 1N 4704 Q68000-A1692-F82
1N 4685 Q68000-A1674-F82 1N 4705 Q68000-A1693-F82
1N 4686 Q68000-A1675-F82 1N 4706 Q68000-A1694-F82
1N 4687 Q68000-A1676-F82 1N 4707 Q68000-A1695-F82
1N 4688 Q68000-A1677-F82 1N 4708 Q68000-A1696-F82
1N 4689 Q68000-A1678-F82 1N 4709 Q68000-A1697-F82
1N 4690 Q68000-A1679-F82 1N 4710 Q68000-A1698-F82
1N 4691 Q62702-Z560-F82 1N 4711 Q68000-A1699-F82
1N 4692 Q68000-A1680-F82 1N4712 Q68000-A1700-F82
1N 4693 Q68000-A1681-F82 1N 4713 Q68000-A1701-F82
1N 4694 Q68000-A1682-F82 1N4714 Q68000-A1702-F82
1N 4695 Q68000-A1683-F82 1N 4715 Q68000-A1703-F82
1N 4696 Q68000-A1684-F82 1N4716 Q68000-A1704-F82
1N 4697 Q68000-A1685-F82 1N 4717 Q68000-A1705-F82
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1N 4678 bis 1N 4717

Grenzdaten (Ty=25°C) 1N 4678 bis

1N4717
Durchlaflispannung
bei I[;=100 mA Uk 1.5 \Y
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 250 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rihgu <300 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale Maximaler Max.

Spannung strom Spannungs- Sperrstrom Z-Spitzenstrom

abweichung')

uz (V) 1zt (uA) AUz (V) IR (1A) UR (V) Izm (mA)
1N 4678 1.8 50 0,70 7,5 1,0 120,0
1N 4679 2,0 50 0,70 5,0 1.0 110,0
1N 4680 2,2 50 0,75 4,0 1,0 100,0
1N 4681 2,4 50 0,80 2,0 1,0 95,0
1N 4682 2,7 50 0,85 1,0 1.0 90,0
1N 4683 3.0 50 0,90 0,8 1.0 85,0
1N 4684 3.3 50 0,95 7.5 1.5 80,0
1N 4685 3,6 50 0,95 75 2,0 75,0
1N 4686 3.9 50 0,97 5,0 2,0 70,0
1N 4687 4,3 50 0,99 4,0 2,0 65,0
1N 4688 4,7 50 0,99 10,0 3.0 60,0
1N 4689 5,1 50 0,97 10,0 3,0 55,0
1N 4690 5,6 50 0,96 10,0 4,0 50,0
1N 4691 6,2 50 0,95 10,0 5,0 45,0
1N 4692 6,8 50 0,90 10,0 51 35,0
1N 4693 7.5 50 0,75 10,0 5,7 31,8
1N 4694 8,2 50 0,50 1,0 6,2 29,0
1N 4695 8,7 50 0,10 1.0 6,6 27,4
1N 4696 9.1 50 0,08 1.0 6.9 26,2
1N 4697 10,0 50 0,10 1.0 7,6 24,8
1N 4698 11,0 50 0,11 0,05 8,4 21,6
1N 4699 12,0 50 0,12 0,05 9.1 204
1N 4700 13,0 50 0,13 0,05 9, 19,0

') AUz beiIR=100 pA minus Uz bei IR=10 pA.
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1N 4678 bis 1N 4717

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale Maximaler Max.

Spannung strom Spannungs- Sperrstrom Z-Spitzenstrom

abweichung')

uz (v) 1zt (uA) 4Uz (V) IR (A) UR (V) IzMm (mA)
1N 4701 14,0 50 0,14 0,05 10,6 17,5
1N 4702 15,0 50 0,15 0,05 11.4 16,3
1N 4703 16,0 50 0,16 0,05 121 15,4
1N 4704 17,0 50 0,17 0,05 12,9 14,5
1N 4705 18,0 50 018 0,05 13,6 13,2
1N 4706 19,0 50 0,19 0,05 14,4 12,5
1N4707 20,0 50 0,20 0,01 15,2 11.9
1N 4708 22,0 50 0,22 0,01 16,7 10,8
1N 4709 24,0 50 0,24 0,01 18,2 9.9
1N4710 25,0 50 0,25 0,01 19,0 9,5
1N 4711 27,0 50 0,27 0,01 20,4 8.8
1N4712 28.0 50 0,28 0,01 21,2 8,5
1N4713 30,0 50 0,30 0,01 22,8 7,9
1N4714 33,0 50 0,33 0,01 25,0 7.2
1N 4715 36,0 50 0,36 0,01 27,3 6,6
1N4716 35,0 50 0,39 0,01 28,6 6,1
1N4717 43,0 50 0,43 0,01 32,6 55

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)
mwW

Wi
M

200

0 25 50 75 7100 125 150 175 200 °C

—]
1) AUZ bei IR=100pA minus Uz bei IR=10 uA.
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Leistungs-Z-Dioden 1 W im Plastikgehause

1N 4728A bis 1N 4764A

1N4728A bis 1N4764 A sind Silizium-Z-Dioden im Plastikgehause (DO-41) fiir allgemeine An-
wendungen mit hohen StromstoBbelastungen. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich
von 3,3 V bis 100 V. Die Standardtoleranz betrdgt +5% (Zusatz A). Auf Wunsch sind Dioden
mit einer Z-Spannungstoleranz von +10% lieferbar (kein Zusatzbuchstabe). Die Kathode ist

durch einen Farbring gekennzeichnet.

0,82 max. ’
- @
L ﬁ ’l ! L MaBe in mm
- 28 min. > max. =~ 28 min. - -
2,72 max. Gewichtetwa 0,4 g
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 4728A Q68000-A1706-F82 1N4747A Q68000-A1721-F82
1N 4729A Q68000-A1707-F82 1N 4748A Q68000-A1722-F82
1N 4730A Q68000-A1708-F82 1N 4749A Q68000-A1723-F82
1N4731A Q68000-A1709-F82 1N 4750A Q68000-A1724-F82
1N4732A Q68000-A1710-F82 1N4751A Q68000-A1725-F82
1N4733A Q68000-A1711-F82 1N4752A Q68000-A1726-F82
1N4734A Q68000-A1712-F82 1N4753A Q68000-A1727-F82
1N 4735A Q62702-2531-F82 1N 4754A Q68000-A1728-F82
1N 4736A Q62702-2278-F82 1N 4755A Q68000-A1729-F82
1N4737A Q68000-A1713-F82 1N 4756A Q68000-A1730-F82
1N4738A Q68000-A1714-F82 1N4757A Q68000-A1731-F82
1N4739A Q68000-A1715-F82 1N 4758A Q62702-21034-F82
1N 4740A Q62702-21315-F82 1N 4759A Q68000-A1732-F82
1N4741A Q68000-A1716-F82 1N 4760A Q68000-A1733-F82
1N 4742A Q62702-2532-F82 1N4761A Q68000-A1734-F82
1N4743A Q68000-A1717-F82 1N4762A Q68000-A1735-F82
1N 4744A Q68000-A1718-F82 1N4763A Q68000-A1736-F82
1N 4745A Q68000-A1719-F82 1N 4764A Q68000-A1737-F82
1N 4746A Q68000-A1720-F82
Grenzdaten (7Ty=25°C) 1N4728A bis
1N4764A
DurchlaBspannung
bei Ir=200 mA Ur 1,2 \"
Toleranzder Z-Spannung Uz-Tol +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung Piot 1 w
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RihJu <100 K/W
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Leistungs-Z-Dioden 1 W im Plastikgehause 1N 4728A bis 1N 4764A

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeR- | Max. Maximaler Max.Z- | Max. Knie- Max.
Spanng. | strom Z- Sperrstrom Spitzen- | Z- strom Stof3-
bei Izt Impe- strom Impe- strom

danz Tu= danz 2
beiIzt') 50°C bei IzK')
bei Izm ZZK 1zK
Uz(V) |Izt(mA) | Zze(e) | IR (wA) |UR(V) | (mA) | (@) (mA) | Is (mA)

1N4728A 3.3 76 10 10 1 276 400 1,0 1380

1N4729A 3.6 69 10 10 1 252 400 1.0 1260

1N4730A 3.9 65 9 10 1 234 400 1,0 1190

1N4731A 4,3 58 9 10 1 217 400 1,0 1070

1N4732A 4,7 53 8 10 1 193 500 1,0 970

1N4733A 5,1 49 7 10 1 178 550 1,0 890

1N 4734A 5,6 45 5 10 2 162 600 1,0 810

1N 4735A 6,2 41 2 10 3 146 700 1,0 730

1N 4736A 6,8 37 3.5 10 4 133 700 1,0 660

1N4737A 7,5 34 4,0 10 5 121 700 0,5 605

1N 4738A 8,2 31 4,5 10 6 110 700 0.5 550

1N 4739A 9.1 28 5,0 10 7 100 700 0.5 500

1N 4740A 10 25 7 10 7.6 91 700 0,25 454

1N4741A 11 23 8 5 8.4 83 700 0,25 414

1N4742A 12 21 9 5 9.1 76 700 0,25 380

1N4743A 13 19 10 5 9,9 69 700 0,25 344

1N 4744A 15 17 14 5 11.4 61 700 0,25 304

1N 4745A 16 15,6 16 5 12,2 57 700 0,25 285

1N 4746A 18 14 20 5 13,7 50 750 0,25 250

1N4747A 20 12,5 22 5 15,2 45 750 0,25 225

1N 4748A 22 11,6 23 5 16,7 41 750 0,25 205

1N4749A 24 10,56 25 5 18,2 38 750 0,25 190

1N 4750A 27 9,5 35 5 20,6 34 750 0,25 170

1N4751A 30 8,5 40 5 22,8 30 1000 0,25 150

1N 4752A 33 7,5 45 5 25,1 27 1000 0,25 135

1N4753A 36 7,0 50 5 27,4 25 1000 0,25 125

1N 4754A 39 6.5 60 5 29,7 23 1000 0.25 115

1N 4755A 43 6.0 70 5 32,7 22 1500 0,25 110

1N 4756A 47 55 80 5 35,8 19 1500 0,25 95

1N 4757A 51 5,0 95 5 388 18 1500 0,25 90

1N4758A 56 4,5 110 5 42,6 16 2000 0,25 80

1N4759A 62 4,0 125 5 471 14 2000 0,25 70

1N 4760A 68 3.7 150 5 51,7 13 2000 0,25 65

1N4761A 75 3.3 175 5 56,0 12 2000 0,25 60

1N4762A 82 3.0 200 5 62,2 11 3000 0,25 55

1N4763A 91 2,8 250 5 69,2 10 3000 0,25 50

1N4764A {100 2,5 350 5 76,0 9 3000 0,25 45
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1N 4728A bis 1N 4764A

Zulassige Gesamtverlustleistung Temp. Koeffizient als Funktion
Ptot=f (TU) der Z-Spannung TK=f (UZ)
my
w K
r B 100
10 B B
Ft)ot TK

050 |- ] [ — /

0 - 0
0 25 5 75 100 125 150 175 200 °C 0 25 50 75 100 v
—’.Tu —;{/’Z

1) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt oder IzK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wertvon 0,1 - Izt bzw. 0,1 - Iz iiberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewahrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.

2) Der SperrstoRstrom wird bei Ty=25°C gemessen, indem man dem Z-MeRstrom Izt einen Halbperioden-Sinus-
oder Rechteckimpuls mit einer Dauer von '/, 54 s berlagert.
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1N 4728A bis 1N 4764A

Dyn. Z-Impedanz als Funktion
des Z-Stromes Zz=f (I12)
@ 1N4730A, 1N4734A, TN4738A
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Dyn. Z-lmpedanz als Funktion
des Z-Stromes Zz=f (I1Z)
1N4742A, 1N4760A, 1N4764A

/
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Sperrschichtkapazitit als
Funktion der Z-Spannung
Cj=f(UZ)

1N4730A, 1N4734A, 1N4742A,
1N4746A, 1N4751A, 1N4760A,

pF 1N4764A
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Z-Dioden 0,5 W im Glasgehause

1N 5221B bis 1N 5281B

1N5221B bis TN5281B sind Silizium-Z-Dioden im Glasgehause 51A2 DIN41880 (DO-7) fiir
allgemeine Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen zwischen 2,4 V und 200 V. Dioden mit
einer Uz-Toleranz von +20% haben keinen Zusatzbuchstaben. Es werden die angegebenen
Grenzwerte fir Uz, Ir und Uf eingehalten. Der Buchstabe A kennzeichnet Dioden mit einer
Toleranz von +10%, B steht fir +£5%. In beiden Fallen werden die Grenzwerte fir alle 6 in der
Tabelle der Kenndaten angegebenen Parameter garantiert. Die Kathode ist durch einen Farb-

ring gekennzeichnet.

® 0’56_&1 Kathode
]
— — 5 - ; -

|
—25,4min—{ 762maxe— 254min +| —

2.71 max

Grenzdaten (7y=25°C)

DurchlaRspannung

bei I[;=200 mA
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur

Gesamtverlustleistung

Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft

MaBe in mm

Gewichtetwa0,2g

Glasgehdause 51A2 DIN 41880

1N5221B bis
1N5281B
Uk 1,1 v
Ts —65 bis 200 °C
T; 65 bis 200 °C
Prot 500 mwW
Rthsu <300 K/W
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1N 5221B bis 1N 5281B

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N5221B Q68000-A1801-F82 1N 5252B Q68000-A1832-F82
1N5222B Q68000-A1802-F82 1N5253B Q68000-A1833-F82
1N 52238 Q68000-A1803-F82 1N 5254B Q68000-A1834-F82
1N 5224B Q68000-A1804-F82 1N 52558 Q68000-A1835-F82
1N 52258 Q68000-A1805-F82

1N 52568 Q68000-A1836-F82
1N 52268 Q68000-A1806-F82 1N5257B Q68000-A1837-F82
1N 52278 Q68000-A1807-F82 1N 52588 Q68000-A1838-F82
1N 52288 Q68000-A1808-F82 1N 52598 Q68000-A1839-F82
1N 52298 Q68000-A1809-F82 1N 5260B Q68000-A1840-F82
1N 52308 Q68000-A1810-F82

1N5261B Q68000-A1841-F82
1N 52338 Q68000-A1813-F82 1N 52648 068000-A1844-F82
1N 52348 Q68000-A1814-F82 1N 52658 Q68000-A1845-F82
1N 52358 Q68000-A1815-F82
1N 5236B Q68000-A1816-F82 : :gzggg 822888:21 gj‘;_ig%
1N5237B Q68000-A1817-F82 1NE268B QBB000.A1548-F82
1N 5238B Q68000-A1818-F82 1N 5269B Q68000-A1849.F82
1N 52398 Q68000-A1819-F82 1N 52708 068000.A1850-F82
1N 52408 Q68000-A1820-F82
mows | omooomers NS | oot Ales 2
1N5242B Q68000-A1822-F82 1N 52738 068000-A1853.F82
1N 52438 Q68000-A1823-F82 1N&274B 068000.A1854. F82
1N 5244B Q68000-A1824-F82 1N5275B 068000.A1855. 82
1N 52458 Q68000-A1825-F82
1N 52468 Q68000-A1826-F82 1N52768 Q68000-A1856-Fa2
1N 52478 Q68000-A1827-F82 1N 52778 Q68000-A1867-F82
1N 52488 Q68000-A1828-F82 1N 52788 Q68000-A1858-F82
1N5249B Q68000-A1829-F82 1N52798 Q68000-A1859-F82
1N 52508 Q68000-A1830-F82 1N 52808 Q68000-A1860-F82
1N5251B Q68000-A1831-F82 1N5281B Q68000-A1861-F82
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Z-Dioden 0,5 W im Glasgehause

1N 5221 bis 1N 5263

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeR- | Max.dyn. Maximaler Sperrstrom Temp.-

Spanng. | strom Z-lmpedanz koeffiz.

) fir Typen mit der

Zusatz A+B?) fur Typen mit Zusatz ohne Zusatz 'ZJ,STD:‘:J:S?Q
mit Zusatz
bei Izt bei Izt 1ZK= A B AundB
0,25 mA

Uz (V) |Izt(mA) | Zze(Q) | Zzk(Q) [ IR (vA) |UR(V) |UR(V) |IR(#A) | UR(V) TK (%/K)
1N 5221 24| 20 30 1200 | 100 0,95 1.0 200 0,95 -0,085
1N 5222 25| 20 30 1250 | 100 0,95 1.0 200 0,95| -0,085
1N 5223 2,7 {20 30 1300 75 0,95 1.0 150 0,95| -0,080
1N 5224 28 | 20 30 1400 75 0,95 1.0 150 0,95| -0,080
1N 5225 30| 20 29 1600 50 0,95 1.0 100 0.95| -0,075
1N 5226 33| 20 28 1600 25 0,95 1.0 100 0,95 -0,070
1N 5227 36 | 20 24 1700 15 0,95 1.0 100 0,95| -0,065
1N 5228 39| 20 23 1900 10 0,95 1.0 75 0,95| -0,060
1N 5229 431 20 22 2000 50 0,95 1,0 50 0,95| 40,055
1N 5230 4,7 | 20 19 1900 5,0 1.9 2,0 50 1.9 40,030
1N 5231 51 | 20 17 1600 5,0 1.9 2,0 50 1.9 40,030
1N 5232 56 | 20 1 1600 5.0 2,9 3.0 50 2,9 +0,038
1N 5233 6,0 | 20 7,0] 1600 50 33 3.5 50 33 +0,038
1N 5234 62| 20 7,0| 1000 5,0 3,8 4,0 50 3.8 +0,045
1N 5235 68 | 20 5,0 750 3,0 4,8 5,0 30 4,8 +0,050
1N 5236 75 | 20 6,0 500 3.0 5,7 6.0 30 5,7 +0,058
1N 5237 82 | 20 8.0 500 3,0 6,2 6.5 30 6.2 +0,062
1N 5238 87 1] 20 8,0 600 3,0 6,2 6.5 30 6,2 +0,065
1N 5239 91 1] 20 10 600 3,0 6,7 7.0 30 6,7 +0,068
1N 5240 10 20 17 600 3,0 7.6 8,0 30 7.6 +0,075
1N 5241 11 20 22 600 2,0 8,0 8,4 30 8.0 +0,076
1N 5242 12 20 30 600 1.0 8,7 9.1 10 8,7 +0,077
1N 5243 13 9,5 13 600 0,5 94 9,9 10 9.4 +0,079
1N 5244 14 9,0 15 600 0,1 9,5 10 10 9,5 +0,082
1N 56345 15 8,5 16 600 01 10,5 11 10 10,5 +0,082
1N 5246 16 7.8 17 600 0,1 11,4 12 10 1.4 +0,083
1N 5247 17 7.4 19 600 0.1 12,4 13 10 12,4 +0,084
1N 5248 18 7,0 21 600 0.1 13,3 14 10 13,3 +0,085
1N 5249 19 6,6 23 600 0.1 13,3 14 10 13,3 +0,086
1N 5250 20 6.2 25 600 0.1 14,3 15 10 14,3 +0,086
1N 5251 22 5,6 29 600 01 16,2 17 10 16,2 +0,087
TN 6252 24 52 33 600 0,1 171 18 10 171 +0,088
1N 5253 25 5,0 35 600 0,1 18,1 19 10 181 +0,089
1N 5254 27 4,6 41 600 01 20 21 10 20 +0,090
1N 5255 28 4,5 44 600 0.1 20 21 10 20 +0,091
1N 5256 30 4,2 49 600 0,1 22 23 10 22 +0,091
1N 5257 33 38 58 700 0.1 24 25 10 24 +0,092
1N 5258 36 34 70 700 0,1 26 27 10 26 +0,093
1N 5259 39 3.2 80 800 0,1 29 30 10 29 +0,094
1N 5260 43 3,0 93 900 0.1 31 33 10 31 +0,095
1N 5261 47 2,7 105 1000 0,1 34 36 10 34 +0,095
1N 5262 51 2,5 125 1100 0,1 37 39 10 37 +0,096
1N 5263 56 2,2 150 1300 0.1 41 43 10 41 +0,096

261



1N 5264 bis 1N 5281

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- [ Z-MeR- | Max. dyn. Maximaler Sperrstrom Temp.-

Spanng. | strom Z-lmpedanz koeffiz.

! fur Typen mit der

Zusatz A+B?) fur Typen mit Zusatz ohne Zusatz derS_lpfpnennlJSr;g
mit Zusatz
bei IZt bei IZt I1ZK= A B Aund B
0,25 mA

Uz (V) |[Izt(mA) | Zzt(Q) | Zzk(Q@) [ IR (#A) | UR(V) |UR(V) |IR(vA) |UR(V) | TK(%/K)
1N 5264 60 21 170 1400 0,1 44 46 10 44 +0,097
1N 5265 62 2,0 185 1400 0.1 45 47 10 45 +0,097
1N 5266 68 1.8 230 1600 0.1 49 52 10 49 +0,097
1N 5267 75 1.7 270 1700 01 53 56 10 53 +0,098
1N 5268 82 1.5 330 2000 0,1 59 62 10 59 +0,098
1N 5269 87 1.4 370 2200 0,1 65 68 10 65 +0,099
1N 5270 91 1.4 400 2300 0.1 66 69 10 66 +0,099
1N 5271 100 1.3 500 2600 0,1 72 76 10 72 +0,110
1N 5272 110 1.1 750 3000 01 80 84 10 80 +0,110
1N 5273 120 1.0 900 4000 0,1 86 9N 10 86 +0,110
1N 5274 130 0,95 | 1100 4500 0.1 94 99 10 94 +0,110
1N 5275 140 0,90 | 1300 4500 0.1 {101 106 10 {101 +0,110
1N 5276 150 0,85 | 1500 5000 0,1 {108 114 10 1108 +0,110
1N 5277 160 0,80 | 1700 5500 0,1 {116 122 10 |[116 +0,110
1N 5278 170 0,74 {1900 5500 01 (123 129 10 (123 +0,110
1N 5279 180 0,68 | 2200 6000 0,1 1130 137 10 |130 +0,110
1N 5280 190 0,66 | 2400 6500 0,1 1137 144 10 | 137 +0,110
1N 5281 200 0,65 | 2500 7000 0.1 | 144 152 10 | 144 +0,110

1) Die Z-Spannung (UZ) wird 90 s (+5 s) nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Dabei soll der Abstand
von der Innenkante der Testfassung zum Gehause mindestens 9,56 mm betragen.
Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom IZt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wert von 0,1 - Izt bzw. 0,1 IZK iberlagert wird. Die Z-Impedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewahrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.
Die Priifbedingungen fiir den TK lauten:
a)Izt=7,5mA, T,=25°C

T>=125°C (1 N5221 A, Bbis1 N5242 A, B)
b) Izt = Nenn-1zt, T,=25°C

T2, =125°C (1 N5243 A, Bbis1 N5281 A, B)
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1N 5221B bis 1N 5281B

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)
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Leistungs-Z-Dioden 5 W im Plastikgehéause

1N 5333B bis 1N 5388B

1N5333B bis 1TN5388B sind Silizium-Z-Dioden im Plastikgehause (T-18) fir allgemeine An-
wendungen. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 3,3 V bis 200 V. Die Standard-
toleranz betrdgt +5% (Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch sind auch Dioden mit £10% (Zu-

satz A) und +20% (kein Zusatz) lieferbar.

Eine spezielle Konstruktion zum Befestigen der AnschluBdrahte sorgt fiir eine sehr gute

mechanische Stabilitat. Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

K}“h(’dp ®1,1max.

‘-»25,4 min—=8 9max

Typ

|
/ ﬁ _
==254min J r-—

3,7 max

Bestellnummer

MaRe in mm
Gewichtetwa0,7g
Plastikgehduse (T-18)

Typ

Bestellnummer

1N 5333B
1N 5334B
1N 5335B
1N 5336B
1N 5337B

1N 5338B
1N 5339B
1N 5340B
1N5341B
1N 5342B

1N5343B
1N 5344B
1N 5345B
1N 5346B
1N 5347B

1N 53488
1N 5349B
1N5350B
1N5351B
1N 5352B

1N 5353B
1N 5354B
1N5355B
1N5356B
1N 5357B

1N 53588
1N 5359B
1N 5360B
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Q68000-A1862-F82
Q68000-A1863-F82
Q68000-A1864-F82
Q68000-A1865-F82
Q68000-A1866-F82

Q68000-A701-F82
Q68000-A670-F82
Q68000-A1867-F82
Q62702-21257-F82
Q68000-A930-F82

Q62702-Z1309-F82
Q68000-A1868-F82
Q68000-A1869-F82
Q68000-A1870-F82
Q68000-A1871-F82

Q68000-A1872-F82
Q68000-A1873-F82
Q68000-A1874-F82
Q62702-21310-F82
Q68000-A294-F82

Q68000-A1875-F82
Q68000-A1876-F82
Q68000-A1877-F82
Q68000-A1878-F82
Q68000-A1879-F82

Q68000-A1880-F82
Q68000-A1881-F82
Q68000-A1882-F82

1N5361B
1N 5362B

1N5363B
1N 5364B
1N 5365B
1N 5366B
1N 5367B

1N 5368B
1N 5369B
1N 5370B
1N5371B
1N 5372B

1N5373B
1N5374B
1N 5375B
1N 5376B
1N5377B

1N5378B
1N 5379B
1N 5380B
1N5381B
1N 5382B

1N 5383B
1N 5384B
1N 5385B
1N 5386B
1N 5387B

1N5388B

Q62702-Z1311-F82
Q68000-A1883-F82

Q68000-A1884-F82
Q68000-A1885-F82
Q68000-A1886-F82
Q68000-A1887-F82
Q68000-A1888-F82

Q62702-21312-F82
Q68000-A1889-F82
Q68000-A929-F82
Q68000-A1890-F82
Q68000-A169-F82

Q68000-A1891-F82
Q68000-A1892-F82
Q68000-A1893-F82
Q68000-A1894-F82
Q68000-A1895-F82

Q68000-A1896-F82
Q68000-A1897-F82
Q68000-A1898-F82
Q68000-A100-F82

Q68000-A1899-F82

Q68000-A1900-F82
Q68000-A1901-F82
Q68000-A1902-F82
Q62702-A1335-F82
Q68000-A1903-F82

Q68000-A1904-F82



1N 5333B bis 1N 5388B

Grenzdaten (7y=25°C) 1N5333B bis

1N5388B
Durchlaspannung
beiIg=1,0A Uk 1,2 \
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung Piot 5 w
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rihgu <25 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeB- | Dyn.Z- Maxim. Sperrspannung Maxim. Maxim. Maxim. Maximale
Spanng. | strom Impe- Sperr- fur IR bei Dioden Spitzen- | Z-Impe- | StoB- Spannungs-
! danz fir | strom strom danz strom abweichung
Typen 3) mit mit mit mit 5) mit Zusatz
YAC+)>B¢ Zusatz Zusatz Zusatz Zusatz YAC+)B¢
2) YAC »B¢ »B¢#) YAc+)>B¢ d
ohne
Zusatz Izm
Uz(V) |Izt(mA) | Zze(2) [IR(uA) | UR(V) [UR(V) | (mA) ZzKk (@) | IS (A) AUZL (V)
1N 5333B 3.3 380 3,0 300 1,0 1,0 |1440 400 20 0,85
1N 5334B 3.6 350 25 150 1,0 1.0 1320 500 18,7 0,80
1N 5335B 39 320 2,0 50 1,0 1,0 1220 500 17,6 0,54
1N 5336B 4.3 290 2,0 10 1,0 1,0 | 1100 500 16,4 0,49
1N 5337B 4,7 260 2,0 5,0 1,0 1,0 |1010 450 15,3 0,44
1N 5338B 51 240 1.6 1,0 1.0 1.0 930 400 14,4 0,39
1N 53398 5,6 220 1,0 1,0 2,0 2,0 865 400 13.4 0,25
1N 5340B 6,0 200 1,0 1,0 3,0 3.0 790 300 12,7 0,19
1N 5341B 6,2 200 1,0 1,0 3,0 3.0 765 200 12,4 0,10
1N 5342B 6.8 175 1,0 10 4,9 5,2 700 200 11,56 0,15
1N 5343B 7.5 175 1,5 10 54 57 630 200 10,7 0,15
1N 5344B 8,2 150 1,5 10 59 6,2 580 200 10 0,20
1N 5345B 8,7 150 2,0 10 6,25 6,6 545 200 9,5 0,20
1N 5346B 9.1 150 2,0 75 6,6 6.9 520 150 9.2 0,22
1N 5347B( 10 125 2,0 5,0 7.2 7.6 475 125 8,6 0,22
1N 5348B| 11 125 2,5 5,0 8,0 8.4 430 125 8,0 0,25
1N 5349B| 12 100 2,5 2,0 8,6 9.1 395 125 7.5 0,25
1N 5350B| 13 100 2,5 1,0 9.4 9,9 365 100 7,0 0,25
1N 5351B| 14 100 2,5 1,0 | 101 10,6 340 75 6,7 0,25
1N 5352B| 15 75 2,5 1,0 ] 108 11,5 315 75 6,3 0,25
1N 5353B| 16 75 2,5 10| 1156 12,2 295 75 6.0 0,30
1N 5354B| 17 70 2,5 05 | 122 12,9 280 75 5.8 0,35
1N 5355B| 18 65 2,5 05| 13 13,7 264 75 5,5 0,40
1N 5356B| 19 65 3,0 05 | 137 14,4 250 75 5.3 0,40
1N 5357B| 20 65 3,0 05| 144 15,2 237 75 51 0,40
1N 5358B| 22 50 3,5 05 | 158 16,7 216 75 4,7 0,45
1N 5359B| 24 50 3,56 05 | 173 18,2 198 100 44 0,55
1N 5360B| 25 50 4,0 05 | 18 19 190 110 4,3 0,55
1N5361B| 27 50 5,0 05 | 194 20,6 176 120 41 0,60
1N 5362B| 28 50 6.0 0,5 | 201 21,2 170 130 3.9 0,60
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1N 5333B bis 1N 5388B

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeB- | Dyn.Z- | Maxim. | Sperrspannung Maxim. Maxim. | Maxim. | Maximale
Spanng. | strom Impe- Sperr- fir IR bei Dioden Spitzen- | Z-Impe- | StoB- Spannungs-
1) danz fir | strom strom danz strom abweichung
Typen 3) mit mit mit mit 5) mit Zusatz
YAC+)>B¢ Zusatz Zusatz Zusatz Zusatz YAC+)>B¢
2 YA »B¢ »B¢4) >A¢ +)>B¢ 6)
ohne
Zusatz IZM
Uz (V) |Izt(mA) | Zze(@) [IR (wA) [ UR(V) [UR(V) | (mA) ZzK (@) | IS(A) | aUzt(V)
1N 5363B| 30 40 8,0 0,5 21,6 22,8 | 158 140 3,7 0,60
1N 5364B| 33 40 10 0,5 23,8 251 144 150 35 0,60
1N 5365B| 36 30 1 0,5 25,9 27,4 | 132 160 3.3 0,65
1N 5366B| 39 30 14 0,5 28,1 29,7 | 122 170 31 0,65
1N 5367B| 43 30 20 0,5 31 32,7 110 190 2,8 0,70
1N 5368B| 47 25 25 0,5 33,8 358 | 100 210 2,7 0,80
1N 5369B| 51 25 27 0,5 36,7 38,8 93 230 2,5 0,90
1N 5370B| 56 20 35 0,5 40,3 42,6 86 280 23 1,00
1N 5371B{ 60 20 40 0,5 43 45,5 79 350 2,2 1,20
1N 5372B| 62 20 42 0,5 44,6 471 76 400 21 1,35
1N 5373B| 68 20 44 0,5 49 51,7 70 500 2,0 1,50
1N56374B| 75 20 45 0,5 54 56 63 620 1.9 1,60
1N 5375B| 82 15 65 0,5 59 62,2 58 720 1.8 1,80
1N 5376B| 87 15 75 0,5 63 66 54,5 760 1,7 2,00
1N 5377B| 91 15 75 0,5 65,5 69,2 52,5 760 1,6 2,20
1N 5378B| 100 12 90 0,5 72 76 47,5 800 1.5 2,30
1N 56379B| 110 12 125 0,5 79,2 83,6 43 1000 14 2,50
1N 5380B| 120 10 170 0,5 86,4 91,2 39,5| 1150 1.3 2,50
1N 5381B| 130 10 190 0,5 93,6 98,8 36,6| 1250 1.2 2,50
1N 5382B| 140 8,0 | 230 0,5 101 106 34 1500 1.2 2,50
1N 6383B| 150 8,0 | 330 0,5 108 114 31,6 | 1500 11 3,00
1N 5384B| 160 8,0 | 350 0,5 115 122 29,4 | 1650 11 3,00
1N 5385B| 170 8,0 | 380 0,5 122 129 28 1750 1.0 3,00
1N 5386B| 180 50 | 430 0,5 130 137 26,4 | 1750 1,0 4,00
1N 5387B| 190 5,0 | 450 0,5 137 144 25 1850 0,9 5,00
1N 5388B| 200 5,0 | 480 0,5 144 162 23,6 | 1850 0,9 5,00

') Die Z-Spannung (Uz) wird 40 ms (+10 ms) nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Dabei soll der
Abstand von der Innenkante der Testfassung zum Gehé&use zwischen 9,5 und 12,7 mm betragen. Die Temperatur
ist an der Klemmstelle der Fassung auf +25°C (+8° C bzw.-2°C) zu halten.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt oder IZK ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektiv-
wert von 0,1 - Izt bzw. 0,1 - IZK Uberlagert wird. Die Z-lmpedanz wird an zwei Arbeitspunkten gemessen, um die
Erfassung eines scharfen Kennlinienknicks zu gewahrleisten. Unstabile Dioden werden dadurch erkannt.

Der maximale Sperrstrom gilt fiir Z-Dioden mit einer Toleranz von +20% und +10% bei einer Sperrspannung
UR, deren Werte in der 6. Spalte angegeben sind. Bei Dioden mit + 5% ist IR bei den Werten gemessen, die in
der Spalte 7 angegeben sind.

2

-~

3

-

266



1N 5333B bis 1N 5388B

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)

=

1=
~
3
o
S
e}
%
=
1=
i |
%)
&3
=)
3
>
"~
>
S

o
S

4) Der maximal zulassige Z-Spitzenstrom (IZM) ist fiir Dioden mit einer Toleranz von + 5% angegeben. Fiir Dioden
mit + 10% und + 20% kann man IzMm nach folgender Formel berechnen.

P
Izm= UzMm wobei UzZM die Z-Spannung an der oberen Toleranzgrenze ist und P die Verlustleistung.

5) Als StoRstrom IS wird der Spitzenwert eines einmaligen, sinusformigen Stromes mit einer Dauer von 8,3 ms be-
zeichnet.

6) Die Spannungsabweichung (AUZ) ist die Differenz der Spannungen bei 0,1 - IzM und 0,5-IzZM. Diese Spezi-
fikation gilt nur fir Dioden mit einer Toleranz von + 5% und + 10%.
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Z-Dioden 0,4 W im Glasgehause 1N 5728B bis 1N 5757B

1N5728B bis 1N5757B sind Silizium-Z-Dioden im Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7) fiir
allgemeine Anwendungen. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 4,7 V bis 75 V. Die
Standardtoleranz betragt 4+5% (Zusatzbuchstabe B). Auf Wunsch sind auch Dioden mit einer
Toleranz von £2% (Zusatz C) und solche mit +1% (Zusatz D) lieferbar.

Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

o 0'56404 Kathode

! MaRe in mm

=] - -
! Gewichtetwa0,2g
762 maxi=— 254min -

2,71 max Glasgehause 51A2 DIN 41880

—25,4min

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

1N5728B Q68000-A1905-F82 1N5743B Q68000-A1919-F82
1N 5729B Q68000-A1247-F82 1N 5744B Q68000-A1920-F82
1N 6730B Q68000-A1906-F82 1N 5745B Q68000-A1921-F82
1N5731B Q68000-A1907-F82 1N5746B Q68000-A1922-F82
1N5732B Q68000-A1908-F82 1N5747B Q68000-A1923-F82
1N5733B Q68000-A1909-F82 1N5748B Q68000-A1924-F82
1N5734B Q68000-A1910-F82 1N 5749B Q68000-A1925-F82
1N5735B Q68000-A1911-F82 1N5750B Q68000-A1926-F82
1N5736B Q68000-A1912-F82 1N5751B Q68000-A1927-F82
1N5737B Q68000-A1913-F82 1N5752B Q68000-A1928-F82
1N5738B Q68000-A1914-F82 1N5753B Q68000-A1929-F82
1N5739B Q68000-A1915-F82 1N5754B Q68000-A1930-F82
1N5740B Q68000-A1916-F82 1N5755B Q68000-A1931-F82
1N5741B Q68000-A1917-F82 1N5756B Q68000-A1932-F82
1N5742B Q68000-A1918-F82 1N5757B Q68000-A1933-F82
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1N 5728B bis 1N 5757 B

Grenzdaten (7y=25°C) 1N5728B bis
1N5757B

DurchlaBspannung
bei I[;=10 mA U 0,9 Vv
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol +5, +2, +1 %')
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 400 mW
Warmewiderstand
Spetrrschicht-umgebende Luft Rthyu <300 K/W
Kenndaten (bei 7y=25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeR- Dyn.Z- Sperr- Sperr- Max. Temp.-

Spanng. strom Impedanz | strom spanng. Z-Spitzen- | koeffiz.

bei Izt') 2) bei IR strom

uz(v) Izt (mA) | Zzt(Q) IR (nA) UR (V) IzZM (mA) | TK (mV/K)
1N 57288 4,7 10 70 3,0 2 70 -1,0
1N5729B 51 10 50 3,0 2 65 +0,2
1N 5730B 5,6 10 25 3,0 2 60 +1,2
1N57318 6,2 10 10 3,0 4 55 +2,3
1N5732B 6,8 10 10 3,0 4 50 +3,0
1N 5733B 7,5 10 10 2,0 5 45 +4,0
1N5734B 8,2 10 15 1,0 5 40 +5,0
1N5735B 9.1 10 15 0,5 6 40 +6,0
1N5736B 10 10 20 0,2 7 35 +7,0
1N57378B 11 5 20 01 8 30 +8,0
1N 5738B 12 5 25 01 8 30 +9,0
1N5739B 13 5 30 01 9 25 +10,5
1N 5740B 15 5 30 0,1 10 25 +12,9
1N5741B 16 5 40 01 11 20 +13
1N5742B 18 5 45 0.1 12 20 +15
1N5743B 20 5 55 0,1 14 15 +17
1N5744B 22 5 55 0.1 15 15 +19
1N 5745B 24 5 70 0,1 17 15 +21
1N5746B 27 2 80 0,1 19 10 +23,5
1N5747B 30 2 80 01 21 10 +26
1N 5748B 33 2 90 0,1 23 10 +29
1N 57498 36 2 90 0.1 25 10 +31
1N 5750B 39 2 130 0,1 27 9 +34
1N5751B 43 2 150 0,1 30 9 +37
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1N 5728B bis 1N 5757B

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Dyn.Z- Sperr- Sperr- Max. Temp.-
Spanng. strom Impedanz | strom spanng. Z-Spitzen- | koeffiz.
bei IZt') 2) bei IR strom

uz(v) Izt (mA) | Zzi(Q) IR (1A) UR (V) Izm (mA) | TK (mV/K)

1N5752B 47 2 170 0.1 33 8 +40
1N5753B 51 2 180 0,1 36 7 +44
1N5754B 56 2 200 0.1 39 6 +47
1N 5755B 62 2 215 0.1 43 6 +51
1N 5756B 68 2 240 0.1 48 5 +56
1N5757B 75 2 255 0.1 53 5 +60

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)
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1) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom IZt ein Wechselstrom mit f=1000 Hz und einem Effektiv-
wertvon 0,2 mAeff Gberlagert ist.
2) Alle statischen Parameter sind unter Impulsbedingungen mit f{p=300 p.s gemessen.
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Referenzdioden
Ultrastabile Referenzdioden 0,4 W im Glasgehause

USR 931 bis
USR 934

Bei den Typen USR 931 bis USR 934 handelt es sich um ultrastabile temperaturkompensierte
Silizium-Referenzdioden, die mit einer garantierten Stabilitat von kleiner als 5 ppm/1000
Stunden fir die Z-Spannung U =9,3 V 4+5% geliefert werden. Die fir die Z-Spannung
oxydpassivierten Diodenchips sind in einem Glasgehiuse 51A2 DIN 41880 (DO-7) unter-

gebracht. Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

® 0,55»0,1 Kathode
MaBe in mm

|
J | Gewichtetwa 0,2 g
—25,4min-={ 762maxi=— 254 min - -I L-

2,71 max Glasgehause 51 A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ | Bestellnummer
USR931 Q68000-A2040-F82
USR932 Q68000-A2041-F82
USR933 Q68000-A2042-F82
USR934 Q68000-A2043-F82
Grenzdaten USR931 bis
USR934

Z-Spannung Uz 9,3 Vv
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T, —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung
bei Ty<50°C Piot 400 mwW

Tu=<100°C Prot 100 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rthyu <300 K/W
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Ultrastabile Referenzdioden 0,4 W im Glasgehiuse USR 931 bis

USR 934

Kenndaten (7y = 25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeB- | Max. Span- Arbeits- Tempera- | Span- Span-
Span- strom dyn. nungs- temperatur- turkoeffi- nungs- nungs-
nung (+ Z-Impe- | temperatur-| bereich zient eff. Zeit- Zeit-
bei Izt 0,01 mA)| danz stabilitat stabilitat | stabilitat

E)ei Izt 2) 3) eff.
) (wV/ PPM/
(mV) 1000 h) | 1000 h
Uz (V) |Izt(mA) | Zzt(Q) | 4UZtmax | °C TK (%/K) | 4UzZmax| 4UZeff.

USR931 9.3 7.5 20 34 25bis100 | 0,0005 465 50

USR932 9,3 7.5 20 3.4 25bis 100 | 0,0005 186 20

USR933 9.3 7.5 20 3.4 25 bis 100 0,0005 93 10

USR934 9,3 7.5 20 3.4 25bis100 | 0,0005 46 5,0

Hinweise und Vorkehrungen fir das Anwenden von Referenzdioden mit garantierter
Uz-Stabilitat.

1. Diodenbezeichnung.

Die Dioden werden zusammen mit den Zertifikaten verschickt. Jede Referenzdiode befindet
sich in einer Einzelverpackung, die eine Kennummer tragt. Diese besteht aus der eigentlichen
Typenbezeichnung und der Dioden-Seriennummer. Leiziere enthait in codierter Form die
Losnummer und eine interne Nummer, die Werks- Priifprotokollen zugeordnet ist.

2. Vorkehrungen.

Beim Einloten von ultrastabilen Referenzdioden muB man die fiir alle Halbleiter allgemein
gultigen Vorschriften beriicksichtigen. Die Diode darf thermisch nicht Giberlastet werden, d. h.
man mufB fir eine geeignete Warmeableitung zwischen Diode und Loétstelle sorgen. »Kalte«
Lotverfahren sind denen mit Lotkolben vorzuziehen. Umgibt man die Referenzdiode mit einer
groBen thermischen Masse aus Aluminium, Kupfer, Messing oder Kunststoff, so werden durch
thermische Effekte verursachte Spannungsanderungen vermieden, die als niederfrequentes
Rauschenim Bereich von 0 bis 3 Hz wahrnehmbar sind.

Folgende Vorkehrungen mu® man ebenfalls beachten, wenn die Stabilitatseigenschaften der
Referenzdiode voll zur Wirkung kommen sollen. Ist der durch die Diode flieBende Strom nicht
stabilisiert, so dndert sich die Spannung gemaR der Anderung der Z-Impedanz (4Uz=A4Iz-2z).
Falls sich die Sperrschichttemperatur aufgrund von Umgebungs- oder Gehausetemperatur-
schwankungen bzw. aufgrund von Verlustleistungswechseln dndert, so tritt ebenfalls eine
Spannungsverschiebung entsprechend des Temperaturkoeffizienten der Diode auf. Ein kon-
stanter Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung muB durch eine geeignete
Art der Befestigung gewabhrleistet sein. Umwelteinfliisse wie Zugluft, bewegtes Ol und sogar
der von einer Diode in einem geschlossenen Behdlter verursachte Konvektionsstrom kénnen
groRere Spannungsanderungen als spezifiziert hervorrufen.

1) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daB dem Strom Izt ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von
0,1 - Izt Gberlagert wird. .

2) Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Anderung
der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich tiberschreiten.

3) Die Angaben gelten bei folgendem Arbeitspunkt:
1zt = 7,5 mA + 0,0001 mA
Tu =80°C + 0,1°C
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USR 931 bis
USR 934

Die garantierte Stabilitat einer Referenzdiode erreicht man nur bei konstanter Temperatur und
im eingeschwungenen Zustand. Die Stabilitatseigenschaften der ultrastabilen Referenzdiode
koénnen verlorengehen, wenn sich die Sperrschichttemperatur wesentlich andert. Das Ein-
und Ausschalten des Diodenstromes bleibt bei konstanter Temperatur ohne Auswirkungen
(auRer wahrend der Anwarmzeit). Es wird empfohlen, diese Referenzdioden zum Erreichen
ihrer vollen Stabilitatseigenschaften nur bei den vorgeschlagenen Bedingungen zu betreiben.
Temperaturkoeffizienten, die wesentlich niedriger liegen als die spezifizierten Werte, kann man
erreichen, wenn die Referenzdiode mit einem Strom betrieben wird, der in der Nahe des
Nulldurchganges der TK-Kurve liegt oder direkt zu diesem Wert fuhrt (unter Nulldurchgang
versteht man den Wechsel des 7K von einem positiven zu einem negativen Vorzeichen).

3. Priifverfahren.

Die Z-Spannung von Referenzdioden mit garantierter Stabilitat wird von Siemens nach der
Potentiometermethode geprift. Dabei liegt man Spannungs-Eichnormale zugrunde, deren
Genauigkeit standig vom Eichamt uberwacht wird. Die Z-Spannung mit man auf 7 Stellen
genau (1pV-Auflésung). Die Temperatur des Olbades wird auf +0,1°C genau eingehalten und
die Stromkonstanz ist besser als £0,1uwA. Um Widerstandsfehler auszuschlieRen, wurde eine
spezielle MeRfassung entwickelt mit 4 Anschlufklemmen, zwei fir den Strompfad und zwei
fir den Spannungspfad. Die Dioden sind thermisch durch einen Warmeschutz aus Aluminium
abgeschirmt, um unerwiinschte Spannungsdnderungen aufgrund thermischer Einfliisse zu
vermeiden.

4. Ablauf der 1000-Stunden-Stabilitatsprifung.

Innerhalb der Prifungsdauer von 1000 Stunden mit man die Z-Spannung siebenmal, wobei
die letzten sechs Messungen jeweils auf die erste bezogen werden. Zwischen den einzelnen
Messungen liegt eine Zeitspanne von 168 Stunden, d. h. die Gesamtdauer der Priifung
betragt 1008 Stunden.
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Ultrastabile Referenzdioden 0,4 W im Glasgehause USR 1171 bis
USR 1174

Bei den Typen USR 1171 bis USR 1174 handelt es sich um ultrastabile temperaturkompensierte
Referenzdioden, die von der Siemens AG mit einer garantierten Stabilitdit von kleiner als
5 ppm/1000 Stunden fur die Z-Spannung Uz=11,7 V +5% geliefert werden. Die oxydpassi-
vierten Diodenchips sind in einem Glasgehduse 51A2 DIN 41880 (DO-7) untergebracht. Die
Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

® 0'5&0'1 Kathode

! MaRe in mm

== = -
i Gewichtetwa 0,2 g
762maxi=— 254min j

2,71 max Glasgehause 51 A2 DIN 41880 (DO-7)

—25,4min

Typ | Bestellnummer

USR1171 Q68000-A2044-F82

USR1172 Q68000-A2045-F82

USR1173 Q68000-A2046-F82

USR1174 Q68000-A2047-F82

Grenzdaten (7y=25°C) USR1171 bis

USR1174

Z-Spannung Uz 11,7 Vv

Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %

Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C

Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C

Gesamtverlustleistung

bei Ty=500°C Prot 400 mwW
Tu=100°C Prot 100 mwW

Warmewiderstand

Sperrschicht-umgebende Luft Rihsu <300 K/W
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USR 1171 bis

USR 1174

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeB- | Max. Span- Arbeits- Tempera- | Span- Span-
Span- strom dyn. nungs- temperatur- turkoeffi- nungs- nungs-
nung (+ Z-Impe- | temperatur-| bereich zient eff. Zeit- Zeit-
(+5%) |0,01mA)| danz stabilitat stabilitat | stabilitat
bei Iz¢ EJ)ei Izt |2 %)

(nV/ (PPM/
(mV) 1000 h) | 1000 h)
Uz (V) |Izt(mA)| Zzt(Q) | 4Uztmax | °C TK (%/K) | 4UZmax| 4Uzeff.

USR1171 11,7 7.5 30 4,3 25bis100 | 0,0005 585 50

USR1172 11,7 7.5 30 4,3 25bis100 | 0,0005 234 20

USR1173 11,7 7.5 30 4,3 25bis100 | 0,0005 117 10

USR1174 11,7 75 30 4,3 25bis 100 | 0,0005 58,5 5,0

Hinweise und Vorkehrungen fiir das Anwenden von Referenzdioden mit garan-
tierter Uz-Stabilitat.

1. Diodenbezeichnung.

Die Dioden werden zusammen mit den Zertifikaten verschickt. Jede Referenzdiode befindet
sich in einer Einzelverpackung, die eine Kennummer tragt. Diese besteht aus der eigentlichen
Typenbezeichnung und der Dioden-Seriennummer. Letztere enthalt in codierter Form die
Losnummer und eine interne Nummer, die Werks- Priifprotokollen zugeordnet ist.

2. Vorkehrungen.

Beim Einloten von ultrastabilen Referenzdioden muR man die fiir alle Halbleiter allgemein
glltigen Vorschriften beriicksichtigen. Die Diode darf thermisch nicht {berlastet werden, d. h.
man muB fir eine geeignete Warmeableitung zwischen Diode und Lotstelle sorgen. »Kalte«
Létverfahren sind denen mit Lotkolben vorzuziehen. Umgibt man die Referenzdiode mit einer
groBen thermischen Masse aus Aluminium, Kupfer, Messing oder Kunststoff, so werden durch
thermische Effekte verursachte Spannungsdnderungen vermieden, die als niederfrequentes
Rauschen im Bereich von 0 bis 3 Hz wahrnehmbar sind.

Folgende Vorkehrungen muf® man ebenfalls beachten, wenn die Stabilitatseigenschaften der
Referenzdiode voll zur Wirkung kommen sollen. Ist der durch die Diode flieBende Strom nicht
stabilisiert, so andert sich die Spannung geméaR der Anderung der Z-Impedanz (AUz=A1Iz - Zz,).
Falls sich die Sperrschichttemperatur aufgrund von Umgebungs- oder Gehausetemperatur-
schwankungen bzw. aufgrund von Verlustleistungswechseln andert, so tritt ebenfalls eine
Spannungsverschiebung entsprechend des Temperaturkoeffizienten der Diode auf. Ein
konstanter Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung muB durch eine geeignete
Art der Befestigung gewaéhrleistet sein. Umwelteinfliisse wie Zugluft, bewegtes Ol und sogar
der von einer Diode in einem geschlossenen Behalter verursachte Konvektionsstrom konnen
groBere Spannungsanderungen als spezifiziert hervorrufen.

') Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von
0,1 - Izt uberlagert wird. .

2) Dieses ist die gesamte Abweichung, die iber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Anderung
der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich iiberschreiten.

3) Die Angaben gelten bei folgendem Arbeitspunkt:
Izt =7,5mA + 0,0001 mA
Tu =80°C + 0,1°C
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USR 1171 bis
USR 1174

Die garantierte Stabilitat einer Referenzdiode erreicht man nur bei konstanter Temperatur und
im eingeschwungenen Zustand. Die Stabilitdtseigenschaften der ultrastabilen Referenzdiode
koénnen verlorengehen, wenn sich die Sperrschichttemperatur wesentlich dndert. Das Ein-
und Ausschalten bleibt bei konstanter Temperatur jedoch ohne Auswirkungen (auRRer wahrend
der Anwarmzeit). Es wird empfohlen, diese Referenzdioden zum Erreichen ihrer vollen Stabili-
tatseigenschaften nur bei den vorgeschlagenen Bedingungen zu betreiben.
Temperaturkoeffizienten, die wesentlich niedriger liegen als die spezifizierten Werte, kann man
erreichen, wenn die Referenzdiode mit einem Strom betrieben wird, der in der Nahe des
Nulldurchganges der TK-Kurve liegt oder direkt zu diesem Wert fiihrt (unter Nulldurchgang
versteht man den Wechsel des 7K von einem positiven zu einem negativen Vorzeichen).

3. Priifverfahren.

Die Z-Spannung von Referenzdioden mit garantierter Stabilitat wird von Siemens nach der
Potentiometermethode gepriift. Dabei legt man Spannungs-Eichnormale zugrunde, deren
Genauigkeit standig vom Eichamt Gberwacht wird. Die Raumtemperatur halt man auf +0,5°C
konstant. Die Z-Spannung miRt man auf 7 Stellen genau (1pV-Auflosung). Die Temperatur
des Olbades wird auf +0,1°C genau eingehalten und die Stromkonstanz ist besser als 0,1 p.A.
Um Widerstandsfehler auszuschlieBen, wurde eine spezielle MeRfassung entwickelt mit 4
AnschluRklemmen, zwei fir den Strompfad und zwei fiir den Spannungspfad. Die Dioden sind
thermisch durch einen Warmeschutz aus Aluminium abgeschirmt, um unerwiinschte Span-
nungsanderungen aufgrund thermischer Einflisse zu vermeiden.

4. Ablauf der 1000-Stunden-Stabilitatsprafung.

Innerhalb der Prifungsdauer von 1000 Stunden mift man die Z-Spannung siebenmal, wobei
die letzten sechs Messungen jeweils auf die erste bezogen werden. Zwischen den einzelnen
Messungen liegt eine Zeitspanne von 168 Stunden, d. h. die Gesamtdauer der Priifung betragt
1008 Stunden.
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Referenzdioden 0,25 W im Glasgehiuse 1N 821 bis TN829 A

1N821bis 1N829A sind temperaturkompensierte Referenzdioden im Glasgehiuse 51A2
DIN41880 (DO-7) fir professionelle und militarische Anwendungen. Die Nenn-Z-Span-
nungen liegen bei 5,9V und 6,5V. 1N821, 1N823, 1N825, TN827 und 1N829 sind nach JAN-,
JANTX-und JANTXV-Spezifikationen gepriift. IN827 A besitzt die S1N-Freigabe. Die Kathode
ist durch einen Farbring gekennzeichnet.

® U 56, Kﬂthode

MaBein mm
Gewichtetwa0,2g
—25,tmn j 762 maxj--— ZSAmm] .] l-

2,71 max Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 821 Q62702-2328-F82 1N 826 Q68000-A1257-F82
1N821A Q62702-2500-F82 1N 827 Q62702-2606-F82
1N 823 Q62702-2223-F82
1N823A 062702-2769-F82 1N827A 062702-2932-F82

1N 828 Q62702-2222-F82
1N 825 Q62702-2598-F82 1N 829 Q62702-2599-F82
1N 825A Q62702-71043-F82 1N 829A Q62702-72629-F82
Grenzdaten (Ty = 25°C) 1N821 bis

1N829A

Z-Spannung U, 6,2und 6,55 \%
Lagertemperatur Ts —65 bis +170 °C
Sperrschichttemperatur T —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 250 mWwW
Waérmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rthau <300 K/W
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1N 821 bis 1N 829A

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeBstrom Max. dyn. Spannungs- Temperatur-
Spannung Z-Impedanz®)*) | temperatur- koeffizient
bei 12")4) stabilitat®) ) eff.

—55° bis
Uz (V) +100°C
Izt (mA) Zz1(Q) 4Uzmax (mV) | TK (%/K)

1N 821 5,9 bis 6,5 7,5 15 96 0,01

1N821A 5,9 bis 6,5 75 10 96 0,01

1N 823 5,9 bis 6,5 7,5 15 48 0,005

1N 823A 5,9 bis 6,5 7,5 10 48 0,005

1N 825 5,9 bis 6,5 7.5 15 19 0,002

1N 825A 5,9 bis 6,5 75 10 19 0,002

1N 826 6,2 bis 6,9 7,5 15 20 0,002

1N 827 5,9 bis 6,5 7.5 15 9 0,001

1N827A 5,9 bis 6,5 7,5 10 9 0,001

1N 828 6,2 bis 6,9 7,5 15 10 0,001

1N 829 5,9 bis 6,5 7.5 15 5 0.0005

1N829A 5,9 bis 6,5 75 10 5 0,0005

') Wenn Dioden mit engeren Toleranzen bestelit werden sollen, so gilt fur die Z-Spannung ein Nennwert von 6,35 V.

2) Gemessen bei T, = 25 °C mit einem 60-Hz-Wechselstrom von 0,75 mA,y, der einem Gleichstrom von 7,5 mA ber-
lagert ist.

%) Die max. zulassige Anderung wihrend des gesamten Temperaturbereichs, d. h. die Diodenspannung ist nicht hoher als
die angegebene mV-Anderung bei jeder disketen (?) Temperatur innerhalb der festgelegten Grenzen.

“) Die Spannungsmessung erfolgt 15 Sek. nach Anlegen des Gleichstroms.
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1N 821 bis 1N 829A

Zuldssige Gesamtverlustleistung Typische Anderung des TK
Ptot=f (TU) als Funktion des Z-Stromes
ATK=f(12)
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Die gezeigte Kurve ATK=f(I7) ist typisch fiir diese Diodenfamilie und stellt stark vereinfacht
den Verlauf des 7K dar, wenn die betreffende Diode bei Strémen von 2 mA betrieben wird.
Beispiel:

Eine Diode aus dieser Familie arbeitet bei einem Strom von 7.5 mA und besitzt einen 7K von
+0,005%/K. Wird sie bei einem Strom von 6,0 mA betrieben, so kann man mit dieser Kurve die
neuen Grenzen fiir den 7K bestimmen. Die Anderung betrdgt bei diesem Strom —0,0006%/K.

Die algebraische Summe von +0,005%/K und -0,0006%/K ergibt die neuen geschitzten
Grenzwerte fiir den 7K mit +0,0044%/K und —0,0056%/K.
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1N 821 bis 1N 829A

Typische Anderung der
Z-Spannung als Funktion des
2-Stromes 4Uz=f(1Z)
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Referenzdioden 0,5 W im Glasgehiuse

1N 935 bis 1N 940B

1N 935 bis 1TN940B

sind temperaturkompensierte Referenzdioden im Glasgehause 51A2

DIN 41880 (DO-7) fiir professionelle und militarische Anwendungen. Die Nenn-Z-Spannung
liegt bei 9,0 V. Die Zusatzbuchstaben kennzeichnen den zulassigen Temperaturbereich:
A=-55 bis +100°C und B=-55 bis +150°C. Die einzelnen Typen unterscheiden sich durch
den Temperaturkoeffizienten. Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet. 1N 935B,
1N937B, 1N938B, 1N939B und 1N 940B haben die JAN-, JANTX und JANTXV-Qualifikation.
Die Diode 1N939A besitzt die S 1N-Freigabe.

Kathode

0.056.q
‘= P _ MaBe in mm
ﬂ Gewichtetwa0,2g
—25,4min-{ 762maxi=— 254 min ]
2,71 max  Glasgeh&use 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 935 Q62702-2568-F82 1N 938 Q62702-Z799-F82
1N 935A Q62702-Z1018-F82

1N 938A Q62702-2836-F82
1N935B Q68000-A722-F82 1N :388 Q62702-2711-F82
1N 936 Q62702-2758-F82 1N 939 Q62702-7832-F82
1N 936A Q62702-Z2965-F82 1N 939A Q68000-A362-F82
1N 936B Q68000-A1267-F82 1N939B Q68000-A1258-F82
1N 937 Q62702-2718-F82 1N 940 Q68000-A1228-F82
TN 937A Q62702-2790-F82 1N 940A Q68000-A1259-F82
1N937B Q62702-21305-F82 1N 940B Q68000-A1260-F82
Grenzdaten (Ty=25°C) 1N935 bis

1N940B

Z-Spannung Uz 9,0 Vv
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 500 mW
Wairmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RthJu <300 K/W
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1N 935 bis 1N 940B

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeRstrom | Max. dyn. Spannungs- | Betriebs- Temperatur-
Spannung Z-lmpedanz | temperatur- | temperatur koeffizient
bei Izt 2) ?a?ilitét bereich eff.

0.9 A'UZI max.
Uz (V) Izt (mA) Zz7t(Q) (mV) °C TK (%/K)

1N 935 8,55 bis 9,45 7,5 20 67 0 bis +75 0,01

1N935A 8,55 bis 9,45 75 20 139 —55bis +100| 0,01

1N 935B 8,55 bis 9,45 75 20 184 —55bis +150| 0,01

1N 936 8,55 bis 9,45 7,5 20 33 0 bis +75 0,005

1N 936A 8,55 bis 9,45 75 20 69 -55bis +100| 0,005

1N936B 8,65 bis 9,45 7.5 20 92 -55bis +150| 0,005

1N 937 8,55 bis 9,45 75 20 13 0 bis +75 0,002

1N 937A 8,55 bis 9,45 75 20 27 -55 bis +100| 0,002

1N937B 8,55 bis 9,45 75 20 37 —-55 bis +150| 0,002

1N 938 8,55 bis 9,45 75 20 6 0 bis +75 0,001

1N 938A 8,55 bis 9,45 75 20 13 -55bis +100| 0,001

1N 938B 8,55 bis 9,45 7.5 20 18 -55 bis +150| 0,001

1N 939 8,55 bis 9,45 7.5 20 3 0 bis +75 0,0005

1N 939A 8,55 bis 9,45 75 20 7 -55 bis +100{ 0,0005

1N 939B 8,55 bis 9,45 7.5 20 9 -55 bis +150| 0,0005

1N 940 8,55 bis 9,45 7.5 20 1.3 0 bis +75 0,0002

1N 940A 8,55 bis 9,45 75 20 2,7 |-55bis+100( 0,0002

1N 940B 8,55 bis 9,45 75 20 3,7 |-55bis +150| 0,0002

;) Wenn Dioden mit engeren Toleranzen bestellt werden sollen, so gilt fur die Z-Spannung ein Nennwert von 9,2 V.

) ?emessen bei Ty, = 25°C mit einem 60-Hz-Wechselstrom von 0,75 mA,, der einem Gleichstrom von 7,5 mA (iber-
agert ist.

%) Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d.h. die Anderung
der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich liberschreiten.

*) Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen des Z-MeBstromes durchzufiihren.
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1N 935 bis 1N 940B
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Die gezeigte Kurve ATK=f(Iz) ist typisch fiir die Dioden dieser Familie und stellt stark verein-

ben wird.

Beispiel:
Eine Diode dieser Familie arbeitet bei einem Strom von 7,5 mA und besitzt einen 7K von
+0,005%/K. Wird sie bei einem Strom von 6,0 mA betrieben, kann man die neuen Grenzen des
TK aus der Kurve ermitteln. Die Anderung des 7K ist ca. —0,0009%/K, dadurch ergeben sich fur
die neuen Grenzen die Werte +0,0041%/K und —0,0059%/K.

facht den Verlauf des 7K dar, wenn die betreffende Diode bei Strémen von 2 bis 20 mA betrie-
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1N 935 bis 1N 940B

Typische Anderung der
Z-Spannung als Funktion des
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Bei der Kurve fiir die Anderung der Z-Spannung als Funktion des Z-Stromes handelt es sich
im wesentlichen um eine auseinandergezogene Darstellung des Z-Arbeitsbereiches auf der

I-U-Kennlinie.

In Verbindung mit der Kurve ATK=f(Iz) kann man diese Abbildung verwenden, um die
Spannungsabweichung bei Anderung des Stromes und der Temperatur abzuschatzen.
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Referenzdioden 0,5 W im Glasgehiuse 1N 941 bis 1N 946B

1N941 bis 1N946B sind temperaturstabilisierte Referenzdioden im Glasgehduse 51A2
DIN 41880 (DO-7) fiir professionelle und militarische Anwendungen. Die Nenn-Z-Spannung
liegt bei 11,7 V. Die Zusatzbuchstaben kennzeichnen den zulassigen Temperaturbereich:
A=-55 bis +100°C, B=-55 bis +150°C. Die einzelnen Typen unterscheiden sich durch den
Temperaturkoeffizienten. Die Kathodenseite ist durch einen Farbring gekennzeichnet. 1N 9418,
1N943B, TN944B und 1N945B haben die JAN-, JANTX- und JANTXV-Qualifikation. 1 N 944 B
besitzt die S 1 N-Freigabe.

® 0,55-0,1 Kathode

! MaRe in mm
U s
] Gewichtetwa0,2g
—25,4min-»{ 762maxi=— 254 min -

2,71 max Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 941 Q62702-7279-F82 1N 944 Q62702-2633-F82
1N941A Q62702-Z817-F82 1N944A Q62702-Z1045-F82
1N941B Q62702-7Z1266-F82 1N 944B Q68000-A505-F82
1N 942 Q62702-2297-F82 1N 945 Q68000-A2275-F82
1N942A Q62702-71278-F82 1N945A Q68000-A1263-F82
1N 942B Q68000-A1261-F82 1N 945B Q68000-A1264-F82
1N 943 Q62702-2793-F82 1N 946 Q68000-A1227-F82
TN 943A Q62702-21027-F82 1N 946A Q68000-A1265-F82
1N 943B Q68000-A1262-F82 1N 9468 Q68000-A1266-F82
Grenzdaten (Ty=25°C) 1N941 bis

1N946B
Z-Spannung Uz 11,7 \
Lagertemperatur Ts —65 bis +200 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Phot 500 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rthgu <300 K/W
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1N 941 bis 1N 946B

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MehR- Max. dyn. Spannungs- | Arbeits- Temperatur-
Spannung strom Z-lmpedanz | temperatur- | temperatur- koeffizient
beiIzt 1), 4 2) §)tagilitat bereich eff.

AUZt max.
uz (V) Izt (mA) | Zzi (@) (mVv) °C TK (%/K)

1N 941 11.12bis12,28 75 30 88 0 bis +75 0,01

1N941A 11,12bis 12,28 75 30 181 —55 bis +100| 0,01

1N941B 11,12bis 12,28 75 30 239 -55bis +150| 0,01

1N 942 11,12bis 12,28 75 30 44 0 bis +75 0,005

1N 942A 11,12bis 12,28 75 30 90 -55 bis +100] 0,005

1N942B 11,12bis 12,28 7.5 30 120 -55bis +150{ 0,005

1N 943 11,12bis 12,28 7.5 30 18 0 bis +75 0,002

1N943A 11,12bis12,28 7.5 30 36 —55bis +100| 0,002

1N943B 11,12bis12,28 75 30 47 -55bis +150| 0.002

1N 944 11,12bis 12,28 75 30 9 0 bis +75 0,001

1N 944A 11,12bis 12,28 7.5 30 18 -55bis +100] 0,001

1N944B 11,12bis12,28 75 30 24 -55 bis +150| 0,001

1N 945 11,12bis 12,28 75 30 4 0 bis +75 0,0005

1N 945A 11,12bis 12,28 7.5 30 9 -55bis +100| 0,0005

1N 945B 11,12bis 12,28 7.5 30 12 -55bis +150| 0,0005

1N 946 11,12bis 12,28 7.5 30 1.8 0 bis +75 0,0002

1N 946A 11,12bis 12,28 7,5 30 3,6 |-b65bis+100{ 0,0002

1N 946B 11,12bis12,28 7,5 30 4,7 |-55bis+150| 0,0002

') Wenn Dioden mit engeren Toleranzen bestellt werden sollen, so gilt fiir die Z-Spannung ein Nennwert von 11,7 V.

2) Gemessen bei Ty = 25°C mit einem 60-Hz-Wechselstrom von 0,75 mA,, der einem Gleichstrom von 7,5 mA Uber-
lagert ist.

°) Dieses ist die gesamte Abweichung, die {iber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Anderung
der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich tiberschreiten.

%) Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /,, durchzufiihren.
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1N 941 bis 1N 946B

Zuldssige Gesamtverlustleistung Typische Anderung des TK als
Ptot=f (TU) Funktion des Z-Stromes
ATK=f(12)
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Die gezeigte Kurve ATK=f(Iz) ist typisch fir alle Dioden dieser Familie und stellt stark verein-
facht den Verlauf des 7K dar, wenn die Diode bei Strémen von 2 bis 20 mA betrieben wird.
Beispiel:

Eine Diode aus dieser Familie arbeitet bei einem Strom von 7.5 mA und besitzt einen 7K von
£0,002%/K. Betreibt man sie bei einem Strom von 6 mA, so kann man mit dieser Abbildung
die neuen Grenzen des 7K bestimmen. Bei dem genannten Strom betragt die Anderung
—0,0009%/K, damit erhalt man fiir den TK die Werte —0,0029%,/K und +0,0011%/K.
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1N 941 bis 1N 9468

Typische Anderung der
Z-Spannung als Funktion des
Z-Stromes AUz=f(1Z)
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Bei der Kurve fiir die Anderung der Z-Spannung als Funktion des Z-Stromes handelt es sich
im wesentlichen um die auseinandergezogene Darstellung des Z-Arbeitsbereiches auf der
I-U-Kennlinie.

In Verbindung mit der Kurve ATK=f(Iz) kann man diese Abbildung verwenden, um die
Spannungsabweichung bei Anderung des Stromes und der Temperatur abzuschatzen.
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Referenzdioden 0,75 W im Metallgehiuse 1N 2163 bis 1N 2171A

1N2163 bis 1TN2171A sind Silizium temperaturkompenierte Referenzdioden im Metallgehause
56A2 DIN 41883 (DO-13) fiir professionelle und militarische Anwendungen. Die Dioden sind
besonders spannungsstabil bei Temperaturanderungen. Die Z-Spannung liegt bei 9,4 V. Die
Anode ist elektrisch mit dem Gehause verbunden.

® 23max

080 +
\ - @
—\ - ; -
— et — MaRe in mm
5.4max
Gewichtetwa1,6g
r—317 min ——§5:05 le— 317 min —— )
562013 Metallgehause 56A2 DIN 41883 (D0-13)
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 2163 Q68000-A1463-F82 1N 2167A Q68000-A1470-F82
1N 2163A Q68000-A1464-F82 1N 2168 Q68000-A1471-F82
1N 2164 Q68000-A1465-F82
1N 2168A Q68000-A1472-F82

1N 2164A Q62702-2766-F82
1N 2165 Q68000-A1466-F82 1N2169 068000-A1473-F82

i ) 1N 2169A Q68000-A1474-F82
1N 2165A Q68000-A1467-F82 1N2170 Q68000-A1475-F82
1N 2166 062702-2619-F82 1N2170A Q68000-A1476-F82
1N 2166A Q68000-A1468-F82 1N2171 Q68000-A1477-F82
1N 2167 Q68000-A1469-F82 1IN2171A Q68000-A1478-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N2163 bis

1N2171A

Z-Spannung Uz 9.4 Y
Lagertemperatur Ts —65 bis +185 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +185 °C
Gesamtverlustleistung Piot 750 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rihgu <100 K/W

289



1N 2163 bis TN 2171A

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Z-Spannung Max. dyn. Spannungs- | Arbeits- Temperatur-
1) Z-lmpedanz | temperatur- | temperatur- koeffizient
2) stabilitat ), 3) | bereich eff.
bei
AUZt max.

uz(v) Izt (mA) Zz7t(Q) (mv) °C TK (%/K)
1N 2163 9,0 bis 9,8 10 15 33 Obis+ 70| 0,005
1N2163A 9,6 bis 9,6 10 15 33 Obis+ 70| 0,005
1N 2164 9,0 bis 9,8 10 15 85 —65bis+125| 0,005
1N 2164A 9,2 bis 9,6 10 15 85 —55bis+125| 0,005
1N 2165 9,0 bis 9,8 10 15 113 -55bis+185| 0,005
1N 2165A 9,2 bis 9,6 10 15 113 -55bis+185| 0,005
1N 2166 9,0 bis 9,8 10 15 7 Obis+ 70| 0,001
1N 2166A 9,2 bis 9,6 10 15 7 Obis+ 70} 0,001
1N 2167 9,0 bis 9,8 10 15 17 -65bis+125| 0,001
1N2167A 9,2 bis 9,6 10 15 17 -65bis+125| 0,001
1N 2168 9,0 bis 9,8 10 15 23 ~55bis+185| 0,001
1N 2168A 9,2 bis 9,6 10 15 23 -55bis+185| 0,001
1N 2169 9,0 bis 9,8 10 15 4 Obis+ 70| 0,0005
1N 2169A 9,2 bis 9,6 10 15 4 Obis+ 70| 0,0005
1N 2170 9,0 bis 9,8 10 15 9 -55bis+125| 0,0005
1N 2170A 9,2 bis 9,6 10 15 9 —b5bis+125| 0,0005
1N2171 9,0 bis 9,8 10 15 12 -55bis +185| 0,0005
1N2171A 9,2 bis 9,6 10 15 12 —b5bis +185| 0,0005

Die elektrischen Daten werden 90 s nach Anlegen des Z-MeRstromes gemessen. Der Abstand zwischen dem
Gehéuse und der MeRfassung entspricht den MIL-Spezifikationen (9,55 mm). Der TK wird ermittelt, indem man
die Diode in ein Bad mit bewegtem Ol taucht, dessen Temperatur auf + 1° C genau eingehalten wird.

Die Z-Impedanz wird bei TU=25°C mit einem 60-Hz-Wechselstrom von 1,0 mAgff gemessen, der einem Gleich-
strom von 10 mA iiberlagertist. .
Dieses ist die gesamte Abweichung, die Giber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Ande-
rurr)‘g der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich iber-
schreiten.

2

-~

3

~
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1N 2163 bis 1N 2171A

Zuléssige Gesamtverlustleistung Typische Anderung des TK als
Ptot=f(TU) Funktion des Z-Stromes
y ATK=f(1Z)
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Die gezeigte Kurve ATK=f(Iz) ist typisch fiir alle Dioden dieser Familie und stellt stark verein-
facht den Verlauf des 7K dar, wenn die Diode bei Strémen von 2 bis 20 mA betrieben wird.
Beispiel:

Eine Diode aus dieser Familie arbeitet bei einem Strom von 10 mA und besitzt einen 7K von
+0,001%/K. Betreibt man sie bei einem Strom von 6 mA, so kann man mit dieser Abbildung
die neuen Grenzen des TK bestimmen. Bei dem genannten Strom betrdgt die Anderung
~0,0014%/K, damit erhalt man fiir den TK die Werte —0,0004%/K und 0,0024%/K.
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1N 2163 bis 1N 2171A

Typische Anderung der
Z-Spannung als Funktion des
Z-Stromes AUZ=f (IZ)
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Bei der Kurve fiir die Anderung der Z-Spannung als Funktion des Z-Stromes handelt es sich im
wesentlichen um die auseinandergezogene Darstellung des Z-Arbeitsbereiches auf der I-U-
Kennlinie. In Verbindung mit der Kurve ATK=f(Iz) kann man diese Abbildung verwenden, um
die Spannungsabweichung bei Anderung des Stromes und der Temperatur abzuschatzen.

Jede Referenzdiode besteht aus 3 hintereinandergeschalteten p-n-Ubergiangen. Sie sind so
polarisiert, dak bei einem Strom von 10 mA (das Gehause ist negativ gegeniiber dem iso-
lierten AnschluR) eine der Sperrschichten eine Sperrdurchbruchsspannung von ca. 8,1V
besitzt, die beiden anderen sind in DurchlaRrichtung gepolt und weisen je einen Spannungs-
abfall von ca. 0,65V auf. Der 7K der 8,1V-Sperrschicht betragt +4 mV/K, wahrend die
Ubergange mit dem Spannungsabfall von 0,65 V je einen 7K von —2 mV/K haben. In der
Serienschaltung heben sich die einzelnen 7K nahezu auf, und es ergibt sich ein Gesamt-7K
von kleiner +0,0005%/K (+5 ppm per K) Uber einen Temperaturbereich von —65°C bis
+185°C. Auf Wunsch kénnen auch Referenzdioden geliefert werden, bei denen die Kompen-
sation der einzelnen Temperaturkoeffizienten nicht so genau ist. Bei diesen liegt dann der
Gesamt-TK zwischen +0,001%/K und 4-0,005%/K (10 bis +50 ppm/K).
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Referenzdioden 0,75 W im Metallgehause

1N 2620 bis 1N 2624B

1N2620 bis 1N2624B

sind temperaturkompensierte Referenzdioden im Metaligehause

56A2DIN 41883 (DO-13). Sie eignen sich besonders fiir professionelle und militarische
Anwendungen, bei denen eine hohe Spannungsstabilitidt bei Temperaturanderungen gefordert
wird. Die Z-Spannung liegt bei 9,3 V. Der Zusatzbuchstabe A kennzeichnet einen Temperatur-

bereich von —55 bis +100°C, B steht fiir -55 bis +150°C.
Die Kathode ist elektrisch mit dem Gehause verbunden.

@080,

@2 ,3max

|

44

)

re—317 max —

—a] r-—
54min

8,5:05 f&——317 max —=f

MaBe in mm

Gewichtetwa1,6g
Metallgehduse 56A2 DIN 41883 (DO-13)

Typ Bestelinummer
1N 2620 Q68000-A1479-F82
1N 2620A Q68000-A1480-F82
1N 2620B Q62702-2712-F82
1N 2621 Q68000-A1481-F82
1N2621A Q68000-A1482-F82
1N 2621B Q68000-A1483-F82
1N 2622 Q68000-A1484-F82
1N 2622A Q68000-A1485-F82

Grenzdaten (7Ty=25°C)

Z-Spannung

Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung
Wiérmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft

Typ Bestellnummer
1N 2622B Q68000-A1486-F82
1N 2623 Q68000-A1487-F82
1N 2623A Q68000-A1488-F82
1N 2623B Q68000-A1489-F82
1N 2624 Q68000-A1490-F82
1N 2624A Q68000-A1491-F82
1N 2624B Q68000-A1492-F82
1N2620 bis
1N2624B
Uz 9,3 Vv
Ts —55 bis +175 °C
7 -55bis +175 °C
Prot 750 mwW
Rthau <100 K/W
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1N 2620 bis 1N 2624B

Kenndaten (7Ty=25°C)

Typ Z-Spannung Z-MeBstrom | Max. dyn. Spannungs- | Arbeits- Temperatur-

beilzt ") Z-lmpedanz | temperatur- | temperatur- koeffizient

2) stabifitat'), 3) | bereich

uz (V) AUZt max.

MIN MAX | Izt (mA) Zzt(Q) (mV) °C TK (+%/K)
1N 2620 8,9 9,7 10 15 70 Obis+ 75| 0,01
1N 2620A 8,9 9,7 10 15 144 -55bis+100{ 0,01
1N 2620B 8,9 9,7 10 15 190 -55bis+150| 0,01
1N 2621 8,9 9,7 10 15 35 Obis+ 75| 0,005
1N 2621A 8,9 9,7 10 15 72 -55bis+100| 0,005
1N2621B 8,9 9,7 10 15 95 -55bis+150| 0,005
1N 2622 8,9 9,7 10 15 14 Obis+ 75| 0,002
1N 2622A 8,9 9,7 10 15 29 -55bis +100| 0,002
1N 2622B 8,9 9,7 10 1B 38 -55bis+150| 0,002
1N 2623 8,9 9,7 10 15 7 Obis+ 75| 0,001
1N 2623A 8,9 9,7 10 15 14 -55bis +100| 0,001
1N 2623B 8,9 9,7 10 15 19 -55bis +150| 0,001
1N 2624 8,9 9,7 10 15 4 Obis+ 75| 0,0005
1N 2624A 8,9 9,7 10 15 7 -55bis+100| 0,0005
1N 26248 89 | 97 10 15 10 |-55his+150! 0,0005

1) Die elektrischen Daten werden 90 s nach Anlegen des Z-MeRstromes gemessen. Der Abstand zwischen dem
Gehéuse und der MeRfassung entspricht den MIL-Spezifikationen (9,56 mm). Der TK wird ermittelt, indem man
die Diode in ein Bad mit bewegtem Ol taucht, dessen Temperatur auf + 1°C genau eingehalten wird.

2

-

strom von 10 mA iiberlagert ist.

3

Die Z-Impedanz wird bei TU=25°C mit einem 60-Hz-Wechselstrom von 1,0 mAeff gemessen, der einem Gleich-

Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Ande-

rung der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich iber-

schreiten.
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1N 2620 bis 1N 2624B

Zulassige Gesamtverlustleistung Typische Anderung des TK als
Ptot=f(TU) Funktion des Z-Stromes
o, ATK=f(IZ)
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Die gezeigte Kurve ATK=f(Iz) ist typisch fiir alle Dioden dieser Familie und stellt stark verein-
facht den Verlauf des 7K dar, wenn die Diode bei Stromen von 2 bis 20 mA betrieben wird :
Beispiel:

Eine Diode aus dieser Familie arbeitet bei einem Strom von 10 mA und besitzt einen 7K von
+0,001%/K. Betreibt man sie bei einem Strom von 6 mA, so kann man mit dieser Kurve die
neuen Grenzen des 7K bestimmen. Bei dem genannten Strom betragt die Anderung —0,0014 %K,
damit erhélt man fir den TK die Werte —0,0024%/K und -0,0004%/K. Bei Anwendung sollte
man in diesem Fall mit dem ungiinstigsten Wert rechnen, namlich mit —0,0024%/K.
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1N 2620 bis 1N 2624B

Typische Anderung der
Z-Spannung als Funktion des
2-Stromes AUz=f(12)
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Bei der Kurve fiir die Anderung der Z-Spannung handelt es sich im wesentlichen um die
auseinandergezogene Darstellung des Z-Arbeitsbereiches auf der I-U-Kennlinie.

In Verbindung mit der Kurve ATK=f(Iz) kann man diese Abbildung verwenden, um die
Spannungsabweichung bei Anderung des Stromes und der Temperatur abzuschétzen.

Jede Referenzdiode besteht aus 3 hintereinandergeschalteten p-n-Ubergéngen. Sie sind so
polarisiert, daB bei einem Strom von 10 mA (das Gehause ist positiv gegeniiber dem isolierten
AnschluR) eine der Sperrschichten eine Sperrdurchbruchsspannung von ca. 8,0 V besitzt, die
beiden anderen sind in DurchlaBrichtung gepolt und weisen je einen Spannungsabfall von
ca. 0,65 V auf. Der 7K der 8,0 V-Sperrschicht betriagt +4 mV /K, wahrend die Uberginge mit
dem Spannungsabfall von 0,65 V je einen TK von —2 mV/K haben. In der Serienschaltung
heben sich die einzelnen 7K nahezu auf, und es ergibt sich fir 2N2624B ein Gesamt-TK von
kleiner £0,0005%/K (45 ppm per K) lber einen Temperaturbereich von —55°C bis +150°C.
Auf Wunsch kénnen auch Referenzdioden geliefert werden, bei denen die Kompensation der
einzelnen Temperaturkoeffizienten nicht so genau ist. Bei diesen liegt dann der Gesamt-7K
zwischen 3+:0,001%/K und £0,01%/K (410 bis £100 ppm/K).
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Referenzdioden 0,5 W im Glasgehause 1N 3154 bis 1N 3157A

1N3154 bis 1N3157A sind Silizium-temperaturkompensierte Referenzdioden im Glas-
gehéduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7) fur professionelle und militarische Anwendungen. Die
Z-Spannung liegt bei 8,4 V. Die Dioden 1N 3054 bis 1N 3057 haben JAN- und JANTX-Quali-
fikation. Sie besitzen eine hohe Spannungsstabilitat bei Vibration, thermischem und mecha-
nischem Schock. Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet. Der Zusatzbuchstabe A
gibt einen Temperaturbereich von —55 bis + 150 °C an.

® 0’56_&1 Kathode

: MaRBe in mm

L [ Gewichtetwa0,2g
—25,4min-s{ 762maxie— ZS,Lm[nj -l L

2,71 max Glasgehduse 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 3154 Q62702-21256-F82 1N 3156 Q62702-2292-F82
1N 3154A Q68000-A1351-F82 1N 3156A Q62702-Z2331-F82
1N 3155 Q62702-2770-F82 1N 3157 Q62702-21038-F82
1N 3155A Q68000-A1352-F82 1N3157A Q62702-21020-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N3154 bis

1N3157A
Z-Spannung Uz 8,4 \'
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 500 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rthau <300 K/W
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1N 3154 bis 1N 3157A

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Z-Spannung Z-MeR- Max. dyn. Spannungs- | Arbeits- Temperatur-
beilzt ), 4 strom Z-Impedanz | temperatur- | temperatur- koeffizient
2 stabilitdt 3), ¢) | bereich e
AUZt max.
Uz () 1zt (mA) Zz71(Q) (mV) °Cc TK (%/K)
1N 3154 8,00 bis 8,80 10 15 130 —55bis+100 | 0,01
1N 3154A 8,00 bis 8,80 10 15 172 —55bis+150 | 0,01
1N 3155 8,00 bis 8,80 10 15 65 -55bis+100 | 0,005
1N 3155A 8,00 bis 8,80 10 15 86 -55bis+150 | 0,005
1N 3156 8,00 bis 8,80 10 15 26 -55bis+100 | 0,002
1N 3156A 8,00 bis 8,80 10 15 34 —55bis+150 | 0,002
1N 3157 8,00 bis 8,80 10 15 13 -55bis+100 | 0,001
1N 3157A 8,00 bis 8,80 10 15 17 -55bis+150 | 0,001
Zulassige Gesamtverlustleistung Typische Anderung des TK als
Ptot=f(TU) Funktion des Z-Stromes
ATK=f(12)
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;) Wenn Dioden mit engeren Toleranzen bestellt werden sollen, so gilt fir die Z-Spannung ein Nennwert von 8,7 V.
) _Gemessen bei Ty = 25 °C mit einem 60-Hz-Wechselstrom von 1,0 mA., der einem Gleichstrom von 10 mA (berlagert
ist.
%) Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d.h. die Anderung
. der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich iberschreiten.
) Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /, durchzufiihren.
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1N 3154 bis 1N 3157A

Typische Anderung der
Z-Spannung als Funktion des
Z-Stromes AUZ=f(1Z)
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Die gezeigte Kurve ATK=f(Iz) ist typisch fiir alle Dioden dieser Familie und stellt stark verein-
facht den Verlauf des 7K dar, wenn die Diode bei Strdmen von 2 bis 20 mA betrieben wird :

Beispiel:

Eine Diode aus dieser Familie arbeitet bei einem Strom von 10 mA und besitzt einen 7K von
+0,005%/K. Betreibt man sie bei einem Strom von 7,5 mA, so kann man mit dieser Abbildung
die neuen Grenzen des 7K bestimmen. Bei dem genannten Strom betragt die Anderung
0,0012%/K, damit erhalt man fir den 7K die Werte —-0,0062%/K und +0,0038%/K.

Bei der Kurve fiir die Anderung der Z-Spannung als Funktion des Z-Stromes handelt es sich
im wesentlichen um die auseinandergezogene Darstellung des Z-Arbeitsbereiches auf der
I-U-Kennlinie. In Verbindung mit der Kurve ATK=f(Iz) kann man diese Abbildung verwenden,
um die Spannungsabweichung bei Anderung des Stromes und der Temperatur abzuschatzen.
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Ultrastabile Referenzdioden 0,25 W im Glasgehause 1N 3501 bis
1N 3504

Bei den Typen 1N3501 bis 1N3504 handelt es sich um ultrastabile temperaturkompensierte
Silizium-Referenzdioden, die von der Siemens AG mit einem Zertifikat fir die Stabilitat der
Z-Spannung geliefert werden. Gebrduchliche Stabilitdtswerte sind 20, 50 und 100 ppm/1000 h.
Auf Anfragen sind auch Dioden mit einer Stabilitat von weniger als 20 ppm/1000 h lieferbar.
Die Z-Spannung betrdgt 6,35 V. Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet.
Besonders in Schaltungen, bei denen eine von Schock, Vibration und Lage unabhéngige,
ultrastabile Z-Spannung gefordert wird, kann man diese speziellen temperaturkompensierten
Referenzdioden einsetzen. lhre garantierte Spannungsstabilitat wurde lGber eine echte Betriebs-
dauer von 1000 Stunden gemessen. Diese Referenzdioden eignen sich daher sehr gut fir
Anwendungen in Digital-Voltmetern, in Rechnern, in X-Y-Schreibern, in Raketensteuerungen,
in Umweltspriifsystemen und in tragbaren Spannungsnormalen.

Die ausgezeichnete Langzeitstabilitat der vorliegenden Referenzdioden erzielt man durch ein
besonderes Herstellungsverfahren, das sogenannte »Lifeguard«-Verfahren (geschitztes
Handelszeichen der Siemens AG).

Wie bereits erwahnt, unterwirft man alle Dioden dieser Typenfamilie einer 1000-Stunden-
Prifung, bei der alle 168 Stunden eine Messung erfolgt. Man erhalt so 7 individuelle Prifergeb-
nisse. Dieser »Alterungstest« wird bei einer Temperatur von 80°C, 4-0,1°C durchgefiihrt.

Mit jeder Diode der genannten Typenfamilie wird ein Zertifikat mitgeliefert mit folgenden
Angaben:

1. SpannungsmeBwerte der Stabilitatsprifung

2. Die Spannungsabweichung, bezogen auf (O Stunden) in pV und in ppm (parts
per million).

3. Eine Kurve der relativen Spannungsabweichung in ppm.

4. Eine graphische Darstellung mit einer ausfihrlichen Ablaufsbeschreibung der
1000-Stunden-Prifung.

Um eine Stabilitat von z. B. 20 ppm/1000 h zu erreichen, mul man sowohl alle Umwelts-
bedingungen als auch die elektrischen Faktoren mit der Genauigkeit von Eichnormalen messen.

® 0155_011 Kathode

! MaBe in mm

= ] = - —
| Gewichtetwa0,2g
762maxt=— 254min j

271mx  Glasgehéuse 51A2 DIN 41880 (DO-7)

—25,4mn

Typ | Bestellnummer Typ l Bestellnummer
1N 3501 l Q68000-A1398-F82 1N 3503 ‘ Q68000-A1400-F82
1N 3502 Q68000-A1399-F82 1N 3504 Q68000-A1401-F82
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1N 3501 bis

1N 3504

Grenzdaten 1N3501 bis

1N3504

Z-Spannung Uz 6,35 \

Max. Z-Spitzenstrom

bei Ty=+125°C Izm 7.5 mA

Arbeitstemperaturbereich T. —65 bis +150 °C

Max. Lotstellentemperatur i

im Abstand von L=3,184+0,8 mm

vom Gehause, max. 8 s lang TL +230 °C

Gesamtverlustleistung

bei Ty +25°C Piot =250 mW

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- | Max. Span- Arbeits- Temp. Span- Span-
Spannung strom dyn. nungs- | temperatur- | koeffiz. nungs- nungs-
bei Izt (0,01 | Z-Impe- | temp.- bereich eff. Zeit- Zeit-

mA) danz') stabilitat Stabilitat | Stabilitat
2) bei Ty= | effektiv
bei Izt 80°C AUZ eff.
4Uz?)
max
AUzt TK (wV/ (PPM/
Uz () 1zt (mA) | Zzt(Q) | max (mV)| °C (%/K) 1000 h) | 1000 h)

1N 3501 6,2 bis 6,5 75 12 6 25bis 100 | 0,001 635 100

1N 3502 6,2 bis 6,5 7.5 12 3 25bis 100 | 0,0005 | 635 100

1N 3503 6,2 bis 6,5 7,5 12 6 25 bis 100 | 0,001 318 50

1N 3504 6.2 bis 6,5 7.5 12 6 25 bis 100 | 0,001 127 20

') Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom IzT oder IZK ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effek-
tivwertvon 0,1 - IzT bzw. 0,1 - IzZK iiberlagert wird.

2

<

Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Ande-

rung der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich uber-

schreiten.
3

N

1z1=7,5mA+0,0001 mA
Tu=80°C+0,1°C
Die angefiihrten VorsichtsmaRnahmen sind ebenfalls zu beachten.

Die Angaben gelten bei folgendem Arbeitspunkt:
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1N 3501 bis

1N 3504
AUpy-Kurve emer typischen IN3501-Diode
100 -7 i ! 7 T
| ! . N - 38
0 B . %
Spannungs- ! <0 A ;
abweichung 0 1 - - i —
in ppm ‘
N e : - =
_100 - - L - _— ‘1,, — - — _ —
0 168 336 504 672 1008
Betriebszeit in Stunden
AUy -Kurve einer typischen IN3503-Diode
50 | »} | . -
L i ‘5 150 { 230 | -233 ‘ +206 1
Spannungs- g N3 |
abweichung 0 i f i - BN N
in ppm | |
B | | | | | |
-50 - I | | i
0 168 336 504 672 840 1008
Betriebszeit in Stunden
AUy -Kurve einer typischen 1IN3504 - Diode
20 : i I i
1 |
; i
Spannungs- !
abweichung 0
N ppm 10
-20 : ;
0 168 336 504 672 840 1008

Betriebszett i Stunden
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1N 3501 bis
1N 3504

Zulassige Gesamtverlustieistung
Ptot=f(TU)

Als »stabiler Bereich« ist das Gebiet definiert, in dem die
max. zeitliche Stabilitat fir AUzt erreicht wird. Falls man
die Dioden auRerhalb dieses Gebietes betreibt, so ist
] mit einer schlechteren Zeitkonstanz zu rechnen.

"
!
|
|
|

-
|

25 50 100 150 200 °C

Hinweise und Vorkehrungen fiir das Anwenden von Referenzdiodenmit garantierter
Uz-Stabilitat.

1. Diodenbezeichnung:

Die Dioden werden zusammen mit den Zertifikaten verschickt. Jede Referenzdiode befindet
sich in einer Einzelverpackung, die eine Kennummer tragt. Diese besteht aus der eigentlichen
Typenbezeichnung und der Dioden-Seriennummer. Letztere enthélt in codierter Form die Los-
nummer und eine interne Nummer, die Werks- Prifprotokollen zugeordnet ist.

2.Vorkehrungen:

Beim Einldten von ultrastabilen Referenzdioden muf® man die fir alle Halbleiter allgemein
glltigen Vorschriften beriicksichtigen. Die Diode darf thermisch nicht (iberlastet werden, d. h.
man hat fir eine geeignete Warmeableitung zwischen Diode und Lotstelle zu sorgen. »Kalte«
Lotverfahren sind denen mit Lotkolben vorzuziehen. Umgibt man die Referenzdiode mit einer
grofRen thermischen Masse aus Aluminium, Kupfer, Messing oder Kunststoff, so werden durch
thermische Effekte verursachte Spannungsdnderungen vermieden, die als niederfrequentes
Rauschen im Bereich von 0 bis 3 Hz wahrnehmbar sind.

Folgende Vorkehrungen mu® man ebenfalls beachten, wenn die Stabilitatseigenschaften der
Referenzdiode voll zur Wirkung kommen sollen. Ist der durch die Diode flieRende Strom nicht
stabilisiert, so @ndert sich die Spannung gemaR der Anderung der Z-Impedanz (AUz=A17 - Z77).
Falls sich die Sperrschichttemperatur aufgrund von Umgebungs- oder Gehausetemperatur-
schwankungen bzw. aufgrund von Verlustleistungswechseln andert, so tritt ebenfalls eine
Spannungsverschiebung entsprechend des Temperaturkoeffizienten der Diode auf. Ein kon-
stanter Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung muR durch eine geeignete
Art der Befestigung gewahrleistet sein. Umwelteinfliissse wie Zugluft, bewegtes Ol und sogar
der von einer Diode in einem geschlossenen Behilter verursachte Konvektionsstrom kénnen
groRere Spannungsanderungen als spezifiziert hervorrufen.
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1N 3501 bis
1N 3504

Die garantierte Stabilitat einer Referenzdiode erreicht man nur bei konstanter Temperatur und
im eingeschwungenen Zustand. Betreibt man die Diode bei anderen als in dem Prifzertifikat
genannten Bedingungen, so empfiehlt es sich, eine Zeitspanne von 2—-3 Wochen verstreichen
zu lassen, bis eine angemessene Stabilitat erreicht wird.

Ein Verschlechtern der Zeitkonstanz (AUz) ist zu erwarten, falls man die Diode bei einem
Arbeitspunkt betreibt, der auBerhalb des beschriebenen »stabilen Bereichs« liegt.
Temperaturkoeffizienten, die wesentlich niedriger liegen als die spezifizierten Werte, kann man
erreichen, wenn die Referenzdiode mit einem Strom betrieben wird, der in der Nahe des Null-
durchganges der TK-Kurve liegt oder der direkt zu diesem Wert fiihrt (unter Nulldurchgang
versteht man den Wechsel des TK von einem positiven zu einem negativen Vorzeichen).

3. Priifverfahren:

Die Z-Spannung von Referenzdioden mit garantierter Stabilitdt wird von Siemens nach der
Potentiometermethode gepriift. Dabei legt man Spannungs-Eichnormale zugrunde, deren
Genauigkeit standig vom Eichamt (berwacht wird. Die Raumtemperatur halt man auf £0,5°C
konstant. Die Z-Spannung miRt man auf 7 Stellen genau (1 uV-Auflésung). Die Temperatur
des Olbades wird auf 4+0,1°C genau eingehalten und die Stromkonstanz ist besser als 0,1 p.A.
Um Widerstandsfehler auszuschlieBen, wurde eine spezielle MefRfassung entwickelt mit
4 AnschluBklemmen, zwei flr den Strompfad und zwei fir den Spannungspfad. Die Dioden
sind thermisch durch einen Warmeschutz aus Aluminium abgeschirmt, um unerwinschte
Spannungsanderungen aufgrund thermischer Einfliisse zu vermeiden.

4. Ablauf der 1000-Stunden-Stabilitatsprifung:

Innerhalb der Priifungsdauer von 1000 Stunden mift man die Z-Spannung siebenmal, wobei
die letzten sechs Messungen jeweils auf die erste bezogen werden. Zwischen den einzelnen
Messungen liegt eine Zeitspanne von 168 Stunden, d. h. die Gesamtdauer der Priifung betragt
1008 Stunden.

Ref'././z7
| l l I T I l
UZ] UZZ 023 UZI‘ UZ5 UZG Uz7
I i I 1 I I 1 I
] I ] I I | I ]
i 1 | j ] j | )
! A I B A ! BA 1 BA P BA BA I BA
i i | | i | i i
I 1 I I Il | | I
|8 _i_68h | 168h _|_168h __ 168n | 168h _L_ 1680 _|
Tomin T e8h T gh T .8h T agh T e8h T 18n )
| 1008h I
B
-8h
Bemerkungen.
Priftemperatur ... ........... 80°C+0,1°C
Prafstrom . ... ... ... .. ... 7.5 mA mit einer Konstanz und Wiederholbarkeitvon + 0,1 uA
AL Entnahme der Dioden aus der Temperaturkammer zum Messen von Uz. Unter-

brechen des Stromkreises und Abkiihlen auf Raumtemperatur dirfen eine Zeit
von 5 min nicht tiberschreiten. Vor der eigentlichen Uz-Messung missen die
Dioden mindestens 1 Stunde lang unter Prifbedingungen arbeiten.

B... . Nach der Uz-Messung werden die Dioden wieder in die Hochtemperaturkammer
gebracht. Die Ubergangszeit betragt maximal 5 min.

Die ersten 168 Betriebsstunden dienen zum Stabilisieren der Diodenwerte. Zur Bewertung bildet man das Verhaltnis

aus groRter Z-Spannungsabweichung (4Uz) und Uz'.
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Referenzdioden bis 2,5 W im Kunststoffgehiuse

1N 4057 bis
1N 4085A

1N4057 bis 1N4085A sind Silizium-temperaturkompensierte Referenzdioden im Kunststoff-
gehause unterschiedlicher GroRe (Gehausetyp CC, DD und EE) mit Verlustleistungen von
1,5 W, 2,0 Wund 2,5 W. Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 12,4 V bis 200 V. Der
maximale TK fur Standardtypen betragt 0,005%/K. Dioden mit einem max. 7K von 0,002%/K
haben den Zusatzbuchstaben A. Die Kathode ist durch einen Farbring gekennzeichnet. Die
Standard-Toleranz der Z-Spannung betragt +5%.

Kathode

/ 081
- /J
~254min —s-+e- —s-e-254min
127£05 6,35:025
Kut{mde ®D 81

f

635:025

; i
=254 min -+ 19:08 e-254min

/Kuthnde

081
EZSAmm ~wta— 7B 6 0.8 —ra-254 mmj ﬁ;

792025

Typ Bestellnummer

1N 4057 Q68000-A1529-F82
1N 4057A Q68000-A1530-F82
1N 4058 Q68000-A1531-F82
1N 4058A Q68000-A1532-F82
1N 4059 Q68000-A1533-F82
1N 4059A Q68000-A1534-F82
1N 4060 Q68000-A1535-F82
TN 4060A Q68000-A1536-F82
1N 4061 Q68000-A1537-F82
TN 4061A Q68000-A1538-F82
1N 4062 Q68000-A1539-F82
1N 4062A Q68000-A1540-F82
1N 4063 Q68000-A1541-F82
1N 4063A Q68000-A1542-F82
1N 4064 Q68000-A1543-F82
1N 4064A Q68000-A1544-F82
TN 4065 Q68000-A1545-F82
1N 4065A Q68000-A1546-F82
1N 4066 Q68000-A1549-F82
TN 4066A Q68000-A1550-F82

cc
Gewicht etwa 1,22 g

DD
Gewicht etwa 1,54 g

EE
Gewicht etwa 3,26 g

Typ

MaRe in mm

Bestellnummer

1N 4067
1N 4067A
1N 4068
1N 4068A
1N 4069

1N 4069A
1N 4070
TN 4070A
1N 4071
1N4071A

1N 4072
1N4072A
1N 4073
1N 4073A
1N 4074

1N 4074A
1N 4075
1N 4075A
1N 4076
1N 4076A

Q68000-A1551-F82
Q68000-A1552-F82
Q68000-A1553-F82
Q68000-A1554-F82
Q68000-A1555-F82

Q68000-A1556-F82
Q68000-A1557-F82
Q68000-A1558-F82
Q68000-A1559-F82
Q68000-A1560-F82

Q68000-A1561-F82
Q68000-A1562-F82
Q68000-A1563-F82
Q68000-A1564-F82
Q68000-A1565-F82

Q68000-A1566-F82
Q68000-A1567-F82
Q68000-A1568-F82
Q68000-A1569-F82
Q68000-A1570-F82
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1N 4057 bis

1N 4085A
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 4077 Q68000-A1571-F82 1N4081A Q68000-A1580-F82
1N4077A Q68000-A1572-F82 1N 4082 Q68000-A1584-F82
1N 4078 Q68000-A1573-F82 1N 4082A Q68000-A1585-F82
1N 4078A Q68000-A1574-F82 1N 4083 Q68000-A1586-F82
1N 4079 Q68000-A1575-F82 1N 4083A Q68000-A1587-F82
1N 4079A Q68000-A1576-F82 1N 4084 Q68000-A1588-F82
1N 4080 Q68000-A1577-F82 1N 4084A Q68000-A1589-F82
1N 4080A Q68000-A1578-F82 1N 4085 Q68000-A1590-F82
1N 4081 Q68000-A1579-F82 1N 4085A Q68000-A1591-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N4057 bis
1N4085A
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —55 bis +100 °C
Sperrschichttemperatur T; —55 bis +100 °C
Gesamtverlustleistung fir:
Gehause CC Prot 1,5 W
Gehéduse DD Piot 2,0 w
Gehause EE Prot 2,5 W
Kenndaten (7y=25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeB- Max.dyn. | Temperatur- Arbeits- Ge-
Spannung | strom Z-lmpe- koeffizient max. Temperaturbereich haduse
(£5%) 1) danz Bau-
form
beiIZt bei Izt
Uz () Izt (mA) Zz1(Q) TK (%/K)| TK (mV/K) | °C
1N 4057 12,4 10,0 25 | 0,005 0,62 | -55bis+25bis+100| CC
1N4057A 124 10,0 25 10,002 0,25 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4058 14,6 10,0 30 0,005 0,73 | -b5bis+25bis+100| CC
1N 4058A 14,6 10,0 30 (0,002 0,29 |-b5bis+25bis+100| CC
1N 4059 16,8 10,0 30 |0,005 0,84 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4059A 16,8 10,0 30 |0,002 0,34 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4060 18,5 10,0 30 |0,005 0,92 |-55bis+25bis+100| CC
1N 4060A 18,5 10,0 30 |0,002 0,37 | -b5bis+25bis+100| CC
1N 4061 21 10,0 35 0,005 1,05 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4061A 21 10,0 35 |[0,002 0,42 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4062 23 10,0 40 | 0,005 1,15 | -55bis +25bis+100| CC
1N 4062A 23 10,0 40 | 0,002 0,46 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4063 27 10,0 45 | 0,005 1,35 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4063A 27 10,0 45 | 0,002 0,54 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4064 30 10,0 50 | 0,005 1,60 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4064A 30 10,0 50 |0,002 0,60 |-55bis+25bis+100| CC
1N 4065 33 10,0 55 0,005 1,66 |-55bis+25bis+100| CC

") Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /z durchzufiihren.
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1N 4057 bis

1N 4085A
Kenndaten (Ty=25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max.dyn. | Temperatur- Arbeits- Ge-
Spannung | strom Z-Impe- koeffizient max. Temperaturbereich hause
(£5%) danz Bau-
form
bei IZt bei IZt
Uz (V) Izt (mA) 27t (@) TK (%/K)| TK (mV/K) | °C
1N 4065A 33 10,0 55 |0,002 0,66 |-55bis+25bis+100| CC
1N 4066 37 75 80 | 0,005 1,85 | -55bis +25bis+100| CC
1N4066A 37 7.5 80 |0,002 0,74 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4067 43 75 90 | 0,005 2,15 |-55bis+25bis+100| CC
1N 4067A 43 7,5 90 | 0,002 0,86 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4068 47 75 100 {0,005 2,35 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4068A 47 7,5 100 0,002 0,94 | -55bis+25bis+100| CC
1N 4069 51 75 110 | 0,005 2,55 | -65bis+25bis+100| DD
1N 4069A 51 75 110 {0,002 1,02 | -55bis+25bis+100( DD
1N 4070 56 7,5 120 | 0,005 2,80 | -55bis+25bis+100| DD
1N 4070A 56 7,5 120 | 0,002 1,12 | -55bis+25bis+100| DD
1N 4071 62 7.5 135 | 0,005 3,10 |[-55bis+25bis+100| DD
1N4071A 62 75 135 0,002 1,24 | -55bis +25bis+100| DD
1N 4072 68 5,0 230 |0,005 3,40 |-55bis+25bis+100| DD
1N 4072A 68 5,0 230 {0,002 1,36 | -55bis+25bis+100| DD
1N 4073 75 5,0 250 |0,005 3,75 |-55bis+25bis+100| DD
1N4073A 75 5,0 250 0,002 1,60 |[-55bis+25bis+100| DD
1N 4074 82 5,0 270 | 0,005 410 |-55bis+25bis+100| DD
1N4074A 82 5,0 270 0,002 1,64 |-55bis+25bis+100| DD
1N 4075 87 5,0 290 |0,005 4,35 |-55bis+25bis+100( DD
1N 4075A 87 5,0 290 |0,002 1,74 |-55bis+25bis+100|{ DD
1N 4076 9N 5,0 310 0,005 4,55 | -55bis+25bis+100{ DD
1N4076A 9N 5,0 310 {0,002 1,82 | -55bis+25bis+100| DD
1N 4077 100 50 340 |[0,005 5,00 |-55bis+25bis+100| DD
1N4077A 100 5,0 340 0,002 2,00 |-55bis+25bis+100( DD
1N 4078 105 2,5 700 |0,005 5,25 |[-55bis+25bis+100| DD
1N4078A 105 2,5 700 |0,002 2,10 |-55bis+25bis+100| DD
1N 4079 110 25 740 | 0,005 5,60 |-55bis+25bis+100| DD
1N 4079A 110 2,5 740 0,002 2,20 | -55bis+25bis+100| DD
1N 4080 120 2,5 800 0,005 6,00 |-55bis+25bis+100| DD
1N 4080A 120 2,5 800 0,002 2,40 |-55bis+25bis+100| DD
1N 4081 130 2,5 840 |0,005 6,50 | -55bis+25bis+100| EE
1N4081A 130 2,5 840 | 0,002 2,60 |-55bis+25bis+100| EE
1N 4082 140 2,5 960 | 0,005 7,00 |-55bis+25bis+100| EE
1N 4082A 140 2,5 960 0,002 2,80 |-55bis+25bis+100| EE
1N 4083 150 2,5 1020 | 0,005 7,50 | -55bis+25bis+100| EE
1N 4083A 150 2,5 1020 | 0,002 3,00 |-55bis+25bis+100| EE
1N 4084 175 2,5 1150 | 0,005 8,75 | -b5bis+25bis+100| EE
1N 4084A 175 2,5 1150 |0,002 3,50 |[-55bis+25bis+100| EE
1N 4085 200 2,5 1350 | 0,005 10,00 | -55bis+25bis+100| EE
1N 4085A 200 2,5 1350 | 0,002 4,00 |-55bis+25bis+100| EE

') Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von / durchzufiihren.



1N 4057 bis
1N 4085A

Typische Sperrkennlinie einer
1N4076A-Diode 1Z=f (UZ)
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Die Referenzdioden 1N 4057 bis 1N4085A sind fiir einen Temperaturbereich von —55°C bis
+100°C spezifiziert. Die einzelnen MeRpunkte liegen bei —-55°C, bei +100°C und bei der
Bezugstemperatur von +25° C. Die maximale Abweichung der Z-Spannung in den Bereichen
_55°C bis +25°C und +25°C bis +100°C ist in mV/K angegeben und in der vorstehenden
Tabelle aufgefiihrt. Sie wurde mit dem Temperaturkoeffizienten als Mittelwert Gber der Tem-
peratur berechnet. Gibt es z. B. eine Temperaturveranderung um 80°C von —55°C auf +25°C,
so betragt bei einem mittleren 7K von +0,005%/K die maximale Abweichung der Z-Spannung:
AUz=80°C - 0,005%/°C=0,4%. Die Referenzdiode - 1N 4057 besitzt eine Z-Spannung von
12,4 V. Die maximale Anderung betrdgt nach der oben durchgefiihrten Berechnung: AUz=
12,4V -0,4%=49,6 mV.
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Referenzdioden 0,4 W im Glasgehiuse

1N

4565 bis 1N 4584A

1N 4565 bis 1N4584 A sind Silizium-temperaturkompensierte Referenzdioden im Glasgehause
51A2 DIN 41880 (DO-7) fur professionelle und militarische Anwendungen. Die Z-Spannung
betragt 6,4 V4+5%. Der Standard-Temperaturbereich liegt bei —55 bis +75°C. Dioden mit
einem erweiterten Temperaturbereich von —55 bis +100°C haben den Zusatzbuchstaben A.
Die Z-MeRstrome liegen zwischen 0,5 und 4 mA. Die Kathode ist durch einen Farbring ge-

kennzeichnet. 1 N4565A bis 1N4574 A haben JAN- und JANTX-Qualifikation.

00,56

Kathode

—25,4mn -]

Typ

762Zmaxj

— - —_—
|
le— 254min ]

2,71 max

Bestellnummer

MaRe in mm
Gewichtetwa0,2g
Glasgehause 51A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ

1N 4565
1N 4565A
1N 4566
1N 4566A
1N 4567

1N4567A
1N 4568
1N 4568A
1N 4569
1N 4569A

1N 4570
1N 4570A
1N4571
1N4671A
1N 4572

1N 4572A
1N 4573
1N4573A
1N 4574
1N 4574A

Q68000-A1611-F82
Q68000-A1612-F82
Q68000-A1116-F82
Q68000-A1613-F82
Q68000-A1614-F82

Q68000-A1615-F82
Q68000-A1616-F82
Q68000-A1617-F82
Q68000-A1618-F82
Q68000-A1619-F82

Q68000-A1620-F82
Q68000-A1621-F82
Q68000-A1622-F82
Q68000-A1623-F82
068000-A1624-F82

Q68000-A1625-F82
Q68000-A1626-F82
Q68000-A1627-F82
Q68000-A1628-F82
068000-A1629-F82

Bestellnummer

1N 4575
1N 4575A
1N 4576
1N 4576A
1N 4577

1N4577A
1N 4578
1N 4578A
1N 4579
1N4579A

1N 4580
1N 4580A
1N 4581
TN4581A
1N 4582

1N 4582A
1N 4583
1N 4583A
1N 4584
1N 4584A

Q68000-A1630-F82
Q68000-A1150-F82
Q68000-A1631-F82
Q68000-A1632-F82
Q68000-A1130-F82

Q68000-A1633-F82
Q68000-A1634-F82
Q68000-A1635-F82
Q68000-A1636-F82
Q68000-A1637-F82

Q68000-A1638-F82
Q68000-A1639-F82
Q68000-A1640-F82
Q68000-A1641-F82
Q68000-A1642-F82

Q68000-A1643-F82
Q68000-A1644-F82
Q68000-A1645-F82
Q68000-A1646-F82
Q68000-A1647-F82
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1N 4565 bis 1N 4584A

Grenzdaten 1N4565 bis

1N4584A
Z-Spannung Uz 6,4 \'
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %)
Sperrstrom
bei UR =3V IR 10 [.LA
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung bei Phot 400 mwW
Ty=50°C
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RihJu <300 K/W

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Z-MeRstrom °) | Maximaler Temperatur-Koeffizient d. Referenzspannung Max. dyn.
Z-lmpedanz 2)
Izt (mA) TK (+%/K) TK (£ mV/K) | Temperaturbereich Zz7:(Q)
1N 4565 0,5 0,01 0,64 0 bis +75°C 200
1N 4565A 0,5 0,01 0,64 —55 bis +100°C 200
1N 4566 0,5 0,005 0,32 0 bis +75°C 200
1N 4566A 0,5 0,005 0,32 -55 bis +100°C 200
1N 4567 0,5 0,002 0,13 0 bis +75°C 200
1N 4567A 0,5 0,002 0,13 -55 bis +100°C 200
1N 4568 0,5 0,001 0,06 0 bis +75°C 200
1N 4568A 0.5 0,001 0,06 -55 bis +100°C 200
1N 4569 05 0,0005 0,03 0 bis+ 75°C 200
1N 4569A 0,5 0,0005 0,03 —55 bis + 100°C 200
1N 4570 1,0 0,01 0,64 0 bis +75°C 100
1N 4570A 1.0 0,01 0,64 —-55 bis +100°C 100
1N 4571 1,0 0,005 0,32 0 bis +75°C 100
1N4571A 1,0 0,005 0,32 —55 bis +100°C 100
1N 4572 1,0 0,002 0,13 0 bis +75°C 100
1N4572A 1.0 0,002 0,13 -55 bis +100°C 100
1N 4573 1,0 0,001 0,06 0 bis +75°C 100
1N 4573A 1,0 0,001 0,06 -55 bis +100°C 100

1

Wenn Dioden mit engeren Toleranzen bestellt werden sollen, so gelten fiir die Z-Spannungen der einzelnen Typen
folgende mittlere Nennwerte:

1N 4565 bis 1TN4569:U, = 6,6 V

1N4570 bis 1N4574: U, = 6,55 V

1N4575 bis 1N4579:U, = 6,5V

1N 4580 bis 1N4584: U, = 6,45V

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom /, ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von 0,1 /5,
uberlagert wird.

Der Ty der Z-Impedanz betragt ca. +0,3%/K.

3) Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /,, durchzufiihren.

~
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1N 4574 bis 1N 4584A

Kenndaten (7y=25°C)

Typ Z-MeRstrom 3) | Maximaler Temperatur-Koefﬁzie;n d. Referenzspannung Max. dyn.
Z-Impedanz ?)
Izt (mA) TK (£ %/K) TK (£ mV/K) | Temperaturbereich 2zt (Q)
1N 4574 1,0 0,0005 0,03 0 bis + 75°C 100
1N 4574A 1.0 0,0005 0,03 —55 bis + 100°C 100
1N 4575 2,0 0,01 0,64 0 bis +75°C 50
1N4575A 2,0 0,01 0,64 —-55 bis + 100°C 50
1N 4576 2,0 0,005 0,32 0 bis + 75°C 50
1N4576A 2,0 0,005 0,32 —55 bis + 100°C 50
1N 4577 2,0 0,002 013 0 bis +75°C 50
1N4577A 2,0 0,002 0,13 -55 bis + 100°C 50
1N 4578 2,0 0,001 0,06 0 bis +75°C 50
1N 4578A 2,0 0,001 0,06 —55 bis +100°C 50
1N 4579 2,0 0,0005 0,03 0 bis +75°C 50
1N4579A 2,0 0,0005 0,03 —55 bis + 100°C 50
1N 4580 4,0 0,01 0,64 0 bis +75°C 25
1N 4580A 4,0 0,01 0,64 -55 bis +100°C 25
1N 4581 4,0 0,005 0,32 0 bis +75°C 25
1N 4581A 4,0 0,005 0,32 -55 bis + 100°C 25
1N 4582 4,0 0,002 0,13 0 bis +75°C 25
1N 4582A 4,0 0,002 0,13 -55 bis +100°C 25
1N 4583 4,0 0,001 0,06 0 bis +75°C 25
1N 4583A 4,0 0,001 0,06 -55 bis + 100°C 25
1N 4584 4,0 0,0005 0,03 0 bis + 75°C 25
1N 4584A 4,0 0,0005 0,03 -55 bis + 100°C 25
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1N 4565 bis 1N 4569A

Typ. Anderung des TK Typ. Anderung der Z-Spannung
als Funktion des Z-Stromes als Funktion des Z-Stromes
ATK=f(1Z) aUZ=f(12)
1N4565 bis 1N4569A 1N4565 bis 1N4569A
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1N 4570 bis 1N 4574A

Typ. Anderung des TK als Typ. Anderung der Z-Spannung
Funktion des Z-Stromes als Funktion des Z-Stromes
ATK=f (1Z) 4UZ=f(Iz)
1N4570 bis 1N4574A 1N4570 bis 1N4574A
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1N 4575 bis 1N 4579A

o
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47K o001
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-0002

314

Typ. Anderung des TK als
Funktion des Z-Stromes
ATK=f(12)

1N4575 bis 1N4579A
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Typ. Anderung der Z-Spannung
als Funktion des Z-Stromes
4Uz=f(12)

1N4575 bis 1N4579A
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TN 4580 bis 1N 4584A

Typ. Anderung des TK als Typ. Anderung der Z-Spannung
Funktion des Z-Stromes als Funktion des Z-Stromes
ATK=f(1Z2) 4Uz=f(1z)
1N4580 bis 1N4584A 1N4580 bis 1N4584A
% w
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Referenzdioden 0,25 W im Glasgehause 1N 4765 bis 1N 4774A

1N4765 bis 1N4774 A sind temperaturkompensierte Silizium-Referenzdioden im Glasgehause
51A2 DIN 41880 (DO-7) fur allgemeine Anwendungen. Die Z-Spannung betragt 9,1 V. Der
Standardtemperaturbereich liegt zwischen —55° und +75°C. Dioden fiir den erweiterten Bereich
von —55 bis +100°C haben den Zusatzbuchstaben A. Die Kathode ist durch einen Farbring
gekennzeichnet.

® 0,56,0’, Kathode

! MaRe in mm

=55 = - -
: [ Gewichtetwa 0,2 g
762maxt=— 254 min j

N mEx Glasgehduse 51A2 DIN 41880 (DO-7)

—25,4mn

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N 4765 Q68000-A1235-F82 1N 4770 Q68000-A2823-F82
1N 4765A Q68000-A1738-F82 1N4770A Q68000-A1743-F82
1N 4766 Q68000-A1216-F82 1N4771 Q68000-A2824-F82
1N4766A Q68000-A1739-F82 1N4771A Q68000-A1744-F82
1N 4767 Q68000-A2820-F82 1N 4772 Q68000-A2825-F82
1N4767A Q68000-A1740-F82 1N4772A Q68000-A1745-F82
1N 4768 Q68000-A2821-F82 1N4773 Q68000-A2826-F82
1N 4768A Q68000-A1741-F82 1N4773A Q68000-A1746-F82
1N 4769 Q68000-A2822-F82 1N4774 Q68000-A2827-F82
1N 4769A Q68000-A1742-F82 1N4774A Q68000-A1747-F82
Grenzdaten (Ty=25°C) 1N4765 bis

1N4774A
Z-Spannung Uz 9.1 \Y
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Phot 250 mW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RihJu =300 K/W
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1N 4765 bis 1N 4774A

Kenndaten (Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max.dyn. | Spannungs- | Arbeits-Temperatur- Temperatur-
Spannung | strom Z-Impe- temperatur- | bereich koeffizient
bei Izt 3) danz ') .:.ta?ilitéit eff.

AUZ max
uz(v) Izt(mA) Z71(Q) (mV) °c TK(%/K)

1N 4765 91 0,5 350 68 Obis+ 75 0,01

1N4765A 91 0,5 350 141 —-55 bis +100 0,01

1N 4766 9,1 0,5 350 34 Obis+ 75 0,005

1N 4766A 91 0,5 350 70 —-55 bis +100 0,005

1N 4767 9.1 0,5 350 14 Obis+ 75 0,002

1N4767A 9.1 0,5 350 28 —55 bis +100 0,002

1N 4768 9,1 0,5 350 7 Obis+ 75 0,001

1N4768A 91 0,5 350 14 —55 bis +100 0,001

1N 4769 9.1 0,5 350 3 Obis+ 75 0,0005

1N4769A 9.1 0,5 350 7 —55 bis +100 0,0005

1N 4770 9.1 1.0 200 68 Obis+ 75 0,01

1N 4770A 9.1 1,0 200 141 —55 bis +100 0,01

1N4771 9.1 1,0 200 34 Obis+ 75 0,005

1N4771A 9.1 1,0 200 70 —55 bis +100 0,005

1N 4772 9.1 1,0 200 14 Obis+ 75 0,002

1N4772A 9.1 1,0 200 28 —55 bis +100 0,002

1N 4773 9.1 1,0 200 7 Obis+ 75 0,001

1N4773A 9.1 1,0 200 14 —55 bis +100 0,001

1N4774 9.1 1.0 200 3 Obis+ 75 0,0005

1N4774A 9.1 1,0 200 7 —55 bis +100 0,0005

') Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR man dem Strom /,, einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert

, von 0,1 /5 Uberlagert (T, = 25 °C).

) Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d.h. die Anderung
der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich (iberschreiten.

%) Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /, durchzufiihren.
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1N 4765 bis 1N 4774A

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)

mW
350 F

Rot 300

250

200

150 1

100

50

i

0 25 50 75 100 125 10 175 200 °C

—
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Referenzdioden 0,25 W im Glasgehause

1N 4775 bis 1N 4784A

1N4775 bis TN4784 A sind temperaturkompensierte Silizium-Referenzdioden im Glasgehause
51A2 DIN 41880 (DO-7) fir allgemeine Anwendungen. Die Z-Spannung betrdgt 8,5 V. Der
Standardtemperaturbereich liegt zwischen —55 und +75°C. Dioden fiir den erweiterten Bereich
von —55 bis +100 haben den Zusatzbuchstaben A. Die Kathode ist durch einen Farbring

gekennzeichnet.

0056,

Typ

—

Kathode

E»ZS,Lmnnj 762max=— 254min

[ Gewichtetwa 0,2 g

Glasgehause 5/A2 DIN 41880 (DO-7)

2,71 max

Bestellnummer

1N 4775
1N4775A
1N 4776
1N4776A
1N 4777

1N4777A
1N4778
1N4778A
1N 4779
TN 4779A

Q68000-A2782-F82
Q68000-A1748-F82
Q68000-A2783-F82
Q68000-A1749-F82
Q68000-A2784-F82

Q68000-A1750-F82
Q68000-A2785-F82
Q68000-A1751-F82
Q68000-A2786-F82
Q68000-A1752-F82

Grenzdaten (7y=25°C)

Z-Spannung
Lagertemperatur
Gesamtverlustleistung
Warmewiderstand

Sperrschicht-umgebende Luft

Typ Bestellnummer
1N 4780 Q68000-A2787-F82
1N 4780A Q68000-A1753-F82
1N 4781 Q68000-A2788-F82
1N4781A Q68000-A1754-F82
1N 4782 Q68000-A2789-F82
1N4782A Q68000-A1755-F82
1N 4783 Q68000-A2790-F82
1N4783A Q68000-A2791-F82
1N 4784 Q68000-A2792-F82
1N4784A Q68000-A2793-F82
1N4775 bis
1N4784A
Uz 8,6 \
Ts —65 bis +175 °C
Piot 250 mwW
RinJu =300 K/W
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1N 4775 bis 1N 4784A

Kenndaten* (7y=25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max.dyn. | Spannungs- | Arbeitstemperatur- Temperatur-
Spannung | strom Z-Impe- temperatur- | bereich koeffizient
bei Izt denz stabilitat eff.

)Y 2) 4
AUZmax
uz () Izt (mA) | Zz¢(Q) (MV) °C TK (%/K)

1N 4775 8,6 0,5 200 64 Obis+ 75 0,01

1N4775A 8,5 0,5 200 132 -55 bis +100 0,01

1N 4776 8,6 0.5 200 32 Obis+ 75 0,005

1N4776A 8,5 0,5 200 66 —-55 bis +100 0,005

1N 4777 8,5 0,5 200 13 Obis+ 75 0,002

1N4777A 8,5 0,5 200 26 -55 bis +100 0,002

1N 4778 8,5 0.5 200 6 Obis+ 75 0,001

1N 4778A 8,5 0.5 200 13 —55 bis +100 0,001

1N 4779 8,5 0,5 200 3 Obis+ 75 0,0005

1N4779A 8,5 0.5 200 7 —55 bis +100 0,0005

1N 4780 8,5 1,0 100 64 Obis+ 75 0,01

1N4780A 8,56 1,0 100 132 -55 bis +100 0,01

1N 4781 8,5 1,0 100 32 Obis+ 75 0,005

1N4781A 8,5 1,0 100 66 —55 bis +100 0,005

1N 4782 8.5 1.0 100 13 Obis+ 75 0,002

1N 4782A 8,5 1,0 100 26 —55 bis +100 0,002

1N 4783 8,5 1,0 100 6 Obis+ 75 0,001

1N 4783A 8,5 1,0 100 13 —55 bis +100 0,001

1N 4784 8,5 1,0 100 3 Obis+ 75 0,0005

1N4784A 8,5 1.0 100 7 —55 bis +100 0,0005

'} Wenn Dioden mit engeren Toleranzen bestellt werden sollen, so gilt fir die Z-Spannung ein Nennwert von 8,8 V.
2) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom /, ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von 0,1 - /,

Gberlagert wird (T, = 75 °C).
°) Dieses ist die gesamte Abweichung, die tiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d.h. die Anderung
der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich Uberschreiten
*) Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /5 durchzufithren.
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1N 4775 bis 1N 4784A

Zulédssige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)

mwW
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Rot 300
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Ultrastabile Referenzdioden 0,4 W im Glasgehause 1N 4890 bis
1N 4895A

Bei den Typen 1N4890 bis 1N4895 und 1N4890A bis 1N4895A handelt es sich um ultra-
stabile temperaturkompensierte Silizium-Referenzdioden, die von der Siemens AG mit einem
Zertifikat fir die Stabilitit der Z-Spannung geliefert werden. Gebrauchliche Stabilitatswerte
sind 10, 20 und 50 ppm/1000 h. Auf Anfrage sind auch Dioden mit einer Stabilitat von weniger
als 5 ppm/1000 h lieferbar. Die Z-Spannung betragt 6,35 V. Die Kathode ist durch einen
Farbring gekennzeichnet.

Besonders in Schaltungen, bei denen eine von Schock, Vibration und Lage unabhéangige,
ultrastabile Z-Spannung gefordert wird, kann man diese temperaturkompensierten Referenz-
dioden einsetzen. lhre garantierte Spannungsstabilitat wurde lber eine wirkliche Betriebs-
dauer von 1000 Stunden gemessen. Diese Referenzdioden eignen sich daher sehr gut fir
Anwendungen, bei denen sehr genaue und zuverldssige Messungen durchgefiihrt werden
miissen, wie z. B. in Digital-Voltmetern, in Rechnern,in X-Y-Schreibern, in Raketensteuerungen,
in Umweltpriifsystemen und in tragbaren Spannungsnormalen.

Die ausgezeichnete Langzeitstabilitat der vorliegenden Referenzdioden erzielt Siemens durch
ein besonderes Herstellungsverfahren, das sogenannte »Lifeguard«-Verfahren (geschutztes
Handelszeichen der Siemens AG). Wie bereits erwidhnt, unterwirft man alle Dioden dieser
Typenfamilie einer 1000-Stunden-Priifung, bei der alle 168 Stunden eine Messung erfolgt.
Man erhélt so 7 inviduelle Priifergebnisse. Diesen »Alterungstest« fiihrt man bei einer Temperatur
von 80°C +0,1°C durch.

Mit jeder Diode der genannten Typenfamilie liefert die Siemens AG ein Zertifikat mit folgenden
Angaben:

1. SpannungsmefRwerte der Stabilitatsprifung.

2. Die Spannungsabweichung, bezogen auf t, (0 Stunden, in wV und in ppm (parts
per million).

3. Eine Kurve derrelativen Spannungsabweichung in ppm.

4. Eine graphische Darstellung mit einer ausfihrlichen Ablaufsbeschreibung der
1000-Stunden-Prifung.

Um eine Stabilitat von z. B. 10 ppm/1000h zu erreichen, muf® man sowohl alle Umwelts-
bedingungen als auch die elektrischen Faktoren mit der Genauigkeit von Eichnormalen messen.

® 0’55_0‘1 Kathode

MaRe in mm

|
=1 — _
' Gewicht etwa 0,2
762maxt=— 254min _ ewichtetwa 0,29

2,71 max Glasgehduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7)

—25,4mn

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

1N 4890 Q68000-A2794-F82 1N 4893 Q68000-A2797-F82
1N 4890A Q68000-A1758-F82 1N 4893A Q68000-A1761-F82
1N 4891 Q68000-A2795-F82 1N 4894 Q68000-A2798-F82
1N 4891A Q68000-A1759-F82 1N 4894A Q68000-A1762-F82
1N 4892 Q68000-A2796-F82 1N 4895 Q68000-A2799-F82
1N4892A - | Q68000-A1760-F82 1N 4895A Q68000-A1763-F82

322



1N 4890 bis

1N 4895A
Grenzdaten 1N4890 bis
1N4895A

Z-Spannung Uz 6,35 \

Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %

Maximaler Z-Spitzenstrom

bei Ty=+150°C Iznm 7,5 mA

Arbeitstemperaturbereich Top —65 bis +175 °C

Max. Lotstellentemperatur

im Abstand von L=1,59 £0,8 mm

vom Gehause, max. 10 s lang T +230 °C

Gesamtverlustleistung

bei Ty=560°C Prot =400 mW

Kenndaten*(7Ty=25°C)

Typ Nenn-Z- | Z-MeB- | Max. Span- Arbeits- Tempera- | Span- Span-
Span- strom dyn. nungs- temperatur- turkoeffi- nungs- nungs-
nung (£ Z-lmpe- | temperatur- | bereich zient eff. Zeit- Zeit-
(+5%) |001mA)| danz stabilitat stabilitat | stabilitat
bei Izt bei Izt (Tu= eff.

) 2) 80°C) ?)
JUzmax | 4Uzeff
Azt U max (wVv/ (PPM/
Uz (V) [Izt(mA) | Zzt(Q) | (mV) °C TK (%/K) |1000h) | 1000 h)

1N 4890 6,35 75 10 5,0 25bis 100 | 0,001 318 50

1N 4890A 6,35 7.5 10 10,0 -55bis100 | 0,001 318 50

1N 4891 6.35 7,5 10 2,5 25bis100 | 0,0005 318 50

1N4891A 6,35 7,5 10 5,0 —-55bis 100 | 0,0005 318 50

1N 4892 6,35 7.5 10 5,0 25bis100 | 0,001 127 20

1N 4892A 6,25 75 10 10,0 —55bis100 | 0,001 127 20

1N 4893 6,35 7.5 10 2,5 25bis 100 | 0,0005 127 20

1N 4893A 6,35 7,5 10 5,0 -55bis 100 [ 0,0005 127 20

1N 4894 6,35 7.5 10 50 25bis 100 | 0,001 64 10

1N 4894A 6,35 75 10 10,0 -55bis 100 | 0,001 64 10

1N 4895 6,35 7,5 10 2,5 25bis100 | 0,0005 64 10

1N 4895A 6,35 7,5 10 5,0 -55bis 100 | 0,0005 64 10

') Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom Izt ein 60 Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von

0,1 - Izt Uberlagert wird. ) B
Dieses ist die gesamte Abweichung, die iiber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d. h. die Anderung

2

-~

der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich tiberschreiten.

3

~

Die Angaben gelten bei folgendem Arbeitspunkt: 1zt = 7,5 mA + 0,0001 mA

Tu=80°C + 0,1°C
Die angefiihrten VorsichtsmaRnahmen sind ebenfalls zu beachten.
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1N 4890 bis

1N 4895A
AUpy -Kurve einer typischen 1N4890-Diode
50 F I '[7 i T I 1 o o
| i B AL B33 206
Spannungs- |
abweichung { B —
in ppm ‘
672 840 1008
Belriebszeil in Stunden
AUyy -Kurve einer typischen 1N4893-Diode
B B T -
0 ‘ ?
Spannungs- 0 09 [ l
| +U, |
4

abweichung 0 /A

in ppm

10 I
0 ! - I
0 168 336 504 672 840 1008
Belriebszeit in Stunden
AUy -Kurve einer typischen 1N4895 - Diode
20 ; ; | .
Spannungs - l
abweichung 0
in ppm RS { L o B
20— ' -

0 168 336 504 672 840 1008
Betriebszeil in Stunden
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1N 4890 bis
1N 4895A

Zulassige Gesamtverlustleistung
Ptot=f(TU)

Als »stabiler Bereich« ist das Gebiet definiert, in dem
die max. zeitliche Stabilitat fir AUzt erreicht wird.
Falls man die Dioden auRerhalb dieses Gebietes
betreibt, so ist mit einer schlechteren Zeitkonstanz
zu rechnen.

25 %0 100 150 200 °C

!

Hinweise und Vorkehrungen fiir das Anwenden von Referenzdioden mit garantierter
Uz-Stabilitat.

1. Diodenbezeichnung.

Die Dioden werden zusammen mit den Zertifikaten verschickt. Jede Referenzdiode befindet
sich in einer Einzelverpackung, die eine Kennummer tragt. Diese besteht aus der eigentlichen
Typenbezeichnung und der Dioden-Seriennummer. Letztere enthélt in codierter Form die
Losnummer und eine interne Nummer, die Werks-Priifprotokollen zugeordnet ist.

2.Vorkehrungen.

Beim Einloten von ultrastabilen Referenzdioden muB man die fir alle Halbleiter allgemein
gliltigen Vorschriften bericksichtigen. Die Diode darf thermisch nicht iberlastet werden, d. h.
man muB fur eine geeignete Warmeableitung zwischen Diode und Lotstelle sorgen. Kalte
Lotverfahren sind denen mit Lotkolben vorzuziehen. Umgibt man die Referenzdiode mit einer
groRen thermischen Masse aus Aluminium, Kupfer, Messing oder Kunststoff, so werden durch
thermische Effekte verursachte Spannungsanderungen vermieden, die als niederfrequentes
Rauschen im Bereich von 0 bis 3 Hz wahrnehmbar sind.

Folgende Vorkehrungen muRR man ebenfalls beachten, wenn die Stabilitatseigenschaften der
Referenzdiode voll zur Wirkung kommen sollen. Ist der durch die Diode flieRende Strom nicht
stabilisiert, so dndert sich die Spannung gemaR der Anderung der Z-Impedanz (AUz=AIz-Zz,).
Falls sich die Sperrschichttemperatur aufgrund von Umgebungs- oder Gehausetemperatut-
schwankungen bzw. aufgrund von Verlustleistungswechseln andert, so tritt ebenfalls eine
'Spannnungsverschiebung entsprechend des Temperaturkoeffizienten der Diode auf. Ein
konstanter Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und Umgebung muR durch eine geeignete
Art der Befestigung gewahrleistet sein. Umwelteinflisse wie Zugluft, bewegtes Ol und sogar
der von einer Diode in einem geschlossenen Behalter verursachte Konvektionsstrom kénnen
groBere Spannungsanderungen als spezifiziert hervorrufen.
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1N 4890 bis
1N 4895A

Die garantierte Stabilitat einer Referenzdiode erreicht man nur bei konstanter Temperatur und
im eingeschwungenen Zustand. Betreibt man die Diode bei anderen als in dem Prufzertifikat
genannten Bedingungen, so empfiehlt es sich, eine Zeitspanne von 2—-3 Wochen verstreichen
zu lassen, bis eine angemessene Stabilitat erreicht wird.

Dieses kann durchaus in den Spezifikationen des Anwenders vorgesehen sein. Die Referenz-
diode verliert ihre Stabilitatseigenschaften nicht, solange sich ein thermisches Gleichgewicht
unter neuen Bedingungen einstellen kann.

Temperaturkoeffizienten, die wesentlich niedriger liegen als die spezifizierten Werte, kann man
erreichen, wenn die Referenzdiode mit einem Strom betrieben wird, der in der Nahe des
Nulldurchganges der TK-Kurve liegt oder der direkt zu diesem Wert fiihrt (unter Nulldurchgang
versteht man den Wechsel des 7K von einem positiven zu einem negativen Vorzeichen).

3. Priifverfahren.

Die Z-Spannung von Referenzdioden mit garantierter Stabilitdt wird von Siemens nach der
Potentiometermethode geprift. Dabei legt man Spannungs-Eichnormale zugrunde, deren
Genauigkeit standig vom Eichamt Giberwacht wird. Die Raumtemperatur hélt man auf +1,0°C
konstant. Die Z-Spannung miBt man auf 7 Stellen genau (1pV-Auflésung). Die Temperatur
des Olbades wird auf +0,1°C genau eingehalten, und die Stromkonstanz ist besser als +0,1 pA.
Um Widerstandsfehler auszuschlieBen, wurde eine spezielle MeRfassung entwickelt mit 4
AnschluRklemmen, zwei fur den Strompfad und zwei fiir den Spannungspfad. Die Dioden sind
thermisch durch einen Warmeschutz aus Aluminium abgeschirmt, um unerwinschte Span-
nungsianderungen aufgrund thermischer Einflisse zu vermeiden.

4. Ablauf der 1000-Stunden-Stabilitatsprifung.

Innerhalb der Priifungsdauer von 1000 Stunden miftt man die Z-Spannung siebenmal, wobei
die letzten sechs Messungen jeweils auf die erste bezogen werden. Zwischen den einzelnen
Messungen liegt eine Zeitspanne von 168 Stunden, d. h. die Gesamtdauer der Prifung betragt
1008 Stunden.

Ref:UZ]
1 I [ 1 I | 1 ]
I 1 I | I I I |
| i i i i i | |
! A ! B A : BA | BA ! B A BA I BA
i I i i I i i !
| I | I 1 | ] )
AR A TV SV IV SV SO
1 100 ] 1ok ] cn w ] 1C0 K ] 100 ~ 1 100k I 160k ]
100 Jlon __, fon _oo i 100 1 _ 1001 _ _1oon
TUmn TTTe8h T aBh T egh Tl e8h T 28h T 2Bh )
| 1008h |
_-— B +48h — R ..‘
-8h
Bemerkungen:
Pruftemperatur .............. 80°C + 0,1°C
Prifstrom .................. 7.5 mA mit einer Konstanz und Wiederholbarkeit von + 0,1 uA
A Entnahme der Dioden aus der Temperaturkammer zum Messen von Uz. Unter-

brechen des Stromkreises und Abkuhlen auf Raumtemperatur dirfen eine Zeit
von 5 min nicht Gberschreiten. Vor der eigentlichen Uz-Messung missen die
Dioden mindestens 1 Stunde lang unter Prifbedingungen arbeiten.

B.. . Nach der Uz-Messung werden die Dioden wieder in die Hochtemperaturkammer
gebracht. Die Ubergangszeit betragt maximal 5 min.

Die ersten 168 Betriebsstunden dienen zum Stabilisieren der Diodenwerte. Zur Bewertung bildet man das Verhaltnis
aus groRter Z-Spannungsabweichung (4Uz) und Uz;.
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Referenzdioden 0,4 W im Glasgehiause

1N 4896

bis

1N 4915A

1N4896 bis 1N4915A sind temperaturkompensierte Silizium-Referenzdioden im Glasgehause
51A2 DIN 41880 (DO-7) fiir rauscharme Anwendungen. Die Temperaturkoeffizienten der
einzelnen Typen liegen zwischen 0,01%/K und 0,001%/K. Der Standardtemperaturbereich
betragt +25 bis +100°C. Dioden mit dem Zusatzbuchstaben A sind fiir -55 bis +100°C
zugelassen. Die Z-Spannung liegt bei 12,8 V 4+ 5%. Die Kathode ist durch einen Farbring
gekennzeichnet.

0056,

Typ

Kathode

[—ZS,Ammj 762max

!

= - -
1
l— 254min j

2,71 max

Bestellnummer

MaRe in mm

Gewicht etwa 0,2 g

Glasgehduse 51 A2 DIN 41880 (DO-7)

Typ

Bestellnummer

1N 4896
1N 4896A
1N 4897
1N 4897A
1N 4898

TN 4898A
1N 4899
1N 4899A
1N 4900

1N 4900A

1N 4901
1N4901A
1N 4902
1N 4902A
1N 4903

TN 4903A
1N 4904
TN 4904A
1N 4905
1N 4905A

Q68000-A2800-F82
Q68000-A1764-F82
Q68000-A2801-F82
Q68000-A1765-F82
Q68000-A2802-F82

Q68000-A1766-F82
Q68000-A2803-F82
Q68000-A1767-F82
Q68000-A2804-F82

Q68000-A1768-F82

Q68000-A2805-F82
Q68000-A1769-F82
Q68000-A2806-F82
Q68000-A1770-F82
Q68000-A2807-F82

Q68000-A1771-F82
Q68000-A2808-F82
Q68000-A1772-F82
Q68000-A2809-F82
Q68000-A1773-F82

1N 4906
1N 4906A
1N 4907
1N 4907A
1N 4908

1N 4908A
1N 4909
TN 4909A
1N 4910
TN4910A

1N 4911
1N4911A
1N 4912
1N4912A
1N 4913

1N4913A
1N 4914
1N4914A
1N 4915
1N4915A

Q68000-A2810-F82
Q68000-A1774-F82
Q68000-A2811-F82
Q68000-A1775-F82
Q68000-A2812-F82

Q68000-A1776-F82
Q68000-A2813-F82
Q68000-A1777-F82
Q68000-A2814-F82

Q68000-A1778-F82

Q68000-A2815-F82
Q68000-A1779-F82
Q68000-A2816-F82
Q68000-A1780-F82
Q68000-A2817-F82

Q68000-A1781-F82
Q68000-A2818-F82
Q68000-A1782-F82
Q68000-A2819-F82
Q68000-A1783-F82
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1N 4896 bis

1N 4915A
Grenzdaten (Ty=25°C) 1N4896 bis
1N4915A
Z-Spannung Uz 12,8 \
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis +175 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis +175 °C
Gesamtverlustleistung Prot 400 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft Rthgu <300 K/W
Kenndaten (7y=25°C)
Typ Z-MeR- Spannungs- | Arbeitstemperatur- Temperatur- [ Max.dyn. | Max.
strom 4 temperatur- | bereich koeffizient Z-Impe- Rausch-
stabilitat g;f. danz zah!
Y
No
AUZtmax e
Izt (mA) | (V) °C TK (£%/K) |Zzt (wV/ VHZ)
1N 4896 0,5 0,096 +25 bis +100 0,01 400 0,8
1N 4896A 0.5 0,198 —55 bis +100 0,01 400 0,8
1N 4897 0,5 0,048 +25 bis +100 0,005 400 0.8
1N 4897A 0,5 0,099 —55 bis +100 0,005 400 0,8
1N 4898 0,5 0,019 +25 bis +100 0,002 400 0,8
1N 4898A 0,5 0,040 —55 bis +100 0,002 400 0,8
1N 4899 0,5 0,010 +25 bis +100 0,001 400 0,8
1N 4899A 0,5 0,020 —55 bis +100 0,001 400 0,8
1N 4900 1,0 0,096 +25 bis +100 0,01 200 0.4
1N 4900A 1.0 0,198 —55bis +100 0,01 200 04
1N 4901 1,0 0,048 +25 bis +100 0,005 200 04
1N4901A 1,0 0,099 —55 bis +100 0,005 200 0,4
1N 4902 1,0 0,019 +25 bis +100 0,002 200 0,4
1N 4902A 1,0 0,040 —55 bis +100 0,002 200 04
1N 4903 1,0 0,010 +25 bis +100 0,001 200 0,4
1N 4903A 1,0 0,020 —55 bis +100 0,001 200 04
1N 4904 2,0 0,096 +25 bis +100 0,01 100 0,25
1N 4904A 2,0 0,198 —55 bis +100 0,01 100 0,25
1N 4905 2,0 0,048 +25 bis +100 0,005 100 0,25
1N 4905A 2,0 0,099 —55 bis +100 0,005 100 0,25
1N 4906 2,0 0,019 +25 bis +100 0,002 100 0,25
1N 4906A 2,0 0,040 —55 bis +100 0,002 100 0,25
1N 4907 2,0 0,010 +25 bis +100 0,001 100 0,25
1N 4907A 2,0 0,020 —-55bis +100 0,001 100 0,25
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1N 4908 bis

1N 4915A
Kenndaten (Ty=25°C)
Typ Z-MefR- Spannungs- | Arbeitstemperatur- Temperatur- | Max. dyn. Max.
strom 4) temperatur- | bereich koeffizient Z-lmpe- Rausch-
stabilitat E;f' danz zahl
Y
AUZtmax No e
Izt (mA) | (V) °C TK(:%/K) |2zt (uV/ VHZ)
1N 4908 4,0 0,096 +25 bis +100 0,01 50 0,22
1N 4908A 4,0 0,198 —55 bis +100 0,01 50 0,22
1N 4909 4,0 0,048 +25 bis +100 0,005 50 0,22
1N 4909A 4,0 0,099 —55 bis +100 0,005 50 0,22
1N 4910 4,0 0,019 +25 bis +100 0,002 50 0,22
1N 4910A 4,0 0,040 —55 bis +100 0,002 50 0,22
1N 4911 4,0 0,010 +25 bis +100 0,001 50 0,22
1N4911A 4,0 0,020 —55bis +100 0,001 50 0,22
1N 4912 7,5 0,096 +25 bis +100 0,01 25 0,20
1N4912A 75 0,198 —55 bis +100 0,01 25 0,20
1N 4913 75 0,048 +25 bis +100 0,005 25 0,20
1N 4913A 7.5 0,099 —55bis +100 0,005 25 0,20
1N 4914 7,5 0,019 +25 bis +100 0,002 25 0,20
1N4914A 7.5 0,040 —55 bis +100 0,002 25 0,20
1N 4915 7.5 0,010 +25 bis +100 0,001 25 0,20
1N 4915A 7.5 0,020 —55bis +100 0,001 25 0,20

Dieses ist die gesamte Abweichung, die Gber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d.h. die Anderung

der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich Gberschreiten.

n

lineare Spannungs-Temperatur-Charakteristik besitzen.

©

IS

Der in (%/K) angegebene 7K-Wert dient nur zur Information, da temperaturkompensierte Referenzdioden eine nicht-

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom / ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von 0,1 - /5
uberlagert wird.
Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von [ durchzufiihren.
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1N 4896 bis

1N 4915A
Zulassige Gesamtverlustleistung Schaltung zum Messen der
Ptot=f(TU) Rauschzahl Np
mwW
500 T T \ Mmoo mmsmmm oo -
| | ! i | |
P ‘ ‘ ! [ rouscharme
tot | ~9Spannungs-9*
400 ‘ b I quelle
| |
' i : RLﬂsl
? \
i |
300 ‘ : : A
! |
3 [
200
‘ Filter
‘ fo = 2kHz
| f= B
100 ! (= 1kHz,f, =3kHz
Y
Effekliv- R
| Voltmeler
| | L
ol

0 25 5 75 100 125 B0 175 200 °C

-0

Als Rauschzahl N bezeichnet man das Verhaltnis von Effektivwert der Rauschspannung und
der Quadratwurzel der vorhandenen Filterbandbreite (hier 1,4 kHz). Sie wird bei konstantem
Strom Iz, und bei der Temperatur Ty=25° gemessen.

Vit }

J/Hz

_ URausch

B J/af

Np
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Referenzdioden 0,4 W im Glasgehiuse

1N 4916 bis
1N 4932A

1N4916 bis TN4932A sind temperaturkompensierte Silizium-Referenzdioden im Glasgehiuse
51A2 DIN 41880 (DO-7) fur rauscharme Anwendungen. Die Temperaturkoeffizienten der
einzelnen Typen liegen zwischen 0,01%/K und 0,001%/K. Der Standardtemperaturbereich
betragt +25 bis +100°C. Dioden mit dem Zusatzbuchstaben A sind fiir 55 bis +100°C zuge-
lassen. Die Z-Spannung liegt bei 19,2 V +5%. Die Kathode ist durch einen Farbring gekenn-

zeichnet.
® DvSG’ﬂJ Kathode
/ ﬁ:‘:: ~ ) B MaBe in mm
| Gewichtetwa 0,2 g
—25,4min-={ 762maxie— 254 min ] .I L
2,71 max Glasgehause 51 A2 DIN 41880 (DO-7)
Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1N4916 Q68000-A2765-F82 1N 4924A Q68000-A1792-F82
1N 4916A Q68000-A1784-F82 1N 4925 Q68000-A2774-F82
1N4917 Q68000-A2766-F82 1N 4925A Q68000-A1793-F82
1N4917A Q68000-A1785-F82 1N 4926 Q68000-A2775-F82
1N4918 Q68000-A2767-F82 1N 4926A Q68000-A1794-F82
1N 4918A Q68000-A1786-F82 1N 4927 Q68000-A2776-F82
1N 4919 Q68000-A2768-F82 1N 4927A Q68000-A1795-F82
1N4919A Q68000-A1787-F82 1N 4928 Q68000-A2777-F82
1N 4920 Q68000-A2769-F82 1N 4928A Q68000-A1796-F82
1N 4921 Q68000-A2770-F82 1N 4929A Q68000-A1797-F82
1N4921A Q68000-A1789-F82 1N 4930 Q68000-A2779-F82
1N 4922 Q68000-A2771-F82 1N 4930A Q68000-A1798-F82
1N 4922A Q68000-A1790-F82 1N 4931 Q68000-A2780-F82
1N 4923 Q68000-A2772-F82 1N4931A Q68000-A1799-F82
1N 4923A Q68000-A1791-F82 1N 4932 Q68000-A2781-F82
1N 4924 Q68000-A2773-F82 1N 4932A Q68000-A1800-F82
Grenzdaten (7y=25°C) 1N4916 bis
1N4932A
Z-Spannung Uz 19,2 Y
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts —65 bis + 175 °C
Sperrschichttemperatur T; —65 bis + 175 °C
Gesamtverlustleistung Piot 400 mwW
Warmewiderstand
Sperrschicht-umgebende Luft RthJu =300 K/W
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1N 4916 bis

1N 4932A
Kenndaten (7Ty=25°)
Typ Z-Mef- Spannungs- | Arbeitstemperatur- Temperatur- | Max.dyn. | Max.
strom 4 temperatur- | bereich koeffizient Z-lmpe- Rausch-
stabilitat eff. danz zahl
|)' 4) 2) 3)
4UZtmax No —
Izt(mA) | (V) °C TK (£%/K) | Zze(2) | (uv/[H2)
1N 4916 0,5 0,144 +25 bis +100 0,01 600 1.0
1N4916A 0,6 0,298 —55 bis +100 0,01 600 1.0
1N 4917 0,5 0,072 +25 bis +100 0,005 600 1,0
1N4917A 0,5 0,149 —55 bis +100 0,005 600 1.0
1N 4918 0,5 0,029 +25 bis +100 0,002 600 1,0
1N4918A 0,5 0,060 —55 bis +100 0,002 600 1.0
1N 4919 1.0 0,144 +25 bis +100 0.01 300 0,5
1N4919A 1.0 0,298 —55 bis +100 0,01 300 0,5
1N 4920 1,0 0,072 +25 bis +100 0,005 300 0,5
1N 4920A 1,0 0,149 —55 bis +100 0,005 300 0,5
1N 4921 1.0 0,029 +25 bis +100 0,002 300 0,6
1N4921A 1,0 0,060 —55bis +100 0,002 300 0,5
1N 4922 2,0 0,144 +25 bis +100 0,01 150 0,25
1N 4922A 2,0 0,298 —55 bis +100 0,01 150 0;25
1N 4923 2,0 0,072 +25 bis +100 0,005 150 0,25
1N 4923A 2,0 0,149 —55 bis +100 0,005 150 0,25
1N 4924 2,0 0,029 +25 bis +100 0,002 150 0,25
1N 4924A 2,0 0,060 —55 bis +100 0,002 150 0,25
1N 4925 4,0 0,144 +25 bis +100 0,01 75 0,22
1N 4925A 4,0 0,298 —55 bis +100 0,01 75 0,22
1N 4926 4,0 0,072 +25 bis +100 0,005 75 0,22
1N 4926A 4,0 0,149 —55 bis +100 0,005 75 0,22
1N 4927 4,0 0,029 +25 bis +100 0,002 75 0,22
1N 4927A 4,0 0,060 —55 bis +100 0,002 75 0,22
1N 4928 4,0 0,014 +25 bis +100 0,001 75 0,22
1N 4928A 4,0 0,030 —55bis +100 0,001 75 0,22
1N 4929 7.5 0,144 +25 bis +100 0,01 36 0,20
1N 4929A 75 0,298 —55 bis +100 0,01 36 0,20
1N 4930 75 0,072 +25 bis +100 0,005 36 0,20
1N 4930A 7,5 0,149 —55 bis +100 0,005 36 0,20
1N 4931 75 0,029 +25 bis +100 0,002 36 0,20
1N4931A 7,5 0,060 —-55bis +100 0,002 36 0,20
1N 4932 7,5 0,014 +25 bis +100 0,001 36 0,20
1N4932A 75 0,030 —55 bis +100 0,001 36 0,20

1

Dieses ist die gesamte Abweichung, die iber den genannten Temperaturbereich auftreten kann, d.h. die Anderung

der Z-Spannung wird den angegebenen Wert bei keiner Temperatur in dem spezifizierten Bereich uberschreiten.

2

3

. Uberlagert wird.
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Spannungsmessungen sind 15 sec. nach Anlegen von /[ durchzufihren.

Der in (%/K) angegebene TK-Wert dient nur zur Information, da temperaturkompensierte Referenzdioden eine nicht-
lineare Spannungs-Temperatur-Charakteristik besitzen.
Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, daR dem Strom [, ein 60-Hz-Wechselstrom mit einem Effektivwert von 0,1
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1N 4916 bis

1N 4932A
Zulassige Gesamtverlustleistung Schaltung zum Messen der
Ptot=f(TU) Rauschzahl N,
mw
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Als Rauschzahl Np bezeichnet man das Verhéltnis von Effektivwert der Rauschspannung und
der Quadratwurzel der vorhandenen Filterbandbreite (hier 1,4kHz). Sie wird bei konstantem
Strom Iz und bei der Temperatur 7y =25° gemessen.

uVeft ]

J/Hz

u
Np = Rausch

J/at )
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TAZ-Suppressor-Dioden 1N5555, TN5556
1N5557, 1N5558

TAZ-Suppressor Dioden. (Transient Absorbtion Zener) schitzen Gerate, Baugruppen, oder
teure elektronische Bauteile vor energiehaltigen, schadlichen Spannungsspitzen und Im-
pulsen. Sie sind imstande Impulsleistungen bis zu 1500 W bei max 1 ms Impulsdauer pico-
sekundenschnell zu absorbieren. Die Dauerverlustleistung betragt 1 W. Der Arbeitsspan-
nungsbereich umfalt 30,5 bis 175 V. Diese Dioden werden im hermetisch dichten Metallge-
hause (DO-13) mit achsialen AnschluRdrahten geliefert, die Kathode ist mit dem Gehé&use
elektrisch verbunden. Diese Dioden eignen sich besonders fur Mil-Anwendung und haben.
JAN und JANTX-Qualifikation zu MIL-S-19500/434 (1N5555 u. 1N5556)

Typ Bestellnummer
1N5555 Q68000-A4560-F82
1N5556 Q68000-A4561-F82
1N5557 Q68000-A4562-F82
1N5558 Q68000-A4563-F82
®08-01 gi
[ e——
R |
| Shmax | |
L— 387 — 5105 e U -
Gewicht etwa 1,4 g 562013
Grenzdaten (7, =25°C) 1N5555, 1N5556
1N5557, 1N5558
Gleichstromverlustleistung Piot 1 w
DurchlaBstoBstrom (fiir 8,3 ms, max. 4 Impulse  /egmax 200 A
pro Minute)
Betriebstemperatur Ty —65 bis 175 °C
Lagertemperatur Ts —65 bis 175 °C
Warmewiderstand (Richtwert)
Sperrschicht umgebende Luft Rinsu 100 K/W
Kenndaten:
Betriebsspitzensperrspannungsbereich Ug 5 bis 171 \Y
Ansprechzeit der Dioden t 1 ps
Spitzenleistung des Impulses P ax 1500 w
flr max. tp = 1 ms bei 7, = 25°C
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1N5555, 1N5556
1N5557; 1N5558

Kenndaten
Typ Durch- Prifstrom | Betriebs- | Max. Max. Max. Max. Max.
bruch- spitzen- Sperr- Sperr- Spitzen- | Sperr- Tempera-
spannung sperr- spannung | reststrom | sperr- stoBstrom | turkoeffi-
Ur r'") spannung spannung zient von
Rmax U(BH) R
Ty = —55
bis 100 °C
Min. A Ug Ug Ig bei Ug | bei g5 Iston bei 1 mA
\% mA Vv \ A Vv A %/°C
1N5555 | 33,0 1,0 30,5 21,5 5 47,5 32 +0,093
1N5556 | 43,7 1,0 40,3 28,5 5 63,5 24 +0,094
1N5557 54,0 1,0 49,3 34,5 5 78,5 19 +0,096
1N5558 |191,0 1,0 175,0 124,0 5 265,0 5,7 +0,100
Abkiirzungen und Symbole
Ug Angelegte Sperrspannung um aufgrund von Vorschaltwiderstand
nichtleitende Bedingungen zu und Warmeanstieg.
gewabhrleisten. Siehe Anm. 1. I esmax DurchlaBstoRBstrom (Maximalwert)
Ugr & Dies ist die Mindest-Durchbruch- /g, impulsstof3strom
spannung des Bauelements und P nax Spitzenleistung des Impulses
dient dazu sicherzustellen, daR Ig Sperrstrom
keine Leitung auftritt bevor diese 7, Prifstrom, der bei U gg, &
Spannungshéhe bei 25°C erreicht gemessen wird
ist. t, Impulsdauer definiert als der
U Rmax Max. Klemmspannung. Die Punkt, an dem der Impulsstrom
maximale Spitzenspannung, die auf 50% von /g, abgefallen ist.
an der TAZ-Diode auftritt, wenn Anm.: 1 Eine TAZ-Diode wird normaler-

der Impulsspitzenstrom in Zeit-
abstanden von 1 ms angelegt
wird. Die Impulsspitzen-
spannungen bestehen aus dem
kombinierten Spannungsanstieg

weise ausgewahlt nach der
Sperrspannung (UR), die gleich
oder groRer als die Gleich-
spannung oder die Betriebsdauer-
spitzenspannung sein sollte.
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1N5555, TN5556

1N5557, TN5558
Impulsbelastbarkeit £, = £ (t,) Stationére Verlustleistung P.o, = f(T0)
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TAZ-Suppressor-Dioden

1N 5629 bis TN 5665A

1N 5907

TAZ-Suppressor Dioden. (Transient Absorbtion Zener) schitzen Gerate, Baugruppen, oder
teure elektronische Bauteile vor energiehaltigen, schadlichen Spannungsspitzen und Im-
pulsen. Sie sind imstande Impulsleistungen bis zu 1500 W bei max 1 ms Impulsdauer pico-
sekundenschnell zu absorbieren. Die Dauerverlustleistung betragt 1 W. Der Arbeitsspan-
nungsbereich umfal3t 5 V bis 171 V. Diese Dioden werden im hermetisch dichtem Metall-
gehduse (DO-13) mit axialen AnschluRdrahten geliefert, die Kathode ist mit dem Gehiuse

elektrisch verbunden.

Mit Zusatzbezeichnung »A« = 5% Toleranz
= 10% Toleranz

Ohne Zusatzbezeichnung

23max

4]

®08.0

e ——

- o8
54max

re— 3175min. »j 85:05 te— 31.75min. ——

Grenzdaten (7, =25°C)

Gleichstromverlustleistung
DurchlaBstoBstrom (fir 8,3 ms)
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Warmewiderstand (Richtwert)
Sperrschicht umgebende Luft

Kenndaten:

Betriebsspitzensperrspannungsbereich
Ansprechzeit der Dioden

Absorbierte Impulsleistung

fir max. tp=1 ms bei 7,=25°C

- -
56+0,3 Gewicht etwa 1,4 g
| 1TN5629bis1N5665A |
1N5907

Prot 1 w
IFSmax 200 A
Ty —65 bis +175 °C
Ts —65 bis +175 °C
Rinsu | 100 | K/IW
Ug 5 bis 171 \%
t 1 ps
Prax 1500 w
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TN 5629 bis 1N 5665A

1N 5907

Typ Bestellnummer Typ Bestelinummer
1N5907 Q68000-A4178-F82 1N5647 Q68000-A4210-F82
1N 5629 Q68000-A4179-F82 1N5647 A Q68000-A302-F82
1N5629A Q68000-A4180-F82 1N5648 Q68000-A4211-F82
1N5630 Q68000-A4181-F82 1N5648 A Q68000-A4212-F82
1N5630A Q68000-A4182-F82 1N5649 Q68000-A4213-F82
1N5631 Q68000-A4183-F82 1N5649A Q68000-A4214-F82
1N5631A Q68000-A2302-F82 1N5650 Q68000-A4215-F82
1N5632 Q68000-A4184-F82 1N5650A Q68000-A4216-F82
1N5632A Q68000-A4185-F82 1N5651 Q68000-A4217-F82
1N5633 Q68000-A4186-F82 1N5651A Q68000-A4218-F82
1N5633A Q68000-A4187-F82 1N5652 Q68000-A4219-F82
1N5634 Q68000-A4188-F82 1N5652 A Q68000-A4220-F82
1N5634A Q68000-A4189-F82 1N5653 Q68000-A4221-F82
1N5635 Q68000-A4190-F82 1N5653A Q68000-A4222-F82
1N5635A Q68000-A4191-F82 1N5654 Q68000-A4223-F82
1N5636 Q68000-A4192-F82 1N5654 A Q68000-A4224-F82
1N5636 A Q68000-A4193-F82 1N5655 Q68000-A4225-F82
1N 5637 Q68000-A4194-F82 1N5655A Q68000-A4226-F82
1N5637A Q68000-A4195-F82 1N5656 Q68000-A883-F82
1N5638 Q68000-A352-F82 1N 5656 A Q68000-A4227-F82
1N5638A Q68000-A3930-F82 1N5657 Q68000-A4228-F82
1N5639 Q68000-A4196-F82 1N5657 A Q68000-A4229-F82
1N5639A Q68000-A4197-F82 1N5658 Q68000-A3590-F82
1N5640 Q68000-A4198-F82 1N5658 A Q68000-A187-F82
1N5640A Q68000-A3931-F82 1N5659 Q68000-A4230-F82
1N5641 Q68000-A4199-F82 1N5659A Q68000-A4231-F82
1N5641A Q68000-A4200-F82 1N5660 Q68000-A4232-F82
1N5642 Q68000-A4201-F82 1N5660A Q68000-A4233-F82
1N5642A Q68000-A4202-F82 1N5661 Q68000-A4234-F82
1N 5643 Q68000-A4203-F82 1N5661A Q68000-A4235-F82
1N5643A Q68000-A4204-F82 1N5662 Q68000-A4236-F82
1N5644 Q68000-A4205-F82 1N5662A Q68000-A4237-F82
1N5644 A Q68000-A4206-F82 1N5663 Q68000-A4238-F82
1N 5645 Q68000-A4207-F82 1N5663A Q68000-A4239-F82
1N5645A Q68000-A4208-F82 1N5664 Q68000-A4240-F82
1N 5646 Q68000-A4135-F82 1N5664 A Q68000-A771-F82
1N5646 A Q68000-A4209-F82 1N5665 Q68000-A4241-F82

1N5665A Q68000-A4129-F82
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1N 5629 bis 1 N5665 A

1N 5907
Kenndaten
Typ Durchbruch- Prifstrom Betriebs- Max. Sperr-| Max. Max. Sperr-| Max.
spannung spitzen- reststrom Spitzen- stoBstrom | Tempera-
Uer R"), sperr- sperr- turkoeffi-
spannung spannung zient von
(Unmax) Uen R
Ty=-55
Min. Max. 1) (Ug) (/n) bei Ur | beilsp / s108) bis 100 °C
V- ' mA— \ uA— \" A % /K
1N5907 6,0 7,0 1 5,0 300 8,56 150 .057
1N5629 6,12 7,48 10 5,50 1000 10,8 139 .057
1N5629A 6,45 7,14 10 5,80 1000 10,5 143 .057
1N 5630 6,75 8,25 10 6,05 500 11,7 128 .061
1N5630A 7,13 7,88 10 6,40 500 11,3 132 .061
1N5631 7,38 9,02 10 6,63 200 12,5 120 .065
1N5631A 7,79 8,61 10 7,02 200 12,1 124 .065
1N5632 8,19 | 10,0 1 7,37 50 13,8 109 .068
1N5632A 8,65 9,55 1 7,78 50 13,4 112 .068
1N5633 9,00 | 11,0 1 8,10 10 15,0 100 .073
TN5633A 9,6 10,5 1 8,55 10 14,5 103 .073
1N5534 9,9 12,1 1 8,92 5 16,2 93 .075
1N5634A 10,5 11,6 1 9,40 5 15,6 96 .075
1N5635 10,8 13,2 1 9,72 5 17,3 87 .078
TN5635A 11,4 12,6 1 10,2 5 16,7 90 .078
1N 5636 1,7 14,3 1 10,5 5 19,0 79 .081
1N5636A 124 13,7 1 1,1 5 18,2 82 .081
1N5637 13,5 16,5 1 121 5 22,0 68 .084
1N5637A 14,3 15,8 1 12,8 5 21,2 71 .084
1N5638 14,4 17,6 1 12,9 5 23,5 64 .086
1N5638A 15,2 16,8 1 13,6 5 22,5 67 .085
1N5639 16,2 19,8 1 14,5 5 26,5 56,5 .088
1N5639A 17.1 18,9 1 15,3 5 25,2 59,5 .058
1N5640 18,0 22,0 1 16,2 5 29,1 51,5 .090
TN5640A 19,0 21,0 1 171 5 27,7 54 .090
TN5641 19,8 24,2 1 17,8 5 31,9 47 .092
TN5641A 20,9 23,1 1 18,8 5 30,6 49 .092
1N5642 21,6 26,4 1 19,4 5 34,7 43 .094
TN5642A 22,8 25,2 1 20,5 5 33,2 45 .094
1N5643 24,3 29,7 1 21,8 5 39,1 38,5 .096
1N5643A 25,7 28,4 1 23,1 5 37,5 40 .095
1N5644 27,0 33,0 1 24,3 5 43,5 34,5 .097
TN5644 A 28,5 31,5 1 25,6 5 41,4 36 .097
1N5645 29,7 36,3 1 26,8 5 47,7 31,5 .098
TN5645A 31,4 34,7 1 28,2 5 45,7 33 .098
1N5646 32,4 39,6 1 29,1 5 52,0 29 .099
TN5646A 34,2 37.8 1 30,8 5 49,9 30 .099
1N5647 35,1 42,9 1 31,6 5 56,4 26,5 .100
TN5647A 371 41,0 1 33,3 5 53,9 28 .100
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TAZ-Suppressor Dioden 1 N 5629 bis 1 N 5665 A

1N 5907
Kenndaten (Fortsetzung)
Typ Durchbruch- Prifstrom | Betriebs- Max. Sperr-| Max. Max. Sperr-| Max.
spannung spitzen- reststrom Spitzen- stoBstrom | Tempera-
Upry r') sperr- sperr- turkoeffi-
spannung spannung zient von
(Urmax) Uier r
Ty=-55
Min. Max. (7y) (Ur) (Ir) bei Ug | beilgos {1 st08) bis 100 °C
V- V- mA— " nA-— \ A %/K
1N5648 38,7 47,3 1 34,8 5 61,9 24 .101
1N5648A 40,9 45,2 1 36,8 5 59,3 25,3 101
1N 5649 42,3 51,7 1 38,1 5 67,8 22,2 101
1N5649A 44,7 49,4 1 40,2 5 64,8 23,2 101
1N5650 45,9 56,1 1 41,3 5 73,5 20,4 .102
1N5650A 48,5 53,6 1 43,6 5 70,1 21,4 .102
1N5651 50,4 61,6 1 45,4 5 80,5 18,6 .103
1N5651A 53,2 58,8 1 47,8 5 77,0 19,6 .103
1N5652 55,8 68,2 1 50,2 5 89,0 16,9 .104
1N5652A 58,9 65,1 1 53,0 5 85,0 17,7 .104
1N 5653 61,2 74,8 1 55,1 5 98,0 15,3 .104
1N5653A 64,6 71,4 1 58,1 5 92,0 16,3 .104
1N5654 67,5 82,5 1 60,7 5 108 13,9 .105
1N5654 A 71,3 78,8 1 64,1 5 103 14,6 .105
1N 5655 73,8 90,2 1 66,4 5 118 12,7 105
1N5655A 77,9 86,1 1 70,1 5 113 13,3 .105
1N5656 81,9 | 100,0 1 73,7 5 131 14 .105
1N5656 A 86,5 95,5 1 77,8 5 125 12,0 .105
1N5657 90 110 1 81,0 5 144 104 .106
1N5657A 95 105 1 85,5 5 137 11,0 .106
1N5658 99 121 1 89,2 5 158 9,5 .107
1N5658A 105 116 1 94,0 5 152 9,9 .107
1N 5659 108 132 1 97,2 5 173 8,7 .107
1N5659A 114 126 1 102 5 165 9.1 .107
1N5660 117 143 1 105 5 187 8,0 .107
1N5660A 124 137 1 1 5 179 8,4 .107
1N5661 135 165 1 121 5 215 7,0 .108
1N5661A 143 158 1 128 5 207 7.2 .108
1N5662 144 176 1 130 5 230 6,5 .108
1N5662A 162 168 1 136 5 219 6,8 .108
1N5663 153 187 1 138 5 244 6,2 .108
1N5663 A 162 179 1 145 5 234 6,4 .108
1N5664 162 198 1 146 5 258 5,8 .108
1N5664 A 171 189 1 154 5 246 6,1 .108
1N 5665 180 220 1 162 5 287 5,2 .108
1N5665A 190 210 1 171 5 274 55 .108

') Uenrr ist gemessen nachdem I, <300 ms lang angelegt worden ist.
DurchlaRspannung Ug bei I = 1 A, 1,2 V max.
DurchlaBstrom I soll 30 s lang angelegt werden, bevor Ur gemessen wird.
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1N 5629 bis 1N 5665 A
1N 5907
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Z-Dioden-Chips 0,4 W fiir aligemeine Anwendungen

CH 746 bis
CH 759

CH 746 bis CH 759 sind Silizium-Z-Dioden-Chips, deren elektrische Daten denen der Z-Dioden
1N 746 bis 1N 759 entsprechen. Die Z-Spannungen liegen im Bereich von 3,3 bis 12 Volt £ 5%.
Die oxydpassivierten Chips sind an der Riickseite vergoldet und eignen sich fiir Ultraschall-,
Thermokompressions- und &hnliche Kontaktierverfahren. Die AnschluRbilder u. Male der
einzelnen Chips bitten wir der Zusammenfassung am SchluB dieses Abschnittes zu entnehmen.

Typ Bestellnummer

CH746 Q68000-A2048-F82
CH747 Q68000-A2049-F82
CH 748 Q68000-A2050-F82
CH749 Q68000-A2051-F82
CH 750 Q68000-A2052-F82
CH 751 Q68000-A2053-F82
CH752 Q68000-A2054-F82

Grenzdaten (7y=25°C)

DurchlaBspannung

bei I = 200 mA

Toleranz der Z-Spannung
Lagertemperatur
Sperrschichttemperatur
Gesamtverlustleistung')

Typ Bestelinummer
CH753 Q68000-A2055-F82
CH754 Q68000-A2056-F82
CH755 Q68000-A2057-F82
CH756 Q68000-A2058-F82
CH757 Q68000-A2059-F82
CH758 Q68000-A2060-F82
CH759 Q68000-A2061-F82
CH 746 bis
CH759
Ue 1,6 \Y)
Uz-Tol. +5 %
Ts max. 200 °C
T; max. 200 °C
Piot 400 mW

') Die angegebene Verlustleistung erreicht man, wenn der Chip auf einem Aluminium-Substrat mit den Abmessun-
gen 25,4 x 25,4 x 0,25 mm montiert wird. Bei Temperaturen (iber TU = 25°C betrdgt die Verlustleistungsabnahme

2,6 mW/°C.

342



CH 746 bis

CH 759

Kenndaten (7Ty = 25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeRstrom | Max. dyn. Min. Durch- | Maximaler Temperatur-
Spannung Z-lmpedanz | bruchsspan- | Sperrstrom koeffizient
bei Izt bei Izt nung bei 4 derZ-Span-
2) 3) 1z =250 pA bei nung
Uz (v) 1zt (mA) Z7t(Q) U(BR) (V) |IR(uA) |UR(V) | TK(%/K)

CH746 33 20 24 1.5 5 1,0 -0,07

CH747 3.6 20 22 1.8 3 1,0 -0,065

CH748 3.9 20 20 2,0 2 1,0 —-0,06

CH749 4,3 20 18 2,4 2 1,0 -0,033

CH750 4,7 20 16 2,8 5 1.5 -0,015

CH751 51 20 14 33 5 2,0 40,01

CH752 5,6 20 8 4,3 5 25 +0,03

CH753 6,2 20 3 5,2 5 35 +0,045

CH754 6,8 20 3 6,0 2 4,0 +0,05

CH755 7.5 20 4 6,6 2 5,0 +0,058

CH756 8,2 20 5 7.5 1 6.0 +0,062

CH757 9,1 20 6 8.4 1 7.0 +0,068

CH758 10,0 20 7 9.1 1 8,0 +0,075

CH759 12,0 20 10 11.0 1 9,0 +0,08

2) Uz wird 20s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kiihlkorper mit
unendlich guter Warmeableitung montiert.

3) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom Izt einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem
Effektivwert von 0,1 IZt Giberlagert.

4) IR wird unter AusschluR eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.
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Z-Dioden-Chips 0,4 W fiir alilgemeine Anwendungen CH 962 bis
CH 992

CH962 bis CH992 sind Silizium-Z-Dioden-Chips, deren elektrische Daten denen der Z-Dioden
1N 962 bis 1N 992 entsprechen. Die Z-Spannungen liegen im Bereich von 11 Volt bis 200 Volt
4+ 5%. Die oxydpassivierten Chips sind an der Riickseite vergoldet und eignen sich fir Ultra-
schall-, Thermokompressions- und &hnliche Kontaktierverfahren. Die AnschluBbilder und
MafRe der einzelnen Chips bitten wir der Zusammenfassung am SchluR dieses Abschnittes zu
entnehmen.

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
CH962 Q68000-A2067-F82 CH978 Q68000-A2083-F82
CH963 Q68000-A2068-F82 CH979 Q68000-A2084-F82
CH964 Q68000-A2069-F82 CH 980 Q68000-A2085-F82
CH965 Q68000-A2070-F82 CH981 Q68000-A2086-F82
CH966 Q68000-A2071-F82

CH982 Q68000-A2087-F82
CH967 Q68000-A2072-F82 CH983 Q68000-A2088-F82
CH968 Q68000-A2073-F82 CH984 Q68000-A2089-F82
CH969 Q68000-A2074-F82 CH 985 Q68000-A2090-F82
CH970 Q68000-A2075-F82 CH 986 Q68000-A2091-F82
cHaT1 Q68000-A2076-F82 CH987 Q68000-A2092-F82
CH972 Q68000-A2077-F82 CH 988 stooogAzom_m,
CH973 Q68000-A2078-F82 Ad.ER

00- -F82
CH974 Q68000-A2079-F82 g: ggg 823808_22832_ Egz
CH975 Q68000-A2080-F82 CH 991 Q68000-A2096-F82
CH976 Q68000-A2081-F82
CH977 Q68000-A2082-F82 CH992 68000-A2097-F82
Grenzdaten (Ty = 25°C CH 962 bis
CH992

DurchlaBspannung
bei Ir = 200 mA Uk 15 Y
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts max. + 200 °C
Sperrschichttemperatur T; max. +200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 400 mW1)

') Die angegebene Verlustleistung wird erreicht, wenn man den Chip auf einem Aluminiumsubstrat mit den Abmessungen
25,4 X 25,4 X 0,25 mm montiert. Bei Temperaturen iber T, = +25 °C betragt die Verlustleistungsabnahme 2,6 mW/°C.
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CH 962 bis

CH 992

Kenndaten (7Ty = 25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Z-Impedanz Maximaler Typischer

Spannung | strom 3) Sperrstrom?) TK der

Uzbeilzt | Izt bei Z-Span-

2) nung

ZZtbeilzt | ZzK beilzK IR UR

V) (mA) (@) (Q) (nA) (nA) v) (%/K)
CH962 11 11,5 9,5 700 0,25 5 84 | +0,073
CH963 12 10,5 11,6 700 0,25 5 9.1 +0,076
CH964 13 9,6 13,0 700 0,25 5 99 | +0,079
CH965 15 8,6 16,0 700 0,25 5 1 +0,082
CH966 16 7.8 17,0 700 0,25 5 12 +0,083
CH967 18 7.0 21 750 0,25 5 14 +0,085
CH968 20 6,2 25 750 0,25 5 15 +0,086
CH969 22 5,6 29 750 0,25 5 17 +0,087
CH970 24 5,2 33 750 0,25 5 18 +0,088
CH97 27 4,6 41 750 0.25 5 21 +0,09
CH972 30 4,2 49 1000 0.25 5 23 +0,091
CH973 33 38 58 1000 0,25 5 25 +0,092
CH974 36 34 70 1000 0,25 5 27 +0,093
CH975 39 32 80 1000 0,25 5 30 +0,094
CH976 43 3.0 93 1500 0,25 5 33 +0,095
CH977 47 2,7 105 1500 0,25 5 36 +0,095
CH978 51 25 125 1500 0,25 5 39 +0,096
CH979 56 2,2 150 2000 0,25 5 43 +0,096
CH980 62 2,0 185 2000 0.25 5 47 +0,097
CH981 68 1.8 230 2000 0,25 5 52 +0,097
CH982 75 1.7 270 2000 0.25 5 56 +0,098
CH983 82 1.5 330 3000 0,25 5 62 +0,098
CH984 91 1,4 400 3000 0,25 5 69 +0,099
CH985 100 1.3 500 3000 0,25 5 76 +0,11
CH986 110 11 750 4000 0,25 5 84 +0,11
CH987 120 1,0 900 4500 0.25 5 9N +0,11
CH988 130 0,95 1100 5000 0,25 5 99 +0,11
CH989 150 0.85 1500 6000 0,25 5 114 +0,11
CH990 160 0,80 1700 6500 0,25 5 122 +0,11
CH991 180 0,68 2200 7100 0,25 5 137 +0,11
CH992 200 0,65 2500 8000 0,25 5 152 +0,11

-~

Die angegebene Verlustleistung wird erreicht, wenn man den Chip auf einem Aluminiumsubstrat mit den
Abmessungen 25,4 x 25,4 x 0,256 mm montiert. Bei Temperaturen ber Ty = + 25°C betragt die Verlustieistungs-
abnahme 2,6 mW/°C.

Uz wird 20s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kiihlkérper mit
unendlich guter Warmeableitung montiert.

Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom IZt bzw. IZK einen 60-Hz-Wechselstrom mit
einem Effektivwertvon 0,1 - Izt bzw. 0,1 - IZK Uberlagert.

IR wird unter AusschluB eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.
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Z-Dioden-Chips 0,4 W mit kleinen Stromen CH 4099 bis
CH 4135

CH4099 bis CH4135 sind Silizium-Z-Dioden-Chips mit kleinem Z-Strom. Die elektrischen
Daten sind ahnlich denen der Dioden 1N 4099 bis1 N 4135.

Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 6,8 bis 100 V. Die Zz-Toleranz betragt =+ 5%.
Die oxydpassivierten Chips eignen sich flr Ultraschall- und Thermokompressionskontaktierung
sowie fiir ahnliche Verfahren. Die Riickseite ist vergoldet. Die Abmessungen und das AnschluR-
schema bitte der Zusammenstellung am SchluR dieses Abschnittes zu entnehmen.

Typ Bestelilnummer Typ Bestellnummer
CH4099 Q68000-A2098-F82 CH4118 Q68000-A2117-F82
CH4100 Q68000-A2099-F82
CH4101 Q68000-A2100-F82 CH4119 Q68000-A2118-F82
CH4102 Q68000-A2101-F82 CH4120 Q68000-A2119-F82
CH4103 Q68000-A2102-F82 CHa121 Q68000-A2120-F82
CH4122 Q68000-A2121-F82
CH4104 Q68000-A2103-F82 CH4123 Q68000-A2122-F82
CH4105 Q68000-A2104-F82
CH4106 Q68000-A2105-F82 CH4124 Q68000-A2123-F82
CH4107 Q68000-A2106-F82 CH4125 Q68000-A2124-F82
CH4108 Q68000-A2107-F82 CH4126 Q68000-A2125-F82
CH4127 Q68000-A2126-F82
CH4109 Q68000-A2108-F82 CH4128 Q68000-A2127-F82
CH4110 Q68000-A2109-F82
CH4111 Q68000-A2110-F82 CH4129 Q68000-A2128-F82
CH4112 Q68000-A2111-F82 CH4130 Q68000-A2129-F82
CH4113 Q68000-A2112-F82 CH4131 Q68000-A2130-F82
CH4132 Q68000-A2131-F82
CH4115 Q68000-A2114-F82
CH4116 Q68000-A2115-F82 CH4134 Q68000-A2133-F82
CH4117 Q68000-A2116-F82 CH4135 Q68000-A2134-F82
Grenzdaten (Ty = 25°C) CH4099 bis
CH41356
Durchla3spannung 1.5 \
bei I = 200 mA Ur +5 %
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. max. + 200 °C
Lagertemperatur Ts max. +200 °C
Sperrschichttemperatur T 400 mwW1)
Gesamtverlustleistung Prot

') Die angegebene Verlustleistung wird erreicht, wenn man den Chip auf einem Aluminiumsubstrat mit den
Abmessungen 25,4 x 25,4 x 0,25 mm montiert. Bei Temperaturen iiber Ty = + 25°C betragt die Verlustleistungs-
abnahme 2,6 mW/°C.
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CH 4099 bis

CH 4135

Kenndaten (T = 25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeRstrom Max. dyn. Z- Maximaler Sperrstrom Typischer

Spannung TZt Impedanz 4) K der

Uz bei Izt Z7tbeilzt bei Z-Spannung

2 ) In Un

[\ (1A) (Q) (nA) V) (%/K)
CH4099 6,8 250 200 1.0 5,2 +0,06
CH4100 7.5 250 200 1,0 57 +0,065
CH4101 8,2 250 200 0,5 6,3 +0,07
CH4102 8,7 250 200 0,5 6,7 +0,075
CH4103 9.1 250 200 0.5 7,0 +0,08
CH4104 10.0 250 200 0,5 7.6 +0,08
CH4105 11.0 250 200 0,05 8,5 +0,08
CH4106 12,0 250 200 0,05 9,2 +0,08
CH4107 13,0 250 200 0,05 9.9 +0,08
CH4108 14,0 250 200 0,05 10,7 +0,085
CH4109 15,0 250 100 0,05 1.4 +0,085
CH4110 16,0 250 100 0,05 12,2 +0,085
CH4111 17,0 250 100 0,05 13.0 +0,09
CH4112 18,0 250 100 0,05 13,7 +0,09
CH4113 19,0 250 150 0,05 14,5 +0,09
CH4214 20,0 250 150 0,01 15,2 +0,09
CH4115 22,0 250 150 0,01 16,3 +0,09
CH4116 240 250 150 0,01 18,3 +0,09
CH4117 25,0 250 150 0,01 19,0 +0,09
CH4118 27,0 250 150 0,01 20,5 +0,09
CH4119 28,0 250 200 0,01 21,3 +0,095
CH4120 30,0 250 200 0,01 22,8 +0,095
CH4121 33,0 250 200 0,01 25,1 +0,095
CH4122 36,0 250 200 0,01 27,4 +0,095
CH4123 39,0 250 200 0,01 29,6 +0,095
CH4124 43,0 250 250 0.01 32,7 +0,095
CH4125 47,0 250 250 0,01 35,8 +0,095
CH4126 51,0 250 300 0,01 38,8 +0,1
CH4127 56,0 250 300 0,01 42,6 +0,1
CH4128 60,0 250 400 0,01 45,6 +0,1
CH4129 62,0 250 500 0,01 47,1 +0,1
CH4130 68,0 250 700 0,01 51,7 +0,1
CH4131 75,0 250 700 0,01 57,0 +0,1
CH4132 82,0 250 800 0,01 62,4 +0,1
CH4133 87.0 250 1000 0,01 66,2 +0,1
CH4134 91,0 250 1200 0,01 69,2 +0,1
CH4135 100,0 250 1500 0,01 76,0 +0,1

2) Uz wird 20s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kihlkorper mit
unendlich guter Warmeableitung montiert.

3) Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom Izt einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem
Effektivwert von 0,1 - [Zt Uberlagert.

4) IR wird unter AusschluR eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.
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Z-Dioden-Chips 0,4 W fiir aligemeine Anwendungen

CH 4370 bis

CH 4372

CH 4370 bis CH4372 sind Silizium-Chips, deren elektrische Daten denen der Dioden 1N4370
bis TN 4372 entsprechen. Die Z-Spannungen liegen im Bereich von 2,4 V bis 3 Volt + 5%.
Die oxydpassivierten Chips sind an der Riickseite vergoldet und eignen sich fiir Uitraschall-,
Thermokompressions- und andere Kontaktierverfahren. Die Anschlufbilder und MaBe der
einzelnen Chips bitten wir der Zusammenstellung am Schluf dieses Abschnittes zu entnehmen.

Typ Bestellnummer

CH4370 Q68000-A2135-F82
CH4371 Q68000-A2136-F82
CH4372 Q68000-A2137-F82

Grenzdaten (7Ty= 25°C) CHA4370 bis
CH4372

DurchlaRspannung

bei Ir = 200 mA Uz 1.5 \%

Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %

Lagertemperatur Ts max. 200 °C

Sperrschichttemperatur T; max. 200 °C

Gesamtverlustleistung') Prot 400 mwW

Kenndaten (7y = 25°C)

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Max. dyn. Min. Durch- | Maximaler Sperrstrom Temperatur-
Spannung | strom Z-lmpedanz | bruchspan- 4 koeffizient
bei IZt bei Izt nung bei der Z-Span-
2) 3) Iz =250 uA nung

bei
uz () Izt (mA) Z7¢(Q) U(BR) (V) IR (rA) UR (V) TK (%/K)

CH4370 2,4 20 30 1.1 100 1,0 —,085

CH4371 2,7 20 30 1,2 60 1.0 —-,080

CHA4372 3.0 20 29 1.3 30 1.0 -,075

1) Die angegebene Verlustleistung erreicht man, wenn der Chip auf einem Aluminium-Substrat mit den Abmessun-
gen 25,4 x 25,4 x 0,25 mm montiert wird. Bei Temperaturen iber TU = 25°C betragt die Verlustleistungsabnahme

2,6 mW/°C.

2

~

unendlich guter Warmeableitung montiert.

3

-

. Effektivwert von 0,1 - IZt Uberlagert.

348

IR wird unter AusschluR eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.

Uz wird 20s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kiihlkérper mit

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom Izt einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem



Z-Dioden-Chips 0,4 W mit kleinen Stromen CH 4614 bis CH 4627

CH4614 bis CH4627 sind Silizium-Z-Diodenchips mit kleinem Z-Strom. Die elektrischen Daten
sind &hnlich denen der Dioden 1N 4614 bis 1N4627.

Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 1,8 V bis 6,2 V. Die U,-Toleranz betragt + 5%.
Die oxydpassivierten Chips eignen sich fir Ultraschall- und Thermokompressionskontaktie-
rung sowie fir ahnliche Verfahren. Die Ruckseite ist vergoldet. Die AnschluRbilder und MaRe
der einzelnen Chips bitten wir der Zusammenstellung am SchluR dieses Abschnitts zu ent-
nehmen.

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

CH4614 Q68000-A2158-F82 CH4621 Q68000-A2165-F82
CH4615 Q68000-A2159-F82 CH4622 Q68000-A2166-F82
CH4616 Q68000-A2160-F82 CH4623 Q68000-A2167-F82
CH4617 Q68000-A2161-F82 CH4624 Q68000-A2168-F82
CH4618 Q68000-A2162-F82 CH4625 Q68000-A2169-F82
CH4619 Q68000-A2163-F82 CH4626 Q68000-A2170-F82
CH4620 Q68000-A2164-F82 CH4627 Q68000-A2171-F82
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CH 4614 bis CH 4627

Grenzdaten (Ty = 25°C) CH4614 bis
CH4627

DurchlaBspannung
beiIr = 100 mA Ur 1,0 Vv
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts max. + 200 °C
Sperrschichttemperatur T max. + 200 °C
Gesamtverlustleistung Piot 400 mW1)
Kenndaten (7y = 25° C)
Typ Nenn-Z- Z-MeBstrom Max. dyn. Maximaler Sperrstrom Typischer

Spannung Izt Z-lmpedanz 4) TK der

Uz beilzt Zzt beilzt bei Z-Spannung

2) 3) IH UR

(V) (uA) (Q) (nA) v) (%/K)
CH4614 1.8 250 1200 3,5 1,0 -0,075
CH4615 2,0 250 1250 2,5 1,0 -0,075
CH4616 2,2 250 1300 2,0 1.0 -0,075
CH4617 2,4 250 1400 1.0 1.0 -0,075
CH4618 2,7 250 1500 0,5 1.0 -0,075
CH4619 3,0 250 1600 04 1,0 -0,075
CH4620 3,3 250 1650 3,5 1.6 -0,075
CH4621 3,6 250 1700 3,5 2,0 -0,065
CH4622 3,9 250 1650 2,5 2,0 -0,6
CH4623 4,3 250 1600 2,0 2,0 -0,06
CH4624 4,7 250 1550 5.0 3,0 +0,03
CH4625 51 250 1500 5,0 3,0 +0,03
CH4626 5,6 250 1400 5,0 4,0 +0,04
CH4627 6,2 250 1200 5,0 5,0 +0,05

Die angegebene Verlustleistung wird erreicht, wenn man den Chip auf einem Aluminiumsubstrat mit den Ab-

messungen 25,4 x 25,4 x 0,25 mm montiert. Bei Temperaturen Uber Ty = +25°C betragt die Verlustleistungs-
abnahme 2,6 mW/°C.

2

-~

unendlich guter Warmeableitung montiert.

w
-

einem Effektivwertvon 0,1 - Izt bzw. 0,1 - IZK Uberlagert.

N
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IR wird unter Ausschluf eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.

Uz wird 20 s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kihlkérper mit

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom I7t bzw. IZK einen 60-Hz-Wechselstrom mit



Z-Dioden-Chips 1 W fiir hohe Leistungen

CH 4728 bis

CH 4764

CH4728 bis CH4764 sind Silizium-Z-Diodenchips fiir Leistungen bis zu 1 W bei geeigneter
Warmeableitung. Die elektrischen Daten sind 4hnlich denen der Dioden 1N 4728 bis 1N4764.
Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 3,3 bis 100 V. Die Uz-Toleranz betragt + 5%.
Die oxydpassivierten Chips eignen sich fiir Ultraschall- und Thermokompressionskontaktierung
sowie fir dhnliche Verfahren. Die Riickseite ist vergoldet. Die AnschluRbilder und MaRe der
einzelnen Chips bitten wir der Zusammenstellung am SchluR dieses Abschnittes zu entnehmen.

Typ

Bestellnummer

CH4728
CH4729
CH4730
CH4731
CHA4732

CH4733
CH4734
CH4735
CH4736
CH4737

CH4738
CH4739
CH4740
CH4741
CHA4742
CH4743
CH4744
CH4745
CH4746

Q68000-A2172-F82
Q68000-A2173-F82
Q68000-A2174-F82
Q68000-A2175-F82
Q68000-A2176-F82

Q68000-A2177-F82
Q68000-A2178-F82
Q68000-A2179-F82
Q68000-A2180-F82
Q68000-A2181-F82

Q68000-A2182-F82
Q68000-A2183-F82
Q68000-A2184-F82
Q68000-A2185-F82
Q68000-A2186-F82

Q68000-A2187-F82
Q68000-A2188-F82
Q68000-A2189-F82
Q68000-A2190-F82

Typ

Bestellnummer

CH4747

CH4748
CH4749
CH4750
CH 4751
CH4752

CH4753
CH4754
CH4755
CHA4756
CH 4757

CH4758
CH4759
CH4760
CH4761
CH4762

CH4763
CH4764

Q68000-A2191-F82

Q68000-A2192-F82
Q68000-A2193-F82
Q68000-A2194-F82
Q68000-A2195-F82
Q68000-A2196-F82

Q68000-A2197-F82
Q68000-A2198-F82
Q68000-A2199-F82
Q68000-A2200-F82
Q68000-A2201-F82

Q68000-A2202-F82
Q68000-A2203-F82
Q68000-A2204-F82
Q68000-A2205-F82
Q68000-A2206-F82

Q68000-A2207-F82
Q68000-A2208-F82
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CH 4728 bis

CH 4764
Grenzdaten (7y = 25°C) CHA4728 bis
CH4764

DurchlaBspannung bei I = 200 mA Ur 1.5 \Y
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol +5 %
Lagertemperatur Ts max. + 200 °C
Sperrschichttemperatur T max. + 200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 1 wt)
Kenndaten (Ty = 25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeR- | Max. dyn. Z-Impedanz Maximaler Typischer

Spannung | strom 3) Sperrstrom TK der

é})z beilzt | Izt £R bei UR Z-Spannung

Zz7tbeilzt | ZzK beiIzK )

V) (mA) (<) @ {mA) (1A) V) (%/K)
CHA4728 33 76 10 400 1,0 100 1 -0,066
CH4729 3,6 69 10 400 1,0 100 1 —-0,058
CH4730 39 64 9 400 1,0 50 1 -0,046
CH4731 4,3 58 9 400 1.0 10 1 -0,033
CHA4732 4,7 53 8 500 1,0 10 1 -0,015
CH4733 51 49 7 550 1,0 10 1 40,01
CHA4734 5,6 45 5 600 1,0 10 2 +0,03
CHA4735 6,2 41 2 700 1,0 10 3 +0,049
CHA4736 6,8 37 35 700 1,0 10 4 +0,053
CHA4737 75 34 4,0 700 0,5 10 5 +0,057
CH4738 8,2 31 4,5 700 0,5 10 6 +0,06
CH4739 9,1 28 5,0 700 0,5 10 7 +0,061
CH4740 10 25 7 700 0,25 10 7.6 +0,062
CH4741 1 23 8 700 0,25 5 8.4 +0,06
CH4742 12 21 9 700 0,25 5 9,1 +0,065
CHA4743 13 19 10 700 0,25 5 9.9 +0,065
CHA4744 15 17 14 700 0,25 5 11,4 +0,07
CHA4745 16 15,5 16 700 0,25 5 12,2 +0,07
CHA4746 18 14 20 750 0,25 5 13,7 +0,075
CHA4747 20 12,5 22 750 0,25 5 15,2 +0,075

') Die angegebene Leistung hangt von dem verwendeten Gehiuse und dem Substrat ab, das eine gute Wéarme-

ableitung besitzen muR.
2

~

unendlich guter Warmeableitung montiert.

3

-~

einem Effektivwert von 0,1 - Izt bzw. 0,1 - IZK lberlagert.

4
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IR wird unter AusschluB eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.

Uz wird 20 s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kihlkérper mit

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom Izt bzw. IzK einen 60-Hz-Wechselstrom mit



CH 4728 bis

CH 4764

Typ Nenn-Z- Z-MeR- | Max. dyn.Z-Impedanz Maximaler Typischer

Spannung | strom 3) Sperrstrom TK der

gzbei]zt Izt £R bei UR Z-Spannung

Z7tbeilzt | ZzK beilIzK )

V) (mA) (Q) () (mA) (HA) (V) (%/K)
CHA4748 22 11,5 23 750 0,25 5 16,7 +0,08
CH4749 24 10,5 25 750 0,25 5 18,2 +0,08
CH4750 27 9,5 35 750 0,25 5 20,6 +0,085
CH4751 30 8,5 40 1000 0,25 5 22,8 +0,085
CH4752 33 75 45 1000 0,25 5 251 +0,085
CHA4753 36 7,0 50 1000 0,25 5 274 +0,085
CHA4754 39 6.5 60 1000 0,25 5 29,7 +0,09
CH 4755 43 6,0 70 1500 0,25 5 32,7 +0,09
CH4756 47 5,5 80 1500 0,256 5 35,8 +0,09
CH4757 51 5,0 95 1500 0,25 5 38,8 +0,09
CHA4758 56 45 110 2000 0,25 5 42,6 +0,09
CH4759 62 4,0 125 2000 0,25 5 471 +0,09
CH4760 68 3,7 150 2000 0,25 5 51,7 +0,09
CHA4761 75 3.3 175 2000 0,25 5 56,0 +0,09
CH4762 82 3.0 200 3000 0,25 5 62,2 +0,09
CHa763 91 2,8 250 3000 | 0,25 5 69,2 | +0,09
CH4764 100 2,5 350 3000 0,25 5 76,0 +0,09
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Z-Dioden-Chips 0,4 W fiir allgemeine Anwendungen CH 5221 bis
CH 5281

CH5221 bis CH5281 sind Silizium-Z-Diodenchips fiir allgemeine Anwendungen. Die elektri-
schen Daten sind ahnlich denen der Dioden 1N 5221 bis TN 5281.

Die Z-Spannungen liegen in einem Bereich von 2,4 V bis 200 V. Die Uz-Toleranz betragt =+ 5%.
Die oxydpassivierten Chips eignen sich fir Ultraschall- und Thermokompressionskontaktierung
sowie fiir ahnliche Verfahren. Die Riickseite ist vergoldet. Die AnschluRbilder und MaRe der
einzelnen Chips bitten wir der Zusammenstellung am SchluR dieses Abschnittes zu entnehmen.

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
CH5225 068000-A2213-F82 CH5255 Q68000-A2243-F82
CH5226 Q68000-A2214-F82 CH 5256 Q68000-A2244-F82
CH5257 Q68000-A2245-F82
CH5227 Q68000-A2215-F82
CH5258 Q68000-A2246-F82
CHb5228 Q68000-A2216-F82
CH5229 Q68000-A2217-F82 CH 5259 Q68000-A2247-F82
CH5230 Q68000-A2218-F82 CH 5260 Q68000-A2248-F82
CH5231 Q68000-A2219-F82 cH 5261 Q68000-A2249-F82
CH5262 Q68000-A2250-F82
CH5232 Q68000-A2220-F82
CH5263 Q68000-A2251-F82
CH5233 Q68000-A2221-F82
CH5264 Q68000-A2252-F82
CH5234 Q68000-A2222-F82 GH5265 068000-A2253-F82
CH5235 Q68000-A2223-F82
CH5266 Q68000-A2254-F82
CH5236 Q68000-A2224-F82 CH5267 Q68000-A2255-F82
CH5238 Q68000-A2226-F82 CH5269 Q68000-A2257-F82
cosis | SomesdiT  oimm | Ouesansre:
i i CH5271 Q68000-A2259-F82
CHb5241 Q68000-A2229-F82 CH5272 Q68000-A2260-F82
CHb5242 Q68000-A2230-F82 CH5273 Q68000-A2261-F82
CHb5243 Q68000-A2231-F82 CH5274 Q68000-A2262-F82
CHb5244 Q68000-A2232-F82 CH5275 Q68000-A2263-F82
CH5245 Q68000-A2233-F82 CH5276 068000-A2264-F82
CH5246 Q68000-A2234-F82 CH5277 Q68000-A2265-F82
CH5247 Q68000-A2235-F82 CH5278 Q68000-A2266-F82
CH5248 Q68000-A2236-F82 CH5279 Q68000-A2267-F82
CH5249 Q68000-A2237-F82 CH 5280 Q68000-A2268-F82
CH5250 Q68000-A2238-F82 CH5281 Q68000-A2269-F82
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CH 5221 bis

CH 5281
Grenzdaten (Ty = 25°C) CH5221 bis
CH5281

DurchlaBspannung bei Ig = 200 mA U 11 Y
Toleranz der Z-Spannung Uz-Tol. +5 %
Lagertemperatur Ts max. + 200 °C
Sperrschichttemperatur T; max. + 200 °C
Gesamtverlustleistung Prot 400 mW1)
Kenndaten (7Ty = 25°C)
Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Maximaler Sperrstrom Typischer

Spannung | strom Z-lmpedanz 4) K der

lzJ)z beilzt | Izt 3 bei Z-Spannung

Z7tbeilzt | ZzK beilzK| /= U

(V) (mA) () (Q) (nA) V) (%/K)
CHb5221 2,4 20 30 1200 100 1.0 -0,085
CH5222 2,5 20 30 1250 100 1,0 -0,085
CHb5223 2,7 20 30 1300 75 1,0 -0,080
CH5224 2,8 20 30 1400 75 1,0 -0,080
CH5225 3,0 20 29 1600 50 1,0 -0,075
CH5226 3.3 20 28 1600 25 1,0 -0,070
CH5227 3,6 20 24 1700 15 1.0 -0,065
CH5228 3,9 20 23 1900 10 1,0 -0,060
CH5229 4,3 20 22 2000 5 1.0 40,055
CH5230 4,7 20 19 1900 5 2,0 +0,030
CH5231 5,1 20 17 1600 5 2,0 40,030
CH5232 5,6 20 11 1600 5 3,0 +0,038
CH5233 6.0 20 7 1600 5 3,5 +0,038
CH5234 6,2 20 7 1000 5 4,0 +0,045
CH5235 6.8 20 5 750 3 5,0 +0,050
CH5236 75 20 6 500 3 6,0 +0,058
CH5237 8,2 20 8 500 3 6,5 +0,062
CH5238 8.7 20 8 600 3 6,5 +0,065
CH5239 9.1 20 10 600 3 7,0 +0,068
CH5240 10,0 20 17 600 3 8,0 +0,075
CH5241 11,0 20 22 600 2 8,4 +0,076
CH5242 12,0 20 30 600 1 91 +0,077

-

Die angegebene Verlustleistung wird erreicht, wenn man den Chip auf einem Aluminiumsubstrat mit den Ab-
messungen 25,4 x 25,4 x 0,25 mm montiert. Bei Temperaturen {ber Ty = + 25°C betragt die Verlustleistungs-
abnahme 2,6 mW/°C.

Uz wird 20 s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kiihlkérper mit un-
endlich guter Warmeableitung montiert.

Die Z-Impedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom Izt bzw. IZK einen 60-Hz-Wechselstrom mit
einem Effektivwert von 0,1 - Izt bzw. 0,1 - [ZK (berlagert.

IR wird unter AusschluB eines jeglichen Lichteinflusses gemessen.

2

~

3

-~

4

~
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CH 5243 bis
CH 5281

Typ Nenn-Z- Z-MeR- Maximale dyn. Maximaler Sperrstrom Typischer

Spannung | strom Z-Impedanz 4) TK der

%z beilzt | Izt 3) bei Z-Spannung

Zztbeilzt | ZzK beilzk| IR UR

(v) (mA) Q) Q) (nA) (v) (%/K)
CH5243 13,0 9,5 13 600 0,5 9,9 +0,079
CHb5244 14,0 9,0 15 600 0,1 10,0 +0,082
CH 5245 15,0 8,5 16 600 0,1 11,0 +0,082
CHb5246 16,0 7,8 17 600 0,1 12,0 +0,083
CH5247 17,0 7.4 19 600 01 13,0 +0,084
CH5248 18,0 7,0 21 600 0.1 14,0 +0,085
CH 5249 19,0 6,6 23 600 01 14,0 +0,086
CH 5250 20,0 6,2 25 600 0,1 15,0 +0,086
CH 5251 22,0 5,6 29 600 01 17,0 +0,087
CH5252 24,0 52 33 600 01 18,0 +0,088
CH5253 25,0 5,0 35 600 01 19,0 +0,089
CH 5254 27,0 4,6 41 600 01 21,0 +0,090
CH 5255 28,0 4,5 44 600 01 21,0 +0,091
CH5256 30,0 4,2 49 600 0.1 23,0 +0,091
CH 5257 33,0 3.8 58 700 0.1 25,0 +0,092
CH5258 36,0 34 70 700 0.1 27,0 +0,093
CH 5259 39,0 3,2 80 800 01 30,0 +0,094
CH5260 43,0 3,0 93 900 0.1 33.0 +0,095
CH5261 47,0 2,7 105 | 1000 0.1 36,0 +0,095
CH5262 51,0 2,5 125 | 1100 0.1 39,0 +0,096
CH5263 56,0 2,2 150 1300 0,1 43,0 +0,096
CH5264 60,0 21 170 1400 0,1 46,0 +0,097
CH 5265 62,0 2,0 185 1400 0,1 47,0 +0,097
CH5266 68,0 1.8 230 | 1600 0,1 52,0 +0,097
CH5267 75,0 1,7 270 1700 0,1 56,0 +0,098
CH5268 82,0 1.5 330 2000 01 62,0 +0,098
CH 5269 87,0 1.4 370 2200 01 68,0 +0,099
CH5270 91,0 1,4 400 2300 01 69,0 +0,099
CH5271 100,0 1,3 500 | 2600 0,1 76,0 +0,110
CH5272 110,0 11 750 | 3000 01 84,0 +0,110
CHb5273 120,0 1,0 900 4000 0,1 91,0 +0,110
CHb5274 130,0 0,95 1100 4500 0.1 99,0 +0,110
CH5275 140,0 0,90 1300 4500 0,1 106,0 +0,110
CH5276 150,0 0,85 1500 5000 01 114,0 +0,110
CH5277 160,0 0,80 1700 5500 01 122,0 +0,110
CH5278 170,0 0,74 1900 5500 01 129,0 +0,110
CH5279 180,0 0,68 2200 6000 01 137,0 +0,110
CH 5280 190,0 0,66 2400 6500 01 144,0 +0,110
CH5281 200,0 0,65 2500 7000 01 152,0 +0,110

FuBnoten siehe Seite vorher
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Referenzdioden-Chips zu JEDEC-Typen CH 821 bis CH 829
CH 4565A bis CH 4584A

CH821 bis CH829 und CH4565A bis CH4584A sind Silizium-temperaturkompensierte
Referenzdiodenchips. Die elektrischen Daten sind ahnlich denen der TK-Referenzdioden
TN 821 bis TN 829 und 1N4565A bis 1N 4584A.

Die Z-Spannung betragt 6,2 V + 5%. Die oxydpassivierten Chips eignen sich gut fiir Ultra-
schall- und Thermokompressionskontaktierung sowie fiir dhnliche Verfahren. Die Riickseite ist
vergoldet. Die AnschluBbilder und MaRe der einzelnen Chips bitten wir der Zusammenstellung
am SchluB dieses Abschnittes zu entnehmen.

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

CH821 68000-A2062-F82 CH4573A | Q68000-A2146-F82

CH823 Q68000-A2063-F82 CH4574A | Q68000-A2147-F82

CH825 Q68000-A2064-F82

CH827 Q68000-A2065-F82 CHA4575A Q68000-A2148-F82

CH829 Q68000-A2066-F82 CH4476 A Q68000-A2149-F82
CH4577A Q68000-A2150-F82

CH4565A Q68000-A2138-F82

hisA |G ors  Craven | oo st
CH4567A Q68000-A2140-F82

CH4568A Q68000-A2141-F82 CH4580A Q68000-A2153-F82
CH4569A Q68000-A2142-F82 CHA4581A Q68000-A2154-F82

CHA4582AA Q68000-A2155-F82

Crias7oA 008000-A2143-FB2 CH4583A Q68000-A2156-F82

CH4571A Q68000-A2144-F82

NI ArRaA A Anannn o

CH4572A Q68000-A2145-F82 CH4584A Q68000-A2157-F82
Grenzdaten (7y = 25°C) CH821 bis

CH829
Lagertemperatur Ts max. + 200 °C
Sperrschichttemperatur Ti max. + 200 °C
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Referenzdioden-Chips

CH 821 bis CH 829
CH 4565A bis CH 4584A

Kenndaten (7y = 25°)

Typ Nenn- Z-MefRstrom Max. dyn. Spannung - Tem- Effektiver

Z-Spannung Z-lmpedanz peratur — Stabilitat | TK der

Uz beilzt Izt Zztbeilzt 44Uzt Z-Spannung

1) 2) g;55°c bis + 100°C)

V) (mA) (Q) (mV) (%/K)
CH 821 6.2 £ 5% 7.5 15 96 0,01
CH823 6,2 +5% 75 15 48 0,005
CH825 6,2 £ 5% 7.5 15 19 0,002
CH 827 6,2 + 5% 7.5 15 9 0,001
CH829 6,2 +£5% 75 15 5 0,0005
CH4565A 6,4 + 5% 0,5 200 99 0,01
CH4566A 6,4 + 5% 0,5 200 49 0,005
CH4567A 6,4 +£5% 0,5 200 20 0,002
CH4568A 6.4 + 5% 0,5 200 9,3 0,001
CH4569A 6,4 +5% 0,5 200 4,6 0,0005
CH4570A 6,4 +5% 1.0 100 99 0,01
CH4571A 6.4 + 5% 1,0 100 49 0,005
CH4572A 6,4 + 5% 1.0 100 20 0,002
CH4573A 6,4 +5% 1,0 100 9,3 0,001
CH4574A 6,4 +5% 1.0 100 4,6 0,005
CH4575A 6,4 +5% 2,0 50 99 0,01
CHA4576 A 6.4 +5% 2,0 50 49 0,005
CHA4577A 6,4 +5% 2,0 50 20 0,002
CH4578A 6,4 + 5% 2,0 50 9,3 0,001
CH4579A 6,4 + 5% 2,0 50 4,6 0,0005
CHA4580A 6.4 + 5% 4,0 25 99 0,01
CHA4581A 6.4 +£5% 4,0 25 49 0,005
CHA4582A 6.4 +£ 5% 4,0 25 20 0,002
CH4583A 6,4 + 5% 4,0 25 9,3 0,001
CHA4584A 6,4 +5% 4,0 25 4,6 0,0005

') Uz wird 20 s nach Einschalten des Z-MeRstromes gemessen. Der Chip ist dabei auf einem Kihlkérper mit
unendlich guter Warmeableitung montiert.
2) Die Z-lmpedanz wird dadurch bestimmt, indem man dem Strom Izt einen 60-Hz-Wechselstrom mit einem

Effektivwert von 0,1 - Izt Giberlagert.

3) Als maximale zulassige Abweichung gilt die Spannungsénderung, die auftritt, wenn alle Temperaturen innerhalb

des angegebenen Bereiches von —55°C bis + 100°C durchlaufen werden.

Die Chips konnen auch fiir einen Temperaturbereich von 0°C bis +75°C spezifiziert werden. Bei der Typen-
bezeichnung entfallt dann der Zusatzbuchstabe A.
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Z-Dioden und Referenzdioden-Chips

Abmessungen und AnschluBRschema

A Aluminiummetallisierung

AnodenanschluBfir:

1N756 bis1N 759
e — (942008 - > 1N 821 bis1N 829
1N 985  bis 1N 992
N 4099 bis 1N 4135
4370 bis1N 4372
4565A bis 1N 4684A
4614 bis 1N 4627
4728 bis 1N 4741
5221 bis 1N 5242
5271 bis 1N 5281
962  bis 1N 984
4742 bis 1N 4764
5243 bis 1N 5270

Z2z2z222Z2222

le——— (94 £008 ——»

|

0,25 max

Goldmetallisierung

Falls an Chips fiir Z-Dioden und temperaturkompensierte Referenzdioden Korrelationsmessun-
gen durchgefiihrt werden sollen, so konnen auf Wunsch Musterdioden geliefert werden, die
bereits in einem Glasgehause (51 A2 DIN 41880, DO-7) montiert sind.

Standard Verpackung einsortiert in Glasréhrchen mit flissiger Fluorverbindung gefulit oder
ahnliche Behalter werden extra berechnet.
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Z-Dioden (MIL-Typen)

nach JAN

Z-Dioden
400 mW 1 WATT 10 WATT 50 WATT
MIL-S-19500/ | MIL-S-19500/ | MIL-S-19500/ MIL-S-19500/ MIL-S-19500/ MIL-S-19500/
17 435 115 124 358B (EL) 114
(US-NAVY) (USAF) (US-NAVY) (US-ARMY) (US-ARMY) (US-NAVY)
1N962B | 1N4099 1N3821A | 1N2970B&RB |1N4549B&RB | 1N2806B&RB
1N963B | 1N4100 1N3822A | 1N2971B&RB |1N4550B&RB | 1N2807B&RB
1N964B | 1N4101 1N3823A | 1N2972B&RB |1N4551B&RB | 1N2808B&RB
1N9658 | 1N4102 1N3824A | 1N2973B&RB |1N4552B&RB |1N2809B&RB
1N966B | 1N4103 1N3825A | 1N2974B&RB |1N4553B&RB|1N2810B&RB
1N967B | 1N4104 1N3826A | 1N2975B&RB |1N4554B&RB |1N2811B&RB
1N968B | 1N4105 1N3827A | 1N2976B&RB |1N3305B&RB|1N2813B&RB
1N969B | 1N4106 1N3828A | 1N2977B&RB |1N3306B&RB|1N2814B&RB
1N970B | 1N4107 1N3016B | 1N2979B&RB |1N3307B&RB |1N2816B&RB
1N971B | 1N4108 1N3017B | 1N2980B&RB |1N3308B&RB |1N2818B&RB
1N972B | 1N4109 1N3018B | 1N2982B&RB |1N3309B&RB|1N2819B&RB
1N973B | 1N4110 1N3019B | 1N2984B&RB |1N3310B&RB |1N2820B&RB
1N974B | 1N4111 1N3020B | 1N2985B&RB |1N3311B&RB|1N2822B&RB
1N9758 | 1N4112 1N3021B | 1N2986B&RB |1N3312B&RB|1N2823B&RB
1N976B | 1N4113 1N3022B | 1N2988B&RB |1N3314B&RB|1N2824B&RB
1N977B | 1N4114 1N3023B | 1N2989B&RB |1N3315B&RB | 1N2825B&RB
1N978B | 1N4115 1N3024B | 1N2990B&RB |1N3317B&RB|1N2826B&RB
1N979B | 1N4116 1N3025B | 1N2991B&RB |1N3319B&RB|1N2827B&RB
1N980B | 1N4117 1N3026B | 1N2992B&RB |1N3320B&RB|1N2829B&RB
1N981B | 1N4118 1N3027B | 1N2993B&RB |1N3321B&RB|1N2831B&RB
1N982B | 1N4119 1N3028B | 1N2995B&RB |1N3323B&RB |1N2832a&RB
1N983B | 1N4120 1N3029B | 1N2997B&RB |1N3324B&RB | 1N2833B&RB
1N984B | 1N4121 1N3030B | 1N2999B&RB |1N3325B&RB |1N2834B&RB
MIL-S-19500/ |  1N4122 1N3031B | 1N3000B&RB |1N3326B&RB |1N2835B&RB
(s RAvy) | TN4123 1N3032B | 1N3001B&RB |1N3327B&RB |1N2836B&RB
1N4370A | 1N4124 1N3033B | 1N3002B&RB |1N3328B&RB|1N2837B&RB
1N4371A | 1N4125 1N3034B | 1N3003B&RB |1N3330B&RB
1N4372A | 1N4126 1N3035B | 1N3004B&RB |1N3332B&RB
1N746A | 1N4127 1N3036B | 1N3005B&RB |1N3334B&RB
IN747A | 1N4128 1N3037B | 1N3007B&RB |1N3335B&RB
1N748A | 1N4129 1N3038B | 1N3008B&RB |1N3336B&RB
1N749A | 1N4130 1N3039B | 1N3009B&RB |1N3337B&RB
1N750A | 1N4131 1N3040B | 1N3011B&RB |1N3338B&RB
IN751A | 1N4132 1N3041B MIL-S:19500/ | 1N3339B&RB
1N752A | 1N4133 1N3042B (saamy) | 1N3340B&RB
1N753A | 1N4134 1N3043B | 1N3993A&RA |1N3342B&RB
IN754A | 1N4135 1N3044B | 1N3994A&RA |1N3343B&RB
IN755A | 1N4614 1N30458 | 1N3995A&RA |1N3344B&RB
TN756A | 1N4615 1N3046B | 1N3996A&RA |1N3346B&RB
IN757A | 1N4616 1N3047B | 1N3997A&RA |1N3347B&RB
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Z-Dioden (MIL-Typen)

nach JAN

Z-Dioden
400 mW 1 WATT 10 WATT 50 WATT
-S- -S- MIL-S-19500 MIL-S-19500 MIL-S-19500/
MIL 512179500/ MIL i3159500/ S / S / 85 (E1)
(US-NAVY) (USAF (US-NAVY) (US-ARMY) (US-ARMY)
1N758A 1N4617 1N3048B 1N3998A&RA 1N3349B&RB
1N759A 1N4618 1N3999A&RA 1N3350B&RB
1N4619 1N4000A&RA
1N4620
1N4621
1N4622
1N4623
1N4624
1N4625
1N4626
1N4627
Temperaturkompensierte Referenzdioden
6.2V 6.4V 8.4V 9V 1.7V 49.6 V
MIL-S-19500/ | MIL-S-19500/ | MIL-S-19500/ MIL-S-19500/ MIL-S-19500/ | MIL-S-19500/
159 452 158 156 157 298
(US-NAVY) (US-USAF) (DESC) (US-NAVY) (US-NAVY) (USAF)
1N821 1N4565A 1N3154 1N935B 1N941B 1TN1742A
1N823 1N4566A 1N3155 1N937B 1N943B
1N825 1N4567A 1N3156 1N938B 1N944B
1N827 1N4568A 1N3157 1N939B 1N945B
1N829 1N4569A 1N9408B
MIL-S-19500/ | {N4570A Moo
(USAF) 1N4571A (USAF)
1N4572A 1N1530A
IN429 1 1 N4573A
1N4574A
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Z-Dioden (MIL-Typen) nach JANTX
Z-Dioden
400 mW 1 WATT 10 WATT 50 WATT
MIL-S-19500/ | MIL-S-19500 MIL-S-19500/ MIL-5-19500/ MIL-S-19500/ MIL-S-19500/
17 435 115 124 358B (EL) 114
(US-NAVY) (USAF) (US-NAVY) (US-ARMY) (US-ARMY) (US-NAVY)
1N962B | 1N4099 1N3821A | 1N2970B&RB |1N4549B&RB|1N2806B&RB
1N963B | 1N4100 1N3822A | 1N2971B&RB |1N4550B&RB |1N2807B&RB
1N964B | 1N4101 1N3823A | 1N2972B&RB |1N4551B&RB|1N2808B&RB
1N965B | 1N4102 1N3824A | 1N2973B&RB |1N4552B&RB|1N2809B&RB
1N966B | 1N4103 1N3825A | 1N2974B&RB |1N4553B&RB|1N2810B&RB
1N967B | 1N4104 1N3826A | 1N2975B&RB |1N4554B&RB|1N2811B&RB
1N968B | 1N4105 1N3827A | 1N2976B&RB |1N3305B&RB|1N2813B&RB
1N969B | 1N4106 1N3828A | 1N2977B&RB |1N3306B&RB|1N2814B&RB
1N970B | 1N4107 1N3016B | 1N2979B&RB |1N3307B&RB|1N2816B&RB
1N971B | 1N4108 1N3017B | 1N2980B&RB |1N3308B&RB|1N2818B&RB
1N972B | 1N4109 1N3018B | 1N2982B&RB |1N3309B&RB|1N2819B&RB
1N973B | 1N4110 1N3019B | 1N2984B&RB |1N3310B&RB|1N2820B&RB
1N974B | 1N4111 1N3020B | 1N2985B&RB |1N3311B&RB|1N2822B&RB
1N975B | 1N4112 1N3021B | 1N2986B&RB |1N3312B&RB|1N2823B&RB
1N976B | 1N4113 1N3022B | 1N2988B&RB |1N3314B&RB|1N2824B&RB
1N977B | 1N4114 1N3023B | 1N2989B&RB |1N3315B&RB|1N2825B&RB
1N978B | 1N4115 1N3024B | 1N2990B&RB |1N3317B&RB|1N2826B&RB
1N979B | 1N4116 1N3025B | 1N2991B&RB |1N3319B&RB|1N2827B&RB
1N980B | 1N4117 1N3026B | 1N2992B&RB |1N3320B&RB|1N2829B&RB
1N981B | 1N4118 1N3027B | 1N2993B&RB |1N3321B&RB|1N2831B&RB
1N982B | 1N4119 1N3028B | 1N2995B&RB |1N3323B&RB|1N2832B&RB
1N983B | 1N4120 1N3029B | 1N2997B&RB |1N3324B&RB|1N2833B&RB
1N984B | 1N4121 1N3030B | 1N2999B&RB |1N3325B&RB |1N2834B&RB
MIL-S-19500/ | 1N4122 1N3031B | 1N3000B&RB |1N3326B&RB|1N2835B&RB
(UsTBAvy) | TN4123 1N3032B | 1N3001B&RB |1N3327B&RB 1N2836B&RB
1N4370A | 1N4124 1N3033B | 1N3002B&RB |1N3328B&RB|1N2837B&RB
1N4371A | 1N4125 1N3034B | 1N3003B&RB |1N3330B&RB
1N4372A | 1N4126 1N3035B | 1N3004B&RB |1N3332B&RB
1N746A | 1N4127 1N3036B | 1N3005B&RB |1N3334B&RB
1N747A | 1N4128 1N3037B | 1N3007B&RB |1N3335B&RB
1N748A | 1N4129 1N3038B | 1N3008B&RB |1N3336B&RB
1N749A | 1N4130 1N3039B | 1N3009B&RB |1N3337B&RB
IN750A | 1N4131 1N3040B | 1N3011B&RB |1N3338B&RB
IN751A | 1N4132 1N3041B MIL-5:19500/ | 1N3339B&RB
IN752A | 1N4133 1N30428 (UsARmy) | 1N3340B&RB
IN753A | 1N4134 1N3043B | 1N3993A&RA |1N3342B&RB
1N754A | 1N4135 1N3044B | 1N3994A&RA |1N3343B&RB
IN755A | 1N4614 1N3045B | 1N3995A&RA |1N3344B&RB
1IN756A | 1N4615 1N3046B | 1N3996A&RA |1N3346B&RB
1N757A | 1N4616 1N3047B | 1N3997A&RA |1N3347B&RB
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Z-Dioden (MIL-Typen)

nach JANTX

Z-Dioden
400 mW 1 WATT 10 WATT 50 WATT
-S- -S- -S-19500 MIL-S-19500/ MIL-S-19500/
MIL 511179500/ MIL i3159500/ MIL L / A 3586 (EL)
(US-NAVY) (USAF) (US-NAVY) (US-ARMY) (US-ARMY)
1N758A 1N4617 1N3048B 1N3998A&RA 1N3349B&RB
1N759A 1N4618 1N3999A&RA 1N3350B&RB
1N4619 1N4000A&RA
1N4620
1N4621
1N4622
1N4623
1N4624
1N4625
1N4626
1N4627
Temperaturkompensierte Referenzdioden
6.2V 6.4V 8.4V 9V 1.7V
MIL-S-19500/159 MIL-S-19500/452 MIL-S-19500/158 | MIL-S-19500/156 | MIL-S-19500/157
(US-NAVY) (USAF) (DESC) (US-NAVY) US(-NAVY)
1N821 1N4565A 1N3154 1N9358B 1N941B
1N823 1N4566A 1N3155 1N937B 1N943B
1N825 1N4567A 1N3156 1N938B 1N9448B
1N827 1N4568A 1N3157 1N939B 1N945B
1N829 1N4569A 1N940B
1N4570A
1N4571A
1N4572A
1N4573A
1N4574A
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Z-Dioden (MIL-Typen) nach JANTXV

Z-Dioden
400 mW 1 WATT
MIL-S-19500/127 | MIL-S-19500/117 MIL-S-19500/435 MIL-5-19500/115

(US-NAVY) (US-NAVY) (USAF) (US-NAVY)
1N4370A 1N962B 1N4099 | 1N4119 | 1N4614 | 1N3821A | 1N3028B
1N4371A 1N963B 1N4100 | 1N4120 | 1N4617 | 1N3822A | 1N3029B
1N4372A 1N964B 1N4101 | 1N4121 | 1N4618 | 1N3823A | 1N3030B
1N746A 1N965B 1N4102 | 1N4122 | 1N4619 | 1N3824A | 1N3031B
1N747A 1N9568B 1N4103 | 1N4123 | 1N4620 | 1N3825A | 1N3032B
1N748A 1N967B 1N4104 | 1N4124 | 1N4621 | 1N3826A | 1TN3033B
1N749A 1N968B 1N4105 | 1N4125 | 1N4622 | 1N3827A | 1N3034B
1N750A 1N969B 1N4106 | 1N4126 | 1N4623 | 1N3828A | 1N3035B
1N751A 1N970B 1N4107 | 1N4127 | 1N4624 | 1N3016B | 1N3036B
1N752A 1N971B 1N4108 | 1N4128 | 1N4625 | 1N3017B | 1N3037B
1N753A 1N972B 1N4109 | 1N4129 | 1N4626 | 1N3018B | 1TN3038B
1N754A 1N973B 1N4110 | 1N4130 | 1N4627 | 1N3019B | 1N3039B
1N755A 1N974B 1TN4111 | TN4131 1N3020B | 1N3040B
1N756A 1N975B 1N4112 | 1N4132 1N3021B | 1N3041B
1N757A 1N976B 1N4113 | 1N4133 1N3022B | 1N3042B
TN758A 1N977B 1N4114 | 1N4134 1N3023B | 1N3043B
1N759A 1N978B 1N4115 | 1N4135 1N3024B | 1N3044B

1N979B 1N4116 1N3025B | 1N3045B

1N980B 1N4117 1N3026B | 1N3046B

1N981B 1N4118 1N3027B | 1N3047B

1N982B 1N3048B

1N983B

1N984B

Temperaturkompensierte Referenzdioden

6.2V 9V 1.7V

MIL-S-19500/159 MIL-S-19500/156 MIL-S-19500/157
(US-NAVY) (US-NAVY) (US-NAVY)
1N821 1N935B 1N941B
1N823 1N937B 1N943B
1N825 1N938B 1N9448B
1N827 1N939B 1N945B

1N829 1N940B
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3. Mikrowellendioden







Mikrowellendioden

Kurzdaten

3.1 Germanium-Spitzendioden fiir Patronenfassungen

Typ Bestell- Sperr- Durchlal3- Sperrstrom Gehause

nummer spannung spannung bei Ug=40V

Ur (V) beilg,=2 mA I (LA)
Uk (V)
GD731 Q62601-X731 36 <1 <300 B
GD732 Q62601-X732 36 <1 <300 B
GD733 Q62601-X733 36 <1 50 (<100) B
Adapter Q62901-B6 zur Verwendung der Dioden in Patronenfassung C
DIN 41861

3.2. Germanium-Tunneldioden (Ty=25°C)
Typ Bestell- ﬁéipfelstrom Gipfel- Dioden- Serien- Gehause

nummer spannung | Kapazitat wider-

stand(typ.)
I, (mA) U, (mV) | Cp (pF) Rs (Q)

AEY 30A Q62701-E12 | 1,6 (1,4-1,8) |85 0,6-0,9 56<7 K
AEY 30B Q62701-E13 | 1,6 (1,4-1,8) |80 0,9-1,2 55<7 K
AEY 30C Q62701-E14 | 1,6 (1,4-1,8) |80 1,2-1,5 55<7 K
AEY 30D | Q62701-E21 | 1,6 (1,4-1,8) |75 1,6-1,8 5,6 <7 K
TU 205/5 | Q62701-E20 | 5 (4,75-5,25) |80 7 (4-10) 2<3 N
TU 205/10 | Q62701-E22 | 5 (4,5-5,5) 80 7 (4-10) 2<3 N
TU 210/5 | Q62701-E16 | 10 (9,5-10,5) |90 10 (6-13) | 1,56<25 | N
TU 210/10 | Q62701-E23 | 10 (9-11) 90 10 (6-13) | 1,5<25 | N
TU 220/5 | Q62701-E24 | 20 (19-21) 110 20(10-30) | 1 <25 N
TU 220/10 | Q62701-E25 | 20 (18-22) 110 20 (10-30)| 1 <25 N
TU 301 Q62701-E26 | 1 (0,9-1,1) 65 1,6 <3 4<6 U
TU 302 Q62701-E27 |2 (1,8-2,2) 70 3<5 3<5 U
TU 305/5 | Q62701-E28 |5 (4,75-5,25) |80 5<8 2<3 U
TU 305/10 | Q62701-E29 |5 (4,5-5,5) 80 5<8 2<3 U
TU 310/5 | Q62701-E30 | 10 (9,5-10,5) |90 10 <15 16<25 | U
TU 310/10 | Q62701-E31 |10 (9-11) 90 10 < 15 16<25 | U
TU 320/5 | Q62701-E32 |20 (19-21) 110 15 < 20 1,6<25 | U
TU 320/10 | Q62701-E33 |20 (18-22) 110 15 < 20 1.56<25 | U
TU410/5 | Q62701-E34 |10 (9,5-10,5) |80 3<5b 3<5b Q
TU 410/10 | Q62701-E35 |10 (9-11) 80 3<5 3<5 Q
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3.3 Germanium-Backwarddiode (Ty=25°C)
Typ Bestell- Hoéckerstrom | DurchlaB- Gesamt- Gehause
nummer Ip (HA) in spannung Ug | kapazitat

Ruckwiérts- (mV) bei Co (pF)

richtung bei Ie=3 mA

Ur=60 mV
TU300A Q62701-E40 < 300 80-120 0,8 <16 U
TU300B Q62701-E41 < 500 80-120 1,2-2,0 U
TU300C Q62701-E42 < 500 80-120 2,0-3,0 U
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3.4. Speichervaraktoren

zur Frequenzvervielfachung bis in den GHz-Bereich

Typ Bestellnummer Durch- Dioden- Empfoh- | Ein- Gehaduse
bruch- Kapazitat lener gangs-
spannung Frequenz-| leistung
(g = (Ug =0V; | bereich
10 pA) f=1MHz)

Ur (V) Co (pF) (GHz) Pe (W)

BXY 10A Q60223-Y10-A 35-45 (0,5-1,5) 1-15 bis 0,5 A

BXY10B Q60223-Y10-B 35-47 (0,9-1,8) 1-15 bis 1,0 A

BXY10C Q60223-Y10-C 35-50 (1,5-3,5) 1-10 | bis 1,5 A

BXY 10D Q60223-Y10-D L50—70 (3-6) 1-10 ‘1 bis 2,5 A

—| 1

BXY11E Q60223-Y11-E 50-70 (5-10) 0,3-5 | bis 3,0 A

BXY11F Q60223-Y11-F 60-90 (9-18) 0,1-2 ' bis 4,0 A

BXY 11 GA Q60223-Y11-G 60-90 (15-25) 0,1-2 | bis 4,0 A

!

BXY 13A Q62702-X86 35-45 (0,5-1,5) 1-15 s bis 0,5 G

BXY13B Q60223-Y13-B 35-47 (0,9-1,8) 1-15 ‘[ bis 1,0 G

BXY 13C Q60223-Y13-C 35-50 (1.5-3,5) 1-10 bis 1,5 G

BXY 13D Q60223-Y13-D [ 50-90 (3,0-6,0) 1-10 bis 2,5 G

BXY 14E Q60223-Y14-E 50-70 (5,0-10) 0,3-5 bis 3,0 G

BXY 14F Q60223-Y14-F 60-90 (9-18) 0,1-2 bis 4,0 G

BXY 14GA Q62702-X48 60-90 (15-25) 0,1-2 bis 4,0 G

BXY 15CA-1 | Q62702-X72 38-50 (1,5-2,5) 2-15 2,5 H

BXY 15 CA-5 | Q62702-X125-S5 | 80-100 (0,8-1,5) 2-15 bis 4,0 X,

BXY 15CA-6 | 062702-X125-S6 | 80-100 (0,8-1,5) 2-15 | bis 5,0 Y,

BXY 15DC-1 | Q62702-X89 50-70 (3-6) 1-10 bis 5,0 H

BXY 15DC-5 | Q62702-X127-S5 | 120-140 | (2-3) 1-10 bis 9,0 X,

BXY15DC-6 | Q62702-X127-S6 | 120-140 | (2-3) 1-10 bis 10,0 | Y,

BXY 16B Q60223-Y16-V1 |40-50 (0,9-1,8) 2-13 bis 1,5 H

BXY16C1 Q60223-Y16-C1 |55-70 (1,5-3,5) 1-10 bis 4,0 H

BXY 16 CA-1 | Q62702-X74 55-70 (1,5-2,5) 1-10 bis 3,0 H

BXY 17CA-1 [{Q62702-X94 55-70 (1,5-2,5) 1-12 bis 4,0 H

BXY 17CA-5 |Q62702-X126-S5 [120-140 |(0,8-1,5) 1-12 bis 7,0 X,

BXY 17CA-6 | 062702-X126-S6 |120-140 | (0,8-1,5) 1-12 bis 8,0 Y,

BXY19E Q60223-Y19-E 85-105 (5-10) 0,1-5 bis 10,0 | |

BXY 19F Q60223-Y19-F 85-105 (9-18) 0,1-3 bis 15,0 | |

BXY 19FB Q60223-Y19-G2 |85-105 (12-18) 0,1-3 bis 15,0 | |

BXY 19GB Q60223-Y19-G2 |95-115 (20-30) 0,1-2,5 bis 20,0 | |

BXY 19HA Q62702-X50 115-135 | (30—40) 0,1-2 bis 30,0 | |
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3.4. Speichervaraktoren

zur Verwendung in Aufwartsumsetzern

Typ Bestellnummer | Durchbruch- | Dioden- Empfoh- Eingangs- | Ge-
Spannung Kapazitat lener leistung hause
(U =0V; | Frequenz-
f =1 MHz) | bereich
Un (V) Co(pF) | (GH2) | Pe(W)
BXY21B | Q62702-X110 | 25-35 0,9-1,8 1-12 bis 0,25 Q
BXY 21 CA | Q62702-X54 25-35 1,56-2,5 1-8 bis 1,5 F
BXY 21CB | Q62702-X111 | 15-25 1,7-3,5 1-6 bis 0,25 Q
BXY 24 EA | Q62702-X78 65-80 5-8 1-6 bis 2,5 A
3.5. Sperrschichtvaraktoren
zur Verwendung bis in den GHz-Bereich (z.B. Modulation und Abstimmung)
Typ Bestellnummer Sperr- Dioden-Kapazitdt | Kapazitats- Gehause
spannung | (Ug=0V; verhaltnis
f=1 MHz)
Ur (V) Co (pF)
BBY 24 Q62702-B20 120 (12-16) > 8,5 P
BBY 25 Q62702-B21 120 (16-20) > 9,0 ; P
BBY 26 Q62702-B22 120 (20-24) > 9,6 ) P
BBY 27 Q62702-B23 120 (36-40) > 10,0 P
BBY 32CB | Q62702-B51 60 2-3 > 4,25 L
BBY 32DA | Q62702-B52 60 3-4 >5 L
BBY 32DB | Q62702-B53 60 4-5 > 5,5 2) L
BBY 32EA | Q62702-B54 60 5-8 > 5,5 L
BBY 32FA | Q62702-B55 60 8-12 >6 L
BXY 22G Q60223-Y22-G | 30 (8,8-11,2) 2-2,5 F
BXY 22H Q60223-Y22-H | 30 (10,8-13.2) } 4) 12-2,56 3) F
BXY 22J Q60223-Y22-J |30 (13-16) 2-2,5 F
BXY 23 Q60223-Y23 30 (10,7-13,3) %) |2-25 3) A
Cp (0V) Cp (0V) Co (3V) _ _

R Co (120V) % c:(so V) ?) CD°(25 V) 9 Us =15V ) Us=3V
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3.6. Gallium Arsenid-Gunnelemente (7, = 25 °C)

Typ BestelinJrEner Fréduenz- Pout?) [#n3) |Betriebs- |U,,5) | P,5)
bereich ) werte4)
Ur |Ir
GHz mwW % |V |mA|V w

GAO 10C-1A [Q68000-A824 |7 10 1,0 (10 |80 (3,8 2 H
GAO 20C-1B |Q68000-A830 |7 20 1,56110 [130(3,8 2 H
GAO50C-1C |Q68000-A836 |7 50 25|10 [190|3,8 2 H
GAO 10D-1A |Q68000-A825 |9 10 1017 120(3,0 2 H
GAO 20D-1B [Q68000-A831 (9 20 1,57 190(3,0 2 H
GAO 50D-1C |Q68000-A837 |9 50 257 290|3,0 2 H
GAO 10E-1A |Q68000-A826 |10 10 1,07 120(2,7 2 H
GAO 20E-1B |Q68000-A832 |10 20 1,67 [190|2,7 2 H
GAO 50E-1C |Q68000-A838 |10 50 257 ]290(2,7 2 H
GAO10F-1A [Q68000-A827 {11 10 1,06 140(2,5 2 H
GAO 20F-1B [Q68000-A833 (11 20 1,66 |[220(|2,5 2 H
GAO 50F-1C [Q68000-A839 |11 50 256 |320(25 2 H
GAO 10G-1A |Q68000-A828 |12 10 1,0(6 [140(2,3 2 H
GAO 20G-1B |Q68000-A834 |12 20 156 220|2,3 2 H
GAD 50G-1C |G68000-A840 (12 50 2516 (320123 2 H
GAO101-1A |Q68000-A829 (15 10 1,0/5 (16020 2 H
GAO 201-1B |Q68000-A835 |15 20 1,56(56 |260{2,0 2 H
GAO501-1C | Q68000-A841 |15 50 255 |380{20 2 H
GAO100C-1D|Q62702-A583 |7 100 25111 [ 600({5,5 8 H
GAO 200C-1E | Q62702-A582 |7 200 3,0{12 | 700|5,5 9 H

') Schwingfrequenz bei optimaler Ausgangsleistung (durchstimmbarer Frequenzbereich einige GHz). Gunnelement
fur abweichende Frequenzen auf Anfrage

2) Dauerstrichausgangsleistung gemessen in einem E 010 Resonator

3) minimaler Wirkungsgrad

4) typische Betriebswerte mit stabilisierter Gleichstromquelle einstellen

5) typischer Wert der Einsatzspannung, ab der ein negativer Widerstand an den Diodenklemmen auftritt

6) maximal zuldssige Verlustleistung bei T, = 25°C

7) Abweichende Gehauseformen auf Anfrage.
Falsche Polung kann bereits bei Werten weit unterhalb der Betriebswerte zur Zerstorung der Diode fiihren.
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3.7. Lawinenlaufzeit (IMPATT-)Dioden

zur Erzeugung und Verstarkung von Mikrowellenleistung

Typ Bestell- Frequenz-| Ausgangs- | Wirkungs- | Betriebs- |Therm.
nummer bereich leistung grad werte Widerst.
P n Up | I3 Rin
GHz mW % \ mA | K/W

BGY12D-1F Q62702-G7 |4-6 500 5 180 {80 |15
BGY12E-1G | Q62702-G7 |4-6 750 5 180 [90 |10
*BGY12F-2H | 062702-G9 |4-6 1000 6 180 | 100 |9
*BGY12F-2J Q62702-G10 |4-6 1250 7 180 {110 |9
BGY13D-1E Q62702-G11 | 6-8 250 4 140 | 45 |22
BGY13E-1F Q62702-G12 | 6-8 500 5 140 ( 75 15
*BGY13FA-1G | 062702-G13 | 6-8 750 5,5 140 | 90 |12
*BGX13F-2H | 062702-G14 |6-8 1000 6 140 | 110 | 956
BGY14D-1E Q62702-G15|8-10 250 4 100 | 60 |22
BGY14E-1F Q62702-G16 | 8-10 500 5 100 | 100 | 15
*BGY14FA-1G | Q62702-G17|8-10 750 5,5 100 | 130 |12
BGY 26D- 1E | 062702-G18 [10-12 250 4 90 (65 |22
BGY 26E- 1F Q62702-G19 |10-12 500 5 90 (110 |15
*BGY 26 FA-1G | 062702-G20|10-12 750 55 90 | 140 |12
BGY 27DA-1D | Q62702-G21 |12-15 100 3 70 |40 |35
BGX27DB-1E | Q62702-G22|12-15 250 4 75 |70 |25
*BGY 27E- 1F | 062702-G23|12-15 500 5 80 | 140 |16

* Multimesastruktur

3.8. Doppel-Drift-IMPATT-Dioden

Typ Bestell- Frequenz- | Ausgangs- |Wirkungs- |Betriebs- | Therm.

nummer bereich leistung grad werte Widerst.
P n Ur | I Rin
GHz mwW % \ mA | K/W

BGY 28D- 1E | Q62702-G25 |6-7 250 >5 175 | 28 35
BGY 28EA-1F | Q62702-G26 | 6-7 500 >5 175 |45 |22
BGY 29C- 1F | Q62702-G27 | 6-8 500 > 8 175 {35 |22
BGY 29EA-1H | Q62702-G28 | 6-8 1000 >9 175 | 60 |15
BGY 29EB-1K | Q62702-G29 | 6-8 1500 > 10 175 |1 82 |12
BGY 29EB-1M | Q62702-G24 | 6-8 2000 > 10 180 | 110 | <9
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3.9. PIN-Dioden
fur Phasenschieber und Schalteranwendungen im GHz-Bereich
?yp Bestellnumme; min. Sperrschicrﬁi hSerien- max. Gehause

Sperr- Kapazitat widerstand Verlust-

spannung | (Ug =50V; | (I =100 mA, | leistung

f=1 MHz) f=2,4GHz)

Ur (V) C; (pF) rs (Q) Py (W)
BXY 43A | Q62702-X116 [150 0,05-0,1 1,4 1,5 L
BXY 43B | Q62702-X104 (150 0,09-0,18 1,2 1,8 L
BXY 43C | Q62702-X105 150 0,15-0,3 1,0 1,8 A
BXY 44E Q62702-X106 |350 0,5-1,0 0,7 6 H
BXY 58EA | Q62702-X107 |500 0,5-0,8 0,8 6 H
BXY 59D | Q62702-X108 | 650 0,3-0,6 0.8 6 H
3.10. Mikrowellen-Schottky-Dioden
Typ Sperr- Sperrschicht- Rauschzahl Signal- Gehause

spannung kapazitat typ. (dB) 1) frequenz
Un (V) C; (pF) (GHz2)

BAT 14C-3 5 0,15-0,35 6.2 4 V]
BAT14CB-1 5 0,2-0,3 6,2 4 A
BAT14CC-1 5 0,25-0,35 6,2 4 A
BAT 14BA-2 3 0,09-0,15 6,8 15 T
BAT 14BA-2A 3 0,09-0,15 6,2 15 T
BAT 14BB-2 3 0,12-0,18 6,2 11 T
BAT14BB-2A 3 0,12-0,18 5,7 11 T
BAT 14CA-2 5 0,15-0,25 6,2 7 T
BAT 14CA-2A 5 0,15-0,25 5,7 7 T
BAT14C-3A 5 0,15-0,35 5,7 4 U
BAT 14C-3B 5 0,15-0,35 5,3 4 U
BAT14CB-1A 5 0,20-0,30 5,7 4 A
BAT14CB-1B 5 0,20-0,30 5,3 4 A
BAT14CC-1A 5 0,25-0,35 57 4 A
BAT14CC-1B 5 0,25-0,35 5,3 4 A

') Lokaloszillatorleistung P = 3 mW
ZF = Rauschzahl, NF = 1,56 dB
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3.11. Gehiusebauformen — Mikrowellendioden
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3.11. Gehausebauformen — Mikrowellendioden

Gehéduse H Gehéuse J
*
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3.11. Gehiusebauformen — Mikrowellendioden
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3.11. Gehdusebauformen — Mikrowellendioden
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Noatin 4

P.0.B. 519
Reykjavik

7~ 28322, (1] 2055

Italien

Siemens Elettra S.p.A.
Via Fabio Filzi, 25/A
Casella Postale 4183
1-20124 Milano

2 (02) 62 48, [1] 36 261

Jugoslawien
Generalexport

Masarikova 5/XV

Postanski fah 223
YU-11001 Beograd

2 (011) 6848 66, 1] 11287

Luxemburg

Siemens Société Anonyme
17, rue Glesener

B.P. 1701

Luxembourg

2 497 11-1, (11 3430

Niederlande

Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 26

Dactbio 1080
rOSious Voo

Den Haag 2022
2 (070) 7827 82, [J 31373

Norwegen

Siemens A/S

@stre Aker vei 90

Postboks 10, Veitvet
N-Oslo 5

> (02) 153090, (1 18477

Osterreich

Siemens Aktiengesellschaft
Osterreich

Apostelgasse 12

Postfach 326

A-1031 Wien

7 (0222) 72 93-0, (4 11866

Polen

PHZ Transactor S.A.

ul. Stawki 2

P.0.B. 276

PL-00-950 Warszawa

7 398910, (-] 8132288

Portugal

Siemens S.AR.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

Lisboa 1

< (019) 538805, 112563

Rumaénien
Siemens birou

de consultatii tehnice
Strada Edgar-Quinet 1
R-7 Bucuresti 1

~ 151825, 1 11473



Schweden

Siemens Aktiebolag

Avd. elektronikkomponenter
Norra Stationsgatan 69
Stockholm

(Fack, S-104 35 Stockholm)
< (08) 2417 00, (11 116 72

Schweiz

Siemens-Albis AG
Freilagerstrae 28
Postfach

CH-8047 Ziirich

T (01) 247 3111, (11 52131

Spanien

Siemens S.A.

Sede Central

Orense, 2

Apartado 155

Madrid 20

% (91) 4552500, (111 27 769

Tschechoslowakei
EFEKTIM,

Technisches Biiro Siemens AG
Anglicka ulice 22

P.0.B. 1087

CS-120000 Praha 2

7 258417,0.122 389

Tirkei

Elektrik Tesiat ve Mihendislik A.S.
Meclisi Mebusan Caddesi,

55/35, Findikli

P.K. 64, Tophane

Istanbul

2 452090, [y 22 290

Ungarn

Intercooperation AG,
Siemens Kooperationsbiiro
Boészormeényi at 9-11

P.0.B. 1525

H-1126 Budapest

= (01)1549 70, 2 224133

Union der Sozialistischen

Sowijetrepubliken
Vertretung der Siemens AG
Kurssowoj Pereulok, Dom 1/1,
Kwartira 4,

Wchod Sojmonowskij Projezd
Postf. 77, Internationales Postamt
SU-Moskau G 34

™ 202771, (37413

Afrika
Agypten

Siemens Resident Engineers

6, Salah El Din Street, Zamalek
P.0.B. 775

Cairo

o 817228, (id 321

Algerien

Siemens Algérie S.AR.L.
3. Viaduc du Duc des Cars
B.P. 224, Alger-Gare
Alger

™ 639547/51, (1152 817

Athiopien

Siemens Ethiopia Ltd.

Ras Bitwoded Makonen Building
P.0.B. 5505

Addis Ababa

151599, 1] 21 052

Libyen

Assem Azzabi

17, 1st September Street,
Tariq Building

P.0.B. 2583

Tripoli

™ 415 34, 1) 20029

Marokko

SETEL S.A.

km 1, Route de Rabat
Casablanca-Ain Sebaa
2 351025, (921914

Nigeria

Siemens Nigeria Limited
Industrial Estate 3 f,
Block A

P.0.B. 304

Lagos (Oshodi)

2 419 20, () 21357

Sudafrika

Siemens Limited

Siemens House,

Corner Wolmarans and

Biccard Streets, Braamfontein
P.0.B. 4583

Johannesburg 2000

™ (011) 7252500, .1 58-7721

Sudan

National Electricai

& Commercial Company
Murad Sons Building,
Barlaman Street

P.0.B. 1202

Khartoum

~ 80818, "1 642

Tunesien

Sitelec S.A.,

Société d’'Importation

et de Travaux d'Electricité
26, Avenue Farhat Hached
Tunis

7 24 2860, 1112 326

Zaire

Siemens Zaire S.P.R.L.
1222, Avenue Tombalbaye
B.P. 9897

Kinshasa 1

= 22608, ) 377

Amerika

Argentinien

Siemens Sociedad Anonima
Avenida Pte. Julio A. Roca 530
Casilla Correo Central 12 32
RA-1067 Buenos Aires

o 30041, (1:] 121812

Bolivien

Sociedad Comercial & Industrial
Hansa Limitada

Calle Mercado esquina Yanacoct
Cajon Postal 14 02

La Paz

™ 544 25, (1.1 5261

Brasilien

Siemens Sociedade Anonima
Fabrica Lapa

Rua Cel. Bento Bicudo, 111
Caixa Postal 13 75
BR-05069 Sao Paulo 1

™ (01)6251M, 11 11-23 681

Chile
Gildemeister S.A.C.,
Area Siemens
Amunategui 178
Casilla 99-D
Santiago de Chile
-~ 23

] TRA SGO 392, TDE 40588

Ecuador

Siemens S.A.

Avenida América y
Hernandez Giron s/n.,
Sector 28

Casilla 35 80

Quito

“ 245363, 022190

Kanada

Siemens Beteiligungen Ltd.
Siemens Overseas

Investments Ltd.

7300 Trans-Canada Highway
P.0.B. 7300

Pointe Claire, Québec H9R 4R6
7 (514) 6957300, .1 5267 66

Kolumbien
Siemens S.A.

Carrera 65, No. 11-83
Apartado Aéreo 8 0150
Bogota 6

™ 610477, (1) 44 750

Mexico

Siemens S.A.

Poniente 116, No. 5690
Apartado Postal 150 64
Meéxico 15, D.F.

~ 5670722,:31772700

Uruguay

Conatel S.A.

Ejido 1690

Casilla de Correo 13 71
Montevideo

™ 917331, (111 934

Venezuela

Siemens S.A.

Avenida Principal,
Urbanizacion Los Ruices
Apartado 36 16

Caracas 101

o (02) 34 85 31, [ 25131

Vereinigte Staaten
von Amerika
Siemens Corporation
186 Wood Avenue South
Iselin, New Jersey 08 830
< (201) 4 94-1000
.0 WU 844 491

TWX WU 710 998 0588
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Asien

Afghanistan
Siemens Afghanistan Ltd.
Alaudin, Karte 3

P.O.B. 7

Kabul 1

2 40446, (4 35

Bangladesch

Siemens Bangladesh Ltd.

74, Dilkusha Commercial Area
P.0.B. 33

Dacca 2

= 244381, 1] 824

Birma

Siemens Resident Engineer
8, Attia Road

Post Office Bag 20 07
Rangoon

7 32508, (] 2009

Hongkong
Jebsen & Co.,
Prince’s Burldlng 23rd floor
P.0.B. 97
Hong Kong
™ 522511, 073221

Indien

Siemens India Ltd.

123A, Dr. Annie Besant Road, Worli
P.0.B. 6597

Bombay 400018

2 379906, (4112373

Indonesien

P.T. Siemens Indonesia
Kebon Sirih 4

P.0.B. 2469

Jakarta

2 51051, (1] 46 222

Irak

Sambhiry Bros. Co. (W.L.L)
Abu Nawas Street

P.0.B. 300

Baghdad

2 900 21, (1 2255

Iran

Siemens Sherkate S. (K.)
Khiabane Takhte Djamshid 32,
Siemenshaus

Teheran 15

< (021) 614-1, (] 212 351

Japan

Nippon Siemens K.K.
Furukawa Sogo Building,
6-1, Marunouchi 2-chome,
Chiyoda-ku

Central P.O.B. 1144

Tokyo 100-91

2 (03) 2140211, (. 22 808
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Jemen (Arab. Republik)
Tihama Tractors
& Engineering Co. Ltd.
P.0.B. 49
Sanaa
™ 2462, 04217

Korea (Republik)
Siemens Electrical
Engineering Co., Ltd.

Daehan Building, 8th floor,
75, Susomun-dong, Chung-ku
C.P.0.B. 3001

Seoul

o 241558, 0 2329

Kuwait

Abdul Aziz M. T. Alghanim Co.

& Partners

Abdulla Fahad Al-Mishan Building
Al-Sour Street

P.0.B. 3204

Kuwait, Arabia

< 423336, 1J 2131

Libanon

Ets. F. A. Kettaneh S.A.
(Kettaneh Freres)

Rue du Port, Immeuble Fattal
P.B. 110242

Beyrouth

2 221180, 11 20614

Malaysia

Guthrie Engineering (Malaysia)
Sdn. Bhd.,

Electrical &

Communications Division

17, Jalan Semangat

P.0.B. 30

Petaling Jaya

> 773344,01 37573

Pakistan

Siemens Pakistan Engineering
Co. Ltd.

llaco House,

Abdullah Haroon Road

P.0.B. 7158

Karachi 3

2 5160 61, (J 820

Philippinen

Engineering Equipment, Inc.,
Machinery Division,

Siemens Department

2280 Pasong Tamo Extension
P.0.B. 7160,

Airmail Exchange Office,
Manila International Airport,
Philippines 3120

Makati, Rizal

< 8540 11/19,

[J RCA 7222 382, EEC 3695

Saudi-Arabien

E. A. Juffali & Bros.
Head Office

King Abdul-Aziz-Street
P.0.B. 1049

Jeddah

™ 22222,7140130

Singapur

Guthrie Engineering (Singapore)
Pte. Ltd.,

Electrical &

Communications Division

41, Sixth Avenue, Bukit Timah Road
P.0.B. 495

Singapore 10

2 66 2555, [J 21681

Syrien

Syrian Import Export & Distribution
Co., S.A.S. SIEDCO

Port Said Street

P.0.B. 363

Damas

13431, (11267

Taiwan

Delta Engineering Ltd.

42, Hsu Chang Street, 8th floor
P.0.B. 584 97

Taipei

o 31147 31, (13 21826

Thailand

B. Grimm & Co., R.O.P.

1643/4, Petchburi Road (Extension)
P.0.B. 66

Bangkok 10

7 2524081, (12614

Australien
und Ozeanien

Australien

Siemens Industries Limited
Melbourne Office

544 Church Street
Richmond, Vic. 3121

2~ (03) 4297111, (.1 30425

Neuseeland
Siemens Liaison Office
175 The Terrace
P.0.B. 4145
Wellington 1

7 729861, (] 31233
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